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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Советский Союз осуществляет широкий международный обмен 
научно-технической информацией, патентами и лицензиями по раз- 
личным областям науки и техники. Изучение зарубежных техниче- 
ских новшеств и усовершенствований, в частности, в области радио- 
техники и радиоэлектроники, творческое применение и использова- 
ние рациональных решений необходимы при создании высококаче- 
ственной радиоэлектронной аппаратуры. 

Полупроводниковые приборы успешно применяются в современ- 
ной радиоэлектронной аппаратуре. Непрерывно расширяется номен- 
клатура приборов, области применения, улучшаются их характери- 
стики И параметры, повышается надежность. 

Несомненно, что зарубежная информация (книги, журналы, ка- 
талоги, справочники) о применении полупроводниковых приборов 
привлекает внимание широкого круга как специалистов, занимаю- 
щихся разработкой, созданием и модернизацией радиоэлектронной 
аппаратуры, так и радиолюбителей. В зарубежной литературе встре- 
чаются оригинальные схемы и узлы различных радиоэлектронных 
устройств на полупроводниковых приборах. Возможности их воспро- 
изведения связаны с подбором отечественных полупроводниковых 
приборов, тождественных по назначению, характеристикам и пара- 
метрам соответствующим зарубежным приборам. 

В нашей стране находится в эксплуатации значительный ассор- 
тимент импортной радиоэлектронной аппаратуры на полупроводни- 
ковых приборах (радиоприемники, телевизоры, магнитофоны, раз- 
личного рода измерительная аппаратура, приборы автоматики и др.). 
При ее ремонте требуется замена зарубежных полупроводниковых 
приборов аналогичными отечественными приборами. 

В связи с этим возникают вопросы взаимозаменяемости полу- 
проводниковых приборов, выпускаемых отечественной промышлен- 
ностью и за рубежом. 

В настоящем справочнике, составленном на основе изучения оте- 
чественной и зарубежной информации о параметрах, характеристи- 
ках и применении полупроводниковых приборов, и личного опыта 
авторов рассматриваются вопросы, связанные с взаимозаменяемо- 
стью отечественных и зарубежных транзисторов и диодов. 

Представленные в справочнике отечественные полупроводнико- 
вые приборы предназначены для применения в радиоэлектронной ап- 
flapatype широкого применения. Сведения об их параметрах взя- 
Ты из технических условий, стандартов и справочников. 

Предисловие, разд. 1—3 написаны А. В. Нефедовым, а разд. 4 
В. И. Гордеевой. 

Отзывы и замечания о справочнике авторы просят направлять 
по адресу: 113114, Москва, М-114, Шлюзовая наб., 10, издательство 
«Энергия». 

Авторы 
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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 


СИСТЕМЫ ОБОЗНАЧЕНИЙ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
Я ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБО?ОВ 


4-1. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


По ГОСТ 10862-72 обозначения полупроводниковых приборов 
‘состоят из шести элементов. 

Четвертый, пятый и шестой элементы определяют порядковый 
номер разработки и деления технологического типа на параметриче- 
ские группы с обозначением его от 01 до 999. Для стабилитронов и 
‚‘стабисторов четвертый и пятый элементы определяют напряжение 
стабилизации, а шестой элемент — последовательность разработки с 
обозначением от А до Я. 


Первый элемент 





Условное 





Исходный материал обозначение 
Германий или его соединения Г или 1 
Кремний или его соединения К или2 
Соединения галлия А или 3 


Второй элемент 
——],‹]4——А————=—/—/ А—А—/—/«ЫыЫМЫМЫМЫыънтЪыБъ®щыщЯщщ—Э—=ы— 


Условное 





Подкласс приборов обозначение 
Выпрямительные, универсальные, импульсные диоды д 
Транзисторы (за исключением полевых) T 
Транзисторы полевые П 
Варикапы В 
СВЧ диоды А 
Тиристоры диодные Н 
Тиристоры триодные y 
Туннельные и обращенные диоды И 
Стабилитроны и стабисторы С 
Выпрямительные столбы и блоки Ц 
Диоды излучающие JI 
Генераторы шума Г 
Приборы с объемным эффектом (приборы Ганна) 5 
Стабилизаторы тока К 
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Третий элемент 





Назначение прибора ‚ Обозначение 








Диоды выпрямительные. 


малой мощности (/<0,3 А) 
сведней мощности (J=0,3+10 A) 
Диоды универсальные (fp <1000 МГц) 

Диоды импульсные: 


toe >150 нс 
ос =30-150 нс 


foc =5+30 нс 


ны 52 == 


= ]—-5 
1 вос 1--5 нс 


Pe <1 нс 


СВЧ диоды: 


смесительные 

детекторные 

параметрические 

регулирующие (переключательные, ограничительные и 
модуляторные) 

умножительные 

генераторные 


Диодные тиристоры: 


малой мощности (1<0,3 А) 
средней мощности (/=0,3--10 А) 


Триодные тиристоры незапираемые: 


малой мощности (/<0,3 А) 1 
средней мощности (/=0,3+10 A) 2 


хоче ям 


NO бл м 


NH — 


Триодные тиристоры запираемые: 


малой мощности (1<0,3 А) 3 
средней мощности (/=0,3+10 A) 4 


Триодные тиристоры симметричные незапираемые.: 


малой мощности (1<0,3 A) 
средней мощности (/=0,3+10 А) 


Qa 


Туннельные диоды: 


усилительные 
генераторные 
переключательные 
обращенные 


wm Oo Ne 


Варикапы: 


= 


подстроечные 
умножительные (варакторы) 2 


Стабилитроны и стабисторы мощностью P<0,3 Вт с напря- 
жением стабилизации; 


менее 10 В 
10—99 В 
100—199 В 


Стабилитроны и стабисторы мощностью Р=0,3--5 Вт с на- 
пряжением стабилизации: 


WON 


менее 10 В 
10—99 В 
100—199 В 


Стабилитроны и стабисторы мощностью P=5+25 Вт с на- 
пряжением стабилизации: 


менее 10 В и. 


© (бл > 





Продолжение 








Назначение прибора Обозначение 
10—99 В 8 
100—199 В 9 
Выпрямительные столбы малой мощности (1<0,3 А) | 
Выпрямительные столбы средней мощности (J=0,3—10 А) 2 
Выпрямительные блоки малой мощности (1/<0,3 A) 3 
Выпрямительные блоки средней мощности (J=0,3+10 А) 4 


Транзисторы малой мощности (Р<0,3 Вт): 


— 


с частотой гр<3 МГц 
с частотой frp =8+30 МГц 2 
с частотой [тр230 МГц 3 


Транзисторы средней мощности (P=0,3+1,5 Вт)! 
с частотой Frp <3 МГц 


с частотой Ipp =3+30 МГц 5 

с частотой гр230 МГц х ВИ 6 
Транзисторы большой мощности (P>1,5 Вт): 

с частотой гр <8 МГц т 

с частотой Irp =3--30 МГц | | 8 

с частотой [:р230 МГц 9 


1-2. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


За рубежом существуют различные системы обозначений полу“ 
проводниковых приборов. 

Наиболее распространенной является система обозначений, при- 
нятая объединенным техническим советом по электронным приборам 
США — система JEDEC. Согласно этой системе приборы обознача- 
ются индексом, в котором первая цифра показывает количество р-п 
переходов, а именно: | — диод; 2 — транзистор; 3 — тетрод. 

За цифрой следуют буква М и серийный номер, под которым 
приборы регистрируются ассоциацией предприятий электронной про- 
мышленности (EIA). 

За номером могут следовать одна или несколько букв, указыва- 
ющие на разбивку приборов одного типа по различным параметрам 
или характеристикам. 

Необходимо отметить, что приборы, имеющие серийные номера, 
следующие друг за другом, необязательно относятся к одной группе, 
т. е. могут значительно отличаться по своим параметрам и характе- 
ристикам. 

Фирма-изготовитель, приборы которой по своим параметрам 
подобны приборам, зарегистрированным ЕТА, может поставлять при- 
боры с обозначением, принятым по системе JEDEC, 
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В Европе кроме JEDEC широко используется система, по KOTO< 
рой обозначения полупрсводниковым приборам присваиваются ор- 
ганизацией Association International Pro Electron.. По этой системе 
приборы, предназначенные для широкого применения (бытовой тех- 
ники), обозначаются двумя буквами и тремя цифрами, а приборы 
для промышленной (профессиональной) и специальной аппаратуры 
обозначаются тремя буквами и двумя цифрами. Для приборов 
широкого применения после двух букв следует трехзначный поряд- 
ковый номер от 100 до 999. Для приборов, предназначенных для 
применения в промышленной и специальной аппаратуре, третьим 
знаком является буква, начиная от Z в обратном алфавитном по- 
рядке: У, Х ит. д., за которой следует порядковый номер от 10 до 99. 

Если в одном корпусе имеется несколько одинаковых приборов, 
то обозначение производится в соответствии с кодом (маркировкой) 
для дискретных приборов. При наличии в одном корпусе нескольких 
разных приборов в качестве второй буквы обозначения используется 
буква G. К основному обозначению может добавляться буква, ука- 
зывающая на отличие прибора от основного типа по каким-либо па- 
раметрам или корпусу. 


По указанной системе первая буква обозначает код исходного 

материала: 

А — приборы, использующие материал с шириной запрещенной зоны 
от 0,6 до 1,0 эВ (например, германий); 

В — приборы, использующие материал с шириной запрещенной зоны 
от 1,0 до 1,3 эВ (например, кремний); 

С — приборы, использующие материал с шириной запрещенной зоны, 
равной или более 1,3 эВ (например, арсенид галлия); 

D — приборы, использующие материал с шириной запрещенной зоны 
менее 0,6 эВ (например, антимонид индия); 

К — приборы, использующие другие полупроводниковые MaTe- 
риалы. 
Вторая буква обозначает класс приборов (функциональное на- 

значение): 

А — диод детекторный, быстродействующий, смесительный; 

В — диод с переменной емкостью; 

С — транзистор низкочастотный, маломощный (Киа > 15° C/Br); 

О — транзистор низкочастотный, мощный (Ка <15° С/Вт); 

Е — диод туннельный; 

Е — транзистор высокочастотный, маломощный (Ка >15° С/Вт}$ 

G — сложные приборы (в одном корпусе несколько различных приз 
боров); 

Н — измеритель напряженности поля; 

К — генератор Холла; 

[. — транзистор высокочастотный, мощный (Rinja<c15° С/Вт); ` 

М — модулятор и умножитель Холла; 

Р — светочувствительные приборы (фотодиод, фототранзистор); 

О — излучающий прибор; 

В — прибор, работающий в области пробоя; 

S — переключающий транзистор, маломощный; 

Т — регулирующие и переключающие приборы, мощные (управля“ 
емые выпрямители и т. п.) (Rtaja<15° С/Вт); 

U — транзистор переключающий, мощный; 

Х — диод умножительный; 

У — диод выпрямительный, мощный; 

2 — стабилитрон. 








Для некоторых типов приборов, таких как стабилитроны, мощ- 
ные диоды и тиристоры, возможна дополнительная классификация, 
согласно которой к основному пятизначному обозначению через де- 
фис или дробь добавляется дополнительный код. 

Например, для стабилитронов дополнительный код содержит 
сведения о номинальном напряжении и его допусках в процентах. 

‘Первая буква указывает допуск: А — 1%; B—2%; С—5%; 

р —10 Ю; Е — 15%. 

После буквы в дополнительном коде следует номинальное на- 
пряжение в вольтах. Если оно выражается не целым числом, то вме- 
сто запятой ставится буква У. 

Для выпрямительных диодов дополнительный код указывает 
максимальную амплитуду обратного, напряжения. 

Для тиристоров дополнительный код указывает меньшее из зна- 
чений максимального напряжения включения или максимальной ам- 
плитуды обратного напряжения. В конце дополнительного обозначе- 
ния может стоять буква К, указывающая на соединение анода с кор- 
пусом. Соединение катода с корпусом и симметричное исполнение 
выводов в коде не указывается. 

Система Pro Electron широко применяется в ФРГ, Франции, 
Италии, ВНР, ПНР и других странах. 

Она заменила собой старую европейскую систему, по которой 
после начальной буквы О следовали буквы, указывающие основной 
класс приборов: А — диод; АР — фотодиод; AZ — стабилитрон; С — 
транзистор; СР — фототранзистор; КР — фотопроводящий элемеит. 

По существующей в настоящее время в Японни системе стан- 
дартных обозначений можно определить, является ли прибор дно- 
дом или транзистором, назначение прибора, тип проводимости. Тип 
полупроводникового материала в этой системе не учитывается. Ус- 
ловное обозначение состоит из пяти элементов. 

Первый элемент (арабская цифра) обозначает вид полупровод- 
никового прибора: 

0 — фотодиод, фототранзистор; 

|] — диод; 

2 — транзистор; 

3 — четырехслойвый прибор. 

Второй элемент указывает на то, что данный прибор является 
полупроводниковым. 


Третий элемент определяет подкласс приборов: 

А — транзистор р-п-р, высокочастотный; 

В — транзистор р-п-р, низкочастотный; 

С — транзистор й-р-п, высокочастотный; . 

D — транзистор п-р-п, низкочастотный; 

Е — прибор с четырехслойной р-п-р-п структурой; 

Я — прибор с четырехслойной п-р-п-р структурой; 

Н — однопереходный транзистор; 

Г — полевой транзистор с р-каналом; 

К — полевой транзистор с п-каналом; 

М — симметричный тиристор. 

В случае фототранзисторов и фотодиодов третий элемент марки- 
ровки отсутствует. 

Четвертый элемент сбозначает регистрационный номер и начи- 
нается с 11|. 

Пятый элемент отражает усовершенствование (А — первое усо- 
вершенствование, В — второе), 
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После маркировки могут быть дополнительные индексы (М, М, 
$), показывающие отношение к требованиям специальных стан- 
дартов. 

В основе нового обозначения приборов ПНР лежит система Pro 
Electron. Дополнительно ставится буква Р перед тремя цифрами 
для приборов широкого применения и буквы УР перед двумя циф- 
рами для приборов промышленного назначения (например, ВУУР53З). 
Вместо буквы У могут стоять буквы Z, Х, \ (например, 
BZXP21-B4V7 — стабилитрон промышленного назначения с номи- 
нальным значением напряжения стабилизации 4,7 В+2%). Для но- 
вых приборов широкого применения принято после букв ставить 
пир от 600 до 699, для приборов промышленного назначения — от 

до 99. 

У полупроводниковых приборов ЧССР первые буквы маркиров- 
ки С и К, а у приборов ГДР — буквы G и $ показывают тип исход- 
ного материала (германий и кремний соответственно), остальная 
часть кода соответствует системе Pro Electron. 

Кроме вышеуказанных систем стандартных обозначений изгото- 
вители приборов широко используют свои внутренние (фирменные) 
обозначения. В этом случае за основу буквенного обозначения чаще 
всего берется принцип сокращенного названия фирмы, коды мате- 
риала и применения. 

Фирма МЕС маркирует свои приборы следующим образом: 

AD — лавинно-пролетный диод; @О — диод Ганна; RD — полу- 
проводниковый стабилитрон; SD — полупроводниковый диод; SL— 
светодиод; SV — варактор, VD — варистор; У — новый полупровод- 
никовый прибор, 

Следует отметить, что фирменные обозначения достаточно мно- 
гочисленны. 

Цветной код. Для маркировки малогабаритных полупроводнико- 
вых диодов вместо цифровых и буквенных обозначений часто ис- 
пользуется цветной код. 

) По этой системе установлено следующее обозначение цифр и 
укв: 


Цифры Цвет Буква 


Черный 
Коричневый 
Красный 
Оранжевый 
Желтый 
Зеленый 

Синий. (голубой) 
Фиолетовый 
Серый 

Белый 


«> 00 © бл > Фе --= © 
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При использовании цветного кода в обозначении диодов первая 
цифра и буква М опускаются. Следующий за буквой N типовой но- 
мер, состоящий из двух, трех или четырех цифр, обозначается 
цветными полосками по указанным ниже правилам: 

а) HoMepa, состсящие из двух цифр, обозначаются первой чер- 


И 


HOH полоской и последующими второй и третьей цветными полоска- 
ми, указывающими соответствующие цифры. Если в обозначении 
используется буква, она указывается четвертой полоской; 

6) номера из трех цифр обозначаются тремя цветными полос- 
ками, указывающими соответствующие цифры, четвертая : полоска 
обозначает букву; 

в) типовой номер, состоящий из четырех цифр, обозначается че- 
тырьмя цветными полосками и пятой черной полоской. Если в этом 
случае требуется обозначить букву после цифр, то ее обозначают 
пятой цветной полоской (вместо черной); 

г) для обозначения полярности цветные полоски либо смешща- 
ются ближе к катоду, либо первая полоска от катода делается 
двойной ширины; 

д) тип полупроводникового диода читается по цветным полоскам 
ет катода. 


1-3. ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 
ПРИБОРОВ 


Ниже приводятся графические обозначения полупроводниковых 
иборов, принятые за рубежом, а также в соответствии с ГОСТ 
130-73. 





Обозначение Наименование 





Выпрямительный диод 


Туннельный диод 


Обращенный диод 


Односторонний стабилитрон 


Двусторонний стабилитрон 


Варикап 


Двунаправленный диод 


А. 


Диодный тиристор (динистор) 


42 


Обозначение 


Фолл м + 


Продолжение 





Наименование 





Диодный симметричный тиристор 


Триодный незапираемый тиристор с управлением по 
аноду 


Триодный запираемый тиристор с управлением по аноду 


Триодный незапираемый тиристор с управлением по 
катоду 


Триодный запираемый тиристор с управлением по 
катоду 


Транзистор типа п-р-пв 


Транзистор типа р-п-р 


Лавинный транзистор типа п-р-п 


Однопереходный транзистор с п-базой 


Однопереходный транзистор с р-базой 


Транзистор двухэмиттерный типа р-п-р 





Продолжение 
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Обозначение Наименование 
3 
Полевой транзистор с р-п-переходом и каналом п-типа 
И C 
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Полевой транзистор с р-п-переходом и каналом р-типа 


Полевой транзистор с изолированным затвором обо- 
гащенного типа с р-каналом 


Полевой транзистор е изолированным затвором обога- 
щенного типа с п-каналом 


Полевой транзистор с изолированным затвором обед- 
ненного типа с р-каналом 


Полевой транзистор с изолированным затвором обед- 


‘ненного типа с п-каналом 


Полевой транзистор с изолированным затвором обога- 
щенного типа с П-каналом и с внутренним соединением 
подложки и истока 


Полевой тоанзистор с двумя изолированными затвора- 
ми обедненного типа с п-каналом 


РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 


ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ПРИМЕНЕ- 
НИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 


В справочники, стандарты или технические условия на полупро- 
водниковые приборы включается необходимый минимум параметров 
(нормы на их значения, режимы измерений), вольт-амперные харак- 
теристики, зависимости параметров от режима и температуры, -кото- 
рые нужны для детального расчета схем. 

Значения параметров даже в пределах одного типа прибора яв- 
ляются случайными величинами. Для некоторых из параметров уста- 
навливается граничное (предельное) значение (норма} и возможное 
отклонение (разброс). Нормы на разброс устанавливаются расчетом 
или путем статистической проверки. 

В зависимости от технологии и качества изготовления приборы 
имеют различные диапазоны разброса параметров. Наименьшим 
разбросом параметров обладают планарные приборы, наибольшим — 


сплавные. Для многих параметров (А Гкво» Ск, r6 Cy, Чкэнас 


и др.) устанавливается одностороннее ограничение (по минимуму 
или максимуму). 

Для некоторых параметров, как правило, предусматривается 
двустороннее ограничение (Hats, Во1э, Ucr). 


Параметры полупроводниковых приборов зависят от режима их 
работы (тока, напряжения, частоты сигнала, температуры), а так- 
же изменяются во времени. 

В процессе старения приборов ухудшаются их электрические 
свойства (увеличиваются обратные токи, уменьшаются коэффициент 
усиления и предельные напряжения переходов). Поэтому, если к 
транзисторам предъявляются требования к долговременной стабиль- 
ности свойств, то они не должны подвергаться воздействию больших 
и длительных электрических нагрузск. 

Параметры полупроводниковых приборов гарантируются для 
нормальной температуры и других значений (отрицательной и поло- 
жительной). Зависимости параметров от температуры являются, как 
правило, нелинейными. 

Необходимо отметить, что вследствие постоянного совершенст- 
вования конструкций и технологии изготовления приборов происхо- 
дят изменения средних значений параметров. Некоторое количество 
образцов приборов имеет параметры лучшие, чем записанные в тех- 
нических условиях и справочниках. 

В разных странах существуют региональные унифицированные 
стандарты на параметры и характеристики приборов, методику их 
измерений и контроля их качества, которые могут существенно от- 
личаться от международных стандартов. 
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2-1, МАКСИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ 


Максимальные (предельные) параметры определяют такие ре- 
жимы, при которых работа прибора недопустима, так как OH ‹при 
этом может выйти из строя или происходят необратимые изменения 
его свойств. 

Максимально допустимые (предельно допустимые) параметры — 
это такие параметры, в пределах которых ‘гарантируется стабиль- 
ная и надежная работа данного прибора. Эти параметры имеют за- 
пасы по отношению к максимальным. Необходимые запасы устанав- 
ливаются в результате длительных испытаний на надежность, с уче- 
том погрешности измерения, нестабильности в процессе испытаний, 
возможности случайных колебаний технологического процесса. 


2-2. МОЩНОСТЬ РАССЕЯНИЯ 


Мощность рассеяния определяется физическими свойствами по- 
лупроводникового материала, технологическими, геометрическими, 
конструктивными и тепловыми характеристиками прибора. 

В тепловом равновесии рассеиваемая мощность расходуется на 
нагревание и определяет температуру перехода при заданной тем- 
пературе окружающей среды 74 или температуре корпуса Тс..Мак- 
имальная мощность ограничивается максимальной температурой 
перехода, зависит от теплового сопротивления, от Ta (или Tc) и 
линейно уменьшается с ростом окружающей температуры (или тем- 
пературы корпуса). 

Различают максимально допустимую мощность рассеяния в ста- 
ционарном (установившемся) и импульсном режимах. В последнем 


случае она зависит от формы, длительности, частоты и скважности 
импульсов. 


2-3. ПРОБИВНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) И МАКСИМАЛЬНО 
' ДОПУСТИМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 


Максимальное напряжение, которое может выдерживать диод 
или транзистор, ограничивается явлением пробоя. Механизм пробоя 
определяется типом исходного материала, типом проводимости, мощ- 
ностью прибора, внешними условиями и другими причинами. 

Вероятность возникновения теплового пробоя существенно за- 
висит от теплового сопротивления прибора, внешних условий, схе- 
мы включения, условий во входной цепи, рабочего тока и напряже- 
ния на приборе. Тепловой пробой может быть устранен обеспече- 
нием тепловой стабильности режима работы прибора. 

Характер электрического пробоя определяется свойствами элек- 
тронно-дырочного перехода. Значение пробивного напряжения опре- 
деляется удельным сопротивлением исходного материала; оно обыч- 
но ниже теоретического из-за наличия дефектов в исходном материа- 
ле и явления поверхностного пробоя. 

Явление смыкания (прокола) чаще возникает у транзисторов, 
полученных методом вплавления. "У транзисторов с неоднородной 
базой это явление практически не наблюдается. 
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Транзисторы характеризуются пробивными напряжениями пере- 
ходов ИкБО проб» ИЭБО проб И напряжением пробоя между коллек- 


тором и эмиттером. Последнее зависит от сопротивления К ьэмеж- 
ду базой и эмиттером и напряжения смещения. ‚Значение напряже- 
ния между ‘коллектором и эмиттером для произвольной схемы 
Окэв проб› ЧКЭК проб»› ЧКЭУ проб) Лежит между значениями напря- 
жений Икэо проб И ЧКБО проб Напряжение пробоя Икэо проб ЯВЛЯ- 
ется наименьшим из всех возможных напряжений пробоя между 
коллектором и эмиттером и соответствует наихудшим условиям на 
входе, т. е. при обрыве цепи базы (КБэ=с°). Транзисторы с боль- 


шими коэффициентами усиления при одном и том же `Окво проб 


имеют меньшее значение напряжения пробоя ‘между коллектором и 
эмиттером. Для обеспечения стабильной работы ‘транзисторов рабо- 
yee напряжение между коллектором H эмиттером выбирают меньше 
Окэо проб: 

Напряжение Окоэк проб Используется для расчета схем с транс- 


форматором или резонансным контуром на входе, а напряжение 
ЭБО проб Необходимо для расчета напряжения запирания пере- 
ключающих или усилительных схем при работе с отсечкой коллек- 
торного тока. 
Напряжения пробоя переходов устанавливаются при определен- 
ном уровне тока (например, для маломощных транзисторов напря- 
жение (кво прэб Устанавливается при токах от | до 200 мкА). 


Максимально допустимые напряжения устанавливаются по нан- 
меньшим из измеренных значений пробивных напряжений с некото- 
рым запасом для обеспечения надежной работы приборов. 

При определенных условиях (при болыших напряжениях и то- 
ках, даже если они не превышают предельных значений) может воз- 
никать второй пробой Поэтому изготовители приборов определяют 
для них области безопасной работы, исключающие ‘этот вид пробоя. 
Кроме того, созданы транзисторы, обладающие повышенной стой- 
костью ко второму пробою (например, транзисторы с гометаксиаль- 
ной базой, с ‘балластными сопротивлениями в цепях эмиттеров). 
Кроме технологических мероприятий существуют схемные решения, 
уменьшающие вероятность возникновения второго пробоя. Наиболь- 
шей склонностью .KO второму пробою обладают транзисторы, ‘рабо- 
тающие с индуктивной нагрузкой в ключевом режиме (при запирании). 


2-4. МАКСИМАЛЬНЫЕ ТОКИ 


Значение максимального тока через полупроводниковый прибор 
определяется допустимой мощностью рассеяния в приборе, умень- 
нением коэффициента усиления транзистора при увеличении тока 
Тк (например, при hog < 10), значением критического тока, при ко- 
тором происходит второй пробой, значением гкуэ нас транзистора 
и Опр ‘диода. 

Поэтому для увеличения максимального тока стараются умень- 
ШИТЬ ГКЭ нас и Опр, увеличить мощность рассеяния (т. е. умень- 
шить тепловое .сопротивление, увеличить допустимую температуру 
перехода), повысить стойкость прибора ко второму пробою, умень- 
шить спад коэффициента усиления при увеличении тока /к. 
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Максимально допустимый ток определяется” через максималь- 
ный ток с учетом коэффициентов запаса, определяемых соответству- 
ющими методиками. 

Максимальный ток базы. транзистора ограничивается сопротив- 
лением вывода и контактов базы. Ограничение по максимальному 
току коллектора, как правило, наступает раньше, чем достигается 
максимальный ток базы. 

Максимально допустимый ток через выпрямительный диод при- 
ходится выбирать с очень большим запасом по сравнению с макси- 
мальным (разрушающим) током. Дело в том, что при включении 
выпрямителя через диоды за первые несколько периодов проходят 
большие импульсы. тока, заряжающего конденсаторы фильтра. На- 
пример, при среднем выпрямленном токе 300—500 мА импульсы то- 
ка могут достигать 3—5 А. При подборе аналогов следует иметь в 
виду, что некоторые зарубежные фирмы выбирают запасы по пре- 
дельному току значительно меньшие, чем это принято в СССР (соот- 
ветственно даются и более узкие диапазоны температуры внешней 
среды или корпуса). Поэтому могут быть случаи, когда аналогичный 
по току отечественный выпрямительный диод имеет габариты много 
большие, чем зарубежный. 


2-5. ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 


К тепловым параметрам приборов относятся: максимальная и 
минимальная температура перехода, тепловые сопротивления, тепло- 
вые постоянные времени и теплоемкости. 

Они определяют стойкость работы полупроводниковых приборов 
при изменении температуры, максимальные мощности, токи и напря- 
жения, допустимые диапазоны температуры окружающей среды, при 
которых обеспечивается надежная работа. В частности, параметры 
Rin, ttn, Cth позволяют определить нагрев транзистора или диода 
в рабочем режиме. 

Величина Гушах зависит от типа исходного материала, степени 
его легирования, состояния поверхности и других. технологических 
факторов. Для германиевых приборов Гушах=70--120°С, для крем- 
ниевых 150—200° С. 

Приводимые в справочниках величины Гушах определяются экс- 
периментально или рассчитываются и имеют определенный запас по 
сравнению со значением температуры, при которой наступает разру- 
шение прибора. Диапазон температуры окружающей среды для 
кремниевых приборов примерно —60---+125°С, для германиевых 
приборов —60---70° С. 

Измерение. Гл прямыми методами сложно, поэтому использу- 
ются. косвенные методы, при которых она оценивается по величине 
какого-либо термочувствительного. параметра. Например, термочув- 
ствительными параметрами диодов являются обратный ток /в и пря- 
Mce падение Urs, a, транзисторов /кво [эво Прямое падение Чъзь 


или Ups, Йотэ, входное сопротивление. Измерение температуры ра- 


бочих областей полупроводниковых приборов проводят и другими 
методами, например методом регистрации инфракрасного излучения. 

Теплообмен между переходом и окружающей средой принято 
характеризовать тепловым сопротивлением прибора. Тепловое сопро- 
тивление — сопротивление элементов конструкции распространению 
тепла от перехода к корпусу и теплоотводу — определяется кон- 


18 


струкцией прибора и теплопроводностью ее элементов, системой 
охлаждения корпуса. 

Тепловое сопротивление переход — среда необходимо при расчете 
допустимой мощности рассеяния маломощных диодов и тран- 
зисторов, обычно работающих без теплоотвода, а тепловое сопро- 
тивление переход-корпус — при расчете режима работы мощных при- 
боров при наличии внешнего радиатора. Обычно Rtnja>>Reinjc. Теп- 
ло от кристалла с переходами к корпусу или радиатору отводится 
за 64ет теплопроводности, а от корпуса в окружающее простран- 
ство —‘конвекцией и излучением. 

Для охлаждения корпуса мощного прибора вместо радиатора 
может использоваться поток жидкости или газа. 

При использовании радиатора нагрев полупроводникового при- 
бора зависит от качества теплового контакта корпуса с радиатором. 

Для уменычения контактного сопротивления применяются спе- 
циальные смазки (например, кремнийорганические) и пасты, запол- 
няющие пустоты между контактирующими поверхностями, а также 
прокладки из мягких, легко деформируемых металлов: свинца, ин- 
дия, меди. 

Значения тепловых постоянных времени Tthje И Tthea ИСПОЛЬЗУу- 
ются для расчета теплового режима приборов в динамическом ре- 
жиме и характеризуют скорость нарастания температуры отдельных 
участков объема полупроводникового прибора, когда температура 
перехода значительно изменяется за период действия . импульсной 
мощности. Величина Tinje определяется по переходным тепловым ха- 
рактеристикам нагревания или остывания приборов и зависит от ти- 
па материала и конструкции приборов. Величина Tthea зависит OT 
способа отвода тепла от прибора. Величина Tinja характеризует вре- 
мя установления теплового режима диодов и транзисторов без теп- 
лоотвода. 

Значения теплоемкостей С: де и Cthea необходимы при опреде- 
лении тепловых режимов в случае работы приборов при малых дли- 
тельностях импульсов. Они определяются экспериментальным путем. 

Для зарубежных приборов часто указывается максимальная 
температура хранения Тз!«, которая является предельной температу- 
рсй перехода данного прибора. 


2-6. КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ ТОКА 


Коэффициент усиления Йо1э транзисторов зависит от тока кол- 
лектора; с увеличением токов /[ъ, Тк он сначала возрастает, а затем 


уменьшается. В зависимости от технологии изготовления максимум 
кривой Aggy =ф(1э) может быть резким или размытым. Например, 
максимум этой кривой у меза-транзисторов достигается при токах 
на 1—2 порядка. больших, чем у сплавных транзисторов. После про- 
хождения максимума величина Йо] э падает приблизительно обрат- 
но пропорционально величине Jy. В мощных транзисторах этот спад 
происходит более резко, чем в маломощных. Особенно резкий спад 
происходит у сплавных кремниевых р-п-р транзисторов. Поэтому 
такие транзисторы не удалось создать на большие рабочие токи. 

У сплавных приборов ВЙо:э растет с увеличением напряжения на 


коллекторе; у диффузионных приборов обычно #515 слабо зависит 
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от Ок (эта зависимость наблюдается лишь при малых напряжениях 
на коллекторе). 


С ростом температуры величина Йо1э обычно возрастает. 


2-7. ЕМКОСТИ ПЕРЕХОДОВ И ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ 
КОЛЛЕКТОРА 


Емкости переходов влияют на частстные и импульсные характе- 
ристики полупроводниковых приборов. 

Обычно в технических условиях на прибор даются зависимости 
значений емкостей от напряжений, приложенных к переходам; с уве- 
личением напряжения емкость уменьшается. 


Параметр tx(7¢ Cx) характеризует внутреннюю обратную связь 
в транзисторе и определяет максимальную. частоту генерации и ко- 
эффициент усиления по мощности на высокой частоте. Кроме того, 
чем меньше его значение, Тем выше стабильность работы транзисто- 
ра в усилителе. По величинам лк и Ск может быть определено со- 
противление базы, необходимое для расчета схем. 


2-8. ШУМЫ ТРАНЗИСТОРОВ 


Собственные шумы транзисторов ограничивают чувствительность 
усилителей. Источниками их являются тепловые шумы, дробовые 
шумы эмиттерного и’коллекторного переходов, избыточные шумы, 
шумы случайного перераспределения тока между коллектором и 
базой. 

Тепловые шумы транзистора практически определяются омиче- 
ским сопротивлением базовой области. Дробовые шумы обусловлены 
флюктуациями носителей заряда через прибор (возникают при про- 
хождении тока через эмиттерный и коллекторный переходы). 

Избыточные шумы (фликкер-шумы) — специфические шумы, BO3- 
никающие вследствие изменения состояния поверхности кристалла 
полупроводника во времени. Они пропорциональны протекающему 
току и проявляются на низких частотах: в диапазоне звуковых и ин- 
франизких частот. Избыточные шумы могут сильно колебаться даже 
для транзисторов одного типа, так как зависят от факторов, связан- 
ных с технологией. Избыточные шумы больше у п-р-п транзисторов, 
чем у р-П-р транзисторов. Транзисторы с большими или нестабиль- 
ными значениями /кво Имеют повышенные избыточные шумы. 


С ростом частоты доля избыточных шумов уменьшается и шумы 
транзисторов определяются в основном дробовыми и тепловыми со- 
ставляющими. 

Шумовые свойства транзистора характеризуются чаще всего 
коэффициентом шума. Он определяется экспериментально или рас- 
считывается на основе анализа отдельных источников шумов. Счи- 
тать коэффициент шума для области избыточных шумов невозмож- 
но, поэтому его определяют экспериментально. 

Коэффициент шума является сложной функцией многих перемен- 
ных: импеданса источника сигнала, параметров режима, параметров 
транзисторов (Йо1э, Гкво» Co, [216, ro) и рабочей частоты. При за- 


данных токе Jy и сопротивлении генератора Ry имеется область ча- 
стот, где величина Кш не зависит от частоты (область «белого» шу- 
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ма). Минимальное значение Кш достигается при оптимальном токе 
Э1. Увеличение Km при росте [к происходит медленно при малых 


значениях последнего. При больших токах величина Кш растет поч- 
ти пропорционально Г/к. С ростом значения Uy, величина Km почти 


не меняется, пока избыточные. шумы малы по сравнению с дробо- 
выми и тепловыми. В дальнейшем из-за увеличения избыточных шу- 
мов.Кш возрастает. Таким образом, чтобы свести шумы к минимуму, 
выбирают оптимальный режим работы транзистора. 

На средних и высоких частотах минимальный Кш будут иметь 
транзисторы с малыми значениями гб и [кБо И высокими значениями 


hota И frase. 
Измерения параметра Km производятся обычно при некоторой 


стандартной величине Аг. Коэффициент шума увеличивается с рос- 
том температуры. 


2-9. ПАРАМЕТРЫ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКА 


Для анализа работы транзистора в усилительном режиме ис- 
пользуются метод эквивалентных схем замещения и метод четырех- 
полюсника. 

Для первого метода основные расчетные соотношения схемы 
усилителя выражаются через параметры, отражающие физические 
процессы в транзисторе (диффузия, модуляция ширины запирающе- 
го слоя, зарядные емкости, последовательные сопротивления и др.), 
с учетом особенностей конструкции, паразитных емкостей и индук- 
тивностей `ьыводов для рабочего интервала частот. Для различных 
областей применения и диапазонов рабочих частот эти схемы видо- 
изменяются. В зависимости от расположения пассивных элементов 
получаются Т- и П-образные схемы замещения. 

Метод четырехполюсника позволяет производить расчет усили- 
теля с помощью матриц без составления эквивалентной схемы тран- 
зистора. Параметры четырехполюсника, характеризующие усилитель- 
ные свойства транзистора, определяются при этом экспериментальным 
путем. Существуют три системы параметров, однозначно опре- 
деляющих свойства транзисторов: 2, h и У-параметры. Каждая из 
них имеет свои преимущества и недостатки. Выбор той или иной 
системы параметров определяется о rersOM анализа и расчета каж- 
дой конкретной схемы. 

Для расчета низкочастотных схем наибольшее распространение 
получили 2 и Й-параметры, для расчета высокочастотных схем Уи 
5-параметры. 

Для устранения нестабильности работы транзистора в усили- 
тельном режиме, связанной с внутренней обратной связью, исполь- 
зуются схемные методы нейтрализации и демпфирования входных 
и выходных проводимостей. С помощью внешних схемных элементов 
стараются уменьшить коэффициенты, описывающие обратную ‘связь 
(112, Yio). У ряда современных транзисторов уменышение действия 
обратной связи достигается технологическим путем. 

Измерение параметра 7116 позволяет оценить сопротивление ба- 
зы, которое, в свою очередь, определяет усилительные и частотные 
свойства транзисторов, а также высокочастотные шумы токораспре- 
деления (у транзисторов с малым сопротивлением гб малый и уро- 
вень шумов). Вообще порядок сопротивления Го зависит OT коист- 
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рукции и типа транзистора и лежит между несколькими единицами 
сма (у мощных приборов) и несколькими сотнями ом. 

В качестве параметров, описывающих транзистор как четырех- 
полюсник для СВЧ диапазона, получили распространение S-napa- 
метры. При этом $11 и $22 — коэффициенты отражения соответствен- 
но от входа и. выхода четырехполюсника при нагрузке на волновое 
сопротивление (входные и выходные импедансы), а $12 И 921 — BHO- 
симые коэффициенты обратной и прямой передач. Они используются 
для расчета схем от 100 МГц до нескольких гигагерц (на этих ча- 
стотах трудно осуществить условие короткого замыкания при изме- 
рении У-параметров). 

Кроме того, $-параметры имеют ряд преимуществ с точки зре- 
ния обеспечения устойчивости в процессе измерения, но определяют- 
ся только для данной рабочей точки и на фиксированной частоте. 

Типовые (нормализованные) зависимости параметров четырех- 
полюсника от режима и температуры могут приводиться в справоч- 
никах или технических условиях. 


2-10. ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА ТРАНЗИСТОРОВ 


Для схем замещения и параметров четырехполюсника имеется 
ряд характеристических частот. Практическое значение имеют час- 
тоты, связанные с параметрами Й216, Mera и У21э, а также частота ге- 
нерации fmax, описывающая область частот, в которой транзистор 
может быть в принципе применен как генератор колебаний (на этой 
частоте Кур =1). Кроме того, /max используется для оценки вели- 


чины Кур на других частотах. 


Модули величин Й?16, №21э И Yota падают с ростом частоты, по- 
этому вводятся характеристические частоты, на которых коэффи- 


циенты передачи по току падают в V2 раз (до 0,707) относитель- 
HO их значения на низкой частоте (соответствующие частоты [и216, 
[rota И [у21э). 

Употребляется также частота frp}; на этой частоте модуль hata 
достигает значения, равного единице. 

Частота [216 для характеристики транзисторов используется 
обычно в диапазоне до 20 МГЦ, а [гр — на частотах свыше 20 МГц. 

Имеются формулы, связывающие частоты {216, fazis и frp. 
В частности, гр =] 216, где А =0,65--0,82 для различных тнпов тран- 
зисторов; для бездрейфовых (сплавных) транзисторов обычно при- 
нимают k=0,82. Частота [21э= (1--Й216) в215 для бездрейфового 
транзистора. Величина [216 зависит от режима и температуры. Мак- 
симум зависимости [216 от тока эмиттера обычно совпадает с мак- 
симумом зависимости параметра #21. от тока. При больших токах 
предельная частота падает, при работе на малых токах частотные 
свойства транзисторов также ухудшаются. 


2-11. ОБРАТНЫЕ ТОКИ ПЕРЕХОДОВ 


Обратные токи и их зависимость от приложенных напряжений 
и от температуры учитываются при расчете режима работы диодов 
и транзисторов. 

Абсолютное значение обратного тока через переход зависит от 
свойств материала, технологии изготовления и рабочей температуры. 
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Обратный TOK экспоненциально возрастает с ростом температуры. 
Считается, что ГкБо Или Joop примерно удваивается с ростом темпе- 


ратуры в германиевых приборах на 8—10°С, в кремниевых — на 
10°С. Приблизительно. значение кво Изменяется на 6—8% при из- 


менении температуры на 1°С у германиевых приборов и на 8— 
10% —у кремниевых приборов. . 

Обратные токи обычно определяются для отечественных прибо- 
ров при максимальных значениях обратного напряжения. Большие 
значения обратных токов переходов свидетельствуют о`недостаточно 
хсрошем качестве приборов. 


2-12. ОБЛАСТИ РАБОТЫ И ВОЛЬТ-АМПЕРНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНЗИСТОРОВ 


Для транзисторов принято различать четыре области работы: 
отсечки, усиления, насыщения и умножения, а также три схемы 
включения: с.общим эмиттером (ОЭ), с общей базой (ОБ) и общим 
коллектором (ОК). Кроме прямого включения транзисторы могут 
работать и в инверсном включении. В режиме инверсного включения 
в отличие от прямого эмиттер смещен в обратном направлении, а 
коллектор — в прямом. Транзистор работает при этом в активной об- 
ласти, но его усилительные свойства хуже (например, Й21в=0,1-=. 
+0,8). Дрейфовые (диффузионные) транзисторы редко используют- 
ся в таком включении, так как из-за асимметрии конструкции ин- 
версное усиление мало Инверсный режим может иметь место во вре- 
мя переходных процессов в импульсных схемах. 

Вольт-амперные характеристики, приводимые в справочниках, 
дают информацию о работе транзисторов во всех областях и режи- 
мах работы на большом и малом сигналах при различных допусти: 
мых сочетаниях токов и напряжений. По ним можно определить ряд 
основных параметров транзистора, выбрать рациональное положс- 
ние рабочей точки, рассчитать нелинейные искажения, цепи смеще- 
ния и стабилизации режима. Для анализа режимов и расчета схем 
обычно широко используются два семейства характеристик: семейст- 
ва входных и выходных характеристик для схем ОБ и ОЭ. При не- 
обходимости по этим характеристикам можно построить переходные 
характеристики (прямые и обратные). По входным характеристикам 
определяются параметры А11б и Mio. По выходным характеристикам 
можно определить такие параметры как #226, Yooo, Meta, Узлэ, У216 
в зависимости от режима. 

„Наклон начального участка выходных характеристик определя- 
ет величину Гкэ нас‹ Кроме того, на выходных характеристиках 


указывают обычно область безопасной работы транзисторов. 


2-13. ИМПУЛЬСНЫЙ И КЛЮЧЕВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 


Рабочие токи, напряжения или мощности при работе в таких ре- 
жимах могут значительно превышать номинальное значение, установ-_ 
ленное для режима постоянного тока. 

Для переключательных TPaH3HCTOZOB в справочниках. задаются 
импульсные значения максимально допустимых параметров или за- 
даются графики, позволяющие‘ определить величину Ри в зависимо- 
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CTH OT соотношения fu, скважности О и частоты. Величина Ри на 
фронте или спаде`импульса может достигать значений, превосходя- 
щих значения Ркшах. Величина /к,ишах Обычно определяется экспе- 
риментально’ для заданной длительности импульса. 

Время переключения транзистора состоит из суммы времени 
включения и времени выключения. В свою очередь время включения 
состоит из суммы времени задержки включения и времени нараста- 
ния, а время выключения — из времени задержки выключения (вре- 
мени рассасывания) и времени спада. Время переключения опреде- 
ляется как свойствами самого транзистора, так и выбранной схемой 
включения‘ транзистора и параметрами управляющего сигнала. Оно 
является функцией частоты [гр и эмиттерного и коллекторного то- 


ков. Получить высокое быстродействие при большом токе затрудни- 
тельно. 


Для современных транзисторов с frp>>100 МГц основной вклад 
в задержку включения вносит значение емкости С». Кремниевые 
транзисторы имеют большие величины д, чем германиевые. Время 
задержки может быть уменьшено путем увеличения мощности вклю- 
чающего сигнала. Для времени нарастания влияние емкости С. не- 
значительно, но играют роль величины [гр и входного тока. 

На длительность фронта и спада значительное влияние оказыва- 
ет емкость коллектора Cx. 

Время рассасывания зависит от конкретной схемы включения и 
режима измерения. При болыших степенях насыщения (или боль- 
‹пих запирающих токах) и при существенных отклонениях режима 
использования от указанного в справочнике время рассасывания мо- 
жет значительно отличаться отего номинальной величины. При уве- 


личении степени (глубины) насыщения кл уменьшается, а {выкл BO3- 
растает. 


Для зарубежных приборов чаще приводятся времена Ёкл И 
frum, ДЛЯ отечественных приборов’ эти параметры приводятся реже, 
только для некоторых типов транзисторов, используемых близко K 
достижимому ими пределу быстродействия. Эти времена определя- 
ются для конкретной (типовой) электрической схемы, зависят от 
элементов внешних цепей (сопротивления нагрузки, сопротивления 
входной цепи, реактивных сопротивлений и т. п.) и используются как 
справочные или рекламные сведения. 

В качестве типового режима измерения, определяющего отноше- 
ние составляющих входных токов (/p; И [52) и тока коллектора 


на границе насыщения /кнас, Для отечественных транзисторов при- 
чято Jp) = /52=0,1/ кнас, что является более близким к реальным 
условиям работы импульсных транзисторов в схемах, чем у зару- 
бежных, у которых принято при измерении | py = Го =/кнас. 


Работа транзистора в режиме насыщения характеризуется так- 
же остаточным напряжением между коллектором и эмиттером или 
сопротивлением насыщения Гкэ нас . Параметр Гкэ нас Удобнее при 
сравнении транзисторов чем И ко нас › Так как первый слабо зависит 
от тока. Величина Uys нас Зависит от геометрических и физических 
параметров транзистора, поэтому его уменьшают выбором опреде- 
ленной геометрии структуры, а также за счет создания конструкции 
с эпитаксиальными слоями. С увеличением степени насыщения (3— 
5 и выше) значение 0 кз нас Почти не меняется. С ростом темпера- 
туры оно несколько увеличивается. 
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Ключевые транзисторы (в отличие OT усилительных) обычно 
имеют малые остаточные напряжения (Ико нас› Ивэ нас)» Высокие 


значения Urge проб› ЧЭБО проб, [кшах и малые времена переключения. 
Для транзисторов, предназначенных для работы в ключевом режи- 
ме, нет необходимости иметь большие значения No15. 


В общем случае мощность, выделяемая транзистором в ключе- 
вом режиме, состоит из суммы мощности, выделяющейся на коллек- 
торном переходе в режиме насыщения Рвкл, мощности в режиме от- 
сечки Рвыкл, МОЩНОСТИ, выделяющейся в процессе перехода транзис- 
тора из одного режима в другой, и мощности, выделяющейся в цепи 
базы на управление Рупр. При небольших рабочих частотах 
({<1кГц) основной составляющей, определяющей тепловые потери 
в транзисторе, является мощность Рвкл. Мощностью Prep ограничи- 
вается предельная частота работы транзистора. 


2-14. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 


Современный уровень электрических параметров полупроводни- 
ковых приборов обусловливается прогрессом технологии их изго- 
товления, связанным с разработкой эффективных методов’ эпитак- 
сиального ` выращивания, техникой изготовления фотошаблонов, 
проведением процессов фотолитографии и диффузии примесей, со- 
вершенствованием стабилизирующих и защитных покрытий кри- 
сталлов. 

Для изготовления переходов полупроводниковых приборов ис- 
пользуются следующие основные технологические методы: вытягива- 
ния из расплава, электрохимические, электроформовки, сплавления, 
диффузии и ионного внедрения примесей. Первые три метода в на- 
стсящее время практически не применяются. 

Метод сплавления находит применение лишь при изготовлении 
низкочастотных маломощных и мощных германиевых транзисторов 
и кремниевых диодов. 

Сплавные транзисторы имеют невысокий частотный предел 
(примерно до 10—15 МГц), достаточно высокие напряжения 
Окво проб И Оъво проб› Причем близкие по значению, малые напря“ 


жения насыщения, но большие емкости Ск (из-за большой площади 
перехода коллектор — база), большой разброс параметров вследст- 
вие плохой воспроизводимости процесса сплавления. Метод сплав- 
ления отличается простотой ‘технологии. 

С помощью диффузионных методов на германии и кремнии по- 
лучают транзисторы со структурами р-п-р и п-р-п. Например, на 
германии с помошью двойной односторонней диффузии технологи- 
чески легче получать р-п-р транзисторы, а на кремнии п-р-п транзи- 
сторы. Это находит свое отражение в количестве типов соответству- 
ющих транзисторов. При двойной односторонней диффузии (базовая 
область создается путем диффузионного легирования) транзисторы 
имеют высокую частоту, но повышенное сопротивление насыщения 
ТКЭнас И большое значение Окэ нас. Транзисторы, изготовленные с 


помощью двусторонней диффузии (у них диффузионные эмиттер и 
коллектор) имеют малые 7x5 нас » НО и малую предельную частоту. 

Среди методов изготовления транзисторных структур имеется 
большое количество и комбинированных — таких как сплавление и 
диффузия или сочетание различных вариантов диффузии. В ком- 
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Синации с метолом сплавления были созданы диффузионно-сплав- 
ные и сплавно-диффузионные приборы. Например, базовая об- 
ласть — диффузионная, а коллектор и эмиттер — сплавные. Диффу- 
зионно-сплавные транзисторы имеют большое значение И кэнас И 


малые пробивные напряжения переходов Икво проб И ЧэБО проб» НО 


у них более высокая рабочая частота, чем у сплавных приборов. 
Транзисторы с болышими рабочими токами (до десятков ампер) и 
частотой несколько десятков мегагерц получают методом сплавле- 
ния — диффузии, так как этот метод позволяет создавать приборы, 
превосходящие сплавные по частоте. 

В настоящее время наибольшие рабочие токи, кроме сплавных 
германиевых транзисторов, имеют кремниевые транзисторы, ИЗГОТОВ- 
ленные с помошью двусторонней диффузии. 

Разновидностью сплавно-диффузионных и диффузионных явлЯ- 
ются транзисторы, изготовленные в виде мезаструктуры. Они изго- 
тавливаются на частоты около 800—1000 МГц и характеризуются 
малыми значениями емкости Ск и сопротивления базы. Основная 
масса мощных кремниевых транзисторов, изготовленных с помощью 
двойной односторонней диффузии, представляет собой мезапланар- 
ные приборы. Необходимо отметить, что в отличие от метода сплав- 
ления принципы получения диффузионных структур более подходят 
для групповой технологии. 

Наряду с методами одинарной и двойной диффузии применяют- 
ся методы тройной диффузии (преимущественно для изготовления 
меза- и планарных транзисторов), например для создания высоко- 
вольтных транзисторов. 

Мощные приборы с двойной диффузией и схранным кольцом 
(для снижения утечки) обладают высокой линейностью Mo, 5, малым 


О кэ нас- У приборов с тройной диффузией — большая область без- 


опаской работы, выше пробивные напряжения, но ниже усиление, 
меньше frp. 


Современные полупроводниковые приборы изготовляются, как 
правило, по планарной технологии, являющейся модификацией диф- 
фузионной технологии. Основным преимуществом планарной. техно- 
логии является обеспечение точных размеров переходов и их защита 
от воздействия внешней среды и загрязнений. В планарной струк- 
туре границы переходов находятся под защитным слоем двуокиси 
кремния, в связи с чем устраняются многие проблемы, связанные с 
поверхностными явлениями. В германиевых планарных транзисторах 
также используются покрытия из двуокиси кремния. В качестве до- 
полнительного пассивирующего слоя в планарных приборах может 
использоваться нитрид кремния, что увеличивает стабильность тран- 
зисторов и возможность его работы при более высоких температу- 
pox. Кроме указанных преимуществ, планарные приборы более ста- 

ильны во времени, имеют малые обратные токи, большое усиление 

при малых токах, однородность параметров и возможность одновре- 
менного изготовления в одном технологическом процессе большого 
числа структур. 

В настоящее время имеются планарные транзисторы (например, 
отечественные KT104, KT201, KT203, KT208, KT209, KT501), которые 
позволяют заменять в схемах сплавные транзисторы как TepMaHH- 
евые, так и кремниевые. 

Для улучшения параметров мезапланарных и планарных тран- 
зисторов используют методы встречной диффузии и эпитаксиального 
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выращивания. С помощью эпитаксиальной технологии реализуется 
двухслойная структура коллектора: низкоомпая исходная пластина 
и выращенный тонкий высокоомный слой. Для маломощных транзи- 
сторов эпитаксиальное выращивание практически полностью заме- 
HHO встречную диффузию. В настоящее время метод эпитаксиаль- 
ного выращивания считается более перспективным, чем метод об- 
ратной эпитаксии (обращенного эпитаксиального наращивания) и 
метод встречной диффузии. Применение эпитаксиальных пленок 
улучшает три параметра диффузионных транзисторов: повышает 
пробивное напряжение коллекторного перехода, уменьшает сопро- 
тивление тела коллектора (Гкэ нас) И емкость Ск. Кроме того, эпи- 


таксиальные приборы имеют более’ слабую зависимость коэффициен- 
та усиления от тока эмиттера. 

Для создания современных СВЧ транзисторов используется тех- 
нология ионного легирования (ионной имплантации примесей). Этот 
метод позволил получить сопротивление базы много меньшее, чем 
при диффузионном методе, и сверхтонкий базовый слой (глубина за- 
легания всех переходов менее | мкм). Для получения больших мощ- 
ностей на высоких частотах используются такие структуры, как 
гребенчатая, многоэмиттерная, матричная и т. п. Для малосигналь- 
ных СВЧ транзисторов оптимальной является гребенчатая (полоско- 
вая) геометрия. В современных мощных транзисторах имеются 
встроенные эмиттерные резисторы (диффузионные или тонкопленоч- 
ные} для выравнивания распределения тока между отдельными уча- 
стками эмиттерного перехода. 


2-15. КОНСТРУКЦИИ КОРПУСОВ 


Корпус прибора должен защищать кристалл от воздействия 
внешних факторов, хорошо отводить тепло, обеспечивать надежное и 
удобное крепление прибора в аппаратуре. 

Различие в конструктивном оформлении приборов обусловлено 
максимальными мощностью рассеяния и током, частотными свойст- 
вами, особенностями технологии изготовления и условиями эксплуа- 
тации. 

Существуют цельностеклянные, металлостеклянные, металличе- 
ские конструкции с проходным изолятором, металлокерамические, 
керамические с компаундной (пластмассовой) герметизацией и пласт- 
массовые корпуса различной формы и размеров. Выпускаются так- 
же бескорпусные приборы. 

Корпуса обычно состоят из ножки (фланца) и баллона (кол- 
пачка), герметично соединяемых друг с другом электроконтактной 
сваркой, холодной сваркой или пайкой. Наружные металлические 
детали корпуса в зависимости от типа прибора могут иметь метал- 
лическое покрытие (золочение, никелирование и др.) или лакокра- 
сочное покрытие. Наличие строгой цилиндрической формы поверхно- 
сти баллона (колпачка) допускает возможность применения радиа- 
торов, позволяющих увеличить мощность рассеяния приборов. 

Выводы корпусов могут иметь одностороннее или двустороннее 
расположение, располагаться с той стороны, которой прибор прижи- 
мается к теплоотводу или шасси (направлены вниз), например в 
корпусах ТОЗ; могут располагаться со стороны, противоположной 
контактирующей (обычно в мощных приборах), например, в корпу- 
сах TO60, TO63, KT23, а также иметь радиальное расположение 
(обычно у ВЧ и СВЧ транзисторов). 
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Кристалл прибора одним из своих электродов (базы, эмиттера 
или коллектора) может быть электрически связан с корпусом или 
полностью изолирован от него. Для улучшения теплоотвода с одно- 
временной электрической изоляцией кристалла от корпуса часто ис- 
пользуется держатель из бериллиевой керамики, напаиваемый на 
фланец корпуса. Окись бериллия является хорошим изолятором и в 
то же время обладает высокой теплопроводностью. 

Отвод тепла от кристалла определяется теплофизическими свой- 
ствами материала корпуса. Так как у транзисторов отвод тепла обыч- 
но осуществляется через область коллектора, связанного электриче- 
ски с корпусом, а работа прибора чаще всего предпочтительна в схе- 
ме с общим эмиттером ‚, то корпус прибора изолируется от шасси с 
помощью прокладки. Имеются конструкции, где отвод тепла осуще- 
ствляется через коллектор, электрически изолированный от корпуса 
(например, корпус TO60). Иногда для улучшения отвода тепла в 
транзисторах малой и средней мощности внутренний объем корпу- 
са заполняется теплоотводящим наполнителем. Фланцевые кор- 
пуса обеспечивают лучший отвод тепла, чем корпуса с монтажным 
ВИНТОМ. 

В различных странах проведены стандартизация и унификация 
конструкций корпусов полупроводниковых приборов. Это дает воз- 
можность, в частности, стандартизировать теплоотводы (радиаторы) 
для приборов. По габаритно-присоединительным размерам конструк- 
ции корпусов с учетом международной стандартизации должны от- 
вечать рекомендациям МЭК и СЭВ. В нашей стране имеется ряд 
корпусов транзисторов, соответствующих этим рекомендациям, на- 
пример металлостеклянный корпус KT21 (аналогичные зарубежные 
корпуса имеют обозначение ТО18, ТО72) с двумя или тремя изоли- 

ованными выводами для транзисторов с рабочей частотой до 
55 ГГи. 

Металлостеклянный корпус КТ22 (зарубежное обозначение TOS) 
предназначен для транзисторов малой и средней мощности (до 5 Вт). 
Металлический корпус KT23 (зарубежное обозначение ТОб0) имеет 
три изолированных вывода и крепящий болт и предназначен для 
мощных ВЧ и СВЧ транзисторов. 

Металлокерамический корпус КТ24 (зарубежное обозначение 
TO63, MT50) предназначен для транзисторов большой мощности 
(до 200 Вт) с двумя (для низкочастотных транзисторов) или тремя 
изолированными от корпуса выводами (для высокочастотных тран- 
зисторов). 

Зарубежный корпус типа ТОЗ обычно используется для ра- 
боты на частотах до 100—150 МГц, корпус типа 1060 — до 
500 МГц, для работы на более высоких частотах используются 
другие, специальные конструкции (коаксиальные корпуса, TO117 
м др.). 

На высоких частотах на электрические параметры приборов на- 
чинают влиять междуэлектродные емкости, емкости электродов отно- 
сительно корпуса и индуктивности выводов. Для работы на высоких 
частотах (более 1 ГГц) индуктивность выводов должна быть ме- 
нес 1 HI. 

В отличие от низкочастотных приборов у высокочастотных вы- 
воды делаются короткими, толстыми и широкими и далеко распо- 
ложенными друг от друга. Были разработаны коаксиальный корпус 
‘и различные модификации полоскового корпуса. Например, у коак- 
’сиального корпуса индуктивность общего вывода составляет 0,1 HI; 
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у керамического полоскового корпуса типа L-5 индуктивность эмит- 
терного вывода 0,275 нГ. 

Для ВЧ и СВЧ транзисторов существуют два способа монтажа 
кристалла в корпус: для схем с`общим эмиттером и общей базой, 
Наилучшие результаты работы усилительных транзисторов в полос- 
ковых корпусах получены в схеме ОБ, так как при этом получаются 
высокие Кур и достигается лучшая стабильность усилителя. Тран- 


зисторы, включаемые по схеме ОЭ, являются оптимальными для ге- 
нераторов, при этом паразитные параметры корпуса оказываются 
включенными в цепь обратной связи. 

Бескорпусные приборы в виде кристаллов (пластин) с шарико- 
выми, балочными, проволочными или ленточными выводами применя- 
ются в составе гибридных интегральных схем. При этом осуществля- 
ется герметизация всей интегральной схемы. 


2-16. ГЕРРМЕТИЗАЦИЯ ПЛАСТМАССОЙ 


Разработка полупроводниковых приборов в пластмассовом кор- 
Tyce позволила снизить их стоимость по сравнению с аналогичными 
по. электрическим параметрам приборами в обычном металлостеклян- 
ном корпусе. Это произошло за счет автоматизации и механизации 
некоторых операций монтажа и сборки приборов, а также за счет 
снижения некоторых требований к приборам, например, у прибо- 
ров, в пластмассовом корпусе более узкий рабочий диапазон TCM- 
ператур. 

Технологически процессы изготовления этих приборов не отлича- 
ются от аналогичных процессов изготовления приборов в обычном 
корпусе, только вместо ножки здесь используется центральный (или 
коллекторный) вывод и вместо металлического корпуса использует- 
ся заливка всей структуры полимерами. Герметизация полимерами, 
используемая как для маломощных, так и для мощных приборэв, 
осуществляется либо с образованием монолитной конструкции (гер- 
метизирующий материал контактирует с кристаллом), созданной 
путем погружения в жидкий полимер, заливкой в формах, литьем, 
опрессовкой или формовкой, либо капсульной конструкции, при ко- 
торой контакт кристалла с герметизирующим материалом отсутству- 
ет. В качестве заливочных компаундов (полимеров) используются 
эпоксидная или фенольная смолы, кремнийорганические материалы 
с различными наполнителями. 

Чтобы выводы не «вращались» в заливке, их часто делают лен- 
точными, иногда часть вывода, находящаяся в пластмассе и исполь- 
зуемая как кристаллодержатель, сплющивается. 

Стабильность параметров и надежность приборов, герметизиро- 
ванных полимерами, связаны с различными серьезными проблемами 
и определяются теми изменениями, которые происходят на поверх- 
ности кристаллов и обусловлены наличием примесей в полимерном 
материале, проникновением влаги через выводы и полимер на по- 
верхность кристалла, внутренними напряжениями, возникающими в 
герметизирующем слое, адгезией пластмассы с материалом выводов, 
наличием электролиза контактов при проникновении влаги. Состав 
материала корпуса и метод герметизации оказываются наиболее 
важными факторами, связанными с их надежностью. Дефекты пласт- 
массового корпуса могут вызвать большие токи утечки, электрохи- 
мические процессы разрушения (металлизации и выводов), термо- 
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мсхапические (разрушения из-за различия коэффициентов расшире- 
ния пластмассы и металлических выводов). 

В принципе пластмассовые приборы имеют более высокую ме- 
ханическую прочность, вибро- и ударопрочность, чем приборы в ме- 
таллостеклянном корпусе. Однако пластмассовое покрытие недоста- 
точно герметично, кроме того, в ряде случаев при использовании 
приборов в РЭА требуется дополнительная магнитная и электриче- 
ская экранировка их корпуса. 


За рубежом наиболее часто используются пластмассовые корпу- 
са транзисторов типов R67, TO92, TO98, Х55. 


2-17. НАДЕЖНОСТЬ 


Надежность работы полупроводниковых приборов определяется 
не только их собственной (производственной) надежностью, опре- 
деляемой по результатам испытаний на долговечность и срок служ- 
бы (в различных условиях окружающей среды и электрических на- 
грузок), но и условиями и режимами эксплуатации. 

В технических условиях на прибор предусмотрен целый комп- 
лекс мероприятий для обеспечения высокой производственной на- 
дежности. 

При эксплуатации реальные режимы работы приборов, как пра- 
вило, ниже испытательных, поэтому эксплуатационная надежность 
обычно выше производственной Данные об эксплуатационной на- 
дежности накапливаются при эксплуатации аппаратуры и учитыва- 
ются при ее доработке или усовершенствовании. 


2-18. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНЗИСТОРОВ 


Полупроводниковые приборы разрабатываются и совершенству- 
ются исходя из перспективности и общих тенденций развития радио- 
электронной аппаратуры, с учетом особенностей конкретных классов 
схем, в которых предполагается их использование. 

В настоящее время полупроводниковые приборы исчисляются 
сотнями и тысячами наименований. Предназначенные для различных 
областей применения, они открывают возможность создания прин- 
ципиально новых радиотехнических устройств, существенно расширя- 
ют и улучшают функции и возможности РЭА. 

По виду выполняемой функции (целевому назначению) и специ- 
фичности инженерных расчетов схем транзисторы можно разделить 
на усилительные, переключательные и генераторные. 

Общими для расчетов усилителей на транзисторах (постоянного 
тока, низкой частоты, промежуточной частоты, высокой частоты 
и др.) являются входное и выходное сопротивления каскада, 
соотношения, определяющие усиление, частотные свойства, ре- 
жимы работы, температурная стабильность и прочие пока- 
затели. 

В соответствии с назначением различают каскады предваритель- 
ного усиления (напряжения, тока или мощности), предназначенные 
для получения максимального усиления (обычно по резисторной или 
трансформаторной схемам), и каскады усиления мощности, обеспс- 
чивающие на заданной нагрузке необходимую (выходную) мош- 
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ность при минимальных нелинейных искажениях и минимальной 
мощности потребления от источника питания. В многокаскадных уси- 
лителях с отрицательной обратной связью имеют место фазовые 
сдвиги между входными и выходными токами, поэтому для устой- 
чивой работы транзисторы выбирают исходя из условия [< 0,З[и2иэ 
(fs — верхняя рабочая частота усилителя), при малой обратной свя- 
зи [в<][21э. Усилители с мощным выходным каскадом имеют два 
варианта: бестрансформаторный (с выходной мощностью не болсе 
5—10 Вт) и трансформаторный (на десятки и сотни ватт). При вы- 
ходной мощности около 0,1—1 Вт каскады выполняются однотакт- 
ными с режимом работы в классе А; при больших значениях 
мощности — двухтактными с режимом работы в. классах A, АВ 
или В. 

В схемах с дополнительной симметрией — на транзисторах р-п-р 
и п-р-п приборы должны быть с одинаковыми параметрами и ха- 
рактеристиками. Требуется подбор пар последовательно включен- 
ных транзисторов по №15 и frais с разбросом не более 10—15%. 


Для этой цели разработаны специальные (комплементарные) тран- 
зисторы. 

В каскадах предварительного усиления величина Uys в рабо- 
чей точке мала (несколько вольт) и выбирается из соображений по- 
лучения малого напряжения шумов или неискаженной формы си!на- 
ла на выходе. 

В усилителях, имеющих хорошую температурную и режимную 
стабилизацию, замена транзистора на однотипный с более высоким 
значением й5|5 не приводит к значительному увеличению тока кол- 


лектора в рабочей точке. 

В транзисторных генераторах наиболее предпочтительными явля- 
ются режимы класса В и С (реже АВ). При расчете транзисторного 
генератора с внешним возбуждением по заданным выходной мощго- 
сти и величине [в выбирают тип транзистора и проверяют пригод- 
ность его по величинам Px, frp и предельно допустимым параметрам 
Ux50 тах› ЧЭБО шах» [К max) ДЛЯ заданного угла отсечки коллектор- 


ного тока. Для расчета генераторов необходимо знать также значения 


, 


Ск, Гб. Сю fmax. Следует учитывать, что чем выше частота генериру- 
емых колебаний, тем меньше величина Кур. Для получения Кур > 


—>5--7 дБ необходимо, чтобы величина fs была в несколько раз ни- 
же частоты [216 (в 4—10 раз). 
В каскадах усиления и генерации мощности величина Икэ гы- 


бирается достаточно большой для получения максимального к. п. д. 
и малых нелинейных искажений. 

Транзисторы некоторых типов используются в специфических 
классах схем и характеризуются рядом особенностей режима и ус- 
ловий работы. Такие транзисторы образуют своеобразный класс 
приборов, например транзисторы для схем АРУ, для УПЧ, для рабо- 
ты в микроамперном диапазоне токов, для работы в ВЧ и СВЧ ana- 
пазонах, лавинные транзисторы, сдвоенные; составные, двухэмиттер- 
ные и т. п. Есть узлы, где требуются высоковольтные транзистогы. 
Кроме того, разработаны транзисторы универсального назначения. 
Они обладают таким сочетанием параметров и характеристик и 
удовлетворяют такому числу различных требований, что их можно 
использовать в РЭА вместо ряда специализированных транзи- 
сторов. 
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Для схем с автоматической регулировкой усиления (APY) раз- 
работаны специальные транзисторы, обладающие регулируемым уси- 
лением при увеличении рабочего тока (прямая АРУ). Уменьшение 
усиления таких транзисторов на высокой частоте происходит за счет 
спада [гр при увеличении тока эмиттера и уменьшении напряжения 
на коллекторе. В связи с этим они имеют резкую зависимость Кур 


от тока. Для зарубежных транзисторов, предназначенных для АРУ, 
часто указывается глубина регулировки усиления. Обычные тран- 


‘зисторы имеют достаточно слабую зависимость усиления от электри- 
ческого режима. 


Жесткие требования к экономичности РЭА в целом ряде спе- 
циальных применений обусловили необходимость создания кремние- 
вых транзисторов, способных нормально работать при токах около 
нескольких единиц и десятков микроампер. Германиевые транзисто- 
ры вследствие большого значения обратного тока коллектора для 
этой цели непригодны. Такие приборы имеют малые значения /кБо 
и большое усиление. Однако при работе в микрорежиме ухуд- 
шаются частотные свойства транзисторов. Кроме того, при 
малых токах обычно усиливается зависимость параметров от 


температуры, снижается крутизна и затрудняется стабилизация 
режима. 


Реализация высокого усиления по мощности в высокочастотных 
усилителях связана с уменьшением паразитной обратной связи, обу- 
словленной проходной проводимостью транзистора Yi2. В настоящее 
время разработаны транзисторы, у которых для снижения емкости 
обратной связи в структуру введен интегральный экран (экран Фа- 
радея), представляющий собой сочетание диффузионного экрана и 
дополнительного экранирующего диода. Применение интегрального 
экрана позволяет снизить емкость между коллекторным и базовым 
выводами в 2,5—4 раза. (емкость С12. снижается до значения He бо- 


лее 0,3 пФ) и обеспечивает получение высокого усиления без приме- 
нения схем нейтрализации. 


Лавинные транзисторы предназначены для работы в режиме 
электрического пробоя коллекторного перехода. В зависимости от 
схемы включения они могут иметь управляемые $-образные (со сто- 
роны коллектора или эмиттера) и М-образные (со стороны базы)’ 
вольт-амперные характеристики. Использование обычных транзисто- 
ров в этом режиме принципиально возможно, но при этом не обес- 
печиваются необходимое быстродействие, амплитуда импульсов, ста- 
бильность и надежность. Например, одной из причин, снижающих 
эффективность использования обычных высокочастотных транзисто- 
ров в лавинном режиме, является значительное снижение частоты 
[гр при росте коллекторного тока. 

Лавинные транзисторы имеют следующие основные параметры: 
напряжение лавинного пробоя коллекторного перехода Uxgonpos, 


напряжение пробоя при отключенной базе Ико проб, напряжение 


Окэо проб В максимуме вольт-амперной характеристики, зависящее 
от сопротивления Квэ и управляющего тока, максимальныи ток 


разряда и время нарастания лавинного импульса. Область лавинного 
режима лежит между напряжениями Окво проб И Чкэо проб: Ла- 


винные транзисторы применяются в релаксационных генераторах в 
ждущем или автоколебательном режимах. 
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С помощью лавинных транзисторов можно формировать на низ- 
коомной нагрузке (50—70 Ом) амплитуды импульсов 10—15 В 
и выше при малом времени нарастания (менее 1 нс) переднего 
фронта. 

Отечественной промышленностью выпускается лавинный тран- 
зистор типа ГТ338А—ГТЗЗ8В, a за рубежом ASZ23, №1119— 
№$1116, 2SA411, 2SA252 и ECL1239, 2N3033—2N3035, PADT®S1, 
SYL3013, 2N5236, 2N5271, RT1110—RT1116. 

Следует также отметить транзисторы, предназначенные для ис- 
пользования при инверсном включении, которое применяется в MO- 
дуляторах для стабильных усилителей постоянного тока, построенных 
ло схеме модуляция — демодуляция, в схемах управления ре- 
версивными двигателями, в логических схемах, амплитудных детек- 
торах и других схемах. В некоторых схемах, например автомобиль- 
ного зажигания и строчной развертки телевизоров, транзистор при 
запирании может переходить в режим инверсного включения при ра- 
боте на комплексную нагрузку. 

Разработаны специальные модуляторные транзисторы, в основу 
которых положены две транзисторные структуры, так называемые 
двухэмиттерные транзисторы, имеющие лучшие параметры инверс- 
ного включения. 

Для работы в выходных каскадах УНЧ радиовещательных при- 
емников, высококачественных магнитофонов, радиол, телевизоров 
разработаны гермзниевые и кремниевые транзисторы разного типа 
проводимости. Они обладают слабой зависимостью усиления от тока 
и высоким значением частоты [21», что позволяет улучшить акусти- 
ческие показатели устройств в широком диапазоне звуковых ча- 
стот. В свою очередь, это позволило упростить схемы усилителей, 
уменьшить число применяемых транзисторов, повысить надежность 
и снизить себестоимость устройства. Зависимость коэффициента уси- 
ления Moyy OT тока характеризуется коэффициентом линейности — 


отношением коэффициентов усиления при двух значениях тока эмит- 
тера. 


2-19. ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 


К транзисторам, предназначенным для работы на высоких и 
сверхвысоких частотах, предъявляется ряд дополнительных требова- 
ний. Они должны иметь малые емкости между электродами, созда- 
ющие паразитную обратную связь и малую индуктивность общего 
вывода. Кроме того, для получения максимального Кур они должны 


иметь высокую частоту frp, малые значения ГбСь, Ск и Ux pac 


При создании высокочастотных приборов вызывает затруднения вос- 
производимость одинаковых по параметрам приборов одного типа. 

В принципе высокочастотные транзисторы могут работать и как 
усилители, и как генераторы; однако, транзистор, хороший как уси- 
литель мощности, не обязательно будет хорош для генератора и, на- 
оборот. 

Высокочастотные мощные транзисторы характеризуются таки- 
ми параметрами, как Рвых, к.п.Д. и /ф (критический ток определя- 
ет условную границу, при которой получаются удовлетворительные 
частотные свойства транзистора). Фэкторы, определяющие усиление 
и ширину полосы транзисторных усилителей, могут быть найдены 
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только в комбинации свойств транзистора и схемы, в которой OH ис- 
пользуется. Кроме того, параметр Кур зависит от условий опреде- 


ления входной и выходной мощностей, поэтому имеется несколько 
коэффициентов, характеризующих усиление транзистора. В качестве 
обобщенной характеристики усилительных свойств транзисторов ис- 
пользуется И-функция (максимальный Кур при обратной связи, 


нейтрализованной внешней схемой). 

Для получения высокого к. п. д. рабочая точка транзисторов пе- 
риодически оказывается вблизи области насыщения. Высокочастот- 
ное напряжение насыщения (оно больше статического} определяет 
также значение выходной мощности на высокой частоте. Следует от- 
метить, что использование транзисторов с большими пробивными на- 
пряжениями для низковольтных устройств является нецелесообраз- 
ным, так как они имеют большие напряжения насыщения. 

Работа мощных приборов при больших значениях Рвых обеспе- 
чивается лишь при снижении электрического и теплового режимов. 
Обычно величина Pex указывается в справочниках для уровня, со- 
ответствующего надежной работе, и не превышает в режиме не- 
прерывных колебаний 50% Pmax. На высоких частотах выходная 
мощность изменяется пропорционально 1/2. Она монотонно: возрас- 
тает до определенных пределов с ростом входной мощности и напря- 
жения источника питания Ly 


Высокочастотные транзисторы, используемые в качестве усили- 
теля мощности, должны иметь пробивное напряжение коллекторно- 
го перехода в 2—3 раза больше Ен. В схемах генераторов при рас- 
стройке коллекторной цепи пиковое значение напряжения на коллек- 
торе может достигать 3—4 Ex и более, особенно на нижнем участке 
рабочего диапазона частот. 


Обычно высокочастотные мощные транзисторы работают нена- 
дежно в режимах короткого замыкания и холостого хода и могут 
отказывать при рассогласовании нагрузки на выходе. Например, 
транзистор 2N5178 обеспечивает мощность около 50 Вт на ча- 
стоте 500 МГц лишь в тщательно настраиваемом узкополосном уси- 
лителе и даже при слабом нарушении согласования возможен 
отказ. 


В настоящее время имеются высокочастотные транзисторы, ко- 
торые могут работать при всех условиях рассогласования и нагру- 
зочного импеданса. Разработаны также приборы для специальных 
областей применения, в которых требуются различные значения ра- 
бочего напряжения (12; 13,5; 24; 28 В и др.) с различным уровнем 
широкополосности, с большой линейностью и т. п. 


Для передачи информации с помощью кабелей (например, в ка- 
бельных телевизионных системах) разработаны специальные широ- 
кополосные линейные транзисторы, работающие в классе А или АВ, 
при котором обеспечивается малый уровень искажений, вызываемых 
перекрестной модуляцией. Они имеют слабую зависимость коэффи- 
циента усиления от тока, малую емкость Ск и применяются на ча- 
стотах много меньших, чем максимальная рабочая частота. Для 
стабилизации температурного режима в корпусе транзистора мон- 
тируют схему температурной стабилизации с диодом-датчиком тем- 
пературы. Нелинейность таких транзисторов характеризуется коэф- 
фициентом интермодуляционных искажений. При сравнительной 
оценке линейности транзисторов могут использоваться зависимости 
521 ([к) и Sar (Ux). 


34 


Транзисторы для линейных широкополосных усилителей, работа- 
ющих в режиме одной боковой полосы, характеризуются отдаваемой 
мощностью в пике огибающей (Р»рер). 

Мощные высокочастотные транзисторы могут использоваться в 
импульсном режиме и выходная мощность может быть повышена пу- 
тем увеличения рабочих напряжений. Например, транзистор MSC1336 
имеет в непрерывном режиме выходную мощность 30 Вт на частоте 
1,3 ГГц при Ек=28 В, а в импульсном режиме (=10 мкс) при 
Е, =40 В — уже 70 Вт na той же частоте. 

Современные мощные высокочастотные транзисторы имеют 
сложные геометрические и технологические структуры (полосковые, 
многоэмиттерные, многоэлементные). В этих структурах весьма ве- 
роятно развитие второго пробоя. Последний чаще всего проявляется 
при работе или испытаниях транзисторов в статическом режиме. 

Среди возможных причин отказов высокочастотных и сверхвы- 
сокочастотных усилительных транзисторов можно назвать возникно- 
вение генерации за счет паразитных реактивностей схемы, перегруз- 
ку при переходных процессах и действие статического электричества. 
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ 


3-1. О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ТРАНЗИСТОРОВ И ДИОДОВ 


Полная аналогичность (эквивалентность) отечественных и за- 
рубежных полупроводниковых приборов предполагает совпадение их 
по функциональному назначению, электрическим параметрам и ха- 
рактеристикам, конструктивному оформлению, габаритным и присо- 
единительным размерам, массе, форме и расположению выводов, ме- 
тодам герметизации, электрической связи выводов с корпусом, на- 
дежности и стабильности. 

Принципы и методы определения наиболее вероятного значения 
величин и установления норм и допусков электрических параметров, 
принятые в разных странах, неодинаковы. Очевидно, что в ряде слу- 
чаев нормы, устанавливаемые на параметры, могут в большой степе- 
ни отличаться от реальных их значений. 

Режимы, условия, методы проведения различных видов электри- 
ческих, механических и климатических испытаний, нормы на пара- 
метры — критерии годности при испытаниях, методы измерений, от 
которых в общем зависят устанавливаемые параметры, многообраз- 
ны и не универсальны. Кроме того, значения параметров приборов 
зависят не только от режима работы и температуры, но и изменя- 
ются со временем (дрейф параметров во время работы и при хране- 
нии). В настоящее время существуют международные стандарты и 
рекомендации различных международных комиссий, способствующие 
регламентированию терминологии, технических требований, класси- 
фикации, методов измерения параметров и других свойств приборов. 
Однако в отдельных странах имеются свои особенности в стандарти- 
зации параметров и свойств приборов. 

Эксплуатационные свойства транзисторов описываются боль- 
шим числом параметров, поэтому практически полная тождествен- 
ность отечественных и зарубежных транзисторов недостижима и не 
во всех случаях необходима. Целесообразнее говорить о частичной 
(неполной, ограниченной) или приближенной их эквивалентности. 
Подбор аналогов должен проводиться с учетом конкретной электри- 
ческой схемы, а не только путем формального сравнения всех па- 
раметров приборов. При воспроизведении технических показателей 
схемы (узла, каскада) должны удовлетворяться прежде всего требо- 
вания к выходным параметрам. Поэтому не все параметры транзис- 
торов будут одинаково важными, а только те, по которым должна 
быть обеспечена взаимозаменяемость. 

Таким образом, наличие конкретной схемы приводит к сокра- 
щению числа рассматриваемых параметров и упрощению решения 
задачи по подбору приборов за счет выявления требований к выход- 
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ным параметрам и определения реального режима работы приборов. 
При анализе комплекса выходных параметров их условно можно 
разделить на целевые (требуется наилучшее сочетание их значений) 
и второстепенные параметры (значения могут меняться в широких 
пределах). 

Взаимозаменяемость отечественных и зарубежных приборов бу- 
дет зависеть не только от их свойств, условий эксплуатации и режи- 
мов применения, но и от рационально разработанной схемы, учиты- 
вающей номинальный разброс параметров и не требующей специ- 
ального подбора приборов. При замене зарубежного прибора 
отечественным, даже лучшим по параметрам, может потребоваться 
подстройка схемы, чтобы не ухудшилась работа каскада и не возник- 
ла паразитная генерация. 

Подбор аналогов должен осуществляться сравнением электри- 
ческих параметров отечественных и зарубежных приборов из спра- 
вочников, стандартов или технических условий Ha эти приборы, где 
указывается основное (целевое) назначение приборов, технология 
изготовления, структура, предельные (предельно допустимые) пара- 
метры, данные об электрических параметрах и их изменениях от ре- 
жима и температуры, тип корпуса и другие сведения. 

Следует отметить, что к зарубежной рекламной информации о 
новых приборах следует относиться критически, с достаточной долей 
осторожности, так как обычно рекламируемые параметры соответ- 
ствуют единичным образцам приборов с максимально достигнутыми 
рекордными величинами. В процессе серийного производства эти па- 
раметры в среднем оказываются хуже рекламных. 

Полупроводниковые приборы, изготавливаемые в едином техно- 
логическом процессе, иногда разделяются по каким-либо параметрам 
на группы и собираются в различных корпусах. Например, транзисто- 
ры BC107—BC109 имеют металлостеклянный корпус ТО18, приборы 
с таким же сочетанием параметров ВС147—ВС149, BC207—BC209, 
PBCI07—PBC109 имеют соответственно корпуса MM12, ЮВ0110, 
7098. Многие приборы в металлостеклянном корпусе имеют эквива- 
ленты в пластмассовом корпусе. 

Некоторые фирмы выпускают свои приборы по лицензиям дру- 
гих фирм или стран, присваивают им новые номера, иногда меняя 
нормы на параметры. 

Унификация и стандартизация отечественных полупроводнико- 
вых приборов и их корпусов позволила устранить излишнее много- 
образие типов приборов, выпускаемых нашей промышленностью. 

Следует отметить, что взаимозаменяемость по присоединитель- 
ным и габаритным размерам отечественных и зарубежных приборов, 
которая определяет возможность замены приборов при соблюдении 
условий сопряжения с панельками, подставками, теплоотводами, изо- 
ляционными прокладками, экранами, с отверстиями в шасси (плате), 
может не выполняться, 


3-2. УСЛОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 


Буквенные обозначения параметров транзисторов, соответствую- 
щие публикации МЭК 148 и рекомендации по стандартизации СЭВ 
РС 3233-71, принятые за рубежом и стандартизованные ГОСТ 
20003-74, приводятся ниже, 
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Буквенное ‘обозначение 
параметров 


IKBO 
I3B0 
1K 30 


IKSR 
IK9SK 
IK9V 


IK3 X 


lip 


UKB5O проб 
U350 проб 


UK30 проб 


UK30 rp 
Окэк проб 
Окэк проб 


UKSV проб 


Окэх проб 


О смк 


ОКэ нас 
UBD Hac 
U55 пл 


UKE max 
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зарубежное 
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U(BR) CER 
U(BR) CES 
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Термин и определение 


Обратный ток коллекторного перехода при 
разомкнутом выводе эмиттера 


Обратный ток эмиттерного перехода ‘при 
разомкнутом выводе коллектора 


Обратный ток между коллектором и эмит- 
тером при разомкнутом выводе базы 


Обратный ток между коллектором и эмитте- 
ром при заданном сопротивлении в цепи ба- 
за — эмиттер 


Обратный ток между коллектором и эмит- 
тером при короткозамкнутых выводах базы 


°и эмиттера 


Обратный ток между коллектором и эмит- 
тером при запирающем напряжении (смеще- 
нии) в цепи база. — эмиттер 


Обратный ток между коллектором и эмит- 
тером при заданных условиях в ‘цепи база — 
эмиттер 


Критический ток 


Пробивног напряжение между коллектором 
и базой ‘при разомкнутой цепи эмиттера 


Пробивное напряжение между эмиттером и 
базой при разомкнутой цепи коллектора 


Пробивное напряжение между коллектором 
и эмиттером при разомкнутой цепи базы 


(КБэ=о) 


Граничное напряжение между коллектором 
и эмиттером при разомкнутой цепи базы и 
заданном токе эмиттера 


Пробивное напряжение между коллектором 
и эмиттером при заданном (конечном) сопро- 
тивлении в цепи база — эмиттер 


Пробивное напряжение между коллектором 
и эмиттером при короткозамкнутых выводах 
базы и эмиттера (REZ =0) 


Пробиввое напряжение между коллектором 
и эмиттером при запирающем напряжении в 
цепи база — эмиттер 


Пробиввое напряжение ‘между коллектором 
и эмиттером при заданных условиях в цепи 
база — эмиттер 


Напряжение смыкания 
Напряжение насыщения между коллектором 
и эмиттером 


Напряжение насыщения между базой и 


эмиттером 


Плавающее напряжение между эмиттером 
и базой 


Максимально допустимое постоянное напря- 
жение между коллектором и базой 


Буквенное обозначение 
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Are hep 
hoes? ^ 26 Nove hoop 
hoe? hop 
[ors | | "ore | 
hig hig» yg 





Максимально допустимое постоянное 


жение между коллектором и эмиттером 


Максимально допустимое постоянное 


жение между эмиттером и базой 


Максимально допустимое импульсное 


жение между коллектором и эмиттером 


Максимально допустимое импульсное 


жение между коллектором и базой 


Максимально допустимое импульсное 


жение между эмиттером и: базой 


Максимально допустимая постоянная мощ- 
ность рассеяния коллектора 


Максимально допустимая средняя мощность 
рассеяния коллектора 


Максимально допустимая. импульсная мощ 


ность рассеяния 


напря- 
напря- 
напря- 
напря- 


напря- 


Суммарное значение постоянной мощности 


рассеяния 


Средняя мощность рассеяния 


Импульсная мощность рассеяния 


Постоянная мощность рассеяния коллектора 
Выходная мощность 


Входная мощность 


Максимально 
коллектора 


Максимально 
эмиттера 


Максимально 
базы 


Максимально 
коллектора 


Максимально 
эмиттера 


допустимый 
допустимый 
допустимый 


допустимый 


допустимый 


Входное сопротивление в 


сигнала соответственно 


для 


эмиттером и с общей базой 


постоянный 
постоянный 
постоянный 


импульсный 


TORK 


ток 


TOK 


TOk 


импульсный TOK 


режиме малого 
схем с общим 


Коэффициент передачи тока (коэффициент 
усиления) в режиме малого сигнала соответ- 
ственно для схем с общим эмиттером и об- 


щей базой 


Коэффициент обратной связи по напряже: 
нию в режиме малого сигнала соответственно 
для схем с общим эмиттером и общей базой 


Выходная полная проводимость в режиме 
малого сигнала соответственно для схем с 
общим эмиттером и общей базой 


Модуль коэффициента передачи тока на вы- 


сокой частоте 


Входное сопротивление в режиме большого 
сигнала в схеме с общим эмиттером 


Продолжение 
—_—_—_———————ыыЫы——————ШПДПДПЩПыПъц—к—к‚ъ‚ 


Буквенное обозначение 
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параметров 
р P Термин и определение 
отечественное зарубежное 
1219 hove Статический коэффициент передачи тока 
h (коэффициент усиления) в схеме с общим 
FE, В эмиттером 
Yuis> 76 У те’ У ть Входная полная проводимость в режиме Mas 
ом, лого сигнала соответственно для схем с 06s 
ie’ “ib щим эмиттером и общей базой 
Уз’ Yis6 Yioe? Viton Полная проводимость обратной передачи в 
у у режиме малого сигнала соответственно для 
re’ “rb схем с общим эмиттером и общей базой 
Versa Y 536 Yore? Yorn Полная проводимость прямой передачи в pe- 
у у жиме малого сигнала соответственно для схем 
fe’ № с общим эмиттером и общей базой 
У. Y06 Y nag Yoon Выходная полная проводимость в режиме 
у у малого сигнала соответственно для схем с 06+ 
oe’ “ob щим эмиттером и общей базой 
Yo19 YoE Статическая крутизна прямой передачи в 
схеме с общим эмиттером 
С 115 C416 Cite? Crip Входная емкость соответственно в схемах C 
с... С ‘i общим эмиттером и общей базой 
te’ “t 
Соо5» 226 Corer Coop Выходная емкость соответственно в схемах 
С С и с общим эмиттером и общей базой 
oe’ “oO 
Ск С Емкость коллекторного перехода 
С С Емкость эмиттерного перехода 
3 е 
Г 7? ! 
"6 Tob» ТЬ Сопротивление базы 
, ; 
тк ( 7б бы) Thy Сс Постоянная времени цепи обратной связи 
5115 Site Коэффициент отражения входной цепи в Cxes 
ме с общим эмиттером 
Sis ое Коэффициент обратной передачи напряжения 
в схеме с общим эмиттером 
Seis Sete Коэффициент прямой передачи напряжения 
в схеме с обратным эмиттером 
5025 Зое Коэффициент отражения выходной цепи в 
схеме с общим эмиттером 
Fhois ре Предельная частота коэффициента передачи 
j f тока в схеме с общим эмиттером 
hfe? ГВ 
1216 fro Предельная частота коэффициента переда- 
; ; чи тока в схеме с общей базой 
hfb? 1% 
тр ir Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме с общим эмиттером 
Вх нах Максимальная частота генерации 
К Е, NF Коэффициент шума 
tan 1 Время задержки 
tip 2, Время нарастания 
1 рас з Время рассасывания 


Продолженив 
Буквенное обозначение 
параметров 
Термин и определение 


отечественное зарубежное 





bon 1, Время спада 
КЛ bon Время включения 
ВЫКЛ о Время выключения 
TKS нас ТСЕза! Сопротивление насыщения 
Кур Ср Коэффициент усиления по мощности 
— Got Номинальный коэффициент усиления по 
| мощности 
— бра Номинальный коэффициент усиления па 
мощности при согласованной нагрузке 
— Goa max Максимальный номинальный коэффициент 


усиления по мощности при одновременном CO 
гласовании входа и выхода 


9 кор Тс; T case Температура корпуса 
9 окр ТА; Тать Температура окружающей среды 
9 пер Tj Температура перехода 
— Те Температура хранения 
Кпер-окр Rthja’ 07-4 Тепловое сопротивление OT перехода к OKpys 
жающей среде 
Кпер-кор Rip je’ O7.C Тепловое сопротивление от перехода к KOp< 
пусу 


3-3. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ И ИХ ЗАРУБЕЖНЫЕ 
АНАЛОГИ 


При подборе аналогов к советским транзисторам учитывались 
основное назначение приборов, электрические параметры и характе- 
ристики, а также их конструктивно-технологические особенности. 

Для отечественных транзисторов приводятся несколько прибли- 
женных зарубежных аналогов, отличающихся по электрическим па- 
раметрам не более чем в два раза. По параметрам и технологии из- 
готовления транзисторов в дальнейшем тексте и таблицах приняты 
следующие сокращения: С — сплавные; Д — диффузионные; МД — 
микросплавные диффузионные; СД — сплавно-диффузионные; К — 
конверсионные; М — меза; П — планарные; ПЭ — планарно-эпитак- 
сиальные; tnx — время переключения; Се — германий; Si— крем- 
ний; Рктшах — максимальная мощность рассеяния на приборе с теп- 
лоотводом. 

В таблицах для мощности рассеяния в скобках указана темпе- 
ратура окружающей среды, а также мощность рассеяния с теплоот- 
водом. Параметры приводятся для температуры окружающей среды, 
равной 25° С. 

Режим измерений параметров Aata, Mois, [кьо› Ск, Km указан 
цифрами в скобках. 


Для параметров frp, frat, [п216, BO» Meta, Поцэ, Си, ГК нас» Аш, 


a ‘ 
(рас, (выкл, Го: Ск приводятся знаки > (больше) или << (меньше); 
если они отсутствуют, то указывается типовое значение параметра. 
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Транзисторы малой и средней мощностей 


Р 
mans 1 | Uae apes 
Условное | Материал Py fe * : U ‚К max, 
’ »T max, ’ 
обозначе- структура, к ыы Чкэк проб а am 
ние технологня |Р Е. 408 К, и max, 
К,и max, о, UK30 ей МА 
мВт МГц В ees 
1 2 3 4 5 6 7 
Маломощные транзисторы низкой 
ГТ!109А Ge, р-п-р, С 30 >1* 10 (18 umn.) — 20 
ГТ109Б Ge, p-n-p, С 30 >21 10 (18 имп.) oe 20 
rT109B ‚Се, p-n-p, С 30 ai" 10 (18 имп.) — 20 
rT1o9r Ge, p-n-p, C 30 > 10 (18 имп.) — 20 
Год Ge, р-п-р, С 30 ae 10 (18 umn.) >= 20 
ГТ109Е Ge, р-п-р, С 30 >25 10 (18 имп.) — 20 
ГТ109Ж Ge, р-п-р, С 30 — 10 (18 имп.) — 20 
rTro9H Ge, р-п-р, С 30 > 10 (18 ими.) — 20 
2N77 Ge, p-n-p, C 35 0,7* 25 — 15 
2N105 Ge, p-n-p, C 35 0,75* 25 — 15 
ОС1044 Ge, р-п-р, С 83 >7,5* 15 12 (10*) 
OC1045 Ge, p-n-p, C 83 >3* 15 12 5 (10*) 
2SA49 Ge, p-n-p, C 60 9* 18 12 5 
2SA52 Ge, p-n-p, C 60 7" 18 12 5 
2SA53 Ge, p-n-p, C 60 5* 18 12 5 
2SB 90 Ge, p-n-p, C 40 1 18 12 50 
25897 ‚ Ge, р-п-р, С 40 — 18 12 50 
OC57 Ge, p-n-p, C 20 >0, 01 7 7 50 
OC58 Ge, p-n-p, C 20 0,01 7 7 50 
OC59 Ge, p-n-p, C 20 2.7" 7 7 5 
OC60 Ge, p-n-p, C 20 — 7 7 5 
2SB302 Ge, p-n-p, C. 40 12* 10 5 2 
2S A255 Ge, p-n-p, C 55 5° 12 0,5 10 
2S A254 Ge, p-n-p, C 55 10* 12 0,5 10 
2N139 Ge, p-n-p, C 35 13* 16 0,5 15 
2N218 Ge, p-n-p, C 35 13* 16 0,5 15 
GC100 Ge, p-n-p, C 30 >I1* 15 10 15 
@С101 Се, р-п-р, С 30 >I|* 15 10 15 
F127 Ge, p-n-p, C 30 s1* 5* = 6 
T127A Ge, p-n-p, C 30 >1* 5% ss 6 
1128 Ge, p-n-p, C 30 >5* 5* — 6 
2N175 Ge, p-n-p, C 20 0,85* 10 10 2 
2N220 Ge, p-n-p, C 20 0,85* 10 10 2 
AC160 Ge, p-n-p, C 30 ыы 10* 10 10 
ГТИ5А Ge, p-n-p, С 50 sr? 20 20 30 
ГТИ5Б Ge, р-п-р. C 50 >1* 30 20 30 
TT115B Ge, p-n-p, C 50 > Зы 20 20 30 
rvitor Ge, p-n-p, C 50 >If 30 2 30 
ГТИ5Д Ge, p-n-p, С 50 >I{* 20 20 30 
2N591 Ge, p-n-p, C 50 0,7* 32 — 20 
2SB39 -n-p, C 50 0,85 10 10 2 
24107 ео 50 [* 12 = 10 
AC107 Ge, p-n-p, С 80 2* 15 5 10 
TG5 Ge, p-n-p, С 75 >0,6 30 10 10 
TG5E Ge, p-n-p, C 75 > 0,6 15 10 10 
258303 Се, р-п-р, С 50 | 30 25 50 
2N505 Ge. р-п-р, С 50 >0,6* 40 ae 100 
2N535A Ge, р-п-р, С 50 2* 20 20 20 
2N535B e, p-n-p, C 50 las 20 20 20 
2N536 Ge, p-n-p, C 50 2* 20 20 30 
ACI'22 Ge, p-n-p, C 60 1,2 30 2 50 
2SB 261 Ge, p-n-p, C 65 2,5 20 2,5 30 
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"6 Ск, пс 
Ge i 
'KBO, hors, №219 K “12% | "KO нас, | Кш, АБ ae Корпус 
мкА Om t нс 
выкл? 
ЖЖ; 
гб a Om 
| 
8 9 10 11 12 13 14 
и средней частот 
<5 (5 В) 20—50 (5 В; I MA) — — <12 (1 кГц)| <5000 1 
<5 (5 В) 35—80 (5 B; 1 MA) — — <12 (1 кГи)| <5000 1 
<5 (5 В) |60—130 (5 В; 1 MA) — = <12 (1 кГц) <5000 1 
<5 (5 В) |110—250 (5 В; 1 MA) — — <12 (1 кГн)| <5000 1 
<2 (1,2 В)| 20—70 (5 В; 1 мА) — — <12 (1 кГц)| <5000 1 
<2 (1,2 В)| 50—100 (5 В; 1 мА) — — <12 (1 кГц)| <5000 1 
< (1,5 В) >100 (1,5 В) — — — <5000 1 
<5 (5 В) | 20—80 (5 В; 1 MA) — — <12 (1кГц)| <5000 1 
10 55 (4 В; 0,7 мА) 40 — — — TO2 
5 55 (4 B; 0,7 MA) 17 — — — TO2 
<10(15 В)! 45—225 (6 В; 1 MA) «14 = => <250*** TOl 
<10 (15 В)| 25—125 (5 В; 1 MA) <14 — — <200*** TOL 
<12 (18 В)| 30—200 (6 В: 1 MA)|<12,5 (6 В) — — <160*** ТОТ. 
<12 (18 В)| 25—170 (6 B; 1 MA)|<12,5 (6 В) = = Ea TOL 
<12 (18 В)| 20—130 (6 В; 1 MA)i<12,5 (6 В) — — = TOIL 
<14 (18 В)| 150 (6 B; 1 MA) 12 (6 B) — 10 (1 кГц) — TOL 
14 70 (6 B, 1 MA) 12 — 7 ны ТО 
— 35 (0,5 В; 0,25 мА) 60 — — — R19 
— 55 (0,5 В; 0,25 мА) 60 — — — R19 
3 80 (0,5 B; 0,25 мА) 60 — — — R19 
1,5 75 (2 B; 3,8 MA) — — — — R19 
6 80 (6 B; 1 MA) 10 — = as TOl 
10 50 (6 B; 1 MA) 10 — — — R18 
10 80 (6 B; 1 MA) 10 — — — R18 
10 48 (9 B; 1 MA) 9,5 = — — TO40 
10 48 (9 B; 1 MA) 9,5 — — — TO! 
<15 (6 B) | 18—224 (6 B; 2 MA) — — <25 (1 кГц) ее А1 
<15 (6 B) | 18—224 (6 В; 2мА) — — <10 (1 кГц) — Al 
<3 (5 В) |20—100(5 В; 0,5мА) — — <10 (1 кГц) ‘ear 2 
<3 (5B) {20—170(5 В; 0,5мА) — — <5 (1 кГц) = 2 
«3 (5 В) |20—200(5 В; 0,5мА) — — <5 (1 кГн) | — 2 
12 65 {4 В; 0,5 MA) 36 — — — TO40 
12 65 (4B; 0 5 MA ) 36 — 6 — TOI 
0,8 (12 В) |35—250(4 B:0, 3MA) — — <5 — R60 
<40 (20 В)|'20—80 (1 В; 25 MA) — — — — За 
<40 (30 В)| 20—80 (1 B; 25 MA) — — — — За 
<40 (20 B}| 60—150(1 В; 25 мА) whe me — о За 
<40 (30 В)| 60—150(1 В; 25 мА) ~~ — — — За 
<40 (20 В)|125—250(1 В; 25 мА) = = = si 3a 
70 (12 B; 2 MA) — — — — TOI 
10 65 (4 B; 0,5 MA) 40 — 8 — TOL 
10 19 (5 B; 1 MA) 40 — — — R31 
3 60 (5 B; 0,3 MA) 14 — — — R9 
— 25—80 (2 В; ЗмА) — <10 — — ТО18 
— 25—80 (2 В; 3 MA) — <10 — — TOI8 
14 (20 B) 100 (6 B; 1 MA) — — — — TOL 
<125 >25(0,5 B; 10 MA) — — — — TO22 
10 100 (5 B; 1 MA) — — — — TO23 
10 100 (5 В; 1 MA) — — — — TO23 
10 156 (1 B; 30 MA) — — —- — TO23 
15 90 (6 B; 2 MA) — — — — R60 
12 45 (6 B; 1 MA) — — — — R18 
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yo: |e ]e]s |e] 

2SB 262 Ge, p-n-p, C 65 3 20 2,5 30 
МГТ!08 А Ge, р-п-р, С 75 >0,5* | 10 (18 имп.) 5 50 
MIT108B_ | Ge, р-п-р, С 75 >21" 10 (18 имп.) 5 50 
МГт!03В | Ge, р-п-р, С 75 >1* 10 (18 имп.) 5 50 
МГТ!08Г | Ge, p-n-p, С 75 >1* 10 (18 имп.) 5 50 
МГТ!08Д | Ge, p-n-p, С 75 >1* 10 (18 имп, ) 5 50 
NKTI1 Ge, p-n-p, C 75 >1* 18 12 100 
“ACI50 Ge, p-n-p, C 60 1* 30 12 50 
NKT73 Ge, p-n-p, C 75 >2,5 15 10 10 
258443А | Ge, p-n-p, С 100 2,5 18 12 10 
258497 Ge, р-п-р, С 65 20 9.5 30 
2$В335 Се, р-п-р, С 83 1 20 10 60 
258336 Ge, p-n-p, С 83 1. 20 10 60 
2SB400 Ge, p-n-p, C 100 i 20 — 40 
24205 Ge, p-n-p, С 75 0,78 30 12 50 
2N207 Ge, p-n-p, C 85 2 12 12 20 
2N130 Ge, p-n-p, C 85 0.7 25 12 10 
26857 Ge, p-n-p, С 100 1*,0 30 10 100 
2N131 Ge, p-n-p, C 85 0,8 25 12 50 
2№131А Се, р-п-р, С 100 0,8 30* 12 100 
2N132 Ge, p-n-p, C 85 1 30* 12 100 
2N133 Ge, p-n-p, C 85 0,8 30* 12 100 
2N132A Ge, p-n-p, С 100 — 24* 12 100 
2N265 Ge, p-n-p, © 75 1,5 25 — 50 
2N207A Ge, p-n-p, C 85 2 12 12 20 
2N207B Ge, p-n-p, С 85 2 12 12 20 
25B443B | Ge, p-n-p, С 100 3,5. 18 12 10 
258444А | Ge, p-n-p, С 100 2,5, 18 12 10 
258444В | Ge, p-n-p, С 100 3,5% 18 12 10 
AC170 Ge, p-n-p, G 90 1,2% 32 10 100 
ACi71 Ge, p-n-p, C 90 1,2 32 10 100 
GC116 Ge, p-n-p, С 115 0,75 20 10 150 
GCI17 Ge, p-n-p, C 115 21,2 20 10 150 
GC118 Ge, p-n-p, C 115 >1,2 20 10 159 
TG2 Ge, p-n-p, С 75 > 0,6 15 10 10 
TG3A Ge, p-n-p, C 75 >| 15 10 10 
TG3F Ge, p-n-p, C 75 22 15 10 10 
TG4 Ge, p-n-p, C 75 20,6 15 10 10 
2SB47 Ge, p-n-p, C 80 1 25 12 50 
2SB54 Ge, p-n-p, C 80 1 25 12 50 
MI139 Ge, p-n-p, C 150 >0,5* 15* 5 20 (150*) 
MI139B Ge, p-n-p, C 150 >0,5* 15* 5 20 (150*) 
M1140 Ge, p-n-p, C 150 >1* 15* 5 20 (150*) 
MI140A Ge, p-n-p, C 150 = 1* 30* 5 20 (150*) 
MI141 Ge, p-n-p, C 150 > |* 15* 5 20 (150*) 
МП41А Се, р-п-р, С 150 =>1* 15* 5 20 (150*) 
2N331 Ge, p-n-p, C 200 >0,4* 30 12 200 
OC70 Ge, p-n-p, C 125 0,45* 30 — 10 
OC1070 Ge, p-n-p, C 125 0,015** 32 10 10 (50*) 
OC1071 Ge, p-n-p, C 125 0,010** 32 10 10 (50*) 
OC1072 Ge, p-n-p, C 125 0,35%* 32 10 50 (125*) | 
OC1075 Ge, p-n-p, C 125 0,35 32 10 10 (50*) 
Oc76 Ge, р-п-р, С 125 0,35 32 10 125 
ОС7! Ge, р-п-р, С 125 0,5% 30 = 10 
2SB170 Ge, p-n-p, C 125 0,3 30 — 10 
SFT351 Ge, p-n-p, C 200 >0,6 32 20 150 
SFT352 Ge, p-n-p, C 200 >0,8 32 20 150 
SF T353 Ge, p-n-p, C 200 >1 32 20 150 
SFT305 Ge, p-n-p, C 150 21,5 18 12 100 
АС540 Ge, р-п-р, С 150 0,5 24 eee 10 (50*) 

















Продолженив 








mowed 





14 
12 90 (6В; 1мА) — — — — R18 
>10 (5 B) | 20—50 (5 B; 1 MA) — — — <5000 4 
>10 (5 B) | 35—80 (5 B; 1 MA) — — — <5000 4 
>10 (5 B) |60—130 (5 B; 1 MA) — — — <5000 4 
>10 (5 B) [110—250 (5 В; 1 MA) — — — <5000 4 
>10 (5 B) | 30—120 (5 В: 1 MA) — — <6 (1 кГц)| <5000 4 
5 >90 (4,5 В; 1мА) — — — — TOL 
5,5 (30 B) | 55—140 (6 В: 2 mA) — — <5 = TOI8 
5 >40 (4,5 B; 1 MA) 11 — — — TOI 
10 110 (6 B; 1 MA) — — — — TOI 
6 90 (6 В; 1 MA) — — = — R18 
10 70 (6 B; 1 MA) — > — ans R18 
10 80 (1 B; 60 MA) — — ote — R18 
15 100 (6 B; 1 MA) — — — = TOl 
10 47 (5 B; 1 MA) 35 — — ии TOL 
15 100 (5 В; 1 MA) 40 — — eas TOS 
12 24 (6 B; 1 MA) 40 — — ых TOS 
15 65 (6 B; 1 MA) — — = — R55 
12 50 (6 B; 1 MA) — — = — TOS 
15 45 (6 B; 1 MA) — — — — О\16 
15 90 (6В; 1 MA) — — — — TOS 
15 50 (6B; 1 MA) — — a — ТО5 
15 90 (6 B; 1 мА) — — — — OVI6 
16 115 (5 B; 1 MA) 40 — = — R32 
15 100 (5 B; 1 MA) 40 — — — TOS 
10 100 (5 В; 1 MA) 40 — — в TOS 
10 190 (6 B; 1 MA) — — = — TOL 
7 120 (6 B; 1 MA) — — = — TO! 
7 190 (6 B; 2 MA) — — ыы — TO! 
10 125 (6 В; 2 MA) 21 me = = R6Q 
10 200 (6 B; 2 MA) 21 — = — R60 
<18 (15 В)| 18294 (6 В; 2 MA) — — <20 (1 кГц) — Al 
<18 (15 В)| 45-294 (6 В; 2 мА — — <10 (1 кГц) — Al 
<18 (15 В)| 45994 te В; 2 ny — — <5 (1 кГц) — Al 
<15 (6B) | 20—80 (2 B: 3 mA) — <15 — — TOI8 
<15 (6 B) | 75—130 (2 B;3 MA) — <8 — — TOI8 
<10 (6 B) | g9—250 (6 В; 1 MA) — <7 ee — ТО13 
<10 (6 В) [20—50 (2 В; 0,5 MA) — <! — — ТО18 
<14 (25 В) 60—250 (1,5 В; 35 (6 В) — <5 (1 кГц) — TOl 
0,5 MA 
<14 (25 В)| 80—300 (6 be 1 мА) 35 (6 B) — 10 (1 кгц) _ TOl 
<15 (5 B) 12 (5В;1мА) | <50 (5B) — — — 2 
<15 (5B) | 5-60 (8B; twa} <5065В) | — |< аки — 5 
<15 (5 В) | 20—40 (5 B: 1 mA)| <50 (5 В) — — — 2 
<15 (5 B) | 20—40 (5 B; 1мА)| <50 (5 В) = = = 2 
<15 (5В) | 30—60 (5В; 1мА)| <50 (5 В) в из = 2 
<15 (5 В) | 50—100 (5 В; 1мА)| <50 (5 В) — = — 2 
<10 (30В)| 30—70 (6 В; 1мА)| <50 (6 В) — <20 (1 кГц) — TOS 
<5 30 (2B; 0,5 MA) = = ie ыы R9 
<12 (4,5 B)|20—40 (2 B: 0,5 MA = — <15 (1 кГц) os TO! 
<12 (4,5 В)| 30—75 (2 B; 4 мА) = = <15 (1 кГц) — ТО! 
<10 (10В) ео (5,4 В; — ~ <15 (1 кГц) sit ТО! 
) 
<12 (4,5 В)| 65—130 (2 B; 3 MA) — — <15 (1 Kru) — TOI 
10 45 (5,4 В; 10 MA) — — — — R8 
5 47 (2B; 3MA) — — — — R9 
12 30 (2 B; 0,5 MA) — _ — — ТО! 
<15 (10В)| 20—44 (6 В: 1мА) | 40(6B) — <8 (1 кГц) — ТО! 
<15 (10В)| 40—66 (6 В; 1мА)| 40 (6 В) Е <8 (1 кГц) — ТО! 
<15 (10 В)| 60—250 (6 В; 2мА)| 40 (6 В) — <8 (1 кГц) — ТО! 
<10 (18 В)| 15—70 (6 В; 1 MA) |<150 (6 В) — 6 (1 кГц) — ТО! 
<20 (24 B)} 30—70 (3 В; 2 MA) — — <10 (1 кГц) — TO58 
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АС541 Ge, р-п-р, С 150 0,5 24 — 10 (50*) 
AC542 Ge, p-n-p, C 150 0,5 24 — 10 (50*) 
EFT306 Ge, p-n-p, C 150 2,5 15 9 100 
EFT307 Ge, p-n-p, C 150 5,7 15 9 100 
2N283 Ge, p-n-p, C 125 0,5* 32 — 10 
OC75 Ge, p-n-p, C 125 0,75* 30 — 50 
258171 ае, р-п-р, С 125 0,5* 30 — 10 
258173 Се, р-п-р, С 125 0,5* 20 — 10 
258175 Ge, р-п-р, С 125 0,6* 30 — 10 
2N368 Ge, p-n-p, C 150 >0,4* 30 10 75 
2N237 Ge, p-n-p, C 150 0,5* 45 — 20 
2N405 Ge, p-n-p, C 150 0,65* 20 2,5 35 
2N406 Ge, p-n-p, C 150 0,65* 20 2,5 35 
2N 104 Ge, p-n-p, C 150 0,7* 30 12 50 
2N215 Ge, p-n-p, С 150 0,7* 30 12 50 
258120 Ge, p-n-p, С 150 0,7* 32 2,5 20 
2SB32 Ge, p-n-p, C 150 0,8* 20 2,5 50 
2N45 Ge, p-n-p, C 150 1* 45 15 50 
2N45A Ge, p-n-p, C 150 1* 45 5 10 
2N273 Ge, p-n-p, C 150 1* 20 10 10 
2SB33 Ge, p-n-p, C 150 1* _ 20 2,5 50 
25837 Ge, р-п-р, С 150 т . 30 12 50 
2SB60 Ge, p-n-p, С 150 1* 20 2,5 50 
25861 Се, р-п-р, С 150 1* 30 12 50 
2N369 Ge, p-n-p, C 150 1,3* 30 10 50 
2№44А Ge. р-п-р, С 155 1* ны ден 50 
2N2428 Ge, p-n-p, C 165 71,2" 32 10 30 
2SB439 Ge, p-n-p, C 150 2* 30 12 150 
258440 Се, р-п-р, С 150 2* 30 12 150 
2N 1413 Ge, p-n-p, C 200 >0,8* 35 10 200* 
2N 1414 Ge, p-n-p, C 200 > 35 10 200* 
2N1415 Ge, p-n-p, C 200 >1,3* 35 10 200* 
МП20А Ge, р-п-р, С 150 >2* 30 30 300* 
MT1205 Ge, p-n-p, C 150 >1,5* 30 30 300* 
MI121B Ge, p-n-p, C 150 >1,5* 40 40 300* 
мМП21Г Ge, р-п-р, С 150 а 60 40 300* 
MT121 71 Ge, p-n-p, C 150 >1* 50 40 300* 
MIT21E Ge, p-n-p, C 150 >0,7* 70 40 300* 
2N59 Ge, p-n-p, C 180 1,8* 25 20 200 
2N59A Ge, p-n-p, C 180 1,8* 40 20 200 
2N59B Ge, p-n-p, C 180 1,8* 50 20 200 
2N59C Ge, p-n-p, C 180 1,8* 60 20 200 
2N60. Ge, p-n-p, C 180 1,5* 25 20 200 
2N60A Ge, p-n-p, C 180 1,5* 40 20 200 
2N60B Ge, p-n-p, C 180 1,5* 50 20 200 
2N60C Ge, p-n-p, C 180 1,5% 60 20 200 
2N61 Ge, p-n-p, C 180 i\* 25 2 200 
2N61A Ge, p-n-p, C 180 1* 40 20 200 
2N61B Ge, р-п-р, С 180 1* 50 20 200 
2N61C Ge, p-n-p, C 180 1* 60 20 200 
2№65` Ge, р-п-р, С 125 1 20 16 100 
2N109 Ge, p-n-p, C 165 1 35 12 159 
AC125 Ge, p-n-p, С | 210 (500*) | 21,3 32 10 100 
EFT331 Ge, p-n-p, C | 130 (45°C) 1.3 32 12 250 
EFT332 Ge, р-п-р, С | 130 (45°C) 1,6 32 12 250 
EFT333 Ge, р-п-р, ‹ 130 (45°С) >. 32 12 250 
EFT341 Ge, p-n-p, C | 130 (45°C) 1,3 48 20 250 
EFT342 Ge, p-n-p, C 130 (45°C) 1,6 48 20 250 
EFT343 Ge, p-n-p, C | 130 (45°C) 2 48 20 250 
GC507 Ge, p-n-p, C 125 >0,3 32 10 125 (250*) 
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8 | 9 
<20 (24 В)| 50—100 (ЗВ: 2 MA 
<20 (24 В)| 80—200 (3 В; 2 мА 
<В (15 В)| 15—70 (6 В; 1 мА 
<15 (15В)| 25—120 (6 В; 1 мА 
4, 40 (10 B; 0,5 MA) 
90 (2 B; 3 MA) 
12 50 (2 В; 3 MA) 
12 50 (6 B; 1 MA) 
12 90 (2 B; 3 MA) 
15 49 (5 B: 1 MA) 
10 50 (6 Bs. 1 MAY 
14 35 (6 B; 1 MA) 
14 35 (6 B; 1 MA) 
10 44 (6 B; 1 MA) 
10 44 (6 В; | MA) 
6,5 70 (12 B; 2 MA) 
14 40 (6 B; 1 MA) 
10 12 (5 В; 1 MA) 
15 15 (5 В; 1 MA) 
10 20 (0,25 B) 
14 80 (6 В; 1 MA) 
14 80 (6 В; 1 MA) 
14 65 (6 В; 1 MA) 
10 85 (6 B; 1 MA) 
— 95 (5 В; 1 MA) 
8 31 (5 В; 1 MA) 
10 120 (5 В; 2 MA) 
<14 (12 В)| 70—270 (6 B;*1 мА 
<14 (12 B)| 70—270 (6 В; 1 MA) 
<12 (30 В)| 20—41 (5 B; 1 MA) 
<12 (30В)| 30—64 (5 В; 1 mA) 
<12 (30 В)| 44—88 (5 В: 1 mA) 
<50 (30 В)| 50—150 (5 В; 25 MA) 
<50 (30 В)| 80—200 (5 В; 25 мА) 
<50 (40 В)| 20—100 (5 В; 25 MA) 
<50 (60 В)| 20—80 (5 В; 25 мА) 
<50 (50 В)| 60—200 (5 В; 25 мА) 
<50 (70 В)| 30—150 (5 В; 25 MA) 

15 (20 В) 90* (100 мА). 

15 (20 В) 90* (100 мА) 

15 (20 B) 90* (100 мА) 

15 (20 B) 90* (100 MA) 

15 (20 B) 65* (100 MA) 

15 (20 B) 65* (100 MA) 

15 (20 B) 65* (100 мА) 

15 (20 B) 65* (100 MA) 

15 (20 B) 45* (100 MA) 

15 (20 B) 45* (100 мА) 

15.(20 В) 45* (100 мА) 

15 (20 B) 45* (100 MA) 

10 75 (5 В; 1 MA) 

14 (25 B) 65 (1 B; 50 MA) 
<10 (10В)| 80—170 (5 В; 2 MA) 
<15 (32 B)| 17—45*(1 В; 100 мА) 
<15 (32 В)| 35—65*(1 В; 100 мА) 
<15 (32 В)| 55—200*(1 В; 100 мА) 
<15 (48 В)| 17--45*(1 В; 100 мА) 
<15 (48 В)| 35—65*(1 В; 100 мА) 


<15 (48 В)|55—200*(1 В; 
<10 (6 В) |45—120* (6 В; 


<50 (5 


100.мА) 
10 мА) 
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TO40 
TOL 
TOI 


ТО 
TO29 


TOS 


TOS 
TOS 
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TOL 
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TOI 
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TG55 
2N653 
2N654 


2N655 
2N1175 
2N1924 
2N 1925 
2N1926 
АС121 


0С1074 
0С1077 


OC1079 
SFT321 
SFT 322 
SFT323 
T241 
T242 
T243 
2N 1303 


AC126 

AC132 

ЕЕТЗ11 
EFT312 
EFT313 
EFT321 
EFT322 
EFT323 


MI125 
MI125A 
MI125B 
MI126 
MI126A 
МП26Б 
N43 
N44 
АС!16 


ACY24 
OC77 
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125 
125 
125 
125 
125 
125 


125 
125 


120 


120 
175 
175 
175 
175 
175 
200 
200 


200 
200 
225 
225 
225 
300 


125 
125 


125 
200 
200 
200 
150 
150 
150 
150 


500* 
500* 
130 (45° C) 
130 (45° С) 
130 (45° С) 
130 (45° С) 
130 (45° С) 
130 (45° С) 


200 
200 
200 
200 
200 
200 
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26,2* 
>0,2* 
>0,5* 
>0,2* 
>0,2* 
>0,5* 
>0,5* 
>0,5* 


225 (45 °С)| 0,015** 
530* ne 


125 


2 0,35* 


125 (250*) 
125 (250*) 
125 (250*) 
125 (250*) 
125 (250*) 
125 (250*) 
125 (250*) 
125 (250*) 


125 (250*) 
250 
150 
150 
150 
150 
250 
250 


300 
125 (250*) 
300 (600*) 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
300* 
100 (200*) 
100 (200*) 
250 
250 
250 
250 
250 
250 


300* 
400+ 
400* 
300* 
400* 
400* 
300* 
300* 


200 
300 
250 


9 
<10 (6 B) | 65—220*(6 B; 10 MA) 
<10 (6 B) >45*(6 B; 10 MA) 
<10(6B) | 20—40 (6 В; 1 MA) 
<10 (6 B) 30—60 (6 B; 1 MA) 
<10 (6 B) | 50—100 (6 B; 1 MA) 
<10 (АВ) | 75—150 (6 В; 1 MA) 
<10 (6 B) | 125—250 (6 B; 1 MA) 
<10 (6B) | 50—250*(6 В; 10 MA) 
<10 (6 B) | 50—250*(6 В; 10 MA) 


я B)|60—160*(1 В; 100 мА) 
5 


110 (6 B; 1 MA) 


15 30 (6 B: 1 MA) 
15 50 (6 B; 1 MA) 
15 80 (6 B; 1 MA) 


<18 (15 B)| >28*(0,5 В; 100 MA) 
<18 (15 В)! >18*(0,5 В; 100 MA) 


<18 (15 В)|>18*(0,5 В; 100 мА) 

<20 (12 B)| 30—120*(6 В; 10 MA) 
<20 (12 B)}15—120*(0,7B; 250мА) 
<20 (12 В)|15—120*(0,7В; 250мА) 


<20 (12 В) 
<20 (12 B) 
<15 (25 В) 
<15 (25 В) 


<15 (25 В) 
<15 (25 В) 
<10 (45 В) 
<10 (45 В) 
<10 (45 B) 
<25 (20 B) 


<20 (9 B) 
<10 (10 B) 


<20 (12 B) 
<15 (10 B) 
<15 (10 B) 


<15 (10 B)}60—150*(1 В; 
<15 (32 В)|20—110*(1 В; 
<15 (45 В)|20—110*(1 В; 


30—120 (6 В; 10 MA) 
30—120 (6 В; 10 MA) 
30—70 (6 B; 1 MA) 
50—125 (6 B; 1 MA) 


100—250 (6 В; 1 MA) 
70—140*(1 В; 20 мА) 
34—65*(1 В; 20 MA) 
53—90*(1 В; 20 мА) 
72—191*(1 В; 20 MA) 
30—250* (0,5 В; 
100 мА) 
60*(6 В; 5 MA) 
>45*(5,4; 10 мА) 


35—110*( 6 В; 50 MA) 
20—44*(1 В; 100 мА) 
40—66*(1 В; 100 мА) 
100 мА) 
100.мА) 
100 мА) 


<15 (60 В)|20—110*(1 В; 100 MA) 
>10*(0,35 В; 200 MA) 


< >100 (5 В; 2 MA) 

$200 (32 B) 135*. (20 MA) A 
<15 (18 7—45*(1 В; 100 MA) 
= te т 35—65*(1 В; 100 мА) 
<15 (18 В)|55—200*(1 В; 100 мА) 
<15 (24 В) 17—45*(1 В; 100 мА) 
<15 (24 В)| 35—65*(1 В; 100 мА) 
<15 (24 В)|55—200*(1 В; 100 MA) 


— 


<75 (40 В) 
<75 (40 B) 
<75 (40 B) 
<75 (70 В) 


13—25 (20 В; 2,5 MA) 
20—50 (20 В; 2,5 мА) 
30—80 (20 В; 2,5 мА) 
13—25 (35 В; 1,5 мА) 


<75 (70 B)| 20—50 (35 В; 1,5 MA) 
<75 (70 B)| 30—80 (35 В; 1,5 мА) 
16 (45 В) >30 (5 В; 1 MA) 
16 (45 В) 25 (5B; 1 MA) 
<8 (6B) | 55—140 (6 В; 4 MA) 
<12 (25В)| 50* (5 В; 30 мА) 

10 245 (5,4 В; 10 MA) 

4—341 


Продолжение 


ыы 1,8 ых baie 

— < 1:8 — — 

вы <9,5 |< (1 кГц) = 

-- <2,5 |<12 (1 кГц) ыы 

— <1,8 |<12 (1 кГц) “ee 

— <1,8 |<12 (1 кГц) — 

— <1,8 |<12 (кГц)  — 

= <2 ыы а 

= m2 ea = 

25 (6 B) <3,5 — — 

25 (6В) — <15 (1 кГц) — 

25 (6 В) — <15 (1 кГц) = 

25 (6 В) — <15 (1 кГц) — 

— — <20 (1 кГц) = 

- <1,5 = и 

ies <1,5 as pa 

10 (6 B) — 10 (1 кГц) — 

10 (6 B) — 10 (1 кГц) > 

10 (6 B) — 10 (1 кГц) sae 

10 (6 B) — ies ыы 

<30 (5 В) <5,5 аня — 

<30 (5 В) | <5,5 == — 

<30 (5 В) <5,5 — — 

<40 (5 В) «3 — — 

— <2 <30 (1 кГц) = 

РР <3 me == 

— <2 <15 (1 кГц) — 

40 (6В) — = saci 

40 (6 B) — ios = 

40 (6 B) _ — — 

25 (6 В) — ыы ace 

25 (6 B) — baie ror 

25 (6 B) — ых om 

32(6B) | <3,5 = x 

32 (6 B) — 3.0 — — 

32 (6 В) <3,5 — — 

32 (6В) = me яя 

32 (6 В) — ыы a 

32 (6 B) = oe ee 
<20 (20В)| <2,2 — 1 к<1500* 
<20 (20 В)| <2 — th <1500* 
<20 (20В)| <1,8 — tT <1500* 
<15 (35 В)| <2,2 — 1к<1500* 
<15 (35 В)| <2 — #1к<1500* 
<15 (35 В)| <1,8 — 1к<1500* 

60 (5 В) — <24 (1 кГц) = 

60 (5 В) — <24 (1 кГц) — 


— 
— 
— 


РТ 


ТО33 


TOI 
TOL 
TOI 
TOL 
ТО 
TOL 
TOI 
TOL 


{2 bt bv 


bho 


R32 
R32 


ХЭ 
ТО18 
R8 
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4 

2SB172 Ge, p-n-p, C 125 ыы 
2SB176 Ge, p-n-p, C 125 1,4* 
MA909 Ge. р-п-р, С 150 0,6* 
MA910 Ge, p-n-p, C 150 0,6* 
2SB 136 Ge, p-n-p, C 150 0,8* 
2$В136А Ge, р-п-р, С. 150 0,8* 
2N186A Ge, p-n-p, C 200 OLR" 
2N189 Ge, p-n-p, C 200 0,8* 
2N190 Ge, p-n-p, C 200 \* 
2N19 1 Ge, p-n-p, C 200 1,2" 
GCl12 Ge, p-n-p, C 120 20,3 
($112 Ge, р-п-р, С 120 — 
2SB263 Ge, p-n-p, C 200 1,5* 
2SB201 Ge. p-n-p, С 160 >0,2* 
2SB 200 Ge, p-n-p, C 210 0,5° 
MI142 Ge, p-n-p, C 200 ae" 
МП42А Ge, р-п-р, С 200 >21,0* 
MI1425 Ge, p-n-p, C 200 Bt bd 
ASY26 Ge, p-n-p, C 150 >4 
2N404 Ge, p-n-p, C 150 >4* 
MM404 Ge, p-n-p, C 150 >4* 
ASY70 Ge, p-n-p, С | 250(900*) 1,5 
OC1076 Ge, p-n-p, C 125 20,35" 
ASXI1 Ge, p-n-p, C 150 >4,5* 
ASX12 Ge, p-n-p, C 150 >5,5° 
AF 266 Ge, p-n-p, С 125 4,5 
AT270 Ge, p-n-p, ee 430* 4 
AT275 Ge, p-n-p, С. 430* 4 
2№1353 Ge, p-n-p, С 200 3,5% 
2N1354 Ge, p-n-p, = 200 4,5* 
ASY31 Ge. ны C 125 >4* 
2123 Се, Ир С 150 3* 
24581 G cite 150 8* 
2№1681 de pate 180 >5* 
GS109 Ge, p-n-p, С 100 — 
<$11 Ge, p-n-p, igs 100 — 
ASY 33 Ge, p-n-p, С. 150 >2 
ASY 34 Ge, p-n-p, C 150 2 
ASY 35 Ge, p-n-p, C 150 2 
2SB40 Ge, p-n-p, С 80 О 
МПЗ5 Ge, п-р-п, С 150 20,5 
MII36A4 Ge, n-p-n, C 150 es ke 
MI137 Ge, n-p-n, C 150 Зы 
МПЗ7А Ge, п-р-п, ее 150 ыы 
МПЗ7Б Ge, n-p-n, С 150 > 
MI138 Ge, п-р-п, С 150 pat 
MII38A Ge, n-p-n, С 150 >2* 
2N193 Ge, n-p-n, C 150 3* 


50 


20 


— RD — 
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125 
125 
200 
200 
150 
300 
200 
200 


200 
200 
150 
200 


150 
140(400*) 
400* 


150* 
150* 
150* 
200(300*) 
150 
150 
300 
125(250*) 
250 


250 
100 
250 
250 


200 
200 


200 
125 


100 
200 
50 


50 


200 
200 
200 
100 


20 (150*) 
20 (150*) 
20 (150*) 
20 (150*) 
20 (150*) 
20 (150*) 
20 (150*) 


50 


Продолжение 











| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 
12 50* (1B; 100 MA) — — — — ТО! 
12 100*(1В; 100 мА) — — — — TOL 
50 >20(0,25В; 5 MA) — — — — TOS 
50 >20 (0,25B; 5 MA) — — — — ТО5 
10 120* (1,5 В; 50 MA) — — — — TOI 
10 120* (1,5B; 50 MA) — — — — TOI 
16 24* (1B; 100MA) 40 — — — R32 
16 32 (5B; 1 MA) 60 — — —- R32 
16 42 (5 B; 1 MA) 49 — — — R32 
16 67 (5B; 1 MA) 40 — = — R32 
<18 (15 В)| >10(5 В; 2 MA) — — — — А1 
<15 {15 B)} >28 --140*(0,5В; — < <25(1 кГц)| <900* Al 
0,2 A) 
14 (12 B) 60 (6B; 1 MA) — — 20 — TOL 
<30 (12B)/40—-300*(1B; 0,15A), — < 1,3 = 1400* ТО5 
<40 (12 В)|30—150*(1В, 0,15А) — зы = — R10 
= 20—35* (1B; 10 мА) — <20 is ty <2000", 2 
— 30—50* (1 В; 10мА) — <20 — 1к<1500* 2 
— 45—100*(1 В; 10мА) — <20 -- tr 1000" 2 
<7 (30 B) | >30*(1 B; 10 MA) | <16 (5 B) <10 — <1350* TOS 
<5 (12 В) [>40*(0,25В; 20 мА)| <20 (6 В) <3 — ‘1к<500* | TOS 
<5 (12 В) 135 (6B; 1 MA) <20 (6 B) <13 — ‘1к<490* | ТО!8 
<10 (10В)| 47 (0,5 В; 2мА) | <40 (5 В) <3 = 1к<2500* TOL 
<16 (10 В)|->>45*(5,4 В; 10 мА) — <3 — — TOI 
<10 (30 В)|35—80*{0,5В;10мА) — < 32 = ‘1к<260* | TOS 
<10 {24 В)| 50—120*(0,5В; — «30 ae 1к<220* | TOS 
10мА) 
<3 (18 В) 50—150 (1,5 B; <18 (6B) — — — TOI8 
10мА) 
<20 (40 В)| 25—130*( 0,5 В; <20 — == — ТО! 
10 мА) 
<20 (25 В)| 25—130* (0,5 В; <20 — ыы = TOS 
10мА) 
6 70* (1 В; 10 MA) 12 4 — 11«<1580*| TOS 
6 70* (1 B; 10 MA) 12 4 _ ty, 1660") TOS 
3 >30* (20 MA) 16 — — — R9 
6 75* (1B; 10 мА 14 <20 sas 900* R32 
20 30* (0,3 B; 20 мА) 12 — — — TOS 
25 75 (0,25 B; 10 MA) <20 10 ee 950* TOS 
<15 (15 B) cae (0,5 B; | <15 (6B) <10 <25 (1 кГц)| 1,5* мкс | Al 
50 мА) 
<15 (15 В)| 28—140* (0,5 В; | <15 (6 В) — — 1,5* мкс Al 
50 MA) 
— 20—200* (1В;10 мА)| <18 (5 В) <4 = — ТО5 
— 20—200*(1B; 10 MA)| <35 (5 В) <5 = <2700** ТО5 
— 30—300*(1В; 10 мА)| <20 (5 В) <4 — <2500** ТО5 
< 10 (12 В)| 43—200*(1B; 0,1 A) — <2,5 — 600* TOI 
<30 (5 B) | 13—125 (5 В; 1 MA) = ры = 290*%* 2 
<30 (5 В) | 15—45 (5 В; 1 MA) = — <10 (1 кГц)| <220*** 2 
<30 (5 В) | 15—30 (5 В; 1 MA) — Е = <220*** 2 
<30 (5 B) | 15—30 (5 B; 1 MA) — — — <220*** 2 
<30 (5 B) | 25—50 (5 В; 1 MA) — — oe <2720%"* 2 
<30 (5 B) | 25—55 (5 B; 1 MA) — — ne <220*** 2 
<30 (5 B) | 45—100(5B; 1 MA) — — — <220*** 2 
50 7,5 (6B; 1 wA) il — — — TO22 





PK max’ р, О КБОпроб, 


* 6 ГК тах, 
Условное | Материал, |Р | г. Lee 
обозначе- | структура, ide te ne КЭКпроб» | Y3B проб,| ;* 
HHe технология ror lo B К, и max 
K,H max, h2l9 КЭО проб’ MA 
MBT МГц В 
1 2 3 4 5 6 7 
2N444 Ge, n-p-n, C 100 >0,,5" 15 10 50 
2N444A Ge, n-p-n, C 150 >0,5* 15 10 50 
2N445 Ge, n-p-n, C 150 oo 15 10 50 
2№445А Ge, п-р-п, С 150 >2* 30 10 50 
2SD75 Ge, n-p-n, C 150 4* 25 12 100 
2SD75A Ge, n-p-n, C 150 4* 45 12 100 
T321N Ge, n-p-n, C 150 0,8* 32 12 150 
T322N Ge, n-p-n, C 150 >1* 32 12 150 
T323N Ge, n-p-n, C 150 >1,2* 32 12 150 
AC183 Ge, n-p-n, C 250 ao 32 20 150 
GC525 Ge, n-p-n, C 130 (45° C) 1,2 15 10 125 (250*) 
GC526 Ge, n-p-n, С | 130 (45° С) 1,2 32 10 125 (250*) 
GC527 Ge, n-p-n, C | 130 (45° C) 1,4 32 10 125 (250*) 
101INU70 Ge, п-р-п, С 30 >0,2* 10 — 100% 
102NU70 Ge, n-p-n, C 50 >0,5* 20 — 100* 
103NU70 Ge, n-p-n, C 50 >0,5* 20 — 100* 
1044070 | Се, п-р-п, С 50 >0,5* 20 — 100* 
1054970 |Се, п-р-п, С 125 >0,6* 32 10 10 (50*) 
1064970 | Се, n-p-n, С 125 >0,8* 32 10 10 (50*) 
107NU70 | Ge, п-р-п, С 125 >1* 32 10 10 (50* 
1524070 |{Ge, n-p-n, С 50 >2,5* 10 5 5 (10*) 
1534070 ае, п-р-п, С 50 >1 10 5 5 (10*) 
154NU70 Ge, n-p-n, C 50 >2,5* 10 5 5 (10*) 
155NU70 Ge, n-p-n, C 83 >3 15 8 10 (20*) 
25031 Ge, п-р-п, С 125 — 25 10 125 
25032 Ge, п-р-п, С 125 — 25 10 125 
2SD33 Ge, n-p-n, C 150 Q* 20 2.5 50 
2SD37 Ge, n-p-n, C 150 2* 30 12 50 
2SD195 Ge, n-p-n, C 150 >2,5** 20 15 50 
2N94 Ge, p-n-p, С 150 9 20 — 100 
П29 Ge, р-п-р, С | 30 (60° С) | >5* 10* 12 (имп. ) 100* 
П29А Ge, р-п-р, С 30 (60° С) | >5* 10* 12 (имп.) 100* 
1130 Ge, р-п-р, С | 30 (60° С) | >10* 10* 12 (имп,) 100* 
OCc41 Ge, p-n-p, C 83 4 16 — 50 
OC42 Ge, p-n-p, C 83 7 16 — 50 
AFY15 Ge, p-n-p, C 65 16 22 8 50 
AF260 Ge, p-n-p, C 75 5 15 — 10 
АЕ261 Се, р-п-р, С 75 12 15 — 10 
2SA50 Ge, p-n-p, C 55 9* 18 12 24 
КТ201А Si, n-p-n, ПЭ | 150 (90° С)] >10 20 20 20 (100%) 
КТ201Б Si, п-р-п, ПЭ | 150 (90° C)} >10 20 20 20 (100*) 
KT201B $1, n-p-n, ПЭ | 150 (90° C)| >10 10 10 20 (1 00*) 
КТ201Г Si, n-p-n, ПЭ | 150 (90° С)| S10 10 10 20 (100*) 
KT201 7, $1, п-р-п, ПЭ | 150 (90° С)| >10 10 10 20 (100*) 
2N2617 Si, n-p-n, C 250 > 25 10 100 
2N2432 Si, n-p-n, ПЭ 300 >20 30 25 100 
2N2432A Si, n-p-n, ПЭ 300 >20 45 18 100 
2N4138 Si, n-p-n, ПЭ 300 >20 30 15 100 
KT104A $1, р-п-р, ПЭ | 150 (60° С)| >5* 30 10 50 
KT1045 $1, p-n-p, ПЭ | 150 (60° С)| >d* 15 10 50 
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Продолжение 


у 








6 Ск, пс 
" 
*% 
ТКБО,» Пт, 121 Ск, Сто», "KS Hac? Ку, as Kop- 
MKA пФ Ом AB t HC nyc 
выкл?’ 
aK 
гб , Ом 
8 9 10 11 12 13 14 
>. 15 (4,58; 1мА) 13 — — НИЕ ТО5 
4 >15 (4,5 В; 1мА) — — — — ТО5 
2 35 (4,5 В; 1 MA) 13 — sass in TOS 
4 35 (5 B; 1 MA) — — — sei TOS 
14 oe) 40 (6 B; 1 MA) 42 = <15 eae ТО! 
40 (6 В; 1мА) 42 = <20 = то! 
1 <15 tio В)| 20—44 (6B: 1мА) | 45 (6B) = г. a TOL 
| <15 (10 B)| 32—85 (6 В; 1мА) | 45 (6 B) _ = an ТО 
<15 (10 В)|55—200 (6 В; 1мА)| 45 (6 В) ont coin coe TOL 
<20 (10 В) |50—250 (6 B; 2 мА)| 80 (6B) — <10(1 кГц) — TOIA 
<12 (6 B) |20—150 (6 B; 1 MA) <2 <10(1 кГц) — Аб 
<12 (6B) |20—150 (6 В; 1 MA) — «<2 <10(1 кГц) Аб 
<12 (6 В) |50—150 (6 В; 1 MA) — <2 <6 (1 кГц) — Аб 
<20 (5В)| >6 (5B; 1 мА) — и ~~ ‘AG 
15 (5 B) |12—20 (5 Bi 1 MA) — — — — Аб 
<10(5B) | >20 (5 В; 1мА) — — — — Аб 
<10 (5В) |*>20 (5 В; 1мА) — — <15 (1 кГц) — Аб 
<12 (4,5В)120—40(2 В; 0,5 МА) — — <10 (1 кГц) — Аб 
<12 (4,5В)| 30—75 (2B 3; ЗмА) — — <10 (1 кГц) — Аб 
<12 (4,5B)} 65—130 (2 В; ЗмА) — — <10 (1 кГц) — Аб 
<10 (5 В)—| 20—100(5B; 0,5мА)! <26 (6 В) — <10 (1 кГц) — Аб 
<10 (5 B) |10—40(5 В; 0,5 MA)| <26 (6 В) = <20 (1 кГц) — Аб 
<10 (5B) |20—100(5B: 0,5 MA)| <26 (6В) — <20 (1 кГц) a Аб 
<2 (2В) |25—125 (6 В; 1мА)| <14 (6B) — — 200*** A6 
15 50* (1 B; 2 MA) — a = i TOL 
15 90* 1 B; 2 MA) — — — — TOl 
14 60 (6 B; 1 MA) — — — — ТО! 
14 60 (6 B; 1 MA) 30 — — — ТО! 
14 70* (1 В; 50 мА) — — — ТО 
50 50* (6 В; 1 MA) 100 TO22 
<4 (12 B) | 20—50(0,5B; 20мА)| <20 (6 В) <10 = < 6000 2 
<4 (12 В) |40—100(0,5В; 20мА)| <20 (6 В) <10 soa <6000 2 
<4 (12 B) 180—180(0,5В 20мА)| <20 (6 B) <10 — <6000 4 
— 35(50мА) — — — — R8 
= 70* (50 MA) — — > — R8 
1(6B) |30—250 (6B; 0,5мА) — — — — ТО 18 
<3 (15 В) |25—150 (6 В; 1 мА)| <14 (6 В) — = — TO18 
<3 (15 В) | 50—150 (6 B; 1мА)| <14 (6 B) — — — ТО!8 
<3 (12 В) 130—150*(1В; 24 мА) — <8 = 100* ТО! 
<! (20В) | 20—60 (1B; 5мА) | <20 (5В) вы ме — 5 
<! (20В) | 30—90 (1 В; 5мА) | <20 (5 В) — — — 5 
<! (10В) | 30—90 (1В; 5мА)| <20 (5 В) — — — 5 
<1 (10В) |70—210 (1B; 5 мА) | <20 (5 В) — — — 5 
<1 (10В) | 30—90 (1 В; 5мА) | <20 (5 B) — <15 (1 кГц) — 5 
0,1 >25 (6 В; 1МА) 80 ых а — R8 
<0,0] (20B)|>50* (5 B; 1 MA) <12 «15 — — TOL8 
<0,01(40B)} >50 (5 В; 1 MA) «12 15 — — ТО18 
<0,01(208В)| >50 (5 В; 1 MA) <12 «13 — — TO46 
<1 (30 B) | 9—36 \5 B; 1 MA) | <50 (5B) <50 ce — 6 
<1 (15 В) | 20—80 (5 В; 1мА)| <50 (5 В) <50 — — 6 
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KT104B 
КТ! 040 


BSZ10 
BSZ11 

2N 1643 
2N1024 
OC200 
OC 201 


OC202 
2N 1220 
2N1 222 
2N1223 
2N 1027 
2N1219 
2N 1221 
2N1028 


KT203A 
КТ203Б 
KT203B 


BSZ12 
2N943 
2N944 
2N 2274 
2N2275 


2N2276 
2N2277 
2N923 
2N924 
2N°372 
2N2373 
OC203 


KT208A 
КТ208Б 
KT208B 
КТ208Г 
КТ208Д 
КТ208Е 
КТ208Ж 
КТ208И 
KT208K 
KT208J1 
KT208M 


BCY10 
ВСУИ 
BCY12 
SFT307 
SFT308 
EFT308 


BCY90 
BCY91 
BCY92 
BCY93 
BCY94 
BCY95 
TCH98 
TCH99 


OC206 
ОС204 
OC207 
OC205 
BCY30 
BCY3l 
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вы QOOOOGHHAa собооо 


бооосбоо QANAAND 


‚ ПЭ 150 (60° С) 
ПЭ [150 (60° С) 


250 
250 
250 
250 
250 
250 


250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
250 


150 (75 °С) 
150 (75 °С) 
150 (75 °С) 


250 
250 
250 
150 
150 


150 
150 
150 
150 
150 
150 
250 


200 (60° С) 
200 (60° С) 
200 (60° C) 
200 (60° C) 
200 (60° C) 
200 (60° C) 
200 (60° С) 
200 (60° С) 
200 (60° С) 
200 (60° С) 
200 (60° С) 


300 (415*) 
300 (415*) 
300 (415*) 


150 
150 
150 


350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 
350 


300 
300 
300 
300 
250 
250 


25 


50 
50 


50 

50 

50 

100 
50 (100*) 
50 (100*) 


50 (100*) 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 


10 (50*) 
10 (50*) 
10 (50*) 


50 (100*) 
300 (500*) 


300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 {500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 


250 (500*) 

250 (500*) 

250 (500*) 
100 
100 
100 


50 (100%) 
50 (100*) 
50 (100*) 
50 (100%) 
50 (100%) 
50 (100%) 
50 (100*) 
50 (100%) 


250 
250 
250 
250 

50 (150*) 

50 (150*) 


Продолжение 











| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 
<1 (15 B) | 40—160 (5 B; 1 MA) | <50 (5 B) <50 = = 6 
<1 (30 В) 15—60 (5 B; | MA) | <50 (5 Bj <50 = ыы 6 
<0,1 (10В)| 15—60 (6 В; | MA) | <80 (6 В) <47 8 (1кГц) a TOI8 
<0,1 (10 B)| 25—60 (6B; 1 MA) | <80 (6 B) <47 6 (1кГц) — TOI8 

0,001 18 (6B; 1 MA) 50 ions sais = TOS 
0,025 15 (6 B; 1 MA) 7 = ol = TOS 
0,5 15—60 (6 В; 1 MA) — <27,5 — = R8 
0,5 20—80 (6 B; 1 MA) — <27,5 — = R8 
0,5 40—120 (6 B; 1 MA) — <27,5 — = R8 
0,1 >9* (0,25 B; 5 MA) <18 ck ses a TOS 
0,1 >9 (6 B; 1 MA) «18 ыы = eee TOS 
0,1 >6 (6 B; 1 MA) <18 se as = TOS 
0,025 30 (6 B; 1 MA) 7 aes aa a TOS 
0,1 >18* (0,75 В; 5 MA) <15 р _ ыы ТО5 
0,1 >18 (6 В; 1 MA) <15 — — — TOS 
0,025 > 9(6 В; 1 MA) 7 — _ = TOS 
<! (60 В) >9 (5 В; 1 MA) <10 (5 B) = a = 18 

<1(30B) | 30—150 (5B; 1 MA) | <10 (5 B) <50 ре =. 18 
<1(15B) |30—200 (5В; 1 мА) | < 10 (5 В) <25 = cise 18 
<0,1 (10В)| >10 (58; 1мА) |<80 (6 В) <47 ay BEM) oe TOI8 

<100 (40 B)| >10 (6B; 1 мА) <14 (6 В) — — — TOI8 
<100 (40 B)| >10 (6В; 1мА) | <14 (6B) — — sisi TOI8 

0,003 (10 B) | >10* (0,5 В; 5мА) <9 — — ыы ТО18 
0,003 (10 B) | >Ю* (0,5 В; 5 мА) <9 — — sa TOI8 
0,003 (10B) | >10*(0,5 В; 5 mA) <9 ee ne _ TOIS 
0,003 (10B) | >10*(0,5 B; 5 MA) <9 = НВ = ТО! 

50 21 (6 В; 1 MA) <20 — — — TOI8 
50 47 (6 B; 1 MA) <20 — — => TOI8 
50 >15 (4 B; 25 MA) 15 — — a TOI8 
50 >20 (4 B; 25 MA) 15 — — Ее TOI8 
1,5 10—60 (6 B; 1 MA) — <2,75 — a R8 
<1(20,B) | 20—60* (1B; 30 мА) | <50(10B)} <1,3 = om 20 
<1(20B) |40—120* (1B; 30мА) | <50 (10В)| <1,3 — a 20 
<l (20 B) | 80—240* (1B; 30мА) | <50(10B)) <1,3 <4 (1 кГц) ink 20 
<1(20B) | 20—60*(1 В; 30мА) | <50 (10B)) <1,3 — = 20 
<! (20 В) | 40—120*(1 В; 30мА) | <50 (10В)| <1,3 — = 20 
<! (20В) |80—240*(1В, 30мА) | <50 (10В)| <1,3 <4 (1 кГц) — 20 
<! (20В) | 20—60*(1 В; 30мА) | <50 (10В)| <1,3 — — 20 
<1 (20В) | 40—120*(1B; 30 мА) | <50 (10В)| <1,3 —- an 20 
<1 (20B) | 80—240*(1B; 30мА) | <50 (10В)| <1,3 <4 (1кГц) — 20 
<! (20В) | 20—60*( 1В; 30 мА) | <50 (10 В)! <1,3 — = 20 
<1(20B) | 40—120*(1B; 30 mA) | <50 (10 B)} <1,3 — ны 20 
<0,02 (6В)| >12* (2 В; 30мА) | 90 (6B) <4 <20(1 кГц) -- R8 
<0,02 (6B) | >12* (2 В; 30мА) | 90 (6B) <4 <20(1 кГц) — ЮЗ 
<0,02 (6 В)| 40* (2B; 30мА) 90 (6 В) <4 <20(1 кГц) — R8 
<10 (18 В} | 25—120 (6 В; 1 MA) | <П (6 B) — 6 (1 кГц) — ТО! 
<10 (18 В) | 40—180 (6 В; 1 MA) | <П (6 В) — 6 (1 кГц) — TO! 
<15 (15 B) | 40—160 (6 В; 1 MA) | <!2 (6 B) — es TOL 
‚ < 0,002(15В)| 10—35 (6 В; 1 MA) 4 <10 4 (1 кГц) a ТО 18 
<0,002(15B)} 25—60 (6 В: 1мА) 4 <10 4 (1 кГц) > TOI8 
<0,002(15B)} 40—100 (6 B; 1 мА) 4 <10 4 (1 кГц) 200* TOI8 
0,002(15B) | 10—35 (6B: 1 MA) 4 <10 4 (1 кГц) = ТО18 
0,002(15B) | 25—60 (6B: 1 мА) 4 < 10 4 (1 кГц) — TOI8 
<0,002(15B)} 40—100 (6 В; 1 MA) 4 <10 4 (1 кГц) 200* TOI’ 
‚ |< 0,002(15В)| >80 (6B; 1 MA) 4 <10 4 (1 кГц) 200* TO18 
‚ |< 0,002(15В)| 80 (6 В; 1 MA) 4 <10 4 (1 кГц) 200* TOI8 
0,5 >16*(1 В; 150 MA) — <2,75 | зы — R8 
0,5 10—30*(1B; 150 MA) — <2,75 — — R8 
0,5 12—70*(1B; 150 MA) — <2,75 = — R8 
0,5 10—50*(1B; 150 MA) — <2,75 к — R8 
= ‚05 (6 B)| 10—35*(4,5В: 20мА) | <60 (GB)! <27,5 <20 (1кГц) — ТО5. 
<0,05 (6 В)1 15—60*(4,5В; 20мА 1 < 60 (6B)! <927,5 <20 (1кГц) — ТО5 





BCY32 
BCY33 
BCY34 


KT209A 
КТ209Б 
KT209B 
КТ209Г 
КТ209Д, 
KT209E 
KT2092K 
KT209H 
KT209K 
KT209/1 
KT209M 


MPS404 
MPS404A 


KT501A 
КТ501Б 
KT501B 
KT501T 

КТ501Д 
KT501E 

KT5012K 
KT501H 
KT501K 
KT501 J1 
КТ501М 


BCY38 
BCY39 
BCY40 
BCY54 


SFT124 
SFT125 
SFT130 
SFT131 
T143 
7144 
T145 
T146 


BCY90B 
BCY9IB 
BCY92B 
BCY93B 
BCY94B 
BCY95B 
TCH98B 
TCH99B 


ГТ310А 
ГТ310Б 
ГТ 310В 
ГТ310Г 
ГТ310Д 
ГТ310Е 
2N 128 

2SA107 
2S A106 
2SA105 
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Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 


Si, p-n-p, 
Si, р-п-р, 
Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 
Si, р-п-р, 
Si, p-n-p, 
Si, р-п-р, 
Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 
Si, р-п-р, 
Si, p-n-p, 


Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 


Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 
Si, р-п-р, 
Si, р-п-р, 
Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 
Si, р-п-р, 
Si, р-п-р, 
$1, р-п-р, 
Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 


Si, р-п-р, ПЭ 


Si, р-п-р, 
Si, р-п-р, 
$1, р-п-р, 
Si, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, р-п-р, 
Ge, р-п-р, 
Ge, p-n-p, 


$1, p-n-p, ПЭ 


Si, p-n-p, 
Si, р-п-р, 
Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 
Si, р-п-р, 
Si, p-n-p, 
Si, p-n-p, 


оз 


{в 
£ 
hy 
sag 
3s 


io) 

A 
333333 
заза 


о 
2 

3 
3 
BV 


* 


~~ 


* 


. 


ПЗ 


250 
250 
250 


200(35° С) 
200(35° С) 
200(35° С) 
200(35° С) 
200(35° С) 
200(35° С) 
200(35° С) 
200(35° С) 
200(35° С) 
200(35° С) 
200(35° С) 


310 
310 


350 (35° С) 
350 (35° С) 
350 (35° С) 
350 (35° С) 
350 (35° С) 
350 (35° С) 
350 (35° С) 
350 (35° С) 
350 (35° C) 
350 (35° C) 
350 (35° С) 


410 
410 
410 
410 


350 
350 
550 
550 
350 
350 
550 
550 


400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 


20 (30° С) 
20 (30° С) 
20 (30° С) 
20 (30° С) 
20 (30° С) 
20 (30° С) 


35 
35 


ны 


Opts 
on 


Aaa слел лад ля oOooe 
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OD PORE 
фесл сл бл 


COM COMO MOM 


COOSO COOO AMAA 
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VVVVVVVV VVVV VVVVVVVVVVV 


ое 


50 (150%) 
50 (150*) 
50 (150*) 


300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500%) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500%) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 


150 
150 


300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 
300 (500*) 


250 (500*) 
250 (500*) 
250 (500*) 
250 (500*) 


500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 


50 (150*) 
50 (150*) 
50 (150*) 
50 (150*) 
50 (150*) 
50 (150*) 
50 (150*) 
50 (150*) 


Маломощные транзисторы высокой 


PL pet it Fy 


— 


Продолженив 





<0,05 (6 В)| 20—70*(4,5B;20MA) | <60 (6В) | <27,5 | <20(1 кГц ыы TO5 
<0,05 (6 B)| 10—35*(4B; 20 MA) | <60 (6B) | <27,5 | <20(1 кГц) _ TOS 
<0,05 (6 B)| 15—60*(4,5B;20MA) | <60 (6B) | <27,5 | <20(1 Kru) = TOS 
<1* (15 В) | 20—60*(1B; 30 мА) | <50 (10В)| <1,3 ыы = 14 
<i* (15 B) | 40—120*(1B; 30 MA) | <50 (10В)| <1,3 is on 14 
<1* (15 В) | 80—240*(1B; 30 мА) | <50 (10В)| <1,3 <5(1 кГц) os 14 
<1* (30 B) | 20—60*(1 В; 30 MA) | <50 (10В)| <1,3 — ыы 14 
>1* (30 B) | 40— 120* (1B; 30MA) | <50 (10B)| <1,3 г ae 14 
<1*(30 В) | 80—240*(1B; 30мА) |<50 (10 В) | <1,3 <5(1 кГц) oe ia 
<1#(45 В) | 20—60*(1 В; 30 MA) |<50 (10 В) | <1,3 =. — id 
<1*(45 B) 40—120*(1B; 30мА) |<50 (10 B) <1,3 = сы 14 
<1*(45 В) | 80—160*(1B; 30 мА) |<50 (10В) | <1,3 <5(1 кГц) = 14 
<1*(60 В) | 20—60* (1B; 30 MA) |<50 (10 В) | <1,3 ae Be 14 
<1*(60 В) | 40—120*(1B; 30 мА) |<50 (10B) | <1,3 oe 14 
<0,1(10 B) eS 15B; |<20 (6B) <12 sd 155* TO92 
M 
0,1 30—400*(0,15 В; |<20 (6 B) <12 ie 155* TO92 
12 MA) 
<1* (15 B) | 20—60*(1 В; 30 MA) [<50 (10 В) | <1,3 as м 00 
<1* (15 В) | 40—120*(1B; 30мА) |<50 (10 В) | <1,3 — — 20 
<1* (15 В) | 80—240*(1В; 30мА) |<50 (10 В) | <1,3 <A(1 кГц) es 20 
<1* (30 B) | 20—60*(1 В; 30 мА) |<50 (10 В) | <1,3 — se 90 
<1* (30 B) | 40—120*(1В; 30 мА) |<50 (10 B) | <1,3 — — 20 
<1* (30 В) | 80—240*(1B; 30мА) |<50 (10В) | <1,3 <4 (1 кГц) — 20 
<1* (45 В) | 20—60* (1B; 30 MA) |< 50 (10В) | <1,3 — — 50 
<1¥* (45 В) | 40—120*(1B; 30мА) |<50 (10 B) | <1,3 seg ae 50 
<1*(45 В) | 80—240*(1B; 30мА) |<50 (10 В) | <1,3 <4 (1 кГц) oa 90 
<1*(60 B) | 20—60* (1B; 30 MA) |<50 (10 B) | <1,3 — = 20 
<1*(60 В) | 40—120*(1B; 30мА) |<50 (10 B) | <1,3 — = 50 
<0,001(6B)| >12* (1B; 150 mA) |<150 (6 B) | <7 <20 (1 кГц) — TOS 
<0,001(6B)} >12* (1 B; 150 MA) |<150 (6 B) | <7 <20 (1 кГц) — TOS 
<0, 001(6B)| >22* (1 B; 150 mA) |<150 (6 B) | <7 <20 (1 кГц) — TOS 
<0,001(6B)| 22—100*(1B; 150мА) |<150 (6 B) | <7 <20 (1 кГц) — ТО5 
<20(24 В) | 20—40* (1B; 250мА) — — — — R13 
<20 (24 В) | 40—150*(1В;250мА) ~- — — — R13 
<20 (24 В) | 20—44*(1В; 250MA) — <1 — ss R13 
<20 (24 В) | 40—150*(1В;250мА) — <1 == ass R13 
<20 (45 B) | 20—44*(1В; 250мА) — <l 5 (1 кГц) — R13 
<20 (45 В) | 40—80*(1B; 250MA) — <1 5 (1 кГц) — R13 
<20 (45 В) | 20—44*(1B; 250MA) — <1 5 (1 кГц) — R13 
<20 (45 B) | 40—80*(1B; 250MA) — <1 5 (1 кГц) — R13 
<0,002(15B)| 10—35(6B; 1 MA) 4 <10 4 (1 кГц) — TOS 
<0,002(15B)} 25—60(6B; 1мА) 4 <10 4 (1 кГц) — ТО5 
<0,002(15В)| 40—100(6B; 1мА) 4 <10 4 (1 кГц) 200* TOS 
<0,002(15B)| 10—35 (6B; 1 MA) 4 <10 4 (1 кГц) — ТО5 
<0,002(15В)| 25—60(6B; 1 мА) 4 <10 4 (1 кГц) — TOS 
<0,002(15В)| 40—100 (6B; 1 мА) 4 <10 4 (1 кГц) 200* TOS 
<0,002(15B)| >80 (6B; I MA) 4 <10 4 (1 кГц) 200* ТО5 
<0,002(15B)| >80 (6 В; 1 MA) 4 <10 4 (1 кГц) 200* ТО5 
и сверхвысокой частоты 
<5 (6 В) {| 20—70* (5 В; 1мА) (<4 (5B) — |<3 (1,6 МГц)! <300 7 
<5 (6 В) | 60—180*(5 В; 1 MA) |<4 (5 В) — |<3 (1,6 МГц)| <300 7 
<5 (6 В) |20—70* (5B; 1 MA) |<5 (5 В) — {<4 (1,6 МГц)| <300 7 
<5 (6B) | 60—180* (5B; 1 MA) |<5 (5 B) — |<4(1,6Mru)| <300 7 
<5(6B) | 20—70* (5.B; 1 MA) |<5 (5 B) — {<4 (1,6 МГц)| <500 7 
<5 (6B) | 60—180* (5 B; IMA) |<5 (5 В) — {<4 (1,6Mru)| <500 7 
<3 (3B) >19(3В; 0,5MA) |<5 3,5 — — TO24 
10 40 (3 B; 1 MA) = — = = TO44 
10 50 (ЗВ; 1 MA) — — — — TO44 
10 50 (ЗВ; 1 MA) — — ae — TO44 
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2SA 286 
254287 
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Продолжение 





| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 13 14 
a a A A Е 
10 1,5 (12 B; 12 MA) 2 — = -- TO44 
10 1,5 (12 B; 12 MA) 2 en nies aS TO44 
10 1,5 (12 B; 12 MA) 2 —_ on ted TO44 
15 10 (6 B; 2 MA) 1,5 ae — — TOI? 
100 45 (10 B; 2 MA) <2 —- — <120 TO9 
<A (25 В) 130—100 (5B; 1мА) | <1,8 (5 В) — <4 <50 8a 
(1,6 МГц) 
<A (25 В) |50—120 (5 B; 1мА)| <1,8 (5B) — Ч м <100 8a 
‘ ц) 
<4 (25 В) |20—120 (5 B; 1 мА)| <2,5 (5 В) — <4 <200 8a 
(1,6 МГц) 
16 30 (6B; 1мА) 2,5 — -- = R18 
12 40 (6 B; 1 MA) 3 — — = TO44 
12 40 (6B; 1 MA) 3 = — -- TO44 
16 60 (6 B; 1 MA) 2,5 — — — R18 
12 50 (6 B; 1 MA) 2,5 — — wn TO44 
12 75 (6B; 1 MA) 2,5 — — iat TO44 
12 50 (6 B; 1 MA) 2,5 — — ыы TO44 
10 45 (6 B; 1 MA) 2,2 — — = R18 
10 45 (6B; 1 MA) 2,2 =: = _ R18 
10 75 (6B; 1 MA) <3 — — ыы R18 
16 30 (6B; 1 MA) 4 = ий TO! 
16 40 (6 B; 1 MA) 4 — — = ТО! 
16 50 (6 В; 1 MA) 4 — — га TO72 
16 100 (6 B; 1 MA) 4 — — ne TO! 
13 100 (6 B; 1 MA) 1,5 — — = TO72 
13 100 (6 B; 1 MA) 1,5 — — ых TO72 
13 100 (6B; 1 MA) 1,5 — — — TO72 
8 >40 (6B; 1 MA) <4 — — = TO72 
8 >40 (6B; 1 MA) <4 — — ще TO72 
8 >40 (6 B; 1 MA) <2,5 — — — TO72 
<10 (20 B)} >20 (6B; 1 mA) | <3,5 (6 В) — — = ТО18 
<10 (20 В)| >40 (6B; 1 MA) |<3,5 (6 В) == — ды TOI8 
<10 (20 B)|>20—300(6 В: 1мА)| <3,5 (6 B) — — — ТО18 
<13 (6 B) |>20—300(6 В; IMA) — — <8 nen TO7 
(450 кГц) 
<8 (6B) 140 (6B; 1мА) | <5 (6 B) = 8,5 <24 TO72 
(100 МГц) 
<8 (6B) 140 (6B; 1 мА) | <5 (6B) — 2 (1 МГц) <24 TO72 
<8 (6B) 140 (6B; 1 MA) | <5 (6B) a 2 (1 МГц) <60 TO72 
<13 (6B) | 100 (6B; 1мА) | <5 (6B) — 2 (1 МГц) <100 TO72 
<16 (6 B) |20—420 (6B; 1мА)| <5 (6 B) as <8 (1 МГц) ee TO7 
8 100 (6 В; 1 MA) 14 — — = R38 
— 30—300 (6 В; 1мА)! 4 (6B) да 3 (0,5 МГц) — TO18 
— 30—300 (6 В; 1мА)| 4,5 (6B) — 3 (0,5 МГц) = | TOR 
— 30—300 (6B; 1мА)| <8 (6 В) Е 3 (0,5 МГц) — TOI8 
— 30—300 (6 В; 1мА)| <10 (6 В) — 3 (0,5 МГц) _- TOI8 
— 20—300 (6 В; 1мА)| <12 (6В) мы 3 (0,5 МГц) = TOI8 
<12 (18 В)| >20 (6B; 1 MA) | 1,9 (6B) = — 40% TO44 
<12 (18 В)| >20 (6B; 1 MA) | 2 (4,5B) os == Е TO44 
<12 (18 B)} 70 (4,5 В; 1 MA) |2 (4,5B) - = ды TO44 
<12 (18В)| 49 (4,5 В; 1 mA) |2 (4, 5B) — — > TO44 
<12 (18 B)} 80 (9 B; 1 MA) 1,9 (6B) — — — TO44 
<12 (18 B)} 70 (6B; 1 MA) 1,9 (6 B) = — _ TO44 
12 (18 B)} 50 (6B; 1мА) | <2,5 (6B) si — = TO44 
12(18B)| 50 (6B; 1MA) | <3,5 (6B) = — = TO44 
15 (18 В)|18—300 (6 B; 1 MA)| 2 (6B) ыы = а ТО44 
<15 (18 В)|44—146 (6 В; 1мА)| 2 (6 B) Е — ых TO44 
(15 (18 B)|44—146 (6B; 1мА)| 2 (6B) _ — = TO44 
<3 (10 B) |24—100 (5 B; 5мА)| <5 (5B) ыы — <400 9 
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75 
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80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
83 
83 
83 
83 
83 
100 
100 
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пах>200 


2200 


> 100 
>100 


max 


I max 
i max 
пах 100 

пах 50 
Imax?! 00 
>180 


пах 50 
пах 50 
пах 50 
Гпах>50 
пах? 180 
>120 
>120 


>80 


пах 


>80 
>80 
>80 
180 
120* 
135* 
75 
75 
20 
30 
30 
40 
50 
50 
60 
70 
140 
150* 
>40 
>100 
>27,5 
70 
70 
100 


5 6 7 
8* 0,7 10 
8+ 0,7 10 
20 1 50 
20 0,5 50 
20 0,5 50 
20 0,5 50 
20 0,5 50 
20 0,5 50 
12 0,5 50 
10 1 50 
10 0,5 50 
15 0,5 50 
20 0,5 50 
10* 1,5 10 
10* 1,5 10 
10* 1,5 10 
10* 1,5 10 
10* 1,5 10 
10* 1,5 10 
25 0,5 10 
20 0,5 10 
20 0,5 10 
20 0,5 10 
20 0,5 10 
9 0,5 10 
20 0,5 10 
9 0,5 10 
20 0,5 10 
20 0,5 10 
9 0,5 10 
20 0,5 10 
20 0,5 10 
20 0,5 10 
20 0,4 5 
25 0,5 10 
25 0,5 10 
25 0,5 10 
20 0,5 10 
20 0,5 10 
20 0,5 10 





Продолжение 














| 8 9 | 10 | li | 12 | 13 14 
<3 (10 B) [65—200 (5B; 5MA)| <5 (5B) — — <400 9 
<3 (10В) | 75—250 (5B; 5мА)| <6 (5 В) — — <400 9 

10 >50 (6 В; 1 MA) <2 ,5 —- — <100 TO9 
10 >20 (6B; 1 MA) <2,5 ы м в TOS 
10 >40 (6 B; 1 MA) <2,5 = ==: — TO9 
10 >10 (6 B; 1 MA) <2,5 — > <100 TO9 
10 60 (6 B; 1 MA) <3 — = <100 TO9 
10 60 (6B; 1 MA) <3 ae = — TO9 
10 >30 (6B; 1 MA) <3 — = — TOO 
10 >40 (6B; 1 MA) <3 — — <100 TO9 
10 >15 (6 B; 1 MA) <3 — — <100 TO9 
10 >25 (6B: 1 MA) <3 — — <100 TO9 
10 70 (6 B; 1 MA) <3 — aaa — TO9 
<5 (5B) | 20—70 (5B; 1мА)| <7,5 (5 В) = = <500 13 
<5 (БВ) 160—180 (5 В; 1мА)| <7,5 (5 В) — 6 ги) <500 13 
<5 (5 В) | 20—70 (5B; 1 MA)}<7,5(5B)} = — 16 Mey | OM 18 
<5 (5B) |60—180 (5B; 1мА)| <7,5 (5 B) — = <1000 13 
<5(5В) | 20—70 (5 В; 1мА)| <7,5 (5 B) — — <1000 13 
<5 (5B) | 60—180 (5B; 1мА)| <7,5 (5 В) — — <1000 13 
50 >20 (12В; 1 MA) <7,5 — — > TO12 
<15 (20 B)j30—135 (6 B; 1 MA)} <3 (6B) — — es TO44 
<15 (20 B)|30—135 (6 В; 1 MA)} <3 (6 В) = — a TO44 
8 150 (6 B; 1 MA) 5 — — — TO7 
8 150 (6 B: 1 MA) 2,5 — = — TO7 
10 45 (6B; 1 MA) 3 — — — ТО! 
10 45 (6В; 1мА) 2,2 — = — TOL 
10 60 (6 B; 1 MA) 3,0 — — — TOL 
10 45 (6 B; 1 MA) 2,2 — — — ТО1 
10 60 (6В; 1 MA) 2,2 — — — TOL 
10 75 (6B; 1 MA) 3 — — — TOI 
10 75 .6B; 1 MA) 2,2 — — — TOL 
10 70 (6 B; 1 MA) 2,3 — — — TOL 
50 70 (6 B; 1 MA) 2 — — — TO72 
12 100 (6 B; 1 MA) 1,5 — — — TO7 
<7,5 (6B) — a = тр = A3 
<7,5 (6B) = = ae — — АЗ 
<7,5 (6B) — = a — — АЗ 
13 150 (6 В; 1 MA) — = — TO7 
13 150 (6 B; 1 MA) 3,5 — — — TO7 
13 150 (6B; 1 MA) ‚5 — — — TO7 
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ГТЗ05Б 
1T365B 


AFY13 
AFY29 
2N2199 
2N 2200 
2SA246 
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2N 1748 
2N 1745 
2N979 
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2N 1500 
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2N1526 
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Продолжение 








| 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 
Tr en ee —о5—д—к—кдк—дк—к—кдк—к—к arene 
| = 25—80*(1 В; 10 MA)| <7 (5B) <50 — <200 13 

— 60—180*(1B; 10 mMA)} <7(5B) <50 — <3000* 13 
<4 (15 В} |40—120*(5 В; 5мА)| <5,5 (5 В — ne a <300 13 
ц) 
2,5 (6B) | 125* (6 В; 1 мА) _- — 7 ыы TOIS 
3 (6B) 83* (6 B; 1 MA; — — — — TOI8 
5 >20 (10 B; 3 MA) <2,8 — — os TO9 
5 70 (10 B; 3MA) <2,8 — — — TO9 
30 (30 B) 70 (6B; 5 MA) 2,5 — — — TO44 
<100 >20*(10 В; 1 MA) 3,5 — — ых. TOI8 
3 >40*(0,3 В; 10мА)| <3 <15 — 120* TO9 
<100 30*(1 В; 10 MA) 5 <20 — = ТО! 
25 50*(0,5 В; 40 мА) 1,5 <25 — = TO9 
5 20—80 (9 B; 1 MA) “0,5 — — <250 ТО! 
10 70 (6В; 1 MA) 1,3. — — — TO9 
10 60*(6 B; 1 MA) 1,5 — = к TO9 
<3 >30*(0,3 В; 10 мА)| <3 <20 — ome TOI8 
<5 >30*(0,3 B; 10 MA) < <20 = = ТО18 
<5 >20*(0,5 В; 10 MA) <3 <20 — = TO9 
<5 >20*(0,5 B; 10 MA) <3 <20 = = TO9 
<5 (5B) |24—100 (5B; 1мА)| 10 (5B) — <10 <1000 10 
(1,6 МГц) 
<5 (5 В) |24—100 (5 В; 1мА)| 10 (5 B) — <10 <500 10 
(1,6 МГц) 
20 60 (9 Bi 1 мА; 1,7 — — — TO44 
20 60 (9 B; 1 MA) 1,7 — = = TO44 
20 40 (9 B; 1 MA) Е — = — TO44 
20 45 (9 B; 1 MA) 1,7 — — — TO44 
10 70 (9 B; 1 MA) 2,5 — Сы es TOI 
10 90 (9 B; 1 MA) 2,9 --- = Е ТО1 
16 >17 (6 В; 1 MA) 3,6 —- — — ТО! 
16 >27 (5,7 В; 1 MA) — — — — TOL 
<5 (12 B) |50—200 (9 В; 1 мА) 3,2 — — — TOl 
10 70 (9 B; 1 MA) 3,2 — — ыы TO! 
10 75 (9 B; 1 MA) 3,2 — вы — ТО1 
20 70 (9 В; 1 MA) Lt ai = ы TO44 
15 120 (6 B; 1 MA) 1,8 — a <a T7044 
15 120 (6 B; 1 MA) 1,8 — в = TO44 
15 120 (6 B; 1 MA) 1,8 = ats a TO44 
15 >70 (12 B; 5 MA) <3 — ев = TO44 
15 120 (6 B; 1 MA) 1,8 — ми sa TO44 
<3 (10 B) | 20—80 (5B; 5mA) | <8 (5B) <40 — <500 10 
<1000* 
<3 (10 B) —120(5В; 5мА)| <8 (5B) <40 nae | <500 10 
<1000* 
<3 (10 B) |90—250 (5 В; 5мА)| <8 (5B) <40 = <500 10 
<!000* 
8 >20 (1В; 0,5 MA) 4 ыы а aa TOS 
8 >30 (1 B; 0,5 мА) 3 soni Е ри ТО5 
8 >40 (1В; 0,5 MA) 3 ыы ВЕ Е TOS 
6 100 (2 B; 10 MA) 3,5 int ыы гы TO7 
15 50 (9 B; 1 MA) 2,5 вы вы Ре TOl 
15 80 (9 B; 1 MA) 2,5 = = = TOl 
<!0 (5 B) | 16—300 (5 B: 5 мА)| <15 (5 B) — Е <3500 10 

<5 (5 В) 16—250 (5 B; 5 мА)| <10 (5 B) — — <1000 10 

<5 (5 г 30—100 (5 В; 5 MA)} <10 (5 В) — — <500 10 

<5(5B) |16—200 (5В.5мА)| 10(5В) — = <500 10 

<15 (15 B) | 60—350 (6 В; 1 мА)| <30 (6 B) — — a TOL 

<20 (15 В) | 35—220 (9 B;1 мА)| 2,5 (9 B) — = _ FOI 
<20 (15 В) | 20—500 (9 В; 1 мА)! 2,5 (9 B) — — ТО! 
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EFT320 
TSI6H 
T354H 
T317 
T319 
T320 
73570 
2N2089 


ГТЗ08А 
ГТ308Б 


ГТ308В 


241854 
2№794 
2N795 
2N796 
2N1300 


2N1301 
2N 1683 
2N 2048 
2N2048A 
2N 2400 
2SA412 


rT321A 
T3216 


rT321B 


rT32ir 
rT32140 


ГТ321Е 


2N 1204 
2N1204A 
2N 1494 
2N1494A 


2SA78 
2N1384 


ГТ320А 
ГТ320Б 


ГТ320В 


2N711 
2М7ПА 


2N711B 


2N705 

24710 

ON 2883 
9N 2635 
TT313A 
(T3135 
T'T313B 
2№502А 
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Се, 


Се, 
Ge, 


SB 


: 
о 
> 


+ i О 
- = - 


333$ 33 
аз = as 
VUssyss 


- 


О 


>> 


s2 3 = заза 


А-а 
зоо < | 


oy 


' 


235 


VVBVvsy dD 
3 О О 
> 


3 
2 3 
3 


150 35 
120 >50 
120 >60 
150 >25 
150 >15 
150 >20 
120 >70 
100 >44 
150 (360**)} >90 
150 (360**) >120 
150 (360**)| 5120 
150 40 
150 25 
150 >35 
150 >50 
150 >25 
150 35 
150 о 
150 >150 
150 >150 
150 150 
150 >25 
160(20**Вт) >60 
160(20**Вт) >60 
160(20**Вт)| >60 
160(20**Вт) >60 
160(20**Вт) >60 
160(20**Вт) >60 
200 
: >110 
rs >110 
00 >110 
400 >110 
125 5 
240 woos 
200 >80 
200 >120 
200 >160 
150 >150 
150 >110 
150 >120 
150 300 
150 300 
300 >100 
150 >150 
100 >300 
100 >450 
100 >350 
75 > 150 


40** 


30** 
30** 


ol 


* 


сл ляет 


„- з- 


ооо --=о 
© < * 


o 


ee RENO ee me 42 OO 


mh PPP 


© — 
oN, № ae eS => 


яэф-а 


ооо 


50 (120*) 
50 (120*) 


50 (120*) 


100 
100 
100 
100 
100 


100 
100 
100 
100 
100 
100 


200 (2 А*) 
200 (2 A*) 


200 (2 A*) 
200 (2 A*) 
200 (2 A*) 


200 (2 A*) 
500 
500 
500 
500 


400 
500 


150 (300*) 
150 (300*) 


150 (300*) 


50 
100 


Продолжение 














| 
| 8 | 9 | 10 | il | 12 | 13 14 
|| <20 (15 В)| 35—220 (9 В; 1мА)| 2,5 (9 В) 2 bs о ТО 
|| <15 (5 В) | 40—350 (6 В; 1мА)| <5 (6 В) — д а ТО! 
<15 (5В | 40—350 (6B; 1 MA)| <5 (6B) — ыы == ТО! 
| <15 (5 В) | 35—200 (6 В; 1 MA)| <5 (6B) — ae ae ТО! 
<15 (5 В) | 20—350 (6 В: 1мА)| <5 (6 В) — Бы = TO! 
| <15 (5B) | 35—200 (6 B; 1 MA)| <5 (6B) — ыы desk TOL 
<15 (5 B) | 60—350 (6 В: 1 MA)| <5 (6 B) — sas ei TO! 
|| <8 (15B) | >40(6B:1MA) | <4 (6B) — = = TO7 
| <2(5В) [|20—75*(1 В; 10 мА)| <8 (5 B) <30 ыы | S Toe 10 
9 50—120*(1В: 5 os <400 
|| <2(5B) |50-120*(1B; 10 мА)| <8 (5 В) <24 м. | 
| | <500 
Г <2(5В) |80—200*(1B; 10 мА)| <8 (5 В) <24 8(1,6 МГц)| } <1000+ 19 
| 42 240 (0,5 B; 2mA) | <12 — — = TOS 
|| <3 (6B) |>30*(0,3В; 10 мА)| <12 (6B) = — 140% TOL 
| <3(6B) |>30*(0,3B; 10 мА)| <12 (6B) — — 120* ТО18 
| <3(6B) |>50*(0,3 В; 10мА)| <12 (6B) — — 80* TOI8 
‚| <3 (6 В) |>30*(0,3 В; 10мА)| <12 (6 B) a — 140* TOS 
|| <3 (6B) | >30%(0,38; 10 mAy} <12(6B) | — — 120" | TOS 
| <3 (6B) | >50*(0,3В; 10 мА)| <!2 (6 В) we = <440* | TOS 
| 5 >50*(0,5B; 10 мА) <3 <4 — — TO9 
| - >40*(0,5В; 50 мА) <3 < > <120* TOS 
>30*(0,5B; 10 мА) <4 <2 — — fois 
<3 (6 В) | >30*(3'B; 10 MA) <12 ыы = aan. TO! 
‚ |<500 (60 B)}20—Gor(3 В; 0,5 А) [<80 (10B) | <3,5 |110 | № 
< rae : : a5 — <600 
© |<500( 60 В) 40—120*(3 В; 0,5 А)|<80 (10 В) <3,5 =1000* 10 
| : 00 
‚ {<500 (60 B)}30—200*(3B; 0,5 А)|<80 (10 В) <3,5 = 5000 9, 
Et. 00 
| 1<500 (45 Byloo—60#(3 B; 0,5 А)|<80 (0B) | <3 — |} Sooo | 10 
—1<500 (45 B)] 49—190%(3 В: < 35 <3,5 ss <600 | 
| <500 (45 В)|40—120*(3 В; 0,5 А)|<80 (10 В) } = 1000 10 
` | <500 (45 В) |80—200*(3 В; 0,5 A)}<80 (10B) | <3,5 ee | 1000" 16 
7 >15* (1,5 В; 0,4 A) 8 <2,5 = TO39 
7 >25* (0,5 B; 0,2 A) 8 <2 — os TO39 
7 >15* (1,5 B; 0,4 A) 8 <? — = TOSI | 
7 >25* (0,5 B; 0,2 A) 8 <. — ых TO3L . 
<8 (2 В) 130—150*(1 В; 0,4 A) — 6 —s 85* TO44 
^^ 50 50*(0,5 B: 0,2 A) a = ae <250* TOL: 
<500 
<10 (20 В) |20—80*(1 В; 10 мА)| 8 (5B) <8,5 is <400* 10 
<10 (20 B) |50—160*(1 В; 10mMA) 8 (5 B) <8,5 => | S250" 10 
[< 10 (20 B) |80—250%(1 В; 10мА)| 8 (5 By <8, ~ { р 10 
` | <100 (12 В)|>20*(0,5 В; 10 MA) | <6 (5 B) <50 — <120* TOIS 
<100 (14 B) 25-150" (6, 5B; | <6 (5B) «ll <100* | TOL8 
' _ М 
‚ |<20 (15 В) р (6.6 В; | <5 (10B) «9 = <200* rols 
| м 
<3 (5 В) |>25*(0,3 В; 10 MA)! <5 (10 B) <30 — <100* TOI 
‚|365 в) |225*(0,5 В; 10 mA)! <5 (10 B) <50 ant <100* | TOL 
‚|< 100 (25 В)|>30*(1 В; 0,2 A) | <8 (10 B) <2,5 ыы 70* TOS 
‚| <5 (20B) |>30*(0,5 В; 10 мА)| <5 (5 B) <8 — <185* ТО18 
<5 (12 В) [20—250 (5 В; 5мА)| <2,5 (5 В)| <4,6 aie «75 it 
<5 (12B) [20—250 (5B; 5 мА)| <2,5(5B)| <4,6 oe <40 it 
» |<5 (12 B). 130—170 (5 B; 5 мА)| <2,5 (5 B) <4,6 — <75 it 
—4<5 (10 B) | >15*(10 В; 2 MA) |<1,6 (10 B) — <7 «50 TO9 
| (200 МГц) 
5—341 65 





2N502B 
2N1742 
2N1743 
АБУ!1 


GF501 
GF502 


GF503 
GF504 
2N700 
2N741 


2N741A 
2S A440 


2SA229 
2SA230 


ГТ328 А 
ГТ328 Б 
ГТ328 В 
2N 3127 


2N38279 
2N 3280 
2N3281 


2N3282 ` 


AF106 
AFI06A 


AFI09R 
AFY12 
AF200 
AF201 
AF202 
AF253 


AF256 
GF505 


GF506 

2N3283 
2N3284 
2N 3286 
PT346A 


ГТ346Б 
АЕ!39 
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Се, 
Се, 
Се, 
Се, 


Се, 
Ge, 


Ge, 
Ge, 


Ge, 


Ge, 
Ge, 


Ge, 
Ge, 
Ge, 


Ge, 


p-n-p, 
p-n-p, 
p-n-p, 
p-n-p, 
p-n-p, 
p-n-p, 


Cit 75 
Ci 60 
СД 60 

м | 185 (560*) | 
М 300 

M 300 

M 300 

M 300 

M 75 

M 150 

M 150 

M 60 

M 75 

M 75 
ПЭ] 50 (55°C) 
119} 50 (55°C) 
ПЭ! 50 (55°C) 
M 100 

M 100 

M 100 

M 100 

M 100 

M 60 

M 60 

M 60 

M 60 (45°C) 
M 80 (55°C) 
M | 80 (55°C) 
M 80 (55°) 
П | 90 (45°C) 
П 90 (45°С) 
M 60 (45°C) 
M 60 (45°C) 
M 100 

M 100 

M 100 
ПЭ| 40 (55°C) 
ПЭ| 40 (55°C) 
M 60 (45°C) 


> 200 
= 300 
>300 
>300 
= 300 
2500 
>360 


= 300 
350 


400 
400 


>400 
>300 
> 300 
>400 


>409 
>400 
> 300 
>300 
220 
220 


15* 
15* 
15* 
25 


30 
30 
30 
30 
25 
25 


15* 


15* 
20 


0,5 
0,5 


> <= 
oO Ww 


~~ - 


* 


з 


>> oolse о <= 
Oo Www wWwww м = 


* 


o ® © <= 
oan ain 


0,3 
0,3 


100 
100 


50 
100 


Продолжение 





| 10 | Ik | 12 | 13 











5* 





9 14 
<5 (10 В 20—80* < 1,6 (10 B) = <7 <50 TO9 
canted, (10 B; 2 mA) (200 МГц) 
<10 (10 B)| >10* (10 В; 2 мА) |< 1,5 — <5, — TO9 

- от 
10 (10 B)j >10* (10В; 2 MA) |<, — 2 — TO9 
ее. о con ara 
| <18 (15 В)| >25 (6 В; 2мА) |<2, — 6 (2 ц)| <40 TOS 
| <18 (15 В)! >10* (9 В; 10мА) | 2,1 (9 B) — — <56 TOI8 
<18 (15 B)| >10* (9 В: 10 mA) |<3,5 (9 B) — — <70 TOI8 
<18 (15 В)| >10* (9 B; 10 MA) |<3,5 (9 В) — — <50 TOl 
<18 tie в} vu) (9 в: a = С В) — a <70 И 
<‘ В >4 (6В; 2м , — — TO72 
saa A 6 (70 Mu) я 
3 >10 (6 В; 5 MA) 7 (3 Ik) — TOI8 
! 3 >10 (6 B; 5 MA) 6 — 7 (30 МГц) — ТО18 
| <20 (20В)| 80 (6 В; 2 мА) 1,7 (6В) — _- 40 R146 
| <10 (12 B)} 10(6B; 2 мА) |<1,5 (6 B) = — 150 | TOI7 
<10 (12 В)| 10(68В; 2 мА) |<1,5 (6 В) — — <150 TOI7 
| <10 (15 В 20—200* <1,5 (5 В) — <7 <5 8 
SE ie Bs: мА) — ee (180 Mrw) oe ‘ 
<10 (15 В 40—200* <!, — < <10 8 
Бы mee (ES oY Peas (180 МГц) в : 
<10 (15 B) 10—7 < — <10 8a 
<10 ( ) (5 B; 3 MA) basinal ee < 
3 (10В) 20—100 <1,2 <60 <12 TO72 
а (10 В; 3 MA) = (200Mru) | ^ 
<5 (10 В 10—70* <1 (10В) < 60 < 3,5 <10 TO72 
=P (10 B; 3 MA) (200 МЕц) 
<5 (10 B) 10—70* <1,2 (10 B) <60 <3,5 <10 TO72 
(10 В; 3 mA) (200 МГц) 
<5 (10В) 10—100* <1,2 (108) <60 <5 <15 R96 
(10 B; 3 MA) Pern (200 men 
5(10B 10—100* si, <60 < «15 R96 
* | сов 3 MA) = (200 МГц) 
<10 (12 В)| 70* (6 B; 2 MA) —= — <7,5 6 TO72 
(200 МГц) 
<10 (12 В)| >10 (12 В; 1мА) = — 55 — TO72 
(200 МГц) 
<8 (20 В) | 55* (6B; 2мА) 5 — <4,8 -- TO72 
(200 МГц) 
<3 (12 В) | >30 (12 В; I MA) > — <7 5 TO72 
(200 МГц) 
<10 (12 В)| >20* (10 В; 3 MA) = — — 6 TO72 
<10 (12 B)| >20* (10 В: 3 MA) = — — 6 TO72 
<5 (12 B) | >10* (12 B; 2 MA) == — 4 — M12 
0.5 28» | 28°12 Bs i MA) | — 5,5 — MMI 2 
<10 (12 В)| >25 (12 В:1мА) |5<0,8 (2B) ом <15 TO72 
. ) 
<10 (12 В)| >10 (12В;1мА) < 0,8 = <7,5 <15 TO72 
(12 B) (200 МГц) 
<10 (10 B) 10—200* <1,5 ыы <5 <K25 TO72 
(10 B; 3 MA) (10 B) (200 Mr) 
<10 (10 B) 10—200* <1,5 = <6 <25 TO72 
(10 B; 3 MA) 10 В) (200 МГц) | 
<10 (10 В) 10—200* < 1,5 —_ 5(200 МГц) <25 TO72 
(10 B; 3 MA) (10 B) 
<10 (15 B)} >10* (10 B; 2 MA) {S!,3 (5 B) ont <8 <3 18 
(800 МГц) 
<10 (15 By] >10* (10В;2мА) |<1,3 (5 В) = — <5,5 18 
<8 (20 B) >10: * <1,5 (12В) — <8,2 <8 TO72 
(12 В; 1,5 мА) (800 МГц) 
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
AF239 Ge, р-п-р, М | 60 (45°C) | >600 20 0,3 15 
AF239S Ge, p-n-p, M | 60 (45°C) 780 20 0,3 15 
AF240 Ge, p-n-p, M | 60 (45°C) 500 20* 0,3 10 
Aro del bine, | 30 456} | 60 | 50 0:3 10 
2SA422 Ge, p-n-p, M 50 >500 20 0,4 5 
GF507 Ge, р-п-р, М | 60 (45°C) >250 20 0,3 10 
GF145 Ge, p-n-p, M 60 650 20 0,3 10 
GF147 Ge, p-n-p, M 60 650 20 0,3 10 
2N3399 Ge, p-n-p, М 80 >400 20 0,5 10 
ГТ376А Ge, р-п-р, ПЭ] 35 (85°C) | >1020 7** 0,25 10 
2№2415 Ge, p-n-p, ПЭ 75. >500 10** 0,3 20 
2N2416 Ge, p-n-p, ПЭ 75 > 400 10** 0,30 20: 
2N3267 Ge, р-п-р, ПЭ 75 >900 15 0,2 20 
2№700А Се, р-п-р, М 75 >1000 25 0,2 50 
2№2360 Ge, p-n-p, MI 60 1600 20 0,5 в 
2N2361 Ge, p-n-p, МД 60 1600 20 0,5 — 
ГТЗИЕ Ge, n-p-n, П 150 >250 12 9 50 (55°C) 
PT3100K Ge, n-p-n, TI 150 > 300 12 2 50 (55°C) 
rT3ilv Ge, n-p-n, П 150 >450 12 1,5 50 (55°C) 
2N797 Ge, n-p-n, M 150 2600 20 4 150 
ГТ330д Се, n-p-n', П | 50 (45°С) | >500 | 10 (20 имп.) 1,5 20 
ГТЗЗоЖ  |Ge, n-p-n, П | 50 (45°С) | >1000 | 10 (20 имп.) 1,5 20 
гт330и  |Се, п-р-п, п | 50 (45°C) | >500 | 10 (20 имп.) 1,5 20 


1C таким типом 
зисторы другого типа 


AF279 
AF280 
ГТ329А 
ГТ329Б 
ГТ329В 
ГТ329Г 


Се, p-n-p, 
Се, р-п-р, 
Ge, п-р-п, 
Се, п-р-п, 
Ge, п-р-п!, 


Ge, п-р-п, 





проводимости (р-п-р): 


м 


+ 2: a а 


60 
60 

50 (40°C) 

50 (40°C) 

50 (40°C) 

50 (40°C) 


780 
500 
>1200 
> 1680 
= 990 
>690 


20* 
20* 
10 
10 
10 
10 


0,3 
0,3 


проводимости (п-р-п) и таким же сочетанием параметров 


10 


'С таким типом проводимости (n-p-n) и таким же сочетанием параметров 
логичные транзисторы другого типа проводимости (р-п-р): 
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18 (20 B) |>15* (12 В; 1,5 мА) 


<8* (20 B) 
<8* (20 В) 


‚ 1<5 (12 В) 


<5 (12 В) 
‚ 130 (20 B) 


<8 (20 B) 
<8 (20 B) 
<8 ( 20 B) 
8 
<5 (7 B) 
<5 (10 B) 
<5 (10 B) 
5 
<2 (6 В) 
<10 
<10 
<10 {12 В) 
<10 (12 В) 
<10 (10 B) 
<i (10 B) 
<5 (10 B) 
<5 (10 B) 
<5 (10 B) 


>10* (10 B: 2 MA) 
30 (12 B; 2 mA) 


>10 (12 В; 2 mA) 
25 (12 B; 2 MA) 


>11* (12 B; 1,5 MA)! 0,4 (12 B) 
>10* (12 B; 1,5 мА)| 1,1 (12 B) 


>10* (10 B; 2 мА) 


>10* (12 B; 1,5 мА) 


10—150* 


(6 В: 2 мА) 
>15 (6 В; 3 MA) 


4—50 (6 В; 2 мА) 
33* (10 В; 2 мА) 
33* (10 B; 2 MA) 


15—80* 
(ЗВ; 15 мА) 
50—200* 
(3 В; 15 мА) 


(0,25 B; 10 mA) 
30—4 00* | 
(5 В; 5 mA) 
30—400* 
(5 В; 5 мА) 
10—400* 
(5 В; 5 мА) 


Продолжение 


| 10 | ll | 12 | 13 
— — <6 «<5 
(800 МГц) 
— — <5 oe 
(800 МГц) 
— — 6,5 sia 
(800 МГц) 
0,38* — 4, an 
0,38* — 5,2 ыы 
«1,2 — — 2,2 
— <9 5 
(800 МГц) - 
а <9 15 
(800 МГц) 
1,2 (10 В) — <6 15 
(800 МГц) 
<2 — = _ 
<1,2 (5 В) = <3,5 <15 
(180 МГц) 
<2 (6 В) — <3 «8 
(200 МГц) 
<2 6В). = <4 <10 
(200 МГц) 
«1.7 Ae —_ ome 
<1,4 (6 B) — <10 = 
(70 МГц) 
— — <5,5 ise 
(200 МГц) 
(200 МГц) 
<2,5 (5 В) <: ~ <75; <50* |. 
<2,5 (5 В)| <20 . — <100; <50* 
<2,5 (5В)| <20 — <100; <50*| 
<4 (5 В) <14 р <80*+ 
<3 (5 В) <15 <8 1<30; <50* 
(400 МГц) met 
<3 (5 В) | <15 — <50; <50* || 
<3 (5 B) <15 <8 <30; <50* | 
(400 МГц) ; 








14 


ga рубежом германиевые транзисторы не выпускались, Рекомендуемые тран*+ 


«< 15* 
(20 B) 
<—15* 
(20 B) 
<5 (10 B) 


<5 (10 B) 
<5 (10 B) 
<5 (10 B) 


45* (5 В; 5 мА) 


> 10* 
(10 В; 2 мА) 
15—300* 
{5 В; 5 мА) 
—300* 
(5 В; 5 MA) 
15—300* 
(5 В; 5 мА) 
15—300* 
(5 B; 5 мА) 


0,42 (10 В) 
0,42 (10 В) 
<2 (5 В) 
<3 (5 B) 
<3 (5 B) 
<2 (5 B) 


«<5 
(800 om 


(800 МГц) 
<4 
(400 МГц) 
<6 
(400 МГц) 
<6 
(400 МГц) 
<5 
(400 МГц) 


<15 
<30 
<20 
<15 


TO50 
TOSO 


за рубежом германиевые транзисторы не выпускались, Рекомендуемые ана* 
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2N5043 Ge, p-n-p, ПЭ| 30 (100° С)| >1500 15 0,7 30 
2N5044 Ge, p-n-p, ПЭ| 30 (100° C)} >1000 15 0,7 30 
ГТ341А Ge, n-p-n', П | 35 (60° С) | >1500 10 0,3 10 
ГТ341Б Се, n-p-n, П | 35 (60° С) | >1980 10 0,3 10 
ГТ341В Ge, n-p-n, П | 35 (60° С) | >1500 10 0,5 10 


'С таким типом проводимости (п-р-п) и таким же сочетанием параметров 
логичные транзисторы другого типа проводимости (р-п-р): 


T1X3024 | Ge, р-п-р, М 75 >1500 15 0,3 50 
TIXMI01 |Ge, p-n-p, ПЭ 75 >1500 15 0,3 50 
TIXM104 |Се, p-n-p, ПЭ 40 >1400 15 0,3 20 
2№2999 Се, р-п-р, ПЭ 75 >1400 15 0,2 20 
ГТ362А Ge, n-p-n', TI 40 >2400 | 5 (55°C) 0,2 10 
ГТ362Б Ge, n-p-n, П 40 >2400 | 5 (55°C) 0,2 10 


1 С таким типом проводимости (п-р-п) и таким же сочетанием параметров 
логичные транзисторы другого типа проводимости (р-п-р): 


Т1ХМ103 |Се, p-n-p, ПЭ 40 >1800 15 0,3 20 
11307 Si, n-p-n, П 250 >20 80* (70° C) 3 30 (120*) 
T1307A $1, n-p-n, П 250 >20 80% 3 30 (120*) 
113075 Si, n-p-n, П 250 >20 80* 3 15 (120*) 
11307B Si, n-p-n, П 250 >20 60* 3 30 (120%) 
11307r Si, n-p-n, П 250 >20 80* 3 15 (120%) 
11308 Si, n-p-n, П 250 >20 120* 3 30 (120%) 
11309 $1, n-p-n, TI 250 > 20 120% 3 30 (120*) 
2N754 Si, n-p-n, П 200 >30 60 3 50 
24755 Si, n-p-n, П 300 >30 100 3 50 
28C727 $1, n-p-n, Д 350 20 100 3 100 
BFY80 Si, n-p-n, Д | 260 (45 °С)| >50 100 7 50 (200*) 
BC285 Si, n-p-n, Д 360 80 120 5 100 
BSX21 $1, n-p-n, ПЭ 300 >60 120 5 100 (250*) 
2N844 Si, n-p-n, M 300 >50* 60 3 50 
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Продолжение 





| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 

<6 (10 B) 15—150* <1 (5 B) — <2,5 — TO72 
(5 В; 3 MA) (400 МГц) 

<6 (10 B) 15—15%* «1 (5 B) — 3,0 — TO72 
(5 B; 3 MA) (400 МГц) 

<5 (10 В) 15—300* <1 (5 By — <4,5 <10 12 
(5 В; 5 мА) (1 ГГц) 

<5 (10 B) 15—3 00* <1 (5B) — <5,5 <10 i2 
(5 B; 5 MA) (1 ГГц} 

<5 (10 В) 15—300* <! (5B) — <5,5 «10 12 
(5 В; 5 мА) (1 ГГц) 


за pyO@KOM германиевые транзисторы не выпускались. Рекомендуемые ана- 


<6 (10 B) 25—250* <3 (5 В) = <5 | <3 U26 
(5 B; 3 MA) (1 ГГц) 
«<6 10B) 70 (5 В; 2 мА) <3 — <2,6 — TO72 
. (200 МГц) 
wath = «1 — 5,5 — X60 
(1,5 ГГц) 
<100 100* (6 В; 3 MA) 1,7 — <7 (1 ГГц) — TO72 
(15 B) 
<5 (5 В} 10—200* <1 (5 B) one <4,5 <10 12 
(3 В; 5 мА) (2,25 ГГц) 
<5 (5 В) 10—250* <1 (5 В) — <5,5 <20 12 
(3 B; 5 MA) (2,25 ГГц) 


за рубежом германиевые транзисторы не выпускались. Рекомендуемые ана“ 


— — <l — r= — X60 
(3 ГГц) 
<20 (20 B) 16—50* — <150 — — 2 
(20 В; 10 мА) 
<20 (20 B) 30—90* _ «200 — — 2 
(20 В; 10 мА) 
<20 (20 В) 50—150* _ <330 — — 2 
(20 В; 10 MA) 
<20 (60 B) 50—150" — <250 — — 2 
(20 В; 10 мА) 
<20 (80 В) 16—50* — <250 — — 2 
(20 B; 10 MA) 
<20 30—90* — <330 — — 2 
(120 B) (20 В: 10 мА) 
<20 16—50* — <200 — — 2 
(120В) (20 В; 10 мА) 
<1 (60 В) 20—80* <10 (10 B) <80 = ont TOI8 
(10 B, 5 MA) 
1 (100 B) 20—80* <10 (10 B) <80 eos = TOI8 
10 В; 5 мА) 
<! (30 B) | 90* (4 В; 10 oe 10 (6 В 10 —_ — ТО!8- 
<0,1 >30 (10 В; 2 мА) — — — — ТО18 
(75 В) 
0,1 >30 (30 В; 5 мА) 4 — — — ТО18. 
<0,2(90 В)| 82* (1В; 10 мА) |<4,5 (10В) <175 — — TOI8 
<1 (60 B) | <40* (10 B; 5 мА)|<10 (10 B) <80 — — TOI8 








1 2 | 3 5 6 
| 
2N845 Si, n-p-n, M 300 > 50* 100 3 50 
2N734 Si, n-p-n, П 50 >30 80 5 50 
2N735 Si, n-p-n, П 50 >30 80 5 50 
2№738 Si, n-p-n, П 5 >30 125 5 50 
2N739 $1, n-p-n, П 509 = 125 5 50 
273531 Si, n-p-n, П 250 >100 115%%* 5 30 
2713532 Si, n-p-n, II 250 >100 90:+* 5 30 
KT301 Si, n-p-n, П 150 (60° С)! >20 20 3 10 
KT301A Si, n-p-n, П 150 (60° C)| >20 20 3 10 
KT3015 Si, n-p-n, П 150 (‹0°С)| >20 30 3 15 
KT301B Si, n-p-n, П | 150 (60° C)} >20 30 3 10 
KT301Fr Si, n-p-n, IL | 150 (60° С)| >30 20 3 10 
KT301 Si, п-р-п, Ш |150 (60° С)| >30 20 3 10 
KT301B Si, n-p-n, И | 150 (60° С)| >30 20 3 10 
K T3012K Si, n-p-n, П | 150 (60° С)| >30 20 3 10 
2N1390 Si, n-p-n, П 300 30 20 2 50 
2N1387 Si, n-p-n, П 300 50 30 3 50 
2N842 Si, n-p-n, М 500 >30* 45 2 50 
2843 Si, n-p-n, М 309 >30* 45 2 50 
KT358A Si, n-p-n, ПЭ | 100 (50° C)} >80 15 4 30 (60*) 
KT358B Si, n-p-n, ПЭ | 100 (50° C)| >120 30 4 30 (60)* 
KT358B «sj Si, "-Р-п, ПЭ | 100 (50° С)| >120 15 4 30 (60*) 
2SCA0l Si, п-р-п, ПЭ 100 170 50 5 100 
2$С402 Si, a-p-n, ПЭ 100 170 SU 3 100 
2SC403 Si, п-р-п, ПЭ 100 170 50 3. 100 
250404 Si, л-р-п, ПЭ 100 170 50 3 50 
2SC828 Si, a-p-n, ПЭ 150 150 30 5 50 
256828А | Si, п-р-п, ПЭ | 150 150 45 5 50 
2S C829 Si, n-p-n, ПЭ| 150 230 30 5 30 
2N3709 Si, n-p-n, П 250 80 30 _ 6. 30 
243710 «| Si, п-р-п, П 250 80 30 6 30 
KT3I2A |5 п-р-п, ПЭ | 225 >80 20 4 30 (60%). 
КТ3!2Б Si, п-р-п, ПЭ 225 >120 35 4 30 (60*) 
KT312B |5 4-p-n, ПЭ 225 > 120 20 4 30 (60*) 
ВСУ56 Si, n-p-n, П 300 85 45 5 100 
BCIOl Si, a-p-n, П 300 >30 40 7 40 
SFISIA—F | Si, п-р-п, П 300 >200 20 5 50 
SF132A—F | Si, a-p-n, П 300 >200 40 5 50 
2N702 Si, n-p-n, М 300 >70 25 5 50 
2N703 Si, n-p-n, M 300 >70 25 5 50 
28C33 Si, n-p-n, ПЭ 150 >125 45 3 50 
2SC281 Si, n-p-n, M 200 >100 30 5 100 
25105 Si, n-p-n, ПЭ 250 >100 30 5 80 
2N780 Si, n-p-n, ПЭ 300 >60 45 5 50 
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Продолжение 





| 8 | 9 10 | И | 12 13 
<1 (100 B | >40* (10 B; 5 MA)} <10 (10 B) <80 — — 
1 20—50 (5 В; 10 мА)| <10 (5 В) <100 — — 
— 40—100 (5B; 10мА)| <10 (5 B) <100 — — 
‚ — 20—50 (5 В; 10 мА)| <10 (5 В) <100 — wens 
a 40—100 (5 B;10 мА)| <10 (5 B) <100 — — 
< 0,1 30—80 <4 — — = 
<0,1 30—80 <4 oe ie с. 
<10 (20В)| 20—60 (10 В; 3 мА)! <10 (10 B) <300 — <2000 
<10 (20 B)|40—120 (10B; 3 MA)! <10 (10 B) < 300 -- <2000 
<10 (30 B)} 10—32 (10 В; 3mMA)} <10 (10 B) < 360 — <4500 
<10 (30 В)| 20—60 (10 В: 3mA)| <10 (10B)| «<300 es <4500 
<10 (20 В)| 10—32 (10 B; 3 MA)| <10 (10 B) <300 — <2000 
<10 (20 B) 20—60 (10 В; 3MA)} <10 (10 B) <300 — <2000 
<10 (29 В)|40—120 (10B; ЗмА)| <10 (10 B) <300 — <2000 
<10 (20 B)|80—300(10 В; ЗмА)| <10 (10 B) < 300 — <2000 
0,8 >15 (5 В; 10 MA) 7 — — те 
0,1 30 (5 В; 10 MA) 4 — — 
<1 (45 В) |20—55* (5B; 10 MA)}| <10 (10 B) <120 — 10* 
<1 (45 В) |45—150*(5В; 10 мА)| <10 (10 В)| <!20 10* 
<10 (15 B) 10—100* <5 (10 B) <40 = <500 
(5,5 В; 20 мА) 
<10 (30 В) 25—100* <5 (10 B) <40 — <500 
5,5 B; 20 mA) 
<10 (15 B) 50—280* <5 (10 B) <40 —- <500 
| (5,5 В; 20 мА) 
0,2 90 (ЗВ; | mA) 2,5 — = — 
0,2 90 (3 В; 1 мА) 2,5 — ыы — 
. 0,2 60 (3 В; 1 мА) 2,2 — ке — 
0,2 90 (3 В; 1 мА) 2,2 — a — 
1 >65* (5 В; 20 MA) 5 = те — 
1 > 65* (5 В; 20 MA) 5 — = — 
10 >40 (10 B; 1 MA) 1,3: . = sit — 
0,1 145—165 (5 В; 1 мА) — «109 = 
(20 B) 
es 90—330 (5 В; 1 мА) — <100 — — 
(20 В) 
<10 10—100* <5 (10 B) <40 — 509 
(20 В (2 В; 20 мА). : 
_ 10 25—100* <5 (10 B) <40 — <500 
(35 В) (2 B; 20 mA) 
<10 (20 B) 50—280* <5 (10 B) <40 — <500 
(2 B; 20 mA) 
Ot >100 (5 В; 2 мА) 4,5 <8 —- — 
<0, 02 30—120* <8 (5В) <60 — — 
(45 В) (1,5 B; 10 MA) 
<0,1 18—1120* <5 (10 B) <50 7 (1 кГц) <300 
(20 B) (1 B; 10 mA) 
«0,1 18—1120* <5 (10 B) <50 7 (1 кГц) <300 
(40 В) (1 B; 10 mA) 
«0,5 20—60* <6 (5 B) «50 = — 
{10 В) (5 В; 10 MA) 
<0,5 40—100* <6 (5 B) <50 — — 
(10 В) (5 В; 10 мА) 
<0,1 25—125* <6 (10 B) — = —< 
(20 B) (10 В; 5 мА) 
<0,1 60—320* <10 — — — 
(20 В) (6 В; 10 мА) 
и 60* (1 В; 10 MA) | <6 (10 B) — — — 
В) 
0,01 >35 (5 В; 0,5 мл)! <4 — — — 











TOIS 
TOI8 
TOS, 
TOL 
TOIS 
TOIS 
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aa 
8Y75 
2$C282 
2№728 
24729 
ВЕ240 
KT315A 
KT315B 
KT315B 
КТ315Г 
КТ315Д 
KT315E 
KT3 159K 


КТЗ15И 
2$C641 


250633 
28C634 
2N2711 


2N2712 
2N3397 
BFP719 
BFP720 
BFP721 
BF P722 
KT339A 
KT3395 
KT339B 


КТЗЗЭГ 
KT339]1 


BF173 
BF 199 
KF 173 
BF 306 
BF 208 
BF197 
BF223 


BF 311 
BFJ70 
BF273 


MPS -H37 


28C563 
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И: 300 >100 40 5 100 
ра 300 >100 40 5 100 
Si, n-p-n, ПЭ 300 145 25 5 100 
яр М 350 >100 30 5 100 
Si, n-p-n, ПЭ 300 #100 15 3 20 
Si, n-p-n, ПЭ 300 > 100 30 3 20 
Si, n-p-n, ПЭ 600 >90 15 4 100 
si, n-p-n, ПЭ | 160 (250**)] >250 05% 6 ‘ec 
81, n-p-n, ПЭ 150 (250**) >250 20* 6 100 
Si, n-p-n, ПЭ 150 (250**)| 2250 40* 6 100 
Si, n-p-n, ПЭ 150 (250**)| 2250 35% 6 100 
Si, л-р-п, ПЭ | 150 (250**)) >>250 35* 6 100 
Si, n-p-n, ПЭ 100 “dad 15* 6 50 
Si, n-p-n, ПЭ 100 > 150 60+ 6 50 
Si, n-p-n, ПЭ 100 iad 40 5 100 

180 140 25 
Si, n-p-n, ПЭ 6 100 
Si, n-p-n, 119 | 180 р 40 6 100 

Si, n-p-n, II 200 18 5 100 
Si, n-p-n, П 200 120 18 5 100 
Si, n-p-n, ПЭ 200 120 25 5 100 
$1, n-p-n, ПЭ 180 2250 15%% 5 100 
Si, n-p-n, ПЭ 150 > 250 15*# 5 100 
31, n-p-n, ПЭ 150 2250 30%* 5 100 
Si, n-p-n, ПЭ 150 2250 25%* 5 100 
Si, n-p-n, п | 250 (55° ©) 2300 | 40 4 25 
Si, n-p-n’ ПЭ | 250 (55° С)| 22250 25 4 25 
Si, n-p-n, ПЭ | 250 (55° С)| 2450 40 4 25 
<] n-p-n, ПЭ 250 (55° С) >250 40 4 25 
в’ при’ ПЭ | 250 (55° С)| 2250 40 4 55 

i, n-p-n, ПЭ 260 (45° C) 550 40 4 95 
8 Ron. 119 500 500 40 4 95 
$1, n-p-n, ПЭ 260 >400 40 4 25 
Si, n-p-n, ПЭ 250 500 40 4 ОБ 
Si, n-p-n, ПЭ 200 >350 40 4 25 
Si, n-p-n, ПЭ 320 550 40 4 25 
i n-p-n, ПЭ 330 750 35 4 40 
Si, n-p-n, ПЭ 320 750 35 4 40 
Si, n-p-n, ПЭ 175 >550 40 3,5 25 
Si, n-p-n, ПЭ | 260 (45° С) 550 40 4 25 
Si, n-p-n, ПЭ 310 >300 40** 5 р 
Si, n-p-n, ПЭ 145 — 40 4 25 


Продолжение 











| 8 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 
0,025 >45* (БВ; IMA) K6 — — = ТО18 
0,025 >75* (5 В: 1мА) <6 — — “—_ TOI8 

<0,1 (20 Bj} >35* (1 В; IMA) | 6 (10B) <5 — ее ТО18 

<0,1 (20 В) 60—320% (6B; 10 — — 600* TOI 
MA) 
<5 (15 B) 20—200* <12(10 B) <70 == = TOI8 
(6B; 10мА) 
<5 (30 B) ae <12 (108) <70 = Ни TOI8 
; 10 MA) 
<0,5 (15 B) 5.35 д В; <4 (10 B) <100 — — TOI8 
<1 (10 B) 2 0—90* <7 (10 B) $20 — <300 16 
(10 B; 1 MA) 
<1 (10 B) 50—350* <7 (10 B) <20 — <500 16 
(10В; 1мА) 
< (10 В) 20—90* <7 (10 B) <20 — <500 16 
(10 B: 1 MA) 
<1 (10 B) 50—35 0* <7 (10 B) <50 — <500 16 
(10 B; 1 MA) 
<1 (10 B) —9 0* <7 (10 B) <50 — < 1000 16 
(10 B; 1 MA) 
<1 (10 B) 50—350* <7 (10 B) <50 — <1000 16 
(10 B; 1 MA) 
<! (10 B) 30—250* 10 (10 B) <25 — [ <1000 | |6 
| (10 В; 1 MA) <250* 
<1 (10 В) | >30* (10 В; 1 MA) — — a — 16 
<0,25 35—200* 6 — — 30* MM12 
(1 B; 10 MA) 
0,2 90* (ЗВ; 1 MA) 4,5 as — — U37 
0,2 90* (3 В; 1 MA) 4,5 уз — — 037 
<0,5 (18 В) 30—90* <12 (10 B) <20 РЯ] м R67 
(4,5 B; 2мА) | (10 кГц) 
<0,5 (18 В) 75—995%* <12 (10 B) <20 tio a ears R67 
4,5 В; 2mMA KI i 
0,1 55—500* NY ity <20 -- — TO98 
4,5B; 2 мА 
— 20—90* <7 (10B) — — <300 MM10 
10 B; IMA 
ae 50-—350* <7 (10 B) = — <500 мм10 
1 1 мА 
— р <7 (10В) = — <500 MM10 
10B; 1м 
— ae <7 (10 B) — — <500 MMI10 
10 В; IMA 

<1 (40 В) Ke (108: НА) <2 (5 B) а — <25 86 

<1 (25 В 515+ (10 B; 7мА)| <2 (5 В) ee — <25 86 

<1 (40 В) | 555+ (10 В: 7мА)| <2 (5 В) = — <50 86 

<1 (40B) | 540+ (10 B: 7 MA)| <2 (5 B) se — <100 86 

<! (40 B) >15* (10 B; 7 MA) <2 (5 B) aoa — <150 86 

ыы >38* (10В; 7мА)| 0,23* — г: г TO72 
0,1(40 B) | >40* (10 В; 7мА)| 0,33* — —= — TO92 
<0,1 (30 B) <0,35* -- = — TO72 
— >37* (10В;7 MA)| <0,35* —- ыы — TO72 
<0,1 (20 В)| S40* (10 В; 7мА)| <0,3* — = <10 TO72 
<0,1 (20 В)| 87*(10B; 7мА)| 0,32* — -_ = MM10 
ос 79* (10 В; 15 мА)| О0,3* — = = MM10 

(20 B) 
<0,05 79* (10 В; 15 мА)| О0,3* — as — TO92 

(20B) 
<0,045 — 0,27* — — — TO72 

(20 B) 
— = 0,23* — ыы — TO72 
<0,5 (35 В)! >25* (10 B; 5мА)| <0,7* <50 — — TO92 
— >38* (10 В; 7мА)| 0,23* — = — TO72 








1 2 | 3 | 4 | 
KT375A Si, a-p-n, ПЭ Aue >250 60 5 100 (200%) 
(4 ) 
KT3755 $1, a-p-n, ПЭ о >250 30 5 100 (200*) 
00*) 
CI70A Si, п-р-п, ПЭ 200 100 А 5 100 
C170B $1, a-p-n, ПЭ 200 100 20** 5 100 
$N 39 03 Si, n-p-n, ПЭ 310 >250 60 6 200 
2N3904 $1, a-p-n, ПЭ 310 >300 60 6 200 
945219 Si, П-р-п, ПЭ 310 >150 20 3 100 
3N6223 Si, a-p-a, ПЭ 310 > 150 25 3 100 
MPS706 Si, n-p-n, ПЭ 310 >200 25 3 - 
MPS706A_ | Si, П-р-п, ПЭ 310 >200 25 5 2 
2$С370 Si, n-p-n, ПЭ 200 >80 30 4 100 
2SC371 Si, n-p-n, ПЭ 200 >80 30 4 100 
250372 Si, n-p-a, ПЭ 200 >80 30 4 100 
BSwssA_ ‘| Si, a-p-n, ПЭ 300 >200 35 5 100 
Se (45° C) 
BSX80 Si, n-p-n, ПЭ 230 ‚ 2200 35 5 200 
BSX81A $1, п-р-п, ПЭ 300 > 200 35 5 100 
SF215 Si, a-p-n, П 200 >100 20 5 160 
SF 216 Si, п-р-п, Il | 200 > 100 40 5 100 
SS216 Si, a-p-n, ПЭ 200 350 20 5 100 (200*) 
$$218 Si, п-р-п, ПЭ 200 350 20 5 100 (200*) 
$$219 Si, п-р-п, ПЭ 200 350 20 5 100 (200%). 
2$С712 Si, n-p-n, ПЭ 200 150 30 4 100 
2N3605 Si, n-p-n, ПЭ 200 300 18 5 200 
3№3606 Si, n-p-n, ПЭ 200 300 18 5 200 
2N3607 Si, л-р-п, ПЭ 200 _ 300 18 5 200. 
2SC620 Si, a-p-n, ПЭ 250. 200 50 5 200 
KT350A Si, p-a-p, ПЭ 200 > 100 15* 4 600+ 
(30° С) | 
2N978 Si, p-n-p, ПЭ 330 >40 30 5 600 
МР56562 (| Si, Р-п-р, ПЭ 500 >60 25 4 600 
Мр56563 |$1, Р-п-р, ПЭ 500 >60 20 4 600 
KT351A $1, p-a-p, ПЭ 4200 > 200 `15* 4 400* 
: (30° C) 
KT3515 Si, p-n-p, ПЭ 200 > 200 15* 4 400* 
: (30° C) 
2№2696 Si, p-a-p, ПЭ 360 >100 25 4 500 
BC192 Si, p-n-p, ПЭ 400 >100 25 5 500 
BSV49A Si, p-n-p, ПЭ 400 200 30 5 500 
2N3121 $1, Р-п-р, ПЭ 360 >130 45 4 500 
85221. Si, p-n-p, ПЭ 310 >100 15 3 500 
Si, p-n-p, П 300 >100 40 5 


BF W89 
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о 
<1 (60 B) 10—100* 
(2 B; 20 мА) 
<1 (30 B) 50—280* 
(2В; 20 мА) 


<0,1 (15 B)| >60* i В: 30 мА) 
<10 (60 В) —150* 


<0,1 (15 B)| >30* (ГВ, 30 mA) 


(1 в. 10 мА) 
<10 (60 В) 100-—300* 

(1 B, 10 mA) 
<10 >35 (10 B; 2 MA) 
<0,1 (10 B) 50—8 00 

(10 B; 2 MA) 
<0,5 (15 В)| <20* (1 B; 10 mA) 
<0,5 (15 В) 20—60* 

(1 В; 10 MA) 
<0,5 (18 В) 25—50* 


<0,5 (18 B) 40—140 
(12 B; 2 MA) 

0,5 (18 B) 40—240 
(12 В; 2мА) 

<0,05 и 

(25 В) (1 В МА) 

<0,05 80* (1 B: и MA) 

(20 B) 

<0,05 100—300* 

(25 В) (1 В; 10мА) 
<0,1 (20 B)|28—560 (6 В; 2 мА) 
ня (20 В)|28—560 (6 В; 2 мА) 
<0,1 (20 В) 18—280* 

(0,5 В; 30 MA) 
<0,1 (20 В) 18—280* 
(0,5 B; 30 MA) 
<0,1 (20 B) 18—280* 
(0,5 В; 30 мА) 
<1 35—500 
(6 В, 10мА) 
0,5 >30* (1 В; 10мА) 
0,5 >30+ (1В; 10 MA) 
0,5 <30* (1 В; 10мА) 
<1 35—300* 
(6B; 10мА) 
<1 (10 B) 20—200* 
<5 (10 B) 15—6 0* 
(108; 0,15 A) 
0,1 (20 B) 50—200* 
(1 B; 0,5 A) 
0,1 (20 B) 50—200* 
(1 B; 0,35 A) 
<1 (10 B) 20—80* 
(1 В; 0,3 A) 
<1 (10 В) 50—200* 
| (1 B; 0,3 A) 
<0,025 320% 
10B (25; 0,3 A) 
<0,1 (20 B) 60—180* 
(5 В; 50 MA) 
0,025 80* 
(25 a A 45 А 

0,01 

(2 BP 0 3 A 
<0,01 30—60 ’ 

(10 B) (10 B; 50 MA) 

0,5 80—320* 
(0,15 A) 





<5 (10 B) 
<5 (10 B) 
<4 (10 B) 
<4 (10 B) 
<4,5 (5 B) 
<4,5 (5 B) 


<4 (10 B) 
<4 (10B) 


<6 (10 B) 
<6 (10 B) 


<3,5 (10 B) 

«3,5 (10 B) 

<3,5 (10 B) 

<6 

543 НОВ) 
2,6 (6В) 
2,6 (6 В) 
x5 

<6 

<6 

“7 

<70 (5 В) 

<45 (10 B) 

<30 (10 B) 

<30 (10 B) 

<20 (5 B, 

<20 (5 B) 

<20 (10 B) 

<12 (10 B) 
8 

<10 

<15 (5 B) 
18 


<15 
<15 
«15 


«25 
<25 


<2 
<10 
<l 
<1,3 
«1,5 
<2,5 
<5 
<5 


<5 
<3,3 
<2,6 


<10 (1 кГц) 
<10 (i кГц) 
<6 (1 кГц) 


<5 (1 кГц) 


Pi) 
Гц) 


во © 
33 
А. 


| 


| 
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10 | И | 12 | 13 


508 
50% 


50*** 
50 еж 
50** 
<800*+ 
<80** 
800 
85 
85 
280** 
<60=* 


30+ 


<20* 

<35* 

<45* 
100 


<170** 


<100** 


— 


<250* 


TO92 
R67 
R67 
R67 

TO92 

18 


TO18 


TO92 
18 
18 

TO18 

TO92 

TOIS_ 

TOI8 

TO92 

MM10 
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1 | 2 
BF W90 Si, p-n-p, П 300 > 100 
BFW9l Si, p-n-p, П 300 >100 
BSJ36 Si, n-p-n, ПЭ 360 > 100 
BC226 Si, p-n-p, ПЭ 300 >200 
BC226A Si, p-n-p, ПЭ 300 >200 
BC216 $1, p-n-p, ПЭ 300 200 
BC216A Si, p-n-p, ПЭ 300 >200 
MPS3638 | Si, р-п-р, ПЭ 310 >100 
MPS3638A | Si, р-п-р, ПЭ 310 >150 
2N5354 $1, p-n-p, ПЭ| 260 (55° C)} 250 
2N 5365 $1, p-n-p, ПЭ 360 250 
245366 Si, p-n-p, ПЭ 360 250 
- 254467 Si, p-n-p, ПЭ 300 >100 
KT352A 81, pip, ПЭ | 200 (30° С)| >200 
KT3525 Si, p-n-p, ПЭ | 200 (30° C)| +200 
BSY72 Si, p-n-p, ПЭ 350 >200 
2N869 Si, p-n-p, ПЭ 360 >100 
2N995 Si, p-n-p, ПЭ 360 >100 
2N99 6 Si, p-n-p, ПЭ 360 >100 
2№2411 Si, p-n-p, ПЭ 300 200 
2N2412 $1, p-n-p, ПЭ 300 200 
25А 500 Si, p-n-p, ПЭ 250 >100 
2N3248 Si, p-n-p, ПЭ 360 >250 
2 N 3249 Si, p-n-p, ПЭ 360 >300 
2S A 559 Si, p-n-p, ПЭ 350 a2 
KT345A st, p-n-p, ПЭ | 100 (45° Cy} +350 
KT345B ‚ р-п-р, ПЭ | 100 (45° a => 350 
KT345B Si. p-n-p, ПЭ | 100 (45° C)} +350 
2N3702 Si, p-n-p, ПЭ 300 >100 
2N 5447 Si, p-n-p, ПЭ 300 >100 
2SA568 Si, p-n-p, ПЭ 200 120 
BC513 Si, p-n-p, ПЭ 300 >200 
KT361A 150 (35° С)| $250 
KT361B | Si) pap, НО | 150 (35° ©)| > 250 
KT361B |5, p-n-p, ПЭ | 150 (35° Cy] >250 
KT361L Si, p-n-p, ПЭ | 150 (35° С)| >250 


15* 
15* 


20* 
20* 
20* 
40 
40 
35 


30 
25* 


20* 
40* 
35* 


ел 


> м р oO ao a a fF ao Fk FF TO HT fF FF TO ek SF SF FF Hk TF A SF OTH 


> к ь ра 


509 


500 
500 


600 
600 
600 
600 
500 
500 

300 (700*) 

300 (500*) 

300 (500*) 
400 
200 
200* 
200 


200 
100 
100 
100 
200: 
100 
200 
200 (300*) 
200 (300*) 
200 (300*) 
200 (600*) 
200 
300 


200 
50 


50 
50 
50 
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| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 

0,5 40—120* 18 <2,6 — 950% мм1о 

(0,15 A) 

0,5 >40% о 15 A) 18 <9.5 — 250% MM10 
<0,015 <8 (10 B) <3,3 <25 (1 кГц)| <!00* TO18 
(25 B) (10 B; a +15 ae 

<0,1 (20 В)| 90(1 B; 0,15 A) 5 (10 B) <3,3 -- -- ТО!8 
<0,05 90* 5 (10В) <3,3 — — TOI8 
(20 B) (1 в; 0,15 A) 
<0,1 (20 В) >20* 5 (10 B) <3,3 os — TOI8 
(1 В. 0,15 A) 
<0, 05 >2 20% 5 (10В) <3,3 — — TOI8 
(20 B (1 В: 0,15 А) 
<0,1 (25 В) >20% <20 (10 B) <3,3 — <140* TO92 
(2B; 0,3 A) 
<0,1 (25 В) >20* <10 (10 B) <3,3 — <140* ТО92 
(2 B; 0,3 A) 
<0,1 (25 B) >20* <8 (5 B) <3,3 — — TO98 
(5 B; 0,3 A) 
<0,1 (40 B) >20* <8 (10 B) <3,3 -- — TO98 
(5 B; 0,3 A) 
<0,1 (40 В) >40* <8 (10 B) <3,3 — — TO98 
(5 B; 0,3 A) 
<0,1 (20 B) 40—240* <15 (10 B) <2,5 — — R67 
(1 B; 0,1 A) 
<1 (10 B) 25—120* <15 (5 B) <3 — <150* 18 
(1 В; 0,2 A) 
<1 (10 B) 300* <15 (5 B) <3 — <150* ‘18 
(ТВ; 0,2 A) 
<0,5 (25 B) >50* <6 (10 B) <25 <6 (1кГц) | <350* TOI8 
(1 B; 50 MA) 
<0,1 (15 B) 20—120* <9 (10 B) <100 — — TOI8 
(5 B; 10 MA) 
<0,05 >50* <10 (10 B) <10 — — TO18 
(15 B) (1 B; 50 MA) 
<10 (15 B) > 35* <10(10B) | <5 — — TO18 
(1 B; 20 MA) 
0,01* 20—60* <5 (5 В) <5 — <90* TOI8 
(25 B) (0,5 B; 10 MA) 
0,01* 0—120* <5 (5 В) <5 — <90* TOI18 
(25 B) (0,5 B; 10 MA) 
<0,5 (15 B) —200 <7 (10 B) <40 —- 250* TO18 
(1 В; 10 MA) 
>0,05* >25* <8 <4 — <60* TOI8 
(10 B) (1B; 0,1 A) 
«0,05 >35 <8 <4,5 = < 60* TO18 
(10 B) (1 B; 0,1 A) 
<0,5 (ЮВ) 50* — <3 ры 90* TOI8 
; (1 B; но мА) 
<1{20В) | >20* ue 100 MA)|<15 (5 В) <3 — <70* 29 
<1(20B) | >50* (1 B; 100 мА)|<15 (5 B) <3 — <70* 23 
<1 (20 B) >70* (1 B; 100 MA)|<15 (5 В) 3 — <7O* 
<0,1 (20 B), 60—300* <12 (10 B) «5 — <290* TO92 
(5 B; 50 MA) 
<0,1 (20 B) 60—300* <12 (10 B) «5 — — Х55 
(5 B; 50 MA) 
1 35—300* 10 — — a TO92 
(2 B; 0,15 A) я 
0,15 >80 (5B; 2 MA) 5 — -- — Х55 
<1 (10 В) 20—90* <9 (10 B) <20 — <500 16 
(10 B; 1 MA) 
<1 (10 B) 50—350* <9 (10 B) «20 — <500 16 
(108: 1 MA) 
1 (10 B) 20—90: <7 (10 B) <20 = <1000 16 
(10 B; 1 MA) 
<1 (10 B) 60-350" <7 (10 B) <20 = <500 16 
(10 В; I MA) 
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KT 36170 
KT361E 
BC250A 
BC250B 
2N3905 
2N3906 
BSW20 
2SA565 


25А556 
BCW62A 


BCW63A 

BCW57 

BCW58 

‚ ВС157 
BC557 
9N4125 
KT340A 
KT340B 


KT340B 
KT340/1 


BSX38A 
BSY38 
BSY39 
9N743 
24744 
BSY26. . 
BSY27 
BSY95 
BSY95A 
2N834 
2№835 
2№2242 
2№706А 
2N753 
BSX53A. 
SS106 
SS108 


SS109 


80 


Si, 
Si, 
Si, 
Si, 
Si, 
Si, 


| si, 


Si, 


Si, 
Si, 


ПЭ 


dt 


ПЭ 


300 
300 
310 
310 
300 
200 


200 
225 


200 (50° С) 
200 (50° С) 
250 
300 
310 
150 (85° С) 
150 (85° С) 


150 (85° С) 
150 (85° С) 


300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
150 
300 
300 
300 
360 
300 
300 

130 (45° С) 
300 
300 
300 


>250 


>250 
180 
180 
>200 
>250 
>150 
200 


200 
>200 


>200 
150 
150 
150 
150 
>200 
>300 
> 300 


> 300 
> 300 


>200 
>200 
> 200 
> 300 
> 300 
$200 
> 200 
>200 
5200 
>350 
> 300 
>250 
>200 
>200 
>200 
>200 
>300 


2200 


15* 
20* 
15* 


15* 


ana a aonagaagan aoa a +} woman о о oo oa aoa a a on ek 


100 
100 
200 
200 
100 
200 


200 
200 


200 
200 
200 
200 
200 
200 
50 
50 (75*) 
50 (200*) 
50 
100 
100 (200*) 
100 (200*) 
200* 
200* 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
200* 
200* 
225 
50 
100 
200 
200 


200 
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в | <1 (10 В) 20—90* <7 (10 В) <50 — <250 16 
(10 B; 1 MA) 
{<1 (10 B) 50—350* <7 (10 B) <50 — <1000 16 
| (10В; 1мА) 
2150,1 (15 В) 35—100* 3 (10 B) <14 — = TO92 
<0,1 (15 B) 80—250* 3 (10 B) <14 мии гы TO92 
(10 B; 1 MA) 
<10 (40 B) sg a <4,5 (5 B) <25 <5 (1 кГц) | <?00* | TO92: 
| (10 B; 1 мА) 
‚ |<10 (40 В) i aries <4,5 (5 B) <25 <4 (1 кГц) | <225* TO92 
B; 1 MA) 
<0,02 50—300* <7 (10 B) <18 _- <800** TO92 
(25 B) (1 B; 10 MA) 
<1 (10 B) и 5,5 (6B) — = Ш Х20 
10 мА) 
{<1 (10 В) sos" ( В; 10 mA) | 5,5 (6B) = -- — Х20 
| < 0,015 100—300 <5 (10 B) <6 <10 (1 кГц) — 094 
| (30 B) 5В; 2 MA) 
11 <0,01 100—300 <5 (10 B) <6 <10 (1 кГц) — 094 
ь (30 B) (5 B; 2мА) 
10 >125 — <75 — — MMI3 
(5 B; 2 MA) 
10 >125 (5B; 2 MA) — <75 ms = MM13 
<0,05 |75—260 (5 B; 2 MA) — 7,5 = — мм | 
Е 75—260 (5 В; 2 мА) — 7,5 — — TO92 
0,05 (20 B) 50—150* <4,5 (5 В) <8 5 (1 кГц) 140* TO92 © 
(1 B; 2 MA) 
<! (15 B) 100—300* . |<3,7 (5 B) — — <60 18 
(1 B; 10 MA) 
<1 (20 B) >100* <3,7 (5 B) <6 — <15* 18 
| (1 B; 10 MA) . 
<1 (15 в) | >35* (2B; 0,2 A) |<3,7 (5 В) <2 — <15* 18 
<1 (15 B) | >40* (2 B; 0,2 A) |<3,7 (5 B) — — <150 18 
<0,020 100—300* <5 (10 B) — а <800** TOL 
(25 B) _ (ТВ; 10 MA) 
<0,1 (20 B) i een <5 (5 B) <6 ae <16* ТО!8- 
В; 0,1 A) 
<0,1 (20 B) 200* <5 (5 B) <6 — <16* ТО18 
(0,5 В; 50 мА) 
<1* (20 В) м oi <5 (5 B) <10 -- <14* ТО!8 
| В; 0,1 A) 
<1* (20 В) | >20* (1 B; 0,1 A) |<5 (5 В) <10 — <18* ТО18 
0,025 |20—60* (1 В; 10 мА) <6 < 35 = <130** ТО!8 
0,025 40—120* <6 <35 = <130** ТО18 
(1 В; 10 MA) 
0,05 50—200* (10 mA) |<6 <35 — <50* TOI8 
0,05 (16 В)! 50—200* (10 mA) — <35 = <50* TOI8 
<0,5 (20 B)| >25* (1 B; 10 mA) |<4 (10 B) <25 — <25* ТО18 
<0,5 (20 B) 40—120* <4 (10 B) <30 — `<35* ТО! 
(1В; 10мА) 
<0,1 (20 B) 20—60* <6 => — — ТО18 
(1 В; 10 MA) 
<0,5 (15 B) 20—60* <5 (5 B) <60 — <25* TOIS 
| (1 В; 10 mA) 
<0,5 (15 В) 40—120* <5 (5 B) <60 5 <35* ТО! 
(1 В; 10 мА) 
<0,013 100—300* — ыы ыы <800** TOL 
(25 B) (1 B; 10 MA) В 
<0,05 18—560* <5 (10 B) <50 — <75** TOIS 
р п», (<5 (10B) 
<0,05 —560* So <50 . — <75** TOI8 — 
| (0B) (1B: 10 мА) Fane ae 
<0,05 — 560* < <5 = <75** ТО 18 
(15 В) (1B; 10 мА) ee 


6—341 81 





2SC67__| Si, n-p-n, ПЭ 360 >200 40 5 200 
29SC68 |$1, п-р-п, ПЭ 360 >300 40 5 200 
2№784А |Si, n-p-n, ПЭ 360 >300 40 5 200 
2N919 Si, n-p-n, ПЭ 360 >200 25 5 200 
2N920 $1, n-p-n, ПЭ 360 >200 95 5 200 
BSYP62 |$1, a-p-n, ПЭ 360 >200 25 5 200 
В$УРбз |$1, п-р-п, ПЭ 360 >300 40 5 200 
BSXP87 |Si, 1-p-n, ПЭ 360 >300 40 5 200 
24708 | Si, л-р-п, ПЭ 360 >300 40 5 as 
BSJ63 | Si, n-p-n, ПЭ 360 >300 40 5 = 
ВС218 Si, n-p-n, П 300 >200 30 4 mee 
BC218A |Si, п-р-п, TI 360 >200 45 5 = 
В$Х51 Si, n-p-n, ПЭ 300 >150 25 5 200 
BSX52.—s«| Si, П-р-п, ПЭ 360 >150 25 5 200 
ВЕХ44 | Si, a-p-n, ПЭ 360 >300 | 40 4 125 (250*) 
KT306A |Si, n-p-n, ПЭ | 150 (90° С)| >300 15 4 30 (50*) 
KT306B | Si, п-р-п, ПЭ | 150 (90° С)| 2500 15 4 30 (50*) 
KT306B | Si, n-p-n, ПЭ | 150 (90° С)| 2300 15 4 30 (50*) 
KT306r | Si, л-р-п, ПЭ | 150 (90° C)} 2500 15 4 30 (50*) 
KT306J, | Si, n-p-n, и 150 (90° С)| >200 15 4 30 (50*) 
i, п-р-п, ПЭ 
BSX66 |Si, n-p-n, ПЭ 300 >200 | 30 5 100 
BSX67 |Si, п-р-п, ПЭ 300 > 200 30 5 100 
2SC170 |Si, n-p-n, ПЭ 110 250 25 3 50 
2SC171 |Si, n-p-n, ПЭ 200 250 95 3 50 
28C172 |Si, n-p-n, ПЭ 300 350 25 3 50 
250400 |Si, n-p-n ПЭ 250 300 30 5 100 
250601 |Si, n-p-n, ПЭ 300 >500 40 5 100 
KT316A |Si, n-p-n, 19 | 150 (90° С)| 2600 10* 4 30 (50*) 
KT316b | Si, n-p-n, ПЭ | 150 (90° C)} 2800 10* 4 30 (50*) 
KT316B | Si, n-p-n, ПЭ | 150 (90° С)| 2800 10* 4 30 (50*) 
KT316P | Si, n-p-n, ПЭ | 150 (90° C)} 600 10* 4 30 (50*) 
KT316J, | Si, n-p-n, ПЭ | 150 (90° C)} >800 10* 4 30 (50*) 
2N3010 |$1, n-p-n, ПЭ 300 >600 11 4 50 
2N709 | Si, п-р-п, ПЭ 300 >600 15 4 200* 
2N2475 |5$1, n-p-n, П 300 >600 15 5 90* 
212475 =| Si, n-p-n, П 300 = 600 15 5 90* 
2N2784 Si, a-p-n, ПЭ 300 1000 | 15 4 — 
25040 | Si, я-р-п, М 250 750 25 3 50 
2N709A |Si, n-p-n, ПЭ 300 >800 15 4 200* 
MM1748 | Si, n-p-a, ПЭ 300 >600 15 4 100 
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<0,1 (158)| >30* (1 В; 10 MA)| 4,5 (10В) <25 — <20* TOI8 
<0,1 (15B) 30—200* 3,5 (10 B) <25 — <20* TOILS 
(1 В; 10 mA) 
<0,025 25—150* <3,5 (10В) <19 == <15* TOI8 
(25B) (1 В; 10 MA) 
pa 20—60* <7 (5 B) <20 — <25* TO18 
(i B; 10m A) : 
РЕ 40—120* <7 (5 B) <20 — <25* TOI8 
(1B; 10 mA) 
ex >20* (1 В; 10 мА) 6 (10В) <60 = <75** ТО18 
сы 30—120* <6 (10 В) <40 — <75** TOI8 
(1 B; 10 MA) 
в 30—120* <6 (10 B) <3,5 — <40** | ТО18 
(1 В; 10 мА) 
<0,025 30—120* <6 (10 B) <40 = <95%* TOI8 
(25B) (1B; 10MA) . 
<0,025 | >30* (1 В; 10мА) | <6 (10 В) <40 — <70** ТО18 
20B 
me (0B) >50* (5B; 10 mA) | <4 (10 B) <100 a ae TOI8 
<0,05(30 В)| >50* (5B; 10 mA) | <4 (10B) <100 — — ТО!8 
< 0,5 (25 В) 75—225* <8 (5 В) <6 — <200* TOI8 
(4,5 B; 2 mA) 
<0,5 (25 B) 180—540* <8 (5 B) <6 — <200* TOI8 
50% (1B: OA) | <A (5B)'| <6 40; <30* 
<0,1 (20 В)| >20* (1B; 0,1A) | < а <40; < TOI8 
<0'5 iB B) a la nde <5 (5 B) <30 — <30* 156 
; 10м/ Е 
<0,5 (15 В) 40—120* <5 (5 B) <30 ыы <30* 156 
| > 5 (5B) 500 
0,5 (15 В 20—100 < => — < 156 
ев 8 00" <5 (5 B) <500 
‚5 (15 В 40—200* о = < 156 
ee | и он 5 (5 B) 300 
„5 (15B 30—15 <So (2 = — < 156 
мо ) (1 В; 10мА) 
0,01 >40* (10 MA) <5 — — <100* | ТО18 
0,01 >60* (10 MA) <5 == — <100* TOI8 
 <0,5 60* (6 В; 10 MA) 5 — к me TOI8 
1<0,5 (20 B)} 60* (6B; 10 mA) | 5 (6 B) <0 — — ТО18 
[<0’1 (20 B)| 60* (6B; 10 мА) 5 (6 B) <20 — — TOI8 
|| <0’5 (15 В)|>30* (10 В; 10мА)| <6 (10 B) <50 — _ 200* TOIS8 
| 0,1 S40" (1B; 10 MA) <4 <25 — <13* TOI8 
-4<0,5 (10 В) 20—60* <3 (5 B) <40 = <10* 15 
| (1 В. 10 мА }; 
| <0,5 (10 В) 40-—120% <3 (5 B) <40 — <10* 18 
| (1 В; 10 MA) 
‚|< 0,5 (10 В) 40—120* <3 (5 B) <40 — <15* 18 
| (i B; 10 MA) 
'}<0,5 (10 B) 20—100* <3 (5 B) <40 = <150 18 
(1 B; 10 mA) 
‘1.<0,5 (10 B) 60—300* <3 (5 B) <40 — < 150 18 
| (1B; 10 mA) 
1<10 (15 B) 25—125* <3 (5 B) <25 — <6* TOIL8 
(0,4 В; 10 mA) 
11<0,05 (5 В) 20—120* <3 (5 В) <100 = <6* ТО18 
| (0,5 В; 10мА) 
[< 0,05 (5 В) 30—150* <3 (5 B) <25 = <6* R64 
| (0,35 В; 10мА) 
'|<0,05 (5 В) 40—150* <2 (5 В) <20 a <6" R64 
| (0,4 В; 20 мА) 
|| 0,005 (5 В) 40—120* <3 87 — 5* ТО!8 
(0,5 В; 10мА) 
| 0,1 50 (6 В; 1 MA) 2,3 _ = on TOI8 
|] <0,05 (5 В) 30—90* <3 (5 B) <100 — <6* TO18 
(0,5 В; 10 MA) | 
<0,05 (5В) 20—120* <3 (5 B) <100 — <6* TO52 





(0,5 В; 10 MA) 
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КТ342А |Si, п-р-п, ПЭ 250 >250 30* 5 50 (300%) 
KT342B | Si, п-р-п, ПЭ 250 >300 25* 5 50 (300*) 
KT342B |Si, п-р-п, ПЭ 250 >300 10* 5 50 (300*) | 
KT34¢r | Si, п-р-п, ПЭ 250 >250 60* 5 50 (300%) | 
24929 | Si, п-р-п, TI 300 >50 45 5 30 (60%) | 
о 2№930 | Si, п-р-п, TI 300 >50 45 5 30 (60*) 
BC456 | Si, п-р-п, ПЭ 300 250 45 5 100 (200*) 
_вС457 (| Si, a-p-n, ПЭ 300 350 £5 5 100 (200) 
BCIO7A |Si, n-p-n, ПЭ 300 > 150 50 6 100 (200*) 
ВС107В |Si, п-р-п, ПЭ 300 >150 50 6 100 (200*) 
ВС108А |51, л-р-п, ПЭ 300 >150 30 5 100 (200*) 
BC108B |Si, л-р-п, ПЭ 300 >150 30 5 100 (200%) 
BCIO8C |Si, #-p-n, ПЭ 300 >150 30 5 100 (200*) | 
ВС!09В | Si, #-р-п, ПЭ 300 >150 30 5 50 
Bc109c |$1, A-p-n, ПЭ 300 >150 30 5 50 
QN915 | Si, я-р-п, ПЭ 360 >250 70 5 = 
2N916 | Si, A-p-n, ПЭ 360 >300 45 5 = 
BCY58A | Si, 4-p-n, ПЭ 300 300 32* 7 200 
BCY58B |Si, #-p-n, ПЭ 300 300 32*- 7 200 
BCY58C | Si, л-р-", ПЭ 300 300 32* 7 200 
BCY58D |Si, п-р-п, ПЭ 300 300 32* 7 200 | 
_КС507 |5, a-p-n, ПЭ 300 >150 45 5 100 (200*) 
KC508 | Si, a-p-n, ПЭ 300 >150 20 5 100 (200*) 
KC509 |$1, n-p-n, ПЭ 300 >150 20 5 100 (200*) 
ВС527 |$1, п-р-п, ПЭ 300 150 45 5 50 
ВС528 |Si, a-p-n, ПЭ 300 150 20 5 50 
_ВЕ0З |1 n-p-n, ПЭ 300 >30 50 5 100 
BC234 Si, n-p-n, П 360 >200 30 4 — 
BC234A |Si, п-р-п, П 300 >200 45 5 — 
BC235 | Si, a-p-n, TI 300 >200 30 4 — 
BC235A |$31, n-p-n, П 300 >200 45 5 — 
ВС213  |5$1, п-р-п, П 300 100 30 5 50 
ВС214 |$}, n-p-n, П 300 100 30 5 50 
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Продолжение 








eae OE Eee 


ие Oo 





| | 8 | 9 | 10 | i! | 12 | 13 14 
<0,05 100—250* <8 (5 B) <10 < 
(558) (GB; мл) № ae : 
<0,05 00—500* | <8 (5 B) <10 — 300 8 
(208) ee 1 MA) | = 
<0,95 400—1000* <8 (5 B) <10 — <700 18 
(10B) sat ; MA) < ; 
<0,05 —125* <8 (БВ) <20 = 200 18 
(258) (5 В; 1мА) - we 
<0,01 >60* (5 B, 0,5 MA)| <8 (5 B) <100 | <4 (1 кГц) ТО!8 
ane: 2 150* (5 В; 0,5 MA)! <8 (5 В) < 100 <3 (1 кГц) ее TO18 
<0,1 (208) Go Gas <4,5 (10 B) <5 (1 кГц) TOL 
ans ene oa <4,5 (10B) <5 (1 кГц) TOL 
<0,015% 120 —220% <6 (10 B) <10 (1 кГц) TOLS8 
{50B) (5B; 2мА) | 
и аа <6 (10 B) <10 (1 кГц) TOL 
<0,015 120—220* <6 (10 В) <10 (Е кГц) TOL 
(30 В) (5 B; 2 MA) ы 
nae аи <6 (10В) <10 (1 кГц) TOL 
30 B) ; 2 МА) 
о о <6 (10 В) <10 (1 кГц) TOI8 
30 B) “В; 2 MA) в 
< 0,015 180—460* <6 (10 B) <4 (Г кГц) TOI8 
(30 B) (5 B; 2 mA) : Tees 
<0,015 380—800* <6 (10B <4 (1 кГц) TOIS 
(30 B) (5В; 2 MA) ; We ay 
<0,01 50—200* <3,5 (10 B) — ТО18 
(60 В) (5В; 10мА) | 
<0,01 50—200* <6 (5 B) — TOI8 
(30 B) (1 B; 10 MA) 1.3 1; 
<o ae <6 (10 B) <6 (1 кГц) TOI8 
32.B) . М ) , 4 к : 
<0,01 175—350* <6 (10 B) — ТО18 
(32 B) (5 B; 2 MA) za 
<0, 01 250—500* <6 (10 B) — ГО18 
(32 В) (5В; 2 мА) № ети 
<0,01 350—700* <6 (10 B) TOL8 
(32.В) (5B; 2мА) A so * 
“Des ee <4,5 (10 B) <10 (1 кГц) TOL 
45 В) ; 2МА) 2 13 
то а, <4,5 (10 B) <10 (1 кГц) TOS 
20 B) MA) .’. | 
< 0,015 240—900 <4,5 (10 B) <4 (1 кГц) Е 
(20 В) (5В; 2мА) : 
ea {00-300 <4,5 (10 B) 10 (1 кГц) TOIS 
as ты <4,5 (10 B) 10 (1 кГц) TOI 
; 2MA) ’ -! 
Tem ean aa 6 (5 B) «l4 <4 (1 кГц) — TOI 
| 4<0,1 (20 B) 90—180% <4 (10 B) <100 = = TOI 
(5 B; 10 MA) 7 к | 
] < 0,05 90—180* <4 (10В) < 100 ыы = ТО!3 
| (30 В) (5В; 10мА) | 
| [<0,! (20 В) 150—400* <4 (10 B) <100 -- — ТО18 
(5В; 10мА) | | 
<0, 150—400* <4 (10 B) <100 г ыы TOI 
‚ (30B (5B; 10 mA; | | 
<0,05 (3 В)! >200* (5 В; 2 MA)| 2,7 (5 B) 30 2,5 (1 Ku) = TOL 
г. >200* (5 В; 2мА)| 2,7 (5В) 30 <3 (1 кГц) = TOI8 
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BCY69 Si, n-p-n, П 300 >150 20 5 100 
SF136 Si, a-p-n, ПЭ 300 >300 20 5 200 
SF137 Si, n-p-n, ПЭ 300 >300 40 5 200 
KT373A Si, n-p-n, ПЭ | 150 (55° С)| 2300 | 30* (85° С) 5 50 (200%) 
KT373B $1, n-p-n, ПЭ | 150 (55° С)| 2300 | 25* (85° С) 5 50 (200*) 
KT373B Si, n-p-n, ПЭ | 150 (55° C)} S300 10* (85° C) 5 50 (200*) 
КТЗ7ЗГ Si, п-р-п, ПЭ | 150 (55° С)| 2300 | 60* (85° С) 5 50 (200*) 
РВС!07А-В | Si, п-р-п, ПЭ 200 >150 45 5 100 
PBCIIO8A- |$1, 2-p-n, ПЭ 200 >150 20 5 100 
PBCIOOB-C |Si, n-p-n, ПЭ 200 > 150 20 5 100 
BCI67A_ ‘| Si, п-р-п, ПЭ 300 >150 50 6 100 (200*) 
ВС167В Si, n-p-n, ПЭ 300 > 150 50 6 100 (200*) 
BCI68A |Si, п-р-п, ПЭ 300 > 150 20** 5 100 (200*) 
вс168В |$1, п-р-п, ПЭ 300 >150 207 5 100 (200*) 
BCI68C | Si, п-р-п, ПЭ 300 > 150 20** 5 100 (200*) 
BCI69B | Si, n-p-n, ПЭ 300 > 150 20** 5 50 
ВС169С Si, n-p-n, ПЭ 300 > 150 20* 5 50 
BCI7IA Si, п-р-п, ПЭ 300 2150 45% 6 100 (200*) 
BCI7IB Si, n-p-n, ПЭ 300 = 150 45% 6 100 (200*) 
ВС!72А Si, n-p-n, ПЭ 300 2150 25* 5 100 (200*) 
ВС!72В  |5$1, n-p-n, ПЭ 300 2150 Q5** 5 100 (200*) 
BC172C Si, n-p-n, ПЭ 300 > 150 25** 5 100 (200*) 
BCI73B | Si, n-p-n, ПЭ 300 >150 25%* 5 100 (200*) 
ВС173С Si, n-p-n, ПЭ 300 2150 95%* 5 100 (200) 
ВСР627А —С] $1, n-p-n, ПЭ 220 >150 45 5 50 
BCP628A —C| Si, n-p-n, aes 220 >150 20 5 50 
2№3711 | Si, a-p-n, TI 250 80 30 6 30 
2N3390 |$1, n-p-n, П 360 120 25 5 100 
2№3391 1$1, n-p-n, I 360 120 25 5 100 
243392 |Si, n-p-n, I 360 120 25 5 100 
2N3393 |Si, n-p-n, П 360 120 25 5 100 
2№3394 |Si, n-p-n, П 360 120 25 5 100 
BCW47 |$1, n-p-n, ПЭ | 150 (50° С) 300 50 6 100 (200*) 
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<0,015 

(20 B) 
<0,1 (20 B) 
—1<0,1 (40 В) 
<0,05 
(25 В) 
<0,05 


(20 B) 
<0,05 


) 
<0,1 (45 В) 
<0,1 (20 B) 
<0,1 (20 B) 
0,002 (20 B) 
0,002 (20 B) 
0,002 (20 B) 
0,002 (20 B) 
0,002 (20 B) 
0,002 (20 B) 
0,002 (20 B) 
<0,015 
(45 B) 
<0,015 
(45 B) 
(20 B) 
<0,015 
(20 B) 
<0,015 
(20 В) 
<0,015 
(20 B) 


<0,015 
(20 B) 


<0,1 (20 B) 
<0,1 (25 B) 
<0,1 (25 В) 
<0,1 (25 В) 
<0,1 (25 В) 
<0,1 (25 В) 
|<0,1 (20 В) 


>450* (5 В; 2мА) 


18—1120* 
(1 B; 10 MA) 
18—1120% 
(1 B; 10 MA) 
100—250* 


(5B; 2MA) 
110—220* 
(5 B; 2мА) 
200—450* 
(5 B; 2 MA) 
110—220* 
(5B; 2MA) 
200—450* 
(5B; 2 MA) 
420—800* 
(5B; 2мА) 
200—450* 
(5B; 2мА) 
420—800* 
(5B; 2мА) 
170* (5 B; 2 mA) 


290* (5 B; 2 MA) 
170* (5 B; 2 MA) 
290* (5 B; 2 MA) 
500* (5 B; 2 MA) 
290* (5 B; 2 MA) 
500* (5 B; 2 MA) 


100—900 
(5 B: 2мА) 
100—900 
(5 B; 2мМА) 
180—660* 
(5B; 1 MA) 
400—800* 
(4,5 B; 2мА) 
250—500* 
(4,5 B; 2 MA) 
150—300* 
(4,5 B; 2 MA) 
90—180* 
(4,5B; 2 MA) 
55—110* 
(4,5 B; 2 MA) 
110—450* 
(5B; 2 MA) 


Продолжение 


10 | 11 | 12 | 13 
<8 (5 B) <25 «5 (кГц) = 
<5 (10 B) <30 7,8 (1 кГц) <300 
<5 (10 B) <30 6,8 (1 кГц) <130 
<8 (5В) <10 dec <200 
<8 (5B) <10 a <300 
<8 (5 B) <10 = <700 
<8 (5 B) <20 ыы <200 
<6 (10 B) — <6 (i кГц} — 
<6 (10 B) — <6 (1 кГц) = 
<6 (10 B) — <4 (1 кГц) — 

<4,5 (10 B) <20 <10 (i кГц) Se 
<4,5 (10 B) <20 <10 (1 кГц) on 
<4,5 (10 B) <20 <10 (1 кГц) ыы 
<4,5 (10В) S20 |<10 (кГц) = 
<4,5 (10 B) <20 — |<10 (1 кГц) = 
<4,5(10By} S20) |<4(1кГи) = 
<4,5(10B)) S29  |<4 (intu) = 
<6/10B) <20  |<10(1кГц) rs 
<6 (10 B) <20  |<10 (1 кГц) — 
<6 (10 B) <20 <10 (1 кГц) a 
<6 (10 B) <20 |< (1 Kul) = 
<6 (10 B) <20 <10 (1 кГц) = 
<6 (10 B) <20 |<4 кц) = 
<6 (10 B) <20 <4 (1 кГц) = 
<6 (10 B) а <10 (1 кГц) — 
<6 (10 B) = <10 (1 кГц)! = 
= <100 = — 
<10 (10 B) — -- — 
<10 (10 B) — — 
<10 (10 B) — = 
<10 \10В) — — — 
<10 (10В) — — — 
2,5 (10В) <25 — — 





14 


TOI8 
A4 
А4 

14 
14 
14 
14 

TO98 

TO98 

TO93 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TO92 

TOYS 

TO98 

TO93 

TO98 

TO93 

MMI13 
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BCW48 
BCW49 
BCH7A 
ВС148А 
BCI47B 
BCI48B 
ECI49B 
BCH8C 
BCI4U7C 
BC237A—B 
BC238A—C 
BC239B—C 
BC382B—C 
BC383B—C 
‘BC547A—B 
BCS4EA—C 
BC549B—C 
KCM7 
KCI48 
KCI49 
KT325A 
KT3255 
KT325B 
2N2615 
2№2615 
2$С809 
2SC618 
2SC618A 
2N2703 
2SC612 
25С253 
KT357A 
КТ357Б 
КТ357В 
КТ357Г 
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| | 


ре. 


ими 





2 5 
Si, n-p-n, ПЭ | 150 (50° С) 300 30 8 
Si, a-p-n, ПЭ | 150 (50° С) 300 30 5 
Si, n-p-n, ПЭ | 220 (55° C)} >150 50* 6 
Si, л-р-п, ПЭ | 220 (55° С)| 2150 30* 5 
Si, n-p-n, ПЭ | 220 (55° С)|] S150 50* 6 
Si, n-p-n, ПЭ | 220 (55° С)| 150 30* 5 
Si, n-p-n, ПЭ | 220 (55° Cy} 2150 30* 5 
Si, n-p-n, ПЭ | 220 (55° С)| 150 30* 5 
Si, n-p-n, ПЭ | 220 (55°С)| >150 30* 5 
Si, n-p-n, ПЭ | 220 (55° С) 250 50* 5 
Si, a-p-n, ПЭ | 220 (55° С)| 250 30* 5 
Si, л-р-п, ПЭ | 220 (55° С) 300 30* 5 
Si, п-р-п, П 300 >150 50 6 
Si, л-р-п, П 300 >150 45 6 
Si, n-p-a, П 300 300 50 6 
Si, n-p-n, П 300 300 30 5 
Si, n-p-n, П 300 300 30 5 
Si, n-p-n, ПЭ. 200 > 150 45 5 
Si, n-p-n, ПЭ 200 >150 20 5 
Si, п-р-п, ПЭ 200 >150 20 5 
Si, n-p-n, ПЭ | 225 (85° C)| 2800 |5** 4 
Si, л-р-п, ПЭ | 225 (85° С)| 2800 15** 4 
Si, п-р-п, ПЭ | 225 (85° С)| >1000 15** 4 
пи | | S000 | № |3 
Si, n-p-n, ПЭ 200 1200 25 3 
Si, a-p-a, ПЭ 150 500 25 4 
Si, n-p-n, ПЭ 150 800 25 4 
Si, n-p-n, ПЭ 200 >700 ote ‘ 
Si, n-p-n, ПЭ 180 >1000 35 2 
Si, n-p-n, ПЭ 200 >600 30 3 
Si, p-n-p, ПЭ | 100 (50° С)| >300 6* 85° С) 3,5 
Si, p-n-p, ПЭ 100 (50° С)! >300 6* (85° C) 3,5 
Si, p-n-p, ПЭ | 100 (50° C)} >300 20* (85°-C) 3.5 
Si, p-n-p, ПЭ | 100 (50° С)! = >-300 20* (85° C) 3,5 


—ыыы 


$ 100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 

50 
100 (200%) 
_ 50 
100 
100 
50 
100 
100 
200* 
200* 
200* 
100 (200*) 
100 (200*) 
100 (200*) 
60 
60 
60 
50 
20 
25 
25 
20 
30 
40 
40 
40 
40 


Продолжение 





| 8 | 9 13 14 
<0,1 (20 B) 110—800* 2,5(10B)| <25 oe 2 MM13 
(5B; 2мА) 
<0,1 (20 B) 200—800* 2,5 (10 B) <25 <4 (1 кГц) none MM13 
(5 B; 2 MA) ; 
<0,015* 120—220* <4,5 (10 B) <10 <10 (1 кГц) — MM10 
(50 B) (5B; 2 MA) р 
<0,015* 120—220* <4,5 (10 B) <10 <10 (1 кГц) = MM10 
~* (30 B) (5 B; 2 MA) ее 
<0,015* 180—460* <4,5 (16 В)| <10 |510 (кГц) — MM10 
(50 B) (5B; 2 MA) р 
<0,015* 180—460* <4,5 (10 B) <10 <10 (1 кГц) — мм10 
(30 В) (5В; 2 MA) oe | 
<0,015* 180—460* <4,5 (10В)| <10 |<4 (кГц) — ммЮ 
(30 В) (5В; 2мА) 
<0,015* во <4,5 (108) <10 |<10 (кГц) — мм10 
30 В : 2MA) 
so 0168 380—800 <4,5 (10 B) <10 <4 (1 кГц) — MM10 
(30 B) (5B; 2мА) 
<0,015* 120—460* <4,5 (10 В) <20 <4 (1 кГц) — MM10 
(50 B) (5 B; 2 MA) Е | 
<0,015* 120—800* 5 (10 В) <20. <4 (1 кГц) sc MM10 
(30 B) (5 B: 2 MA) р 
<0,015* 180—800* <4,5 (10 B) <20 <4 (1 кГц) a MM10 
(30 B) (5 B; 2 mA) | | 
<0,015 240—900 <5 (10 B) <25 <6 (1 кГц) — Х55 
(30 В) (5 В; 2мА) F . й 
<0,015 240—900 <5 (10 В) <25 <6 (1 кГц) — X55 
(30 B) (5B; 2 mA) | 
ве 125—500* = <6 oa = TO92 
(5 B; 2 MA) | 
= 125—900* = <6 = TO92 
(5 B; 2 MA) 
iets 240—900* == <6 = = | TO92 
| (5 B; 2мА) % 
<0,015 125—500 <4,5 (10 B) <25 <10 (1 кГц) = MM10 
(45 B) (5B; 2 MA) te _ a 
<0,015 ам <4,5 (10 В) <25 <10 (1 кГц} — MM10 
(20 B > 2M . . | 
2 615 240—900 <4,5 (10 В) <25 <4 (1 кГц) = мм!о 
ae: Ee 30 90" 52,5 (5 В) | | 125 19 
‚5 (15 В о — =“, — а | 
<0,5 (15 В) (5 b: 10 мА) ee г 
<0,5 (15 В 70—2 S410 — = 19 
ao (5 B; 10 MA) ee 
<0,5 (15 B) 160—400* <2,5 (5 B) as — 125 _ 19 
| (5В; 10 MA) 
ik 20* (1 B; 3 MA) 2,8 ыы — в ТО! 
— 50* (1 В; 3 MA) 2,4 Е = — TOI8 
«0,1 (12 В)| 90(6 B; 2 mA) 1,4 (6 B) a =< — TO72 
0,1 (2 B)| 50 (6B; 2 mA) 1,3 (6 B) — <6 — TO72 
(70 мг Ц) 
0,1 (12 By} 50 (68; 2мА) 1,3 (6 В) = 53,5 ыы TO72 
ue мг ый : 
<0,01 30—200* <1 (15 В) aa <33 TO72 
(15 В (2В; 2мА) . (€0 au) ; 
<1 (10 В) 40—160 <1,: — -- TO72 
(10 B; 2 MA) (10 B) (701 мГц) 
<1 (15 В) 120—120 (6 В; 5мА)| 1,5 (6 В) 2 ыы TO72 
(70 мГц) 
<5 (6 В) 20—100* <7 (5 B) <30 <150* 14 
(0,5 rt ee а 
5 (6 В 60— <7 (5 B) <30 т <250* 14 
ее (0,5 В; 10 мА) a : 3 
<5 (20 B) 20— 100* <7 (5 B) <30 — <150* 14 
(0,5 В; 10мА) 
<5 (20 В) 60—300* <7 (5 B) ‚ <30 — <250* 14 
(0,5 В; 10 MA) | 
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yo: fe Je] « fe 

2N5228 Si, p-n-p, ПЭ 310 >300 5 3 50 
MPS3639 Si, p-n-p, ПЭ 200 >300 6 4 80 
2$А495 $1, р-п-р, ПЭ 200 >100 35 5 100 
25$4495С $1, р-п-р, ПЭ 200 >100 35 5 100 
254628 Si, p-n-p, ПЭ 150 100 30 4 100 
KT343A Si, p-n-p, ПЭ | 150 (75° C)| >300 17* (85° C) 4 50 (150*) 
KT3435 Si, p-n-p, ПЭ | 150 (75° C)| 5300 17* 4 50 (150*) 
KT343B Si, p-n-p, ПЭ | 150 (75° C)| 300 9* 4 50 (150*, 
BSWI19 $1, p-n-p, ПЭ 300 >150 35 5 100 
oT3841 Si, p-n-p, ПЭ 300 >300 15 4 200 

BSY40 Si, p-n-p, Tid 300 210 25 5 100 (140*) | 
BSY41 Si, p-n-p, ПЭ 300 230 25 5 100 (140°) 
9N3545 Si, p-n-p, ПЭ 360 > 250 20 5 200 | 
BSW2l Si, p-n-p, ПЭ 300 300 25 5 200 
KT349A Si, p-n-p, ПЭ | 200 (30° C)} +300 | 15* (85° С) 4 40* | 
KT349B Si, p-n-p, ПЭ | 200 (80° C'} 5300 | 15* (85° С) 4 40* 
KT349B $1, p-n-p, ПЭ | 200 (30° C)} >300 15* (85° С) 4 40* | 
BCI78A Si, p-n-p, ПЭ 300 150 25** 5 100 | 
2N726 $1, p-n-p, ПЭ 300 >140 25 5 50 

24727 Si, p-n-p, ПЭ 300 >140 25 5 50 | 
2544946 |531, p-n-p, ПЭ 200 >100 35 5 80 | 
ВС158А Si, p-n-p, ПЗ | 230 (45° С) 150 30 5 100 | | 
KT347A Si, p-n-p, ПЭ | 150 (55° C)} >500 | 15* (85° С) 4 50 (110*) | | 
KT3475 Si, p-n-p, ПЭ | 150 (55° C)}| >500 9* 4 50 (110*) | | 
K1T347B Si, p-n-p, ПЭ | 150 (55° С)| >500 6* 4 50 (110*) | 
2N2894 Si, p-n-p, ПЭ 360 >400 12 4 200 | 
2N869A Si, p-n-p, ПЭ 360 >400 25 5 200 | 
2N3012 Si, p-n-p, ПЭ 360 >400 12 4 20 | 
2N3209 Si, p-n-p, ПЭ 360 >400 20 4 200 | 
К$У81 Si, p-n-p, ПЭ 360 > 400 12 4 20 || 
245056 Si, p-n-p, ПЭ 360 >600 15 4,5 100 
243576 $1, р-п-р, ПЭ 360 >400 20 5 200 
MPS3640 | Si, p-n-p, ПЭ 310 >500 12 4 80 


90 





ina 


<0,1(4B)| >30° (0,3 В; 
<100 (6 B) 
<0,5 (15 B) 


<0,5 (15 B) 


(0,3; 10 MA) 
40—400* (1B; 
10 MA) 
40—240* (1B; 
10 MA) 


1 55—500* (6 В; IMA) 


<1 (10 B) >30* (0,3 B; 
10 MA) 
<1 (10 B) >50* (0,3 B; 
10 MA) 
<! (7 B) >30* (0,3B; 
10 mA) 
0,02 (25 В)| 40—300* (1 B; 
10 MA) 
0,005 30—250 
<0,01 25—60* (0,5В; 
(25 10 MA) 
<0,01 50—200* (0,5 В; 
(25 В) 10 мА) 
<0,01 40—120* (1 В; 
(10 B) 10 MA) 
0,5 130* (4,5 B; 2 MA) 
<1(10В) [20—80* (1 В; 10 MA) 
<1 (10B) 40—160* (1B; 


10 MA) 
<1 (10 B) 120—300* (1 B; 
10 MA) 
125—260 (5 B; 


<0,1 
(20 B) 2mMA 
<1 (25 В) |15—45* (1 B; 10 MA) 
<1 (25 B) 30—120* (1B; 
10 MA) 
<0,1 70—400 (6 В; 


(15 B) 0,1 MA) 
0,002(208)| 125—260 (5 В; 
2 MA) 
<! (15 В) 30—400* (0,3B; 
10 мА) 
<! (9В) 30—400* (0,3 В; 
10 MA) 
<1 (6B) 50—400* (0,3 B; 
10 MA) 
<0,08(6 В`|>30* (0,3 В; 10 MA) 
«10 (25 В) |>30* (0,3 В; 10 мА) 
<10 (12 В)|>25* (0,3 В; 10 MA) 
г >25* (0,3 В; 10мА) 
<10 (12 В)|>30* (0,3 В; 10 MA) 


<0,05° >20* (0,3 B; 10 MA) 
<0,01* 40—120* (0,5 В; 


(15 В) 10 MA) 
<0,1 (12 В)| 30—120* (0,3B; 
10 MA) 


<5 (5 B) 

<3,5 (5 В) 
<7 (10В) 
<7 (10 B) 


3,5 


«<6 (5 B) 

<6 (5 B) 

<6 (5 B) 

<7 (10 B) 
<6 


<8 
4 
<6 (5 B) 
<6 (5 B) 
<6 (5 B) 
4 (10 B) 
<5 (5 B) 
<5 (5B) 
<7 (10 B) 
4,5 
<6 (5 B) 
<6 (5 B) 
<6 (5 B) 
<6 (5 B) 
<5 (5 B) 
<6 (5 B) 
<5 (5 B) 
<6 (5 B) 
4,5 
«4,5 


<3,5 (5 B) 


| 10 | п | 


12 


<10 (1 кГц) 


Продолжение 


13 


<90* 
20* 
300* 


— 


[10 


<10* 


` <20* 


<10* 
<800** 
<90* 
<90* 
<40* 


— 


<25* 
<25* 
<40* 
<90** 
<80** 
<75** 
<90** 
<90** 
<30* 
<30* 
<20* 





14 


TO92 
TO92 
R67 
R67 


TO92 








|| || 

KT337A Si, p-n-p, ПЭ | 150 (60° С)| >500 6* (85° C) 4 30 
KT337B $1, p-n-p, ПЭ | 150 (60° C)} >600 6* (85° С) 4 30 
KT337B Si, p-n-p, ПЭ | 150 (60° С)] >600 6* (85° C) 4 30 
2N3304 Si, p-n-p, ПЭ 300 >500 6 4 — 
2N4207 Si, p-n-p, ПЭ 300 >650 6 4,5 50 
2N4208 Si, p-n-p, ПЭ 300 >700 12 4,5 50 
2N3451 $1, p-n-p, ПЭ 300 >500 6 4 — 
KT326A Si, p-n-p, ПЭ | 200 (30° C)} >400 15* 4 50 
KT3265 Si, р-п-р, ПЭ | 200 (30° C)} >400 15* 4 50 
ВЕУ!9 Si, p-n-p, П 300 >400 30 3 100 
2SA522 Si, p-n-p, ПЭ 250 >100 25 5 100 
ВЕХ!2 Si, p-n-p, ПЭ 300 >150 20 — 100 (140*) 
ВЕХ!3 $1, р-п-р, ПЭ 300 > 150 20 — 100 (140*) 
2N4034 Si, p-n-p, ПЭ 360 `>400 40 5 100 
KT363A Si, p-n-p, ПЭ | 150 (45° С)| 31200 15* 4 30 (50*) 
KT363B $1, p-n-p, ПЭ | 150 (45° C)| >1500 12° 4 30 (50*) 
2N4260 Si, p-n-p, ПЭ 200 >1200 15 4,5 30 
2N4261 Si, p-n-p, ПЭ 200 >1500 15 4,5 30 
МР51.07 |5$1, p-n-p, ПЭ 310 >1000 6 4,5 80 
MPSL08 | Si, р-п-р, ПЭ 310 >1200 12 4,5 80 
2N3546 Si, n-p-n, ПЭ 360 | 700 15 4,5 100 
KT355A Si, n-p-n, ПЭ | 225 (85° C)} 1500 15* 4 30 (60*) 
2N5851 Si, n-p-n, ПЭ 500 >800 30 4,5 100 
2N5852 $1, n-p-n, ПЭ 550 >1100 30 4,5 100 

« 2SC1044 Si, n-p-n, ПЭ 250 1000 45 3 30 
2N5842 $1, n-p-n, ПЭ 350* >1700 20 3 100 
BF X89 Si, n-p-n, ПЭ 200 1200 15* 2,5 25 (50*) 
BFY66 Si, n-p-n, ПЭ | 175 (45° C)| >600 30 3 — 
273674 Si, n-p-n, ПЭ 150 >1000 25 5 25 
KT372A  |5$1, п-р-п, ПЭ | 50 (100° C)}| 32400 | 15* (125° С) 3 10 
KT372B Si, n-p-n, ПЭ | 50 (100° C)} 3000 | 15° (126° С) 3 10 
KT372B Si, n-p-n, ПЭ | 50 (100° C)| 32400 | 15 (125°C) 3 10 
BFR34 Si, n-p-n, ПЭ 200 4500 20 3,5 30 
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Продолжение 











| 8 | 9 | 10 | il | 12 | 13 14 
<1(6B) |>30* (0,3 В; 10мА)|<6 (5 В) <20 — 25* 18 
<1(6В) 1|>50* 0,3 B; 10 MA)|<6 (5 В) <20 — <28* 18 
<1(6 В) |>270* (0,3 В; 10 мА)|<6 (5 В) <20 — <28* 18 
‚|< 0,01 (3 B) ay a В; |<3,5 (5B) 16 — <30* TOI8 
MA) 
<0,01* >50* (0,3 В; 10 MA)|<3 «15 — 15* TOI8 
(3B 
0,01* B)|>30* (0,3 В, 10 MA) 3 <15 — <20* TOI8 
<0,01* 30—120* (0, ЗВ; — <16 — <60* TOIS 
(3 В) 10 MA) 
<0,5 (20 B)|20—70* (2 В; 10мА)|<5 (5 В) <30 — <450 20 
<0,5 (20 B) Ба К В; <5 (5 В) <30 ae <450 20 
M 
10 110* (9B; 10 MA) 4 — — — TOI8 
10 MA) 
0,01 20—60* (0,35 B; — <25 — — TOI8 
10 MA) 
0,01 50—250* (0,35B; a <25 — — ТО18 
0 МА) 
0,015* |>50* (10 В; 1мА) |<4 <130 a <140* | TOI8 
<0,5 (15 B)| 20—70* (5 В; <2 (5 B) <35 — { sie 18 
5 MA) 
<0,5 (15 B) a (5 B; <2 (5 B) «35 — | а 18 
«05 By | 30-150" м в; |<2,5(4В) | 35 = lee | 2»| TO72 
* (В: 2,5 (4 В = <60 
<10(15B) | 30—150* (в; |<2, )| <35 | «| TO72 
| 10 мА) taps? 
0,01 >30* (ЗВ; 10 MA) 1,9 15 — <40** | TO92 
0,01 |5>30* (ЗВ; 10мА) 1,9 15 — <40** | TOQ92 
<0,01 30—120* (1 В; {<6 (10 B) «15 ри <20* TOI8 
RB) so-—so0e (eB; (<2 (5 B) <8 о 2 
< 0, 5В -— 4 = : <6 
eee) 10 MA) (100 МГц) 
<1(15B) 1|>40* (1 В; 10мА) |<1,5 (4 В) <20 2,5. <20 TO72 
ed ом ц) 
<1 (15 В) |>40* (1B; 10мА) |<, В) 20 20 TO72 
<1 ( ) ( ) < (200 Ги) < 
<0,1 (30 B)/40—200* (6В;6мА)| 0,6 (6В) — — TO72 
(200 } "Мг 
0,02  [>25* (4 В; 25 MA) 1,5 — <40 TO72 
<0,01(15B)} 20—125* (1 B; <1,7 (10 B) — <4 — TO72 
25 MA (200`МГц) 
<0,010 — — — <6 = TOI8 
(15 B) (60 МГц) 
< 0,01 >20 <1,5 — < — TO72 
<0,5 (15 B)/>10* (5 В; 10 MA) |<! (5 B) — <3,5 —- 22 
(1000 МГц) 
<0,5 (15 B)|>10* (5 В; 10мА) |<! (5 В) — <5,5 -- 22 
(1000 МГц) 
<0,5 (15 B)|>10* (5 В; 10мА) |<1(5В) = <5,5 — 22 
(1000 МГц, 
<0,05 (10 B)}>25* (6 B; 10 mA) | 0,75 (10 B) — 2,5 = ТО50 
(800 МГц) 
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BFR34A 
28C1090 
2N5652 


ГТ402Д. 
ГТ4026 


ГТ402Ж 
ГТ402И 


АС!28 
АС188 


ACI52 
ACY33 
АСН7 
ACI38 
ACI24 
AC184 
AC139 
АС142 
SFT325 
GC500 
GC50! 
GC502 
ГТ405А 
ГТ405Б 
ГТ405В 
ГТ405Г 


Германиевые транзисторы в 


TT403A 
T4035 
'T403B 
T4039 
T4034 
ГТ403Е 
TT4032K 
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Si, n-p-n, ПЭ 
Si, п-р-п, ПЭ 
Si, n-p-n, ПЭ 


е, р-п-р, 
е, р-п-р, 


Ge, р-п-р, 
Се, р-п-р, 


Че, р-п-р, 
Ge, p-n-p, 


Ge, р-п-р, 
Ge, р-п-р, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, р-л-р, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, р-п-р, 
Ge, р-п-р, 


Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, р-п-р, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 
Ge, p-n-p, 


TO ON 


ооо % & O88 в BS 


Фо В & 


OS «ay © 


оо 


200 
300 
250 


300; 600 
300; 600: 


300; 600 
300; 600 


1000* 
1000* 


300 (900*) 
300 (1100*) 
1100* 
220 
1000* 


4000* 
4000* 
5000* 
4000* 
4000* 
5000* 
4000* 


3300 
3000 
3000 


Транзисторы средней 


=|" 


—>1* 


>1* 
>1* 


> 

al 
2 l 

10** кГц 
1,5% 


11** xin 


ы 
240 


>1* 


>8** кГц 
>8** «Tg 
>8** кГц 
>6** кГц 
>6** кГц 
>8** кГц 


>8** кГц 


25* 
25* 


40* 
40* 


32 
25 


40* 
| 








мощности низкой, 


— 
Vly 
— 
— 
— 


10 
10 


10 
10 


500 
500 
500 
1000 
1000 
500 
1000 
1000 
1200 
1000 
500 (1000* 
1000 
1200 
500 
300 (600*) 
300 (600*) 
300 (600*) 
500 
500 
500 
500 


пластмассовом корпусе с таким сочетанием 


для замены, такие же, как 


45 
45 
60 
60 
60 
60 
80 


20 
20 
20 
20 
30 
20 
20 


1250 
1259 
1250 
1250 
1250 
1250 
1250 


Продолжение 








| 8 9 | 10 11 | 12 | 13/ 14 
<0,05 >25* (6 В; 10 MA) 1 0,75 (10 B) — 3 (800 МГц) — TO50 
(10 B) | 
<0,5 30—300* (5 В; 0,9 (5 В) — <4,5 — 078 
(10 B) 10 MA) (1000 МГц) 
<0,1 (10 B) am ed В: 0,6 (10В) — <2,5 — TO72 
10 MA) (500 МГц) 
средней и высоких частот 
<25 (10 В) |30—80* (1 В; 3 MA) — «5 — — 23 
<25 (10 B) 60—1 50* — <5 — — 23 
(1 В; 3 MA) 
<25 (10 В) 130—80* (1 В; 3 MA) — <5 — — 2: 
<25 (10 B) 60—150* — <5 — — 2 
(1 В; 3 MA) | 
<10 (10 B) 55—175* (50 MA) 100 (5 B) — = — ТО! 
<200 (25 В)| >70* (10 B; 5мА) | <110 (5 В) — — — TOI 
<25 (32 В) | 114 (0,5B; 2мА) | <40 (5B) <8 -- — ТО! 
<10 (10 B) 97* (50 мА) <100 (5 В) <10 — — TOl 
<6 (6B) 60—400* (2 В; — — — — x9 
150 MA) 
<15 (10 B) 130—250 (6 В; 5 MA) — — — — TOL 
<8 (45 B) 60—170* — — — -- ТОТ 
| (2 B; 150 MA) 
<10 (10 B) 50—250* 40 (6 В) we — — R134 
(1 B; 300 мА) 
<14 (12 B) | 40—160* (0,4 A) — a — — TOl 
<14 (12 В) | 40—160* (0,4 A) — — — —- TOI 
a 25 150 (6 B; 5 MA) — — oo — X47 
<16 (6B) 50* (300 mA) — < 0,8 «15 — A6 
(1 кГц) 
<16 (6B) 95* (300 MA) — <0,8 <15 — A6 
(1 KP) | 
<16 (6 В) 95* (300 мА) -- <0,8 aes — Аб 
<25 (10 B) |30—886* (1 В; ЗмА) —- — —- — 24 
<25 (10 В) 60—150* — — — — 24 
(1 В; 3 MA) 
25 (10 В) |30—80* (1 В; 3 MA) — — — — 24 
60—150* 
<25 (10 В) (1B; 3MA) — — — — 24 


параметров за рубежом не выпускаются. Зарубежные приборы, рекомендуемые 
для транзисторов типа ГТ402. 


<50 (45 В) |20—60* (5B; 0,1 A) — «1 i — 25 
<50 (45 В) А — <1 >> ные 25 
; 0,1 A) 
<50 (60 В) spears (5 B; 0,1 A) — <] — == 25 
<50 (60 В) 50—150* — <! = ans 25 
(5B; 0,1 A) 
<50 (60 B) 50—150* — <1 — = 25 
(5 B, 0,1 A) 
‚ 350 (60 В) >30* (0,45 A) -— <1 — — 25 
-_ 50 (80 В) [20—60* (5 В; 0,1 A) — <! ый — 25. 
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cS Ge Ee ee ee ee 


T403H p-n-p, © | 4000" |>8* кГц 20 1250 
ги ae р-п-р, С 4000* Sot? КГЦ rt 20 1250 
ASY76 - Ge, р-п-р, С 500 20,5 | 40 10 500 (1000*) 
ASY77 Ge, р-п-р, С 500 >0,5 60 10 500 (1000*) 
ASY80 Ge, р-п-р, С 500 >0,7 40 20 500 (1000*) 
AD164 Ge, p-n-p, C 6000* 11** кГц 25 20 500 (1000*) 

(45°С) 

AD152 Ge, p-n-p, C 6000* 11** кГц 45 12 1000 
ADI55 Ge, р-п-р, С €000* 11** кГц 25 20 1000 
А0169 ‚ | ае, р-п-р, С 6000* 11°* Ги 45 20 1000 
С С510К Ge, р-п-р, С 1000* > 10** 32 10 1000 
| кГц (2000*) 
СС512К. Ge, p-n-p, С 1000* >10** 25 10 1000 
| кГц (2000*) 

NU72 Ge, p-n-p, C 4000* >0,10 24 8 1500 

NU72 Ge, p-n-p, C 4000* >0,10 32 10 1500 
4NU72 Ge, р-п-р, С 4000* 20,10 48 15 1500 
$4072 Се, р-п-р, С 4000* | >0,10 60 20 1500 
ADP665 Ge, p-n-p, C 3200* 20,1 30 10 1500 
ADP666 Ge, p-n-p, C 3200* | >0,1 60 10 1500 
ГТ404А Ge, n-p-n, С 300; 600 | >1* 25* ыы 500 
ГТ404Б Ge, л-р-п, С 300; 600 | >1* 25* ss 500 
ГТ404В Се, п-р-п, С 300: 600 2% 40* — 500 
ГТ404Г Ge, n-p-n, С 300; 600 | >1* 40* —_ 500 
T4041 Ge, n-p-n, С 300; 600 |>1* 95* = 500 
FT404E Ge, п-р-п, С 300; 600 >1* 95* => 500 

404 2K Ge, п-р-п, С 300; 600 |>1* 40* as 500 
404 И Ge, n-p-n, С 300; 600 | >1* 40* ыы 500 
AC127 Ge, n-p-n, С | 240 (340*) | >1,5 32 10 500 
AC187 Ge, n-p-n, C 1000* — 25 10 1000 
AC!76 Ge, n-p-n, C 1000* >1* 32 . 10 1000 
AC181 Ge, n-p-n, C 300 ad 32 20 1000 
АС Ge, n-p-n, С | 220 (720*) | 3* 32 10 1200 
АС!41В Ge, n-p-n, С | 220 (720*) | 3* 25 10 1200 
SFT377 Ge, n-p-n, C 250 >1 16** 10 600 
950127 Ge, n-p-n, C 250 aaa 23 ad 500 
250127А |Ge, n-p-n, С 250 = 23 = 500 
250128 Ge, n-p-n, С 250 << 32 on 500 
QSDI28A Ge, n-p-n, C 250 ae 32 ых 500 
25072. Ge, n-p-n, С 720 0,75 25 6 600 
GD607 Ge, n-p-n, С 4000* > 1 32 10 ТА (2 A*) 
GD6L8 Ge, n-p-n, C 4000* >| 25 10 ТА (2* A) 
_ ©0609 Ge, n-p-n, C 4000* | >1 20 10 ГА (2* A) 
) ACI8>5 Ge, n-p-n, С | 270 (1250*)| >2 32 20 500 (1000*) 
Fico> Ge, p-n-p, K 3000* om 45 1 1500* 
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Продолжение 








| 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 14 
<50 (80 В) |>30* (0,45 В) = <1 ть ИВ 5 
 1<50 (45 В) | 30—60* (5B; 0,1 А) — <! — — 25. 
<40 (40 В) |>45* (6 В; 10 MA) | <60 (5B) <! <15 (1 кГц) = TO3 
<40 (60 В) |>45* (6 В; 10 MA) | <60 (5B) <! <15 (1 кГц) =“ TO3 
<40 (40 B) |>50* (0,3 A) <60(5B) | <! <15 (1 кГц) = TO3 

30 (25 В 80—320* shia — — = МОИ 
iat mia (1B; 0,5 A) 
<30 (45 B) 40—160* — _ — — MDI 
(1 B; 0,5 A) 
<30 (25 B) 65—320* — — — — мой 
| (1 В; 0,5 A) | 
| 1<30 (45 В) 40—160* — = — — МОИ 
(1 В; 0,5 B) 
<10 (10 В) | 60—175* (0,3 A) 85 (6 B) <0,6 = ыы А7 
<15 (10 В) >25* (0,3 A) 85 (6 B) <0,6 — — А7 
<35 (6B) >10* (1,5 A) — <0,2 — — SOT9 
<35 (6 B) >10* (1,5 A) — < 0,2 — — $0779 
<35 (6 В) = 10* (1,5 A) — < 0,2 — — SOT9 
<35 (6 B) >10* (1,5 A) — <0,2 — — SOT9 
sel 20—120* ых — — — TO6S 
(6 B; 0,1 A) 
= 20—120* Е — — — TO66 
(6 B; 0,1 A) 
<25 (10 В` |30—80* (ГВ; 3MA) — <6 — — 23 
5 (10 B) 60—150* — <5 — — 23 
(1 В; ЗмА) 
‚|< 95 (10 В) |30—80* (1 B; 3 MA) — <6 — = 23 
<25 (10 В) 60—150* — <6 — — 23 
(1В; ЗмА) 
<25 (10 В) |30—80* (1 В; 3 MA) — <6 — — 23 
<25 (10 В) |30—80* (1 В; 3 MA) ee <6 = = 93 
<25 (10 В) 60— 150" = <6 — — 23 
(1 В; ЗмА) 
<15 (10 В) 100* (20 mA) 70 (5B) | = <10 (1 кГц) — TOL 
<$100 (25 В)| 270 (10 В; SMA) | <180 (5B) — — ТО! 
`|<500 (32 В›|  35* (50 мА) <100 (5В)| <35 5 = TO! 
«20 (10 B) 50—250* 80 (6 В) 0,3 <10 (1 кГц) — R134 
(ЕВ; 0,6 A: 
<14 (10 B) | 40—160* (0,4 A) — — — — TOl 
<14 (10 B) |30—250 (6 В; | MA) = — — — ТО! 
10 50* (1 В; 0,3 A) — — — — TOI 
20 82* (1B; 0,20 MA) — — — — TOI 
20 >46* (1 B; 0,5 A) — — — — fol 
20 82* (ТВ; 20 MA) ~ — — — Tol 
20 46* (1 B; 0,5 A) — — — — TOL 
50 80* (1 B; 0,2 A) — — — — To! 
<35 (10 B) | 30—180* (50 mA) — — — — SOT9 
<35 (10 B) | 100—500* (50 = — — — — SOT9 
<35 (10 B) | 30—500* (50 мА) — — — — SOT9 
<20 (10 B) |[50—250* (1B; 0,3 A)} 80(6 B) — — — TOU 
у <500 
<2000 |20—60* (3 Bi 0,5.A)]<30(20B) | <40 = [ S3o00e| 26 
(45 В 
71—54 97 








| | 2 7 
TI605A ee, р-п-р, К 3000* = 45 0,5 1500* 
11606 Ge, р-п-р, К 1250* >30 35 1 1500* 
1606А Ge, р-п-р, К 1250* >30 35 0,5 1500* 
2SA416 Ge, p-n-p, СД | 6000" >90 70 1,5 700 
11607 Ge, p-n-p, K arc) >60 30 1,5 300(600*) 
T1607A Ge, p-n-p, К Ares >60 30 1,5 300(600*) 
11608 Ge, р-п-р, К | 1500(40° С)| >90 30 1,5 300(600*) 
1608 А Ge, р-п-р, К | 1500(40° С)| 5590 30 1,5 300(600*) 
11609 Ge, p-n-p, К | 1500(40° C)} >120 30 1,5 300(600*) 
TI609A Ge, p-n-p, К | 1500(40° C)} 3120 30 1,5 300(600*) 
mye (Sean ea] ie | | ЕВ as | 
KT601A Si, n-p-n, П 250(500*) >40 100* 2 30 
25664 Si, n-p-n, М 600 >20 130 a 50 
2№735А Si, n-p-n, ПЭ 500* >60 80 6 50 
KT605A Si, n-p-n, П 400 >40 300 5 200 
KT605B Si, n-p-n, П 400 >40 300 5 200 
2SC1056 $1, n-p-n, М 475 150 260 5 100 
BC!00 Si, n-p-n, M 590 10 350 7 150 
KT6I8A Si, n-p-n, П 500 >40 300 5 100 
2SC505 Si, n-p-n, П 600 >20 300 3 100 
256506 Si, n-p-n, П 600 >20 200 3 100 
MJ420 Si, n-p-n, П } 800(2500*) >15 275 6 100(500*) 
BFI79C Si, n-p-n, TI 700 120 250 5 50 
ВЕР!79С |$4 n-p-n, П 600 >75 250 5 50 
KT603A $1, n-p-n, ПЭ | 500(50° C) | >200 30*(70° С) 3 300(600*) 
KT6035 $1, n-p-n, ПЭ | 500(50° C) | >200 30* 3 300(600*) 
KT603B $1, n-p-n, ПЭ | 500(50° С)| >200 15* 3 300(600*) 
KT603r Si, n-p-n, ПЭ | 500(50° С) | >200 15* 3 300(600*) 
KT6031 $1, n-p-n, ПЭ | 500(50° C)} >200 10* 3 300(600*) ' 
KT603E $1, п-р-п, ПЭ | 500(50° C)| >200 10+ 3 300(600*) 
2N5188 $1, n-p-n, ПЭ | 800(4000*) | >250 60 5 ser | 
2N696 $1, n-p-n, П 600 >40 60 5 560* 
2N697 Si, n-p-n, П 600 >50 60 5 500* 
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| 8 | 9 | 10 | il | 12 | 13 | 14 
<2000 40—120* <30(20 В) <40 <500 96. 
(45 В) (ЗВ; 0,5 A) { <4000* 
<2000 | 20—60*(3 B; 0,5 А)| <30(20 В) <40 | <500 26 
(35 B) <3000* 
<2000 40—120* <30(20 B) <40 < 500 26 
(35 B) (3 B; 0,5 A) | <4000* 

600 40—100* — — 600* TO3 
(10 B; 0,6 A) 
<300(30 B) 20—80* <50(10 B) <10 <500 26 
(3 B; 0,25 A) <3000* 
<300 60—200* <50(10 В) <10 <500 26 
(30 B) (3 B; 0,25 A) й <3000* 
т 40—120* <50(10 В) <10 l о | 26 
В) ЗВ; 0,25 А <3000 
300 а сне | <в00в)| <10 550, | 2 
(30 В) ЗВ; 0,25 А >3000* | 
<300 40—120* ) | <50(10 В) <10 l S500 26 
(30 B) ЗВ; 0,25A m > 3000* 
<300 ( 80—240* ) <50(10 B) <10 [500 26 
(30 B) (3 B; 0,25 A) > 3000* 
2000 >40*(10 B; 0,6 A) 13 ae — TO3 
12 100* a — TOS 
2 CBee) | <1520B),  — <600 | 27 
20В; 10MA 
1,5 20*(20 B; МА <10 = Pe TOS 
<0,005 100% <10(5 B) <100 a TOI8 
(50'B) 30—100 
<50* ОВО МА) | <7(40B) | <400 <250 28 
(250 В) | 
<50* (40 В: ОМА) | <7(40В) | <400 <250 28 
(250 B) ie 
<1 eee <10 = — TOS 
(10 B; 10 mA) В 
0,06 40*(20 В; 10 MA) <160 <500* TOS 
<7(40 В = ыы 
>30*(40 В; 1мА) | S749 В) 19 
<2(100 В) 30—150* <15(50 В) <20 — TO39 
<2(100B) | (58; 50 MA) |<15(50В)| <20 — | To39 
(5 B: 50 MA) 12(20 В 70 at 
rep) | >15*@0B; мА) | SP ®) | SI iY 
imA <3,5* 75 <100 
(360 By | >20*(15B;20MA)| (50°) = м т 
ния sam В: 2 20 мА) <3,5* ВР = TO39 
ce (20 B) 
<10(30 в) | (2 Bot А) | <15(10 B) <7 <400 28 
> <100* 
<10(30B) | (2B; 0,15 A) | <15(10 В) <7 <400; 28 
р 100* 
<5(15 В) (2 Е А) <15 (10В) <7 5400; 28 
<100* 
<5(15 В) (2 BS er? A) <15(10 B) <7 <400: 28 
= <100* 
<i(10 B) (2 Aid He A) <15(10 В) <7 <400; 28 
| 100* 
<1(10 B) (2B; 0,15 A) <15(10 В) «7 400; 28 
) 1008 
| <0,5(39 В) (0,5 В; о А) | <10(10 В) <3,3 35" TO39 
<1(30 B) (10B; 0,15A) | <35(10В)] <10 = TOS 
| 40—120* | 
| <1(30 В) (108; 0,15А) |<35(10В)| <10 ыы TOS 
7* 99 








2N1958 Si, a-p-n, ПЭ | 600(2000*) | +100 60 5 500 
2N1959 Si, n-p-n, ПЭ | 600(2000*) | 3100 60 5 500 © 
2N2237 Si, n-p-n, ПЭ 600 >100 | 40 6 500 
28C796 Si, п-р-п, ПЭ 500 230 40 2 500 
КТ616А Si, a-p-n, ПЭ 306 | 3200 20* 4 400(600*) 
KT616B $1, п-р-п, ПЭ 300 | 2200 20* 4 400{600*) 
В$\А1 Si, п-р-п, ПЭ | 325(1000*) | >250 30* 5 300(500*) 
BSX89 Si, п-р-п, ПЭ 300 >200 25 5 500 
28C395A Si, n-p-n, ПЭ 250 > 200 20 5 400 
2N3210 Si, n-p-n, ПЭ 360 >300 40 5 500 
В$У17 Si, n-p-n, ПЭ 350 > 280 20 5 200 
BSYI18 Si, n-p-n, ПЭ 350 > 280 20 5 200 
BSY62 Si, a-p-n, ПЭ 350 > 280 25 5 200 
2SC131 Si, п-р-п, ПЭ 350 350 40 5 300. 
2SC132 Si, n-p-n, ПЭ 350 350 20 5 300 
29SC133 Si, n-p-n, ПЭ 350 350 20 5 300 
2SC134 Si, n-p-n, ПЭ 350 350 40 5 300 
2$C135 Si, n-p-n, ПЭ 350 350 20 5 300 
2$C137 Si, n-p-n, ПЭ | 350(1200*) 350 25 5 300 
KSY21 Si, n-p-n, ПЭ 360 >300 40 5 500 
2N914 Si, п-р-п, ПЭ 360 >300 40 5 150(500*) 
KSY62 Si, n-p-n, ПЭ 350 >200 25 5 200 
KSY63 Si, л-р-п, ПЭ 350 >300 | 40 5 200(500*) 
KT6I7A Si, a-p-n, ПЭ 500 >150 30 4 400(600*) 
KF507 Si, n-p-n, ПЭ 800 >50 40 5 500 
$Е21 Si, n-p-n, ПЭ 600 _ >60 20 5 500 
SF22 Si, n-p-n, ПЭ 600 >60 33 5 500 
SF126A+F | Si, п-р-п, ПЭ 600 >60 33 7 500 
2SC482 Si, n-p-n, ПЭ 600 >50 40 5 600 
2N2236 Si, n-p-n, П 600 >50 40 5 500 
2N1838 Si, n-p-n, М 600 >90 45 5 500. 
2N1839 Si, n-p-n, M 600 >90 45 4,5 500. 
2N1840 Si, n-p-n, М 600 >90 25 5 500 
2$С188 Si, п-р-п, П 600 150 40 3 500 
KT608A Si, п-р-п, ПЭ 500 >200 60 4 400(800*) 
КТ608Б Si, n-p-n, ПЭ 500 (| 2200 60 4 400(800*) 
BFY50 Si, a-p-n, ПЭ 800 >60 80 6 1000* | 
BFY5I Si, n-p-n, ПЭ 800 -| >50 60 6 1000* | 
BFY52 Si, n-p-n, ПЭ 800 >50 40 6 1000* . 
BSX59 Si, n-p-n, ПЭ 800 -| >250 70 5 1000* _ 
BSX60 Si, п-р-п, ПЭ 800 -| >250 70 5 1000* : 
В$Х 61 Si, a-p-n, ПЭ 800 -| 3250 - 70 8 1000* 
2№2218 1 Si, л-р-п, ПЭ 800 -| 2250 60 _ в 800 


100. 


<0,5(30 B) >20*(10 В; 0,15 А)| <18(10 В) 


<0,5(30 В) 40—120* <18(10 В) 
10 В; 0,15 A) 
0,05 40—125* <35 
(1 В; 0,1 A) 

5 50(20 B; 15 MA) 5 
<15(10 В) | >40*(1 В; 0,5 A) | <15(10 В) 
<1!5(10 В) | >25*(1 B; 0,5 A) | <15(10 B) 
<0,5(30 В)| >15*(1 В, 0,5 A) | <8(10В) 
<0,5(15 В)| >20*(10 В, 10мА)| 2,5(10 В) 
<0,1(20 В) 20—300* <6 10 В) 

1 В; 10 мА 

<0.01 OR вм, | <ваов) 

(20В) (1 В; 10 мА) 
<1(20 В) >10*(1 В; 0,1 A) | <5(5 В) 
<1(20 В) | >20*(1 В; о, .! А) | «9(5 В) 

<0,5 30—300 <5(5 В) 

(15 В) i B; 10 ae 
0,05(1 0 в) 0*(1 В; 10 MA) <4 
0,05(10 B) ее В; 10мА) <4 
0,05(10 В)| 60*(1 В; 10 MA‘ <4 

0,02 60*(1 В: 10 MA) <4 

An B) 

<0,02 60*(1 В; 10 MA) <4 
(10 B) 
<0,05 50*(1 В; 10 MA) 4 

Nigh 10? <6(10 B) 

<1(40 В) | >10*(5 В; 0,5 A) 

<0,025 | >10*(5 В; 0,5А) | <6(10 В, 
(20В) зе 

‚ <0,5 20—300* <5(5 В) 
(15 В) (1 В; 10 мА 

0,025 30—120* | <6(5 В) 

(20 В) (1В; 10 мА) 
<5(30В) | >30*(2 В, 0,4 А) | <!5(10B) 
<0,5 (30 В)! >20*(10 В; 0,5А) | <25(10 В) 
<1(20 В) ite — 
<0,1(33 В) = — 
<0,1(33 В) 18—1120* <20(10 В) 

(2В; 50мА) 
1 >30*(2 В: 0,15 A) 15 

0,05 >15*(1 В: 0,1 A) <35 
<1,5(30 В) 40—150* <27(10 В) 

| (10 В; 0,1 A) 
<1,5(30 B)} >12* (10 В; 0,1 A) | <27(10 В) 
re >10°(10 В; 0,15 А)| <27(10 В) 
sf 50*(6 В; 50 MA) ie. 
<10(60 В) 20—80* <15(10 В) 
5В; 0,2 A) 
<10(60 B) 40-160" <15(10 B) 
(5 B; 0,2 A) 

Sry 30%(10 B; 0,15 A | <12(10 В) 

<n Us >40*(10 B; 0,15 A)}| <12¢10 В) 

(40 B) 

<0,05 >60*(10 В; 0,15 A)} <12(10 В) 

(3 

0.5(40 В 30—90* 10(10 В 
нов! BBA? | Socom 
<0,5(40 В) <10(10 В 

(1 В; 0,5 A) 
<0,5(40 В) 30—90* <10(10 В) 
(1 В; 0,5 A) 
<10(60 В) 40—120* <8(10 В) 


(10 B; 0,15 A) 


<3 
<3 


«2,5 


<1,2 
<1,2 


<l,4 
<60 
<25 
<3,75 
<28 
<28 
<60 


<3,5 
<3,5 


<60 
<25 
<7 

<10 
<20 


«20 
<3,3 


<14 


<14 
<9 


<2,5 
<2,5 
<10 
<15 
<15 
<2,4 
<2,6 
<2,6 
<3 


ee ee ee ee 


6(2 МГц} 


4,5(1 кГц) 


t 


{ | 


Продолжение 





{4 
<25* TOS. 
<;25* TO5 | 
<600** TO5 

— ТО5 
<50* 18 
<15* 18 
<110** | ТО18 
пк<75* | ТО18 
<50* TOL 
<20* TOI 

14° TOL 
2 18* TOI 
«25* TOI 

20* ТО!8 

20% TOL’ 

20* ТО!8 
100* TOis 
100° TOL’ 
90* TOW 
20* TOI 
<40** TOL 
<25* TOL 
<25* ТО! 
<120 19 

ме ТО5 

— TOS 

sl ТО5 
5550 TO3 

— TO39 

— TO5 

170* TOd 

78* TOS 

— т 

— О 
<190* р 
<120* 28 

300* TO39 
300* TO39 
300° ТОЗ9 
<60** ‘TO39 
<70** TO39 
<100** TO39 
< bone TOSY 
<225 
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1 2 6 7 
2№2218 А Si, n-p-n, ПЭ 800 2250 75 6 800 
2N3053 Si, n-p-n, П 1000 >100 60 5 700* 
2N2224 Si, n-p-n, ПЭ 800 >160 65 5 500 
2N2195 Si, n-p-n, ПЭ 600 >50 45 5 1000 
2N2410 Si, n-p-n, ПЭ 800 > 200 60 5 800 
2N2958 Si, л-р-п, ПЭ 600 >250 60 5 600 
2N22 17 Si, n-p-n, ПЭ 800 > 250 60 5 $00 
2N3299 Si, n-p-n, ПЭ 800 >250 60 5 500 
2№2194 Si, n-p-n, ПЭ 800 > 50 60 5 160 
2№2194А Si, n-p-n, ПЭ 800 >50 60 5 100 
BSY34 Si, n-p-n, ПЭ | 800(2600*) > 250 60 5 600 
BSY58 Si, n-p-n, ПЭ | 800(2600*) >250 50 5 600 
KSY34 $1, n-p-n, TID | 800(2600*) | >250 60 5 600 
SF23 Si, n-p-n, ПЭ 600 >60 66 5 500 
SS120 Si, n-p-n, ПЭ 600 aa 60 5 700 
$$195 Si, п-р-п, ПЭ 600 >30 30 5 600 
$$126 Si, a-p-n, ПЭ 600 >30 60 5 600 
BSXP59 Si, n-p-n, ПЭ 800 >250 70 5 1000 
BSXP60 Si, n-p-n, ПЭ 800 $250 70 5 1000 
BSXP61 Si, n-p-n, ПЭ 800 >250 70 5 1000 
2N3724 $1, n-p-n, ПЭ 800 >300 50 6 500 
2N3722 $1, n-p-n, ПЭ 800 ->300 80 6 500 
KT604A $1, n-p-n, П | 800(3000*) >40 300 5 200 
KT6045 Si, n-p-n, П 800(3000*) >40 300 5 200 
ВЕ258 Si, n-p-n, ПЭ | 800(5000* 90 250 5 100 
BF259 $1, п-р-п, ПЭ | 800(5000*) 90 300 В 100 
BF337 Si, n-p-n, П 3000* >80 250 5 100(200*) 
BF338 Si, n-p-n, П 3000* >80 300 5 100(200*) 
2N3742 Si, n-p-n, ПЭ 1000 >30 300 я 50 

(5000*) 
2N4926 Si, n-p-n, П 1000 >30 200 7 50 
(5000*) 
2N4927 Si, n-p-n, П 1000 >30 250 7 50 
(5000*) 
KT61l1A Si, n-p-n, П 800(3000*) | >60 200 3 100 
KT611B5 Si, n-p-n, П 800(3000*) | >60 205 3 100 
KT611B Si, n-p-n, П {| 800(3000*) >60 180 3 100 
KT611r Si, n-p-n, П | 800(3000*) >60 180 3 100 
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8 | 9 12 14 
<10(75 В, 40—120* <8(10 В) <2 — { <150 TO39 
(10 B; 0,15 A) <225* 
<100 50—250* <15(10 В) <9 зи TOS 
(60 B) (10 В; 0,15 A) 
<0,01 и 40— 0 120" rf <8(10 B) <2,6 — ды TOS 
“a в) 520% (16 В; 0,15 А)| <20(10 В) «2,3 ‘a <150* TOs 
<0,3(30 В) 30—120* <11(10 B) <3 inh <40* TOs 
(10 B; 0, 15 А) 
<10(60 В) и т <8(10 В) <3,3 — <300* TOS 
(10 B— ) 
<10(60 B) 20—60* <8(10 В) <2,7 > <150** TOS 
(10 B; 0,15 A) 
<10(60 В) ey oe A) <8(10 B) <3 — <150** TOS 
(10 B; 0, 
<0,01 20—60* <20(10 B) <2,7 — <150* TOS 
30 B (10 B; 0,15 A) 
20.01 О | <2010B) | < 5 <150* | ros 
30 В (10 B; 0,15 A) 
0.0} >25*(1 В; 0,1 А) | <6(10В) <!,7 = <95** 7039 
50 B 
о >17*(1 B; 0,1А) | <6(10 В) <1,7 — <110** TO39 
50 B 
200 | >25*А в; олд) | <60В) | <2 = <98е * | бк 
(50 В} о 
<0,1 — = <20 i — TOS 
wee) -- — <15 — <100** TOS 
4,0, 025 — _ <15 = — ТО5 
В) | 
<0,025 — = <15 — — TOS 
4 
ae >25*(1 B; 0,5 A) | <10(10 B) <2 и <60** 1039 
= >25*(1 В; 0,5 A) | <10(10 В) <2 — <70** TO39 
esis >25*(1В; 0,5 A) | <10(10 B) <4 — <100** TO39 
<1,7(40 B) a А, <8(10В) <2 ~ <60** TO39 
<0,5* 40—150* <10(10 В) <2,5 = <85* В 
Я р 408 и <7(40 В) <400 0 
50(250 В ae — — 3 
ОВ ов; 20 мА) ы 
<50(250 В) 30—120* <7(40 В) <400 — — 30a 
(40 B; 20 MA) 
<0,05 >25* 5,5(30 B) <33 a = TO39 
(200 B) (10 B; 30 MA) 
<0,05 > 25" 5,5(30 B) <33 — — TO39 
(250 B) (10 B; 30 MA) 
<100** 20* — -. — — TO39 
(200 B) (10 B; 30 MA) 
<100** 20* = —_ — — TO39 
(250 B) (10 B; 30 MA) 
<0,2 20—200* <6(10 В) <100 — = ТО5 
(200 В) (101 В; 30 MA) 
< 0,1 20—200* <6(20 В) <100 = = TO39 
(100 B) (10 B; 30 MA) 
<0,1 20 —200* <6(20 B) «100 — sid TO39 
(150 В) (10 В; 30мА) 
10—40* <5(40 В) < 400 — <200 30a 
(40 B; 20 MA) 
on 30—120* <5(40 В) <400 ~ <200 30a 
(40 B; 20 MA) 
= 10—40* <5(40 B) <400 = <200 30а 
(40 В; 20мА) 
— 30—120* <5(40 В) <400 — <200 30а 
(40 В; 20мА) 
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2N4924 
2N4925 
ВЕ 
BF178 
BFY45 
BFY65 


ВЕ! 14 
KF504 


BF305 
BFP177 
BFP178 
BFPI79A 
BFP179B 
BFI186 
BFJ98 
BF291 
BF137 
2SC65 
25066 
ВЕ!40А 
KT602A 
KT602B 
KT602B 
KT602r 
BF177 
2N1893 
2N698 
2N699 
KF503 
BFW 45 
SFI21A—F 
SF122A—F 
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Si, 
Si, 
Si, 
Si, 
Si, 
Si, 
Si, 


IT 


3 
ПЭ 


Il 
Il 
I] 


a 


— 
©) 


© 


о ча Foo wo 


= 
® 


on i ee ee ee = ee ee Pe << 


670(5000* ) 

600(65° C) 
3000* 

800(5000*) 
1000 


(5000*) 
1000 


800(2500*) 
565(1300*) 


590(45° C) 
700(2500*) 


800 
600 
600 
600 
600 
2750* 
800(3000*) 
800(3000*) 
680 
600 
600 
800(2500*) 
850(2800*) 
850(2800*) 
850(2800*) 
850(2800*) 
600(65° С) 
800(3000*) 
800(3000*) 


600(2000*) 


ПЭ | 700(2500*) 


п 
Il 
II 


800 
600 
600 


SS LLL LLL LLL LLL LLL 


90 
120 
>80 
>40 
>46 
>100 
>100 
100 
100 
130 
>50 


>100 
>90 


100 
>75 
275 
>75 


120 
>40 


>40 
95 
110 
110 
>40 
>150 
>150 
>150 
>150 
120 
>50 
>40 
>50 
>90 
>80 
>60 
>60 


5 


160 
220 
185 
150 
150 
100 
159 
200* 
160 
140* 


120 


165 


33 


aaa»aQanaiinrinroauaigdgdgraawn о ьъьь а © осзлая aan oan naaaaanaua aun a 


=> 


ma 


100(200*) 
100 200*) 
200 
200 
200 
200 
80 
50 
30 


100(200*) 


50 
50 


50 


50 
50 


75(500*) 
75(500*) 
75(£00*) 
75(500*) 
50 
500 
50 
50(100*) 
100(300*) 
100(300*) 


Продолжение 











| 8 | 9 | 10 | MW. | 12 | 13 14 
100 В д 
о” >20*‘15 В; 20 мА) — — — <100 TOS | 
= >20*(10 В; 30 MA) — — — <100 TOS: 
<0,01 30—120* <9(20 В) <20 — = TOs 
10 B; A : 

; (10 B; 30 MA) ae 
<0,1(50 В)! >35*(10 В; 10мА)| <10(20 В) < 25 — TO39 
<0,1(75 В)| >35*(10 В; 10 мА)| <10(20 В) < 25 — — TO39 

<0,2* | 20*(20 В; 60 MA) = 330 = 100 TO39 
160 B ) 
<0,2" >20*(20 B; 30 MA) ыы 50 = 100 TO39 
160 B 
<0,1" >40*(10 B; 10 мА)| <3,5(10 В) = — — TO39 
140 В | 
<0,1(788) >360*(2 В; 15мА) | <8(10 В) <450 = = TO39 
<50(100 В)! >25*(10 В; 30 MA) =. = == ах ТО5 
Зоо В} 70*(10 В; 10мА) | <3,5(10 В) 70 — <150 ТО5 
it >30* 3,5* = = г. 1039 
о >20*(10В; 15 MA) 3,5* = = i TO39 
№ 
x >20*(20 В; 30 мА) 3,5 — — — TO39 
ee >20*(15 B; 20 MA) 3,5* — = = TO39 
= >20*(15 В; 20 мА)| 3,5* — — a TO39 
ИИ >20*(20 В; 40 MA) — <500 — 30 TOI 
<0,01 90*(10 B; 10 MA) “=P <40 one = TOS 
100 В 
а 90*(10 B; 10 MA) | <3,5(20 В) 12 — — ТО5 
ОЕ >25* 2 = = = TO39 
(10 B, 30 MA) 
<10 30*(20 В; 5 MA) <10 Ри os = _ 
150 В 
‘20 | 55*(20 В; 5 MA) <10 = = в TOs 
(150 B) 
<1(100 B) eid en en <3(50 B) 25 — <150 TOS 
<70 20—80* <4(50 B) <60 si <300 30a 
(120 B) (10 B; 10 MA) 
<70 50* <4(50 B) <60 = <300 30а 
(120 В) (10 В; 10 MA) ana | 
<70(80 В) ei es Ча ay <4(50 B) <60 — < 30а 
<70(80 В) 50% <4(50B) | <60 — <300 | 30a 
(10 B; 10 MA) 
<0,2* >20* — 66 — <100 | tTo39 
(100 B) (10 B; 15 MA) 
<100 >35* <15(10 В) <33 — — TOS 
(120 B) (10 B; 10 MA) 
<100 223(5 В; 10 MA) | <15(10 В) <24 — — ТО5 
pny >45(5 В; 10 MA) | <20(10 B) <3,3 < ae TOS 
1208) | 80%(10 в; 30 mA) $3,5 15 Ей <150 | TOS 
: В 
wo) 20—120* wae ma 30 | 1039 
(20 В; 50 MA) 
‚| <1(20 В) а о <26(10 В) <20 Е 520 TOS 
‘| <1(33 В) ols tor, |<2600в)| <20 — 520 TOS 
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SF123A—F 
SF150 
BFJ57 
BF290 


SFT187 
2N1565 
2N1566 
2N1566A 


MM3000 
MM3001 


2SC249 
28C247 
KT626A 


KT6265 
KT626B 
BD 136 
BD 138 
BD140 


MPS—U5l 
MPS—USIA 
MPS—U55 
MPS—U56 
D41D1 


D41D4 


D41D7 
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$1, n-p-n, П 


Si, n-p-n, П 


Si, n-p-n, П 


= 


$1, п-р-п, 


Si, П-р-п, 
Si, п-р-п, 


Si, п-р-п, 


нана 


Si, П-р-П, 


Si, n-p-n, ПЭ 


Si, n-p-n, ПЭ 


Si, n-p-n, П 
$1, n-p-n, П 
Si, р-п-р, ПЭ 


Si, p-n-p, ПЭ 


Si, p-n-p, ПЭ 


Si, p-n-p, ПЭ 


Si, p-n-p, ПЭ 


$1, p-n-p, ПЭ 


$1, р-п-р, ПЭ 
$1, р-п-р, ПЭ 
Si, p-n-p, ПЭ 
Si, p-n-p, ПЭ 


| Si, р-п-р, ПЭ 


Si, p-n-p, ПЭ 


Si, p-n-p, ПЭ 


680 (3750*) 
800 (3000*) 
800 (3000*) 


800 (2500*) 
600 (1200*) 
600 .1200*) 
600 (1200*) 
1000 
(5000*) 


1000 
(5000*) 


500 
600 


6500* 
(68 °C) 


6 500* 
(60 °C) 


6500* 
(60 °C) 


8000* 
8000* 


8000* 


8000* 
8000* 
1000* 
1000* 
6250* 


6250* 


6250* 


150 


150 


140 


125 


120 


135 
80 
80 
80 


100 


150 


70 
100 


60 


80 


45 


60 


100 


40 
50 
60 
80 
45* 


60* 


75* 


aoa oq © 


сл 


сл 


100 (300+) 


50 


50 
50 
100 


200 


200 


70 
100 
500 (1500*) 


500 (1500*) 
500 (1500*) 
1000 


(1500* 


1000 
(1500*) 


1000 
(1500*) 


2000* 
2000* 
2000* 
2000* 


1000 
(1500*) 


1000 
(1500*) 


1000 
(1500*) 


Продолжение 















| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 
<! (66 В) 18—1120* 20 <20 ° 520 TOS 
(2B; 50 MA) 
<0,1 28—140* <8,5 (10В) <170 <30 TOS 
(140B (10 B; 5 mA) . 
<100 90* (10 B; 10 MA) {<12 (20 B) <40 = TO5 
(125 B) 
<0,1 90* (10 B; 10 MA) | 2,6 (50 B) 12 was Ре TOS 
(75 B) 

— >25* (10 B; 30 MA)| <3 (50 В) <10 ax = ТОБ 
<1 (40 B) 140—100 (5 В; 5мА)| <10 (5 В) <100 = es TO5 
<! (40 В) |80—260 (5B; 5мА)| <10 (5 B) <100 = Ба TOS 

<0,5 (40 B) 60—200* <6 (5 B) <60 = = TOS 
(5B; 5 MA) 
<1 (50 B) |>20* (10 B; 10мА)| <7 (20 B) ran =e — TO39 
<1 (75 В) |>20* (10 B; 10 мА)| <7 (20 B) ре = ee TO39 
<! (30B) | 60(6B; 2,5MA) | 2,7 (6B) = ка aa TO39 
<1 (30 B) 60 (6 B; 2 MA) 3 (6 B) = ыы Ре TO39 
<0,01 40—260* <150 (10В) 2 вы 500 31 
(30 В) (28: 0,15А) | s < 
<0,15 30—100* <150 (10 В) 2 к <500 31 
(30 B) (2B; 0,15 A) < = 
<1 (80B 15—45* <150 (10 В 10 a - 31 
№ | Bolsa) |“ < ser 
<0,1 (30 B) 40—25 0* = Ра = a TO126 
(2B; 0,15 B) 
<0,1 (30 В) 40—160* = <1 = У TO126 
(2B; 0,15 A) 
<0,1 (30 B) 40—160* an <! = _ TO126 
(2B; 0,15 A) 
<0,1 (30 В)| >60* (1 B; 0,10 A)|<30 (10 В) <0,7 = Ри Х81 
<0,1 (40 В}| >60* (1 В; 0,1 А) |< 30 (10 В) <0,7 ps a2 Х81 
<0,1 (40 В)| >50* (1 B; 0,25 А)|<15 (10 В) «2 ее = _ X8i 
<0,1 (60 В)| 2>50* (1 В; 0,25 А)|<15 (10 В) K2 i 58 _ XSi 
<0,1 (45 В) 50—150* 10 10 B) <! = =* X51 
(2 B;0,1 А) = тв 
<0,1 (60 В) 50—150* 10 (10В) <! Гы 75* X51 
(2 B;0,1 A) | 
<0,1 (75 В) 50—150* 10 (10 B) <2 = 5* x 
(2 В:0,1 А) <. 75 Х 51 
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Транзисторы большой мощности низкой, средней и высокой частот 











Р-р, UKBO проб, га 
* * 7 < 
Условное Материал, R | дк ТЯ . © . 
обозна- структура, ках р RORapOO 2 м 
чение технология Вт а вы _ я Е 
1215’ КЭОпроб’ о as 
Mr . 
ы ь 2 wee 
ПИТ. ВЕНЕ ОЧЕН: See В — — 
1 2 3 4 5 6 7 
M2019 |Ge, p-n-p, С 10 >0,1* 45. — 1,5 
П201АЭ |Се, p-n-p, С 10 | >0,2* 45 ae 1.5 
112029 | Ge, p-n-p, С 10 >0,1" 70 a 9’ 
112039 | Ge, p-n-p, С 10 >0,2* 70 — 2 
2SB481 Ge, p-n-p, C 6 0,015** 32 10 1 
2$8130 | Ge, p-n-p, С 6 — 32 10 1,5 
2SBI80A | Ge, p-n-p, С 12 0,013** 40 12 0,5 
25В181А | Ge. nee С 12 0,013** 60 12 075 
_ 60617 | Ge, p-n-p, С 4 (60°C) 1 32 10 1 
GD618 | Ge, р-п-р, С 4 (60°С) 1 40 10 1 
60619 |Ge, p-n-p, С | * (60°C) 1 50 10 1 
OC30 | Ge, р-п-р, С 4 0,15 3 1,4 
258367 | Ge, р-п-р, С 6,6 0,5* 30 12 1,5 
2SB368 |Се, р-п-р, С 6,6 0,5* 45 _ 2 1,5 
258473 | Ge, p-n-p, С 4,3 0,01** 32 6 1 
2$8456 | Ge, р-п-р, С 13 — 80 30 | 
258466 | Ge, р-п-р, С 12 0,013** 40 12 0,5 
2$8467 |Ge. р-п-р, С 12 0,013** 60 12 0,5 
258448 | Ge, p-n-p, С 13 >0,01** 32 10 1 
ADP670 |Ge, p-n-p, C 10 >0,1 30 10 1,5 
АОРб7! | Ge, р-п-р, С 10 >0,1 20 10 1,5 
ADP672 | Ge, р-п-р, С 10 >0,1 60 10 1,5 
T1213 Ge, р-п-р, С {11,5 (49°C) | >0,2 45 15 5 
213A | Се, p-n-p, С 10 0,2 45 10 
112136 | Ge, Boab. С 10 >0' 45 10 5 
1214 Ge, p-n-p, С 10 >0,2 60 15 5 
П214А | Ge, p-n-p, С 10 >0,2 60 15 5 
12145 | Ge, p-n-p, С 11,5 >0,2 60 15 5 
П214В | Ge, p-n-p, С 10 >0,2 60 10 
T2140 Ge, a a С 10 >0,2 60 10 : 
1215 Ge, p-n-p, С 10 20,2 80 15 5 
2N2835 |Ge, p-n-p, С. 16 — 32 10 
AUY18 | Се ло с |1 (45°C) 0,3 64 20 ; 
AD1202 | Ge, p-n-p, С 8,1 0,2 45 10 1,5 (3*) 
AD1203 |Ge, p-n-p, С 8,1 0,2 60 10 1,5 (3* 
2N2659 Ge, p-n-p, C 15 >0,28 50 20 | 73 | 
2N2660 | Ge, р-п-р, С 15 20,28 70 20 3 
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IKBO: MA #215 

| 8 9 
<0,4 (20 B)| >20 (10 B: 0,2 A) 
<0,4 (20 B)| >40 (10 B; 0,2 A) 
<0,4 (30 В)| >20 (10 B; 0,2 A) 
<0,4 (30 B) 

ie 30—110 (1 A) 

1 20 (1B; 1,5A. 

‚ |<0,5 (30 B)| 70 (1,5 B; 0,5 A) 

- 1<0,2 (30 В)| 70 (1,5 B; 0,5 A) 

3 Tien 40—230 (0,5 A) 
к 100—300 (0,5 A) 
<0,025 40—360 (0,5 A) 

(10 B) 
0,035 (6 В)|18—110. (6 В; 0,1 A) 
<0,07 
(12 B) “tp: O68 A) 
<0,07 50—80 
(12 В) 1,5 В; 0,5 A) 
0,015 40—180 (0,5 A) 
<0,1 (80B)] 80(1 B; 0,3 A) 
<0,5 (30 В)| 70 (1,5 B; 0,5 A) 
<0,2 (30 B)} 70 (1,5 B; 0,5 A) 
<! 30—110 (ГА) 
— 30—200 (6 В; 0,3 A) 
— 30—200 (6 В; 0,3 A) 
— 30—200 (6 B;.0,3 A) 
<0,15 20—50 (5B; 1 А 
(eB) [ера 
< >20 (5 B; 0,2 A) 
<1 (45 В) | 340 (5 B; 0,2 A) 
<0,3 (60 B)| 20—60 (5 B; 0,2 A) 
<0,3 (60 В)|50—150 (5 B; 0,2 A) 


alt 20—150 (5 В; 0,2 A) 


< (60 B 0 
218 вов в} >20 (5 В; 0,2 А) 


| <0,3 (80 В)|20—150 (51 В; 0,2 А) 


— >30 (1 A) 
<1 (64 В) | 75 (0,5 B; 0,5 A) 
0,1 (14 В)! 35 (7 B; 0,3 A) 


Л 


<0,1 (14 В)| 35 (7 В; 0,3 A) 
0,125 30—90 

(0,5 B; 0,5 A) 
30—90 

(0,5 B; 0,5 A) 


0,125 


С 


к’ 


ETHIE 


ee ae pitt 1 44 Sees 1 11 


пФ 


TKS нас, 


Ом 


<1,25 
<1,25 
<1,25 
«1,25 


<0,6 
<0,6 
<0,6 


= 
+2 


РЕ 


_ «0,16 


<1, 25 
<0, ‚3 


<0,3 


<1,25 
<1, "25 
<0,3 


<10 


<0,04 
<0,25 


«0,25 
<0,4 


<0,4 


7бСк, ric 


Prt dtl ps 


Peete 


ГР 1 Е Ut 


111 


t 


t 

% 

выкл’ 
MKC 


pac’ 


— 


3 


и 


1 | 


Plt | erie Г. Ad Py tddd | 1 | 


Kopnye 





MD17 
TOS 
TO3 
TO3 

R122 

R122 
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2N2661 
2N2665 
2N2666 
2N2667 


AD139 
AD263 
AD262 


AD431 
AD436 


AD438 
AD439 
AD457 
AD465 
AD467 
AD469 
5NU73 
6NU73 


7NU73 
GD160 


GD170 


GD175 
GDi80 


GD240A—D 


GD241A—D 
GD242A—D 
GD243A—C 
GD244A—C 


ГТ703А 
ГТ703Б 


ГТ703В 


ГТ703Г 


ГТ70ЗД 
AD148 
AD149 
АО150 
AD162 


ADY27 
OC26 


OCI1016 
SFT212 
SFT213 
AD301 


OC27 
2NU73 
3NU73 
4NU73 


110 


Ge, 
Ge, 
Ge, 
Ge, 


Ge, 
Ge, 


Ge, 


Ge, 
Ge, 
Ge, 
Ge, 


Ge, 
Ge, 


Ge, 


Ge, 
Ge, 
Ge, 
Ge, 
Ge, 


2 
p-n-p, G 15 >0, 28 
p-n-p, С 15 >0,3 
p-n-p, C 15 >0,3 
р-п-р, С 15 >0,3 
р-п-р, С И 0,010** 
p-n-p, C ” a 
pine 10 (60°C) 0,450 
р-п-р, С 4 — 
р-п-р, С `. 
6 вы 
p-n-p, С 6 ыы 
р-п-р, С т on 
p-n-p, C т ae 
p-n-p, С 7 = 
в. С 7 = 
“hes 12,5 >0,15 
ae Е 12,5 | 50,15 
- 12,5 | 50,15 
oe 5.3 | 50,25 
BOE 5,3 >0,25 
5,3 0,25 
p-n-p, С 5 3 20, 
ws | >0,25 
ye а 10 (45°С) | 50'35 
о 

р-п-р, С т С) >0,35 
р-п-р С Ро ) >0,35 
D-h-p. С 10 (45°C) >0,3 
p-n-p, © | 10 (49°C) | 50,3 
p-n-p, С 15 640°C) >0,010** 
p-n-p, С 15 (40°С) | >0,01** 
p-n-p, С 15 (40°C) | >0,01** 
p-n-p, © | 15 (40°C) | >0,01** 
net-p, 6 15 (40°C) | >0,01** 
р-п-р’ С 13, 0,012** 
-п-р’ С 27,5 >0,007** 
p-n-p, C aC? 0,012** 
p-n-p, C : 1,5 
ыы 27,5 0, 012** 
р n р, С Ge) 

it , 0,003** 
р п р, С eae > 

-n- ; G Ws >0,003** 
DoD. С 30 20,2 
p-n-p, C a ee 
p-n-p, C 30 >0,2 
р-п-р, С 12,5 >0,15 
р-п-р, С 12,5 >0,15 
р-п-р, С 12,5 >0,15 
p-n-p, С 12,5 “20,15 


10 


10 
10 


10 
15 


в ow 
> - 
or 


Co Go 
сло Cin 
хх 
—— 


ww wh 
ee —— 
We 

* 

war 


wn ма 


O WWWWwWH WO WwW & WH WWAAOM 


oo om 


® & wwwowe w 
л oO moana oo 


1,5 (3*) 


- 


aoa 


0,125 30—90 
(0,5 B; 0,5 A) 
0,125 50— 150 
(0,5 В; 0,5 A) 
0,125 50-150 
(0,5 B; 0,5 A) 
0,125 50—150 
(0,5 B; 0,5 A) 


<0,025 [30—110 (0,5 B; ТА) 
(0,5 B) 

<0,1 20 (2 B; 1,5 A) 
(0,5 B) 


<0,1 30 (2 B; 1,5 A) 

0,5B 
a3 в) 30—150 (1 B; 2 A) 
<—0,3 (40 B)} 15—60 (1 B; 2A) 
<0,3 (60 B)| 15—40 (1B; 2 A) 
=) 3 (80 В) 15—50 (1 В; 2 A) 
<0.3 (60 B)| 20—60 (1,5 В; 2 A) 
<0,3 (40 B)| 20—90 (1,5 B; 2 A) 
<0,3 (40 В)| 20—50 (1,5 B; 2 A) 
<0,3 (80 B) a © 7. rs 2 A) 
<0,1 (6B = 
<0,1 (6 B) >10 (ТА) 
<0,1 >10 (1 A) 
м >30 (6 B; 0,2 A) 

Aas >30 (6 B; 0,2 A) 

(6 B) 

18—90 (2B; 1,5A 
Е г В) 18—90 (6 В; 0.2 a 
<0,1 (6 B) 18—140 (2 B; 2 A) 
ee к 18—140 (2 В; 2А) 
a И в) 18—140 (2 В: 2 A) 
<0'1 (6B) | 18-90 (2 B; 2 A) 
<0,5 (20 B) 30—70 at a 50 MA) 
<0,5 (20 B)} ЦВ; 50мА) 
ee * 

<0,5 (30 В) ae $0 wi) 
<0,5 (30 B) 50—100 


Os: 50 = 
20—45 (1 B; 50 MA) 
HER ae aa 
< (32 В) 50 (1 В; 50мА) 
=1* (32 B) | 82 (1 B; 50 MA) 


Se 74—300 
<0,2 (32 В) (1 В, 50 MA) 
<0,5* 50 (1 B; 50 MA) 
(32 B) 20—75 
Gee (14 В; 30 мА) 
“at eB 40 (14 В; 30 MA) 
es So г )} 20—150 (2 B; 2 A) | 
< 40 в 20—150 (2 В; 2 A) 
5130 By | 20—150 (2 В;2А) 
<0,1 (6 В)| 60—180 (6 В; 0,1 A) 
< 0,1 (6 В) >10 (ЗА) 
— 0,1 (6 B) >10 (ЗА) 
<0,1 (6В) >10 (ЗА) 
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Продолжение 


Pa Th) 24 


|| 


<8 

<10 
<10 
<14 


Pid dl 


| 


Lae al 


Lei 





14 


R122 
R122 
R122 
R122 


МОИ 
SOT9 
SOT9 


TO3 
TO3 


TO3 
TO3 
TO3 
TO3 
TO3 
TO3 
TO3 
TO3 


TO3 
SOT9 


SOT9 


SOT9 
SOT9 
SOTS 


SOT9 
SOT9 
SOT9 
SOT9 
34 
34 


34 


34 
MD23 
TO3 
TO3 
MD17 


TO3 
TOS 
TO3 
TO3 
TO3 
TO3 
TO3 


TO3 
TO3 


‚111 


1 


2N283 6 
11216 

TI216A 
112165 
12168 
12160 
пед 
11217 

П217А 
П217Б 
П217В 
П217Г 


ASZ15 
А$716 
ASZ17 
ASZ18 


2N178 


2N554 
2N555 
AD130 
ADI31 
AD132 
ADI63 
AUY19 


AUY20 
ASZ1015 
ASZ1016 
ASZ1017 
ASZ1018 


AD138 
AUY28 


AD302 
AD303 
SFT214 
SFT238 
SFT239 
SFT240 
SFT250 
AD304 


АОЗ12 
AD313 
А0314 
0542 
FT212 
FT213 
ВЕТ214 
ЕРТ250 


ов 
В 
AUY 21 


AUY22 
2IN456 
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30 0,5 
30 >0,2* 
30 >0,2* 
24 [>0,2° 
24 >0,2* 
24 >0,2* 
24 >0,2* 
30 >0,2* 
30 >0,2* 
30 >0,2* 
24 20,2 
24 >0,2 
30 (45°C) 0,2 
30 (45°C) 0,25 
30 (45°C) 0,22 
30 (45°C) 0,22 
40 0,005** 
40 0,005** 
40 0,005** 
30 0,35 
30 0,35 
30 0,35 
30 0,35 
30 (45°C) 0,35 
30 (45°C) 0,35 
22,5 0 ,25* 
22,5 0,25* 
22,5 0,25* 
22,5 0,25* 
30 0,0055** 
30 0,25 
45 32052 
45 20,2 
45 20,2 
45 20,25 
45 20,25 
45 0,25 
45 >0,2 
45 20,2 
45 20,25 
45 320,25 
4 320,25 
9 mn 
30 >0,2 
30 20,2 
30 >0,2 
30 — 
22,5 (45°С) | 0,25 
45 >0,1* 
45 20,1" 
36 (45°C) 0,3 
rem ha 0,3 


55 20 3 
40 15 т 
40 15 7,5 
35 15 7,5 
35 15 7,5 
50 15 7,5 
15 : 
50 7,5 
50 15 7 
50 15 re 
50 15 7,5 
15 7,5 
100 40 8 
‚ 60 20 8 
60 20 8 
100 40 8 
30 20 3 
15 15 3 
30 15 3 
32 10 3 
64 20 3 
80 20 3 
100 20 3 
64 20 3 
80 20 3 
80 40 6 
60 20 6 
60 20 6 
80 40 6 
40 10 8 
90 25 6 
40 20 3 
60 30 3 
60 3 3 
40 20 6 
60 30 6 
80 40 6 
80 40 3 
80 40 3 
40 20 6 
60 30 6 
5 40 6 
— 8 (10*). 
30 7,5 3 
40 20 3 
60 30 3 
80 40 3 
4 — 4 
6 25 12 
45 25 12 
65 20 : 10 
80 25 8 
40 20 $ 
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<20 (30 В) 
<15 (32 B) 
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<15 (80 В) 
<15 (100 B) 
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<1 (40 В) 
<i (60 В) 
<1 (60 В) 
<1 (40 B) 
<i (60 B) 
<1 (80 B) 
<1 (80 B) 
<1 (80 B) 


<1 (40 В) 
<i (60 В) 
<1 (80 B) 
<4 (80 B) 
<1 (30 B) 
<1 (40 В) 
<1 (60 В) 
<t (80 B) 


<15 (45 B) 
<15 (35 B) 


<1 (65 В) 
<I (80 В) 


8—341 


20—55 (1 В; 1 A) 
45—130 (1 B; 1 A) 
25—75 (1 B: 1 A) 
30—110 (1 B; ТА) 


aoe 


20—100 (1 B; 1 A) 
>10 (1B; ЗА) 
17 (1 B; 3 A) 
17 (1 B; 3 A) 
20—55 (1 B; 1 A) 
45—130 (1 B; 1 A) 
25—75 (1 B; ! A) 
30—110 (1 B; 1 A) 


42 (1,5 B; 5 A) 
33 (1,5 B; 5 A) 
20—150 (2 B; 2 A) 
20—150 (2 B; 2 A) 
20—150 (2 B; 2 A) 
20—80 (2B; 5A) 
20—80 (2 B; 5 A) 
20—80 (2B; 5 A) 
20—150 (2 B; 2 A) 
90—150 (2 B; 2 A) 
20—80 (2 B; 5 A) 
20—80 (2 B; 5 A) 
20—80 (2 B; 5 A) 
>10 (ЗВ; 10 A) 
20—150 (2B; 2A 

20—150 (2B; 2A 

20—150 (2B; 2A 

20—150 (2B; 2A 

16—80 (1 A) 

>10 (2 B; 5 A) 
>10 (2 B; 5 A) 

> 12,5 (0,5 В; 5 A) 

>12,5 (0,5 B; 5 A) 

10—30 (1,5 B; 5 A) 
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160 (12 B) 
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2N457 Ge, р-п-р, С 50 — 60 25 5 
2N458 je, р-п-р, С 50 ~~ 80 25 5 
AD142 e, р-п-р, С | 30 (55°C) 0,45 80 10 10 
AD143 é, р-п-р, С | 30 (55°C) 0,45 40 10 10 
AD145 e, р-п-р, С | 30 (55°C) 0,45 20 10 10 
AUY21A Ge, р-п-р, С 36 0,3 65 20 10 
AUY22A Ge, p-n-p, C 36 0,3 80 20 10 
AD325 Ge, p-n-p, C 45 0,4 100 40 10 
AD545 Ge, p-n-p, C 20 = 60 — 15 
64074 Ge, р-п-р, С 50 >0,15 90 15 15 
7NU74 Ge, p-n-p, C 50 >0,15 90 15 15 
OC28 Ge, р-п-р, С | 30 (45°C) 0,25 80 а 8 (10*) 
OC35 Ge, р-п-р, С 130 (45°C) 0,25 60 == 8 (10*) 
TT701A Ge, р-п-р, С 50 >0,06* | 55*(140 имп) 15 12 
2N2137A Ge, p-n-p, C 70 >0,012** 30 15 ss 
QN2142A | Ge, р-п-р, С 70 >0,012%* 30 15 и 
2№2138 А Ge, p-n-p, С 70 20,01 2** 45 25 ss 
2N2143A Ge, р-л-р, С 70 >0,012** 45 25 = 
2N3611 Ge, p-n-p, C Es 20,3 40 20 7 (15*) 
2N3613 Ge, p-n-p, C 77 20,3 40 20 7 (15*) 
2N5887 Ge, р-п-р, С 57 20,250 20 20 7 
2N5888 Ge, р-п-р, С 57 >0,25 30 20 7 
2N5889 Ge, p-n-p, C 57 >0, 25 30 20 7 
2N5890 Ge, p-n-p, C 57 >0,25 45 20 7 
ON5891 Ge, р-п-р, С 57 >0,25 60 20 | 
2NU74 Ge, p-n-p, C 50 >0,15 50 10 15 
3NU74 Ge, p-n-p, C 50 >0,15 50 10 15 
4NU74 Ge, p-n-p, C 50 >0,15 60 15 15 
5NU74 Ge, p-n-p, С 50 >0,15 60 15 15 
ГТ705А Ge, n-p-n, С 15 (40°C) | >0,010** 20* 10 3.5 
ГТ705Б Ge, л-р-п, С |115 (40°С) | >0,01** 20* 10 35 
ГТ705В Ge, n-p-n, С | 15 (40°С) | >0,01** 30* 10 3.5 
rT705r Ge, n-p-n, С | 15 (40°C) | >0,01** 30* 10 3.5 
ГТ705Д Се, n-p-n, С | 15 (40°С) | >0,01** 20% 10 3.5 
AD161 Ge, n-p-n, С 4 (75°C) | >0,020** 32 10 1 (3,5*) 
2N1218 Ge, л-р-п, С 20 >0,007** 45 15 5 
2N 1292 Ge, л-р-п, С 25 — 35 15 3 
2N1321 Ge, n-p-n, C 25 = 35 15 а 
2N1329 Ge, n-p-n, C 25 — 35 15 3 
2N4077 Ge. n-p-n, С 7,5 | >l 32 10 1 
2№ 326 Ge, л-р-п, С 7 >0,15 35 = р. 
ГТ905А бе, p-n-p, СД| 6 (30°С) |260 75 0,4 3 (7*) 
ГТ905Б Ge, р-п-р, СД] 6 (30°С) | 260 60 0,4 3 (7*) 
2N2147 Ge, p-n-p, СД 12,5 за 75 1,5 5 
2№2148 Се, p-n-p, СД 12,5 22 60 1:65 5 
2N3732 Ge, p-n-p, Д | 3(55°C) | 21 100 0,5 3 
ГТ810А Ge, p-n-p, ДС 15 >15 200 1,4 10 
(27 ,5°C) 
AU107 Ge, p-n-p, AC 30 2 200 2 10 
(30°C) 
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| 8 9 10 il | 12 | 13 14 
2 10—30 (1,5 B; 5A) — <0,2 = — TO3 
2 10—30 (1,5 В; 5A) — <0,2 — — ТОЗ 
— 30—170 (2В;ТА) — — — — TO3 
— 30—170 (2В;Т1А) — — — = TO3 
<0,16(0,5B)| 30(2B; 1 A) _- — — — TO3 
<1 (65 B) [12,5—60(0,5 В; 5A) — — — а TO3 
<! (80 В) |12,5—60(0,5 В; 5 A) = — mn — TO3 
<3 /100 В)| 20—150 (2 B; 2 A) — <0,07 — an TO3 
<4 (60 B) | >10 (ЗВ; 15 A) — <0,07 — — TO3 
<i (6B) 20—60 (10 A) — <0,1 = — TO3 
<1 (6 B) 50—150 (10 A) сы <0,1 жа — ТОЗ 
ый 20—55 (1 A) — — == — TO3 
a 25—75 (1 A) = — = = TO3 
<6 (60 B) | >10(2 B; 5 A) — — — _ 35 
<2 (30B) | 15—22 (2 B; 2A) — << 0,25 — =. TO3 
<2 (30B) | 25—33 (2 B; 2 A) — <0,25 = ane TO3 
<2(45B) | 15—22 (2B; 2 A) — < 0,25 = TO3 
<? (45 В) | 25—33 (2 B; 2 A) я < 0,25 — = TO3 
<5(40B) | >20(2 B; ТА) on <0,05 a ды TO3 
= >30 (2 В; 7 A) — <0,05 — oak TO3 
<1 (15 В) | 210 (2 В; ЗА) = <0,06 = = TO66 
<1 (25 B) >10 (2 B; 3 A) — <0,06 — 2 ТО56 
<1 (25 В) >15 (2 В; ЗА) _ <0,06 = — TO66 
<1 (35 B) >15 {2 В; ЗА) =— <0,06 = iia TO66 
<1 (45B) | 215(2 В; ЗА) ‘ai <0, 06 = — TOS6 
<1 (6B) 20—60 (10 A) — <0,1 — а TO3 
<1 (6B) 50—130 (10 A) — <0,1 — 5 TO3 
<! (6 В) 20—60 (10 A) — <0,1 = гы ТОЗ 
<! (6 В) 50—130 (10 A) — <0,1 — = TO3 
<0,5 (20 B) 30—70 (1 B; 50 mA) — <0,6 — = 34 
<0,5 (20 В)|50—100 (1B; 50MA) — <0,6 — = 34 
<0,5 me B) 30—70 (1 В; 50 MA) — <0,6 — ыы 34 
<0,5 (30 В)|50—100 (1B; 50 MA) — <0,6 ыы = 34 
<0,5 (20 B)|90—250 (1B; 50 мА) — <0,6 — _ 34 
<0,5 (32 B)|74—300 (1B; 50 MA)} 150 (5 В) <0,6 — = MDI7 
0, 30—120 (1,5 B; 1 A) — <! — os TO3 
ah 30 (2 B; 0,5 A) — <l — в TO3 
= 30 (2 В; 0,5 A) — <! — ee TOLO 
— 30 (2 В; 0,5 A) — <1 — а ТО13 
0,025 75—300 (0,5 А) — < 0,6 — ых моб 
0,3 15—60 (1 В; 1 A) — <1,2 — — TO3 
<2 (75 B) | 35—100 (10 B; 3 A) ara <0,17 <300 <4 36 
<2 (60 В) | 355—100 (70 В; 3 A) aie <0,17 <300 <4 36 
) 
<1 (40 B) 75 (2 B: 4 A) — <0,12 = РЯ ТО 
<1 (40 В) 40 (2 B; 4 A) — <0,15 — = ТОЗ 
‚2 135—500 (4 B; 0,7 A) — <0,35 — = TOs 
1<20 (300 В)| >15 (10 B; 5 A) sa <0,07 вы <5 33 
| 
<5 (200 В) | >10 (1,3 В; 6А) | <250 (5В)| <2,5 — == 3TO 
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n-p-n, ДС 
п-р-п, ДС 
n-p-n, Д 
п-р-п, Д 
п-р-п, П 
п-р-п, М 
п-р-п, МП 
n-p-n, МП 
п-р-п, ПЭ 


10 (55°С) 
10 
10 
15 

5 (55°С) 


30 (30°С) 
30 (55°C) 
30 (55°C) 


30 (55°C) 
40 


40 
30 


30 (55°C) 
15 


5 (55°C) 
5 (55°C) 
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10 (50°C) 


10 (50°C) 
10 (100°C) 
10 (100°C) 
10 
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Продолжение 


| 8 | - 9g | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 
а ыы ее еее та Oye War ада Е 
0,2 10—200 — < 0,88 — — TO3 
(4 В; 50 MA) 
| (1,5 B; 4 A) P 
<10(155B)) >15 (1 B; ША) — < 0,07 — <3 TO3 
lO >14 (1 B; 12 A) — < 0,07 = Es TO3 
(185 B) 
«1,8 14—80 — < 0,06 — — TO3 
200 B) (1,3 В; 6 A) 
ths 10—100 (10 A) — < 0,04 — — 37 
Бы 10—100 (10 А) — < 0,04 — — 37 
= 10—100 (10 A) — < 0,04 ыы ве 37 
= 10—100 (10 A) — < 0,04 = = 37 
i 10—100 (10 A) — <. 0,04 - = 37 
<5 (100 В) | >10 (1,3 В; 6 A) 250 (5 B) <2,5 = os TO3 
<1 (40 В) | 40—250 (2 В; 1 A) ae <0,1 — — TO3 
<1 (40 B) 40—250 (2 B; ТА) <0,1 — TO3 
<1 (40 В) | 40—250 (2 B; 1 A) — = be = TO3 
<0,3 (40 В)| 50—110 a B; 5 A) = — — — TO3 
<1 (40 В) | 20—90 (2B; ГА) = < 0, 1 — — TO3 
<3 (130 В) | 30-190 (1 B; 5 A) — < 0,04 — — TO3 
<0,10(0,5B); 35—260 (1 В; 5A) = <0,045 a TOS 
<10* (80 В)| 15—50 (5 B; 1 A) <2 — — 306 
<10* (60 В)| 20—100 (5 В; 1 A) ia = — 306 
<0,1 (50 В)| >15(1B;1 A) |<l00(10B)) <0,6 — 0,350 TOS 
<01 (80 В)| 215(1B;1 A) |100 (108) <o0'6 ыы 0,350 TOS 
<0,1 (100B)} 215 (1 B; ТА) <100 (10В)] <0,6 — 0,350 TODS 
<0,1 (60 B)| >25 (5В;2 А) |570 (10В) | <0,4 — 1,5 TO39 
<0.1 (60 B)| >25 (5В;2 А) |<70 (10В) | <0.4 и ыы TO39 
<0,3 (60 В)! >20 (6 В; 0,2 А) | 200 (12 В) < 1,4 = = TO3 
<0,3 (1208)! 220 (6 B, 0,2 A) | 250 (12 B) «<1.4 = — TO3 
<0,3 (60 B)| >20 (6 В; 0,2 А) | 250(12B)] <14 ыы ыы SOT9 
<0,3 >20 (6 B:0,2A) |250 (12 В) | <14 = = SOT9 
120 B) . 
50 075 20—80 (4 В; 0,1 А) | 150 (40В) | <10 — = TOS 
(30 B) 
|<0,1 (60 В)| >30 (2B; ТА) — <0,37 = TOS 
<0,1 (60 B)} >50 (2B; 1 A) = <0,37 — sie TOS 
<0,1 (40 B); 10—40 (10 В; 0,5А) <14 — — 38 
<0,1 (60 В)|15—60 (10B; 0,2 A) — ae =< _ 38 
<0,1 (35 B)|30—100 (10 В; 0,2A) = fees = _ 38 
<0,05 |20—60(5B;0,2 A) | <50 (10В)| <10 — = TOS 
(90 B) 
| <0,05 |40—120 (5 B; 0,2 А)! <50 (10B)} <10 — — TOS 
(90 B) 
| <0,001 130—150 (2 B; 0,2 А)| <50 (10 B)} <3 => 3 MD29 
30 B) 
£5, 00 50—370 ыы <2 ОР ВР MD: 
(30 B) (4 В; 50 мА) 
<5* (100 В) 15—45 oe <2 => — 39 
(5 B: 0,5 A) 
1 5* (100 В) 30—100 — <2 — a 39 
(5 B; 0,5 A) 
<0,1 мкА >50 (В; 1 A) <20 (10 B)} <0,5 — — Х81 
(40 В) 





рр 


МР5$—001А| Si, л-р-п, 
MPS—U05 | Si, 
MPS—U06 | Si, 
MPS—U07 | Si, 


КТ704А 
KT7045 
KT704B 
BDY93 
BDY94 
BDY95 
BU126 
BU132 
BU133 
2N3585 
2N4240 


KT805A 
KT805B 


2N3441 
2N3054 
2N3766 
2N3767 
BD109 
BD148 
BD149 
BDX25 
BDY12 © 
BDY13 
BDY72 
BDY78 
BDY79 
11702 
П702А 
2N4231 
2N4 232 
2N4233 
2N4910 
2N4911 
2N4912 
BUY43 


BU Y46 
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Si, 
Si, 


2 3 4 5 6 7 
ПЭ 8 250 50 5 2 
n-p-n, ПЭ 10 250 60 4 2 
n-p-n, ПЭ 10 >50 80 4 2 
n-p-n, ПЭ 10 250 100 4 2 
n-p-n, МН | 15 (50°C) 23 500* 4 * 
(1000 имп.) ый 
п-р-п, МП | 15 (50°C) >3 400* 4 9,5 (4*) 
(700 имп.) , 
n-p-n, МП | 15 (50°C) 23 400 * 4 2,5 (4+) 
(500 имп.) ie 
n-p-n, Д | 30 (50°C) 8 350** 6 3 (6*) 
| (750 имп.) 
п-р-п, д 30 (50°С) 8 300** 6 3 (6*) 
(750 имп.) 
n-p-n, Д | 30 (50°C) 8 250** 6 3 (6*) 
(600 имп. ) 
n-p-n, Д | 30 (50°C) 8 300** 6 3 (6*) 
(750 имп. } 
п-р-п, Д 15 (97°C) 8 600** 5 1 (2*) 
(800 имп.) 
п-р-п, Д 30 (50°С) 8 250** 6 3 (6*) 
(750 имп.) 
п-р-п, Д 35 >10 500 6 2.45%) 
n-p-n, Д 35 >10 500 6 2 (5*) 
п-р-п, МП | 30 (50°С) >20 (160 имп.) 5 5 (8*) 
п-р-п, МН | 30 (50°C) 220 (135 umn.) 5 5 (8*) 
п-р-п, Д 25 1 160 7 3 (4*) 
n-p-n, П 25 20,8 90 7 4 
n-p-n, Д 20 >10 50 6 4 
п-р-п, Д 20 210 100 6 4 
п-р-п, ПЭ [18,5 (45°C) >30 60 5 3 
n-p-n, Д 31 (45°C) ] 60* 7 4 
n-p-n, Д 31 (45°C) 1 80* 7 4 
n-p-n, П 34 (45°C) 30 130 5 5 (10*) 
n-p-n, ПЭ | 26 (45°C) >30 60 5 3 
n-p-n, ПЭ | 26 (45°C) 230 80 5 3 
n-p-n, МП 25 >0,8 150 7 3 
п-р-п, М 95 >8 90 7 4 
п-р-п, М 25 >28 150 7 4 
п-р-п, МП | 40 (50°С) >24 60* 3 2 
n-p-n, МП | 40 (50°C) >4 30* 3 2 
n-p-n, Д 35 >4 50 5 3 (5*) 
п-р-п, д 35 >4 70 5 ; 3 (5*) 
n-p-n, МЕ 35 24 90 5 3 (5*) 
n-p-n, Д 25 >3 40 5 } (4*) 
n-p-n, Th 25 >3 60 5 | (4%) 
п-р-п, JI, 25 p> Ts) 80 5 1 (4*) 
n-p-n, Д | 31 (45°C) | 40* 7 4 
п-р-п, Д 81 (45°C) 0,8 55* 7 4 


| 


(450 B) 
<2* (450) 


<0,1* 
(140 B) 
<0,1*(60B) 


<0,1 (80 B) 
<0,1 (100B) 
< 


<0,1 (80 В) 
=" 
(130 В) 

<! 
(90 В) 
<1 (150 В) 
<5 (70В) 
`|<5 (70 В) 
<0,05 
<0,05 
<0,05 


<0,1 
<0,1 


<0,1 
<1* (50 B) 
<1 (90 B) 


Продолжение 





9 10 14 
дц 
>50 (1B; 1A) |<20 (10В)| <0,5 = — X81 
55 (1B; 0,5 А) |<12 (10 B) «1,6 —- X8i 
55 (1B; 0,5 А) |<l2 (10 B) <1,6 — Х31 
30 (1 В; 0,5 А) [<12 (10 В) <1,6 ~- — Х81 
10—100 <50 (20 В) <2,5 = = 40 
(15 B; 1 A) 
10—100 <50 (20 B) <2,5 — — 40 
(15 В; 1 A) 
>10 (15 В; 1А) |5<50(20В)| <2,5 — — 40 
15—60 (5 В; 1 A) | 85 (10 В) <! — K3 TO3 
25—80 (5 В; 1 A) | 85 (10B) <! — <3,5 TO3 
25—80 (5 В; 1 A) | 85 (10 B) <! _- <3,5 TO3 
15—60 (5 В: 1 A) | 85 (10B) <4 —- 1,2 TO3 
25—80 — <20 — — TO3 
(10 B; 0,25 A) 
15—80 (5 B; 1 A) | 85 (10 B) <4 — 9 TO3 
8—80 (2 B; 1 A) — <0,75 — <4 TO66 
10—100 — = :3 — <6 TO3 
(2 В; 0,75 A) 
>15 (10 B; 2 A) — <0,5 — 37 
>15 (10 В; 2 A) — “et ыы 37 
20—80 — <2 — — Тоб6 
(4 В; 0,5 A) 
925—100 — <2 — — ` | TO66 
(5 В; 0,5 A) 
>20 (10 B; 1 A) {<50 (10 B) <2,5 — TO66 
>20 (10 B; 1 A) = <2,5 — — TO66 
40 (5 В;2 А) |<70(10B)} <0,375 - <1,5* | MD6 
>15 (1,5 В; 2 A) = <0,65 = — MD17 
>15 (1,5 B; 2 A) an <0,65 == — MDI17 
>20 (2 B; 3 A) 70 (10 B) <0,5 an — MD17 
>95 (5 B; 2A) [<70 (10В)| <0 4 = <1,5* MDI17 
>25 (5 B; 2 A) |<70 (10 B) <0,4 — — MDI7 
60—180 — <2 oo — TO66 
(4 B; 0,5 A) 
295—100 — et = — TO66 
(4 В; 0,5 A) 
25—100 — <1 = — TO66 
(4 В; 0,5 A) 
>25 (10 B: 1,1 A) — <2,5 = 37 
>10 (10 B; 1,1 A) — <4 — — 37 
25—100 <200 <0,46 = 0,45 TO66 
(2 В; 1,5 A) (10 B) 
ol 6 <200 <0,46 ae = TO66 
(2 B: 1,5 A) (10 B) ) 
25—10 <200 <0,46 — ый TO66 
(2 В; 1,5 A) (10 B) 
>10(1 B;1 A) |<100 (10В)| <0,6 ыы 0,35 TO66 
>10(10B; 1A) 1<100 (10 В) <0,6 = TO66 
>10(10B; 1A) |<100 (10В)| <0,6 =e oo TO66 
>25 (1,5 В; 0,5 A) | — | <0,55 ыы ыы MDI7 
>40 (1,5 B, 0,5 A) — <2 — sa MDI17 
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1 2 5 | 6 | 7 | | 
241701 Si, n-p-n, Д 25 1 60 6 4d 
2SD 146 Si, л-р-п, Д 20 1,4* 40 5 1 
250147 Si, n-p-n, Д 20 14% 60 5 1 
2SD148 $1, n-p-n, Д 20 12 70 5 2 
КТ809А Si, n-p-n, МП | 40 (50°С) | 25,25 400* 4 3 (5*) 

(100°C) 
2N3584 Si, n-p-a, Д 35 215 300* 6 2 (5*) 
2N3738 Si, n-p-n, Д 20 >10 250 6 2 
2N3739 Si, n-p-n, Д 20 210 325 6 3 
BLY49 $1, n-p-n, Д 40 >15 250 8 3 (5*) 
BLY49A Si, п-р-п, д 40 215 250 8 3 (5*) 
BLY50 Si, “-p-n, Д 40 >15 250 8 3 (5*) 
BLY50A Si, n-p-n, Д 40 >15 250 8 3 (5*) 
BU120 Si, a-p-n, М | 50 (75°C) 10 400 6 4 (6* 
Вр216 р 21,5. | >10 300 6 i 
129 | | OS 10 400 
BU12 + nn 2 == = 
BD253 ра, д 50 >15 350 8 3 (6*) 
250825 Si, n-p-n, Д 30 15 300 6 о 
250779 Si, п-р-п, М 25 210 300 6 9 
KT808A |5 при, МП | 50 (50°C) | 27 120* 4 10 
: р {56 ами) 
2N4913 1 9-0: 87,5 > 5 5 (15* 
24494 |3 PM Ц 87,5 | 24 60 5 Sst 
2N4915 Si, n-p-n, Д 87,5 ae 80 5 5 (15*) 
BLY47 Si, л-р-п, М 40 215 100 8 3 (5*) 
`ВЬУ47А |541, п-р-п, М 40 >15 100 8 3 (5*) 
BLY 48 Si, n-p-n, М 40 215 100 8 3 (5*) 
BLY48A Si, n-p-n, M 40 >15 100 8 3 (5*) 
2N5427 Si, п-р-п, д 40 >30 80 6 7. 
2N5429 $1, a-p-n, Д 40 >30 100 6 7 
BUY55 Si, n-p-n, Д 60 (75°C) >10 150 6 10 (15*) 
KU605 Si, п-р-п’ М | 50 (80°C) 12 200 5 10 
KU606 Si, n-p-n, М | 50 (80°C) 12 120 5 8 
KU607 Si, n-p-n, M 70 >9 210 5 10 
KUY12 Si, п-р-п, Д 70 >9 210 5 10 
KD602 $1, n-p-n, Д 35 20,5 110 5 10 
BDY 24 Si, n-p-n, Д 87,5 >10 100 10 6 
BDY25 Si, n-p-n, Д 87,5 510 200 10 6 
КТ802А Si, п-р-п, П 50 >10 ЕС 3 (6 имп.) 5 
245050 Si, n-p-n, Д 40 >10 125 6 2 
2№5051 Si, a-p-n, Д 40 210 150 6 2 
2N5052 Si, a-p-n, Д 40 >10 200 6 2 


10 И 


<0,1 (30 B)} 20—80 Aes В; 0,3 А)| 175 chy B) 
30—150 (4 В; 


<0,02 
(30 В) 
<0,02 
(30 B) 
<0,02 
(30 B) 
<3* (400B) 


<1* (300B) 


<0,1 

(250 B) 
<0,1 

(325 B) 
<0,05 
(40 B) 
<0,05 
(40 B) 
<0,05 
(40 В) 
<0, 05 
(40В) 


(200’В) 
<3* (1208) 


<1** (40B) 
<1** (608) 
<1** (80B) 
<0,05 
(40В) 
<0,05 
(40 B) 
<0,05 
(40 B) 
<0,05 
(40 В) 
<0,01 
(80 В) 
<0,01 
(100 B) 
<1 (150 B) 
‘<! (50 B) 
<1 (50 В) 


<1 (150 В) 
<1 (150 B) 


С Е А) 
20—150 (4 В; 


0,5 A) 
35 (4 B; 2 A) 
ee (5 B; 


—- 


<150 (20 В) 


А) 
25—100 10 в; 1А)|<120 (10 В) 
25 (10 B; 0,25 A) |<20 (100 В) 


25 (10 B; 0,25 A) 
30—100 (10 B; ТА) 


<20 (100 B) 
<200 (20 B) 


30—100 (10 B; 1 A)|<200 (20 В) 
60—200 (10 B; 1 A)}<200 (20 В) 
60—200 (10 B; 1 A)|<200 (20 В) 


>10 (10 B; 2 A) 
40—150 (10 B; 


0,! A) 
>0 (1,5 В; 1,5 A) 


>15 (4 B; 1 A) 
75 (10 B; 0,5 A) 
30—200 (10 B; 
0,1 A) 
10—50 (ЗВ; 6A 
>7 (2B; 5А) 
>7 (2 B; 5 A) 
>7 (2B; 5A) 
30—100 (10 B; 

1 A) 
30—100 (10 B; 
ТА) 
60—200 (10 В; 
1A) 
$0—200 (10 В; 
1 A) 
>20 (2 B; 5A) 
>20 (2 B; 5 A) 
>8 ie B; 7 A) 


>25 (10 B; 0,5 A) 
>5 (10 B; 05 A) 


ae 


e180 (4 
S15 (108; 2 se 


>5 (5 B; 2 A) 
>3 (5 B; 2 A) 
25 (5 B; 2 A) 


— 
— 
— 
— 


580 (10 B) 


<500 
(100 B) 
50 (40 B) 
50 (40 B) 
50 (40 B) 

<z00 (20 В) 


<200 (20 В) 
<200 (20 B) 
<200 (20 B) 
<250 (10 B) 
<250 (10 B) 
<200 (10 B) 


<750 (10 B) 
<750 (10 B) 


500 (10 B) 


— 
—— 
— 
— 


<250 
(10 B) 
<250 
(10 B) 
<250 
(10 B) 


<0,5 
<0,75 
<0,75 
<10 
<10 
<0,75 
<0,75 
<0,75 
<0, 75 


<0,7 
<0,7 


<0, 6 
<1,2 
0,8 
2 
<0,4 
<0,3 


0,3 


<0,3 
«0,795 


<0,75 
<0,75 
<0,75 
<0,35 
<0,35 
<0,2 


<0, ‚35 


<0,3 
<0,2 


<0,3 
<0,3 
<! 

<2,5 
<2,5 


<2,5 


1 thd 


bith И. 


it tid 


Продолжение 
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<1,55 
<1,55 


. <1,55 


<1,55 


1s | 


tupS!: 5 


<3,5 
<3,5 
<3,5 





14 


TOS | 
МР. 


MD10 
MD10 
37 
TO66 
TO66 
TO66 
TO3 
TO66: 
TOS 
TO66 


TO3 
MD17 


TO3 
TO3 
TO66 
TO66 
37 


TO3 
TO3 


TO3 
TO66 
TO3 
TO66 
TO66 
TO66 
TO3 


TO3 
TOS 


ТОЗ 
ТОЗ 
TO3 
37 
TO66 
TO66 


TO66 
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| 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 
ВОУР5? |Si, n-p-n, П 50 >10 120 5 5 
BUYP53 |$1, n-p-n, П 50 >10 80 5 5 
ВОУР54 Si, n-p-n, П 50 210 40 5 5 
28C41 $1, п-р-п, № 50 > 10* 150 6 5 
2SC42 Si, n-p-n, M 50 >8* 150 6 5 
28C43 Si, пй-р-и, M 50 >8* 100 6 5 
BU123 Si, n-p-n, Д 50 10 180 8 5 
9$С519А Si, n-p-n, Д 50 25 130 5 7 
2SC520A | si, п-р-п, Д 50 >5 100 5 7 
KT803A Si, n-p-n, МП | 60 (50°C) | >20 60* (100°C) 4 10 
2N5067 . 87,5 >4 40 5 5 
9N5068 a en д 87,5 >4 60 5 5 
245069 5 пря п 87,5 >4 80 5 5 
Кобо! Si, п-р-п’ Пэ | 35 (45°C) | >10 40 5 10 
241702 st, пра Л 75 1 60 6 5 
BDY23 ef npn, i 87,5 >10 60 10 6 
MJ480 Si devs I 87,5 >4 40 5 4 (7*) 
MJ481 Si. apo. д 87,5 >4 60 5 4 (7*) 
2SC44 Si, cpr, М 50 >8* 50 6 5 
2SC793 Si, npn, DE 60 9 80 5 7 
2SC521A ore 50 >5 70 5 7 
pscios Вирт 50 10 80 5 5 
KT908A ies 50 (50°C) >30 100*(100°С) 5 10 
KT908B | Si’ ben’ МН | 50 (50°C) | >30 60* 5 10 
BDY90 $1, n-p-n, П | 40 (75°C) 70 120 6 10 (15*) 
BDY9I Si, при TL | 40 (75°C) 70 100 5 10 (15*) 
BDY92 Si. n-p-n, П | 40 (75°C) 70 80 5 10 (15*) 
2N4301 Si, n-p-n, ПЭ | 50 (100°C) | 40 100 8 10 (20*) 
2N5313 $1, n-p-n, п | 50 (100°C) | 230 80 6 10 
2№5315 Si, ре п | 50 (100°С)| 230 100 6 10 
9№5317 Si, n-p-n. П | 50 (100°С)| 230 80 6 10 
2N5319 Si, n-p-n, П | 50(100°C)| 230 100 6 10 
9SD47 Si, n-p-n, M 50 20 100 6 5 
SDT3207 | Si, n-p-n, ПЭ 50 >30 80 6 10 
SDT3208 | Si, n-p-n, ПЭ 50 >30 100 6 10 
$01701? | Si, n-p-n, П 50 >15 80 5 10 
SDT7013 Si, n-p-n, П 50 >15 100 5 10 
2№28 И $1, n-p-n, TI 70 >15 80 8 10 
2N2813 Si, n-p-n, П 70 >15 100 8 10 
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<60 (150B) 
<60 (150B) 
<60 (100B) 
‚|< 0,12 (50B) 
<1 (50 В) 
<! (50 В) 
<5* (70 В) 
<0,5*(30B) 


<1 (40 B) 
<i (60 B) 


) 
<0,2 (30 B) 
<1 (40 В) 
<! (60 В) 
<60 (50 В) 
<1 (30 В) 
<1 (50 B) 
10 
<25 (100 B) 
<25 (100 B) 
3 
3 
3 
<0,01* 
(90 B) 


— 


15 


0,1 
0,1 


vo 
> 
— 
сл 
we) 


p95 (10 B, 1 A) 
4—185 (10 B; 1 A) 
4—185 (10 B; 1 A) 
25—250 (5 B; 1 A) 
>20 (5 В; 4 A) 
>30 (5 B; 1 A) 
>30 (5 B; | A) 
10—70 (10 B; 5A) 
25 (4 B; ЗА) 
>7 (2 B; 5A) 
>7 (2 B; 5 A) 
>7 (2 B; 5 A) 


15—60 (4 B; 
0,8 A) 
15—180 (4 B; 2 A) 
>10 (2 B; ЗА) 
>10 (2 B; ЗА) 
4—185 (10 B; 1 A) 
30—200 (5 B; 1 A) 


>30 (5 В; 1 A) 
20—200 (5 B; 1 A) 


8—60 (2 B; 10 A) 
>20 (4 B; 4 A) 


30—120 (5 A) 

30—120 (5 A) 

30—120 (5 A) 

>15 (4 В; 10 A) 

30—90 (5 B; 10 A) 
30—90 (5 B; 10 A) 
30—90 (5 B; 5 A) 
30—90 (5 В; БА) 
12—184 (10 B; 1 A) 
30—90 (5 B; БА) 
30—90 (5 B; 5 A) 
20—60 (5 B; 5 A) 
20—60 (5 B; 5 A) 
20—60 (5 B; 5 A) 


20—60 (5 B; 5 A): 


<350 (20 B) 
<350 (20 B) 
<350 (20 B) 
<250 (50 В) 
<250 (508) 
<250 (208) 
60 (10 B) 
60 (20 B) 
60 (20 B) 
60 (20 B) 


— 


200 (40 В) 
<200 (10 В) 
<200 (10 B) 
<350 (20 B) 


$250 (50 В) 


<400 (25 В) 
<400 (30 B) 


Pld 


<500 
<500 
<500 
<500 


<350 
<350 


<0,15 


<0,15 


| 


Г ТТ ТЕ 


| 


Продолжение 


3 

3 
<0,19* 

0,3 

0,25 

0,25 

0,25 


— 


ise) 


|| 


— — —— 


Ё.- уч 


Сл © <> № 


Flt? 


| 








TO3 
TO3 


TO3 
TO3 
TO3 
TO3 
TO66 
TO3 
TO3 
37 
TO66 
TO3 
TO3 
TO3 
TO3 
MD6 
TO3 
TO3 
TO3 
TO3 
TO3 


TO3 
TO3 


37 
37 


TO3 
TOS3 


TO61 
TO61 
TO61 
TO61 
TO6I 
TO3 : 
TO61 
TO61 
TO6L 
TO6I 
MT29 


MT29 
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Условное 
обозначе- 
ние 


Материал, 


структура, 
технология 


Ik max, 
* 


ТК и шах, 








KT610A 
KTG10B 
2N6135 

BFW16 

KT696A 
KT6065 
2N5090 

RFD401 
KT904A 
KT9045 


2N3375 
RFD421 
MM3375 
250598 
250549 
2S$C542 


28C635 
KT907A 
КТ907Б 


2N3733 


2N4440 
MSA7505 


2$С553 


2$С543 
KT920A 
КТ920Б 


124. . 


$1, 
Si, 


Si, 


Si, 


Si, 


Si, 


Si, 


n-p-n, 
n-p-n, 
п-р-п, 


n-p-n, 


‚ п-р-п, 
i, п-р-п, 
i, N-p-n, 
_ п-р-п, 
i, п-р-п, 


i, П-р-п, 
i, п-р-п, 


1, п-р-п, 


п-р-п, 
п-р-п, 
п-р-п, 
п-р-п, 


п-р-п, 


п-р-п, 


‚ п-р-п, 


п-р-п, 


п-р-п, 


п-р-п, 


п-р-п, 


п-р-п, 


п-р-п, 


п-р-п, 


ПЭ 


ПЭ 
ПЭ 


ПЭ 


ПЭ 
ПЭ 
ns 


1,5 (50°C) 
1,5 (50°C) 
2,5 

1,5 
2,5 (40°C) 
2,5 40°C)) 
5 (78°C) 

5 (40°C) 
5 (40°C) 


11,6 


20 


23 
5 (50°C) 
10 (50°C) 


> 1000 
>700 
>1100 
> 1000 
> 350 
> 300 
> 500 
> 350 
>300 


500 


>300 


500 


2300 
>350 
>300 


>250 


>400 


>200 


400 
>400 


> 400 | 


60* 
60* 


65 


65 


65 


65 


> в 


> 


0,3 
0,3 
0,25 
0,15 (0,3*) 
0,4 (0,8*) 
0,4 (0,8*) 
0,4 
0,3 (1,5*) 
0,8 (1,5*) 


0,5 1,5”) 


1,5 
 (3*) 
 (3*) 


3* 


3 
0,5 (1*) 
Е (2®) 


<0,5 (20 B) 
<0,5 (20 B) 
<10 (18 B) 


<1 (20 B) 


<1,5 (60 B) 
<1,5 (60 B) 
<0,1 (55 B) 


<15* (60 B) 
<15* (60 B) 


<0,1 (30 B) 


<0,1 (65 B) 


<0,1 (30 B) 


<0,1** 
(30 B) 


< 0,005 
(30 В) 


< 0,003 
(18 В) 


<3* (60 В) 
<3* (60 В) 


<0,5 (65 В)| | 


<0,1 (65 В) 


<0,25** ! 


(30B) 


<0,012 | 


(30 B) 


<2* (36 В) 
<4* (36 B) 


Sea 


ol ши a” lle — > 





8 н 3s 
Pr Е a я : 5 Ек, 
21Э Ск, ПФ ма са : м er Корпус 
| SO) Mom i | eT Se 
и = te Ц, > . = 
re | м м — 
9 10 i] 12 13 14 15 16 17 


Средней и большой мощности 


50—300 AoE ee ae || ee Pe pe ee ae 
(10 B; 0,15 A) | 
26-300 <4,1 (10В)| <22 | — — ыы ИЕ 
108; 0,15 А : 
ee eee ie ae er er ce oe eee er 
(18 B; 80 mA) 
` | 325 (5B; 0,15A) = = — — — — — | TO39 
>15 (10 В; 0,10A) |<10 (28 В) | <10 | 30,8 | 34 — 400 | 28 42 
>15 (108, 0,1 A) |<10 (28 В) | <1!2 | 20,6 | 33 — 400 | 28 42 
10—200 <3,5 — 21,2 7,8 | 245 | 400 | 28 | TOGO 
(5B; 0,05 А) (30 B) 
! = -- — 1,2 8 — 400 | 28 | ТОбо 
| 
к <12 (28 В) | <!5 | 33 >4 — 400 | 28 42 
oa <12 (28 В) | <20 | 32,5 >3 — 400 | 28 42 
ыы >4,8; | >40 400 
>10 (5 B; 0,25 В) |<10 (30 В) 10* | 57,5 5.6 > 65 1004 os TO60 
snd — oe 5 5 a 400 28 TO60 
3 4,8 — | 400 28 
= <10 (30 в) | —{ | 3 th = — | 1001 | 28 | TO6O 
3,5 5,4 — 400 
>20 (10 В; 0,5^) |<10 (10В) —| Pd — — [1751 28 TO69 
= <10(30B)} — 3 — 400 28 | ТОбо 
6 7,8 Ре 175 
25 (4 В; 0,5 A) 7 (30 В) —| 3,5 — — | aool | 28 | Toso 
>15. (10 В; 0,5А) | 10 (18 В) | 10* 4 6 — 175 18 | TO6O 
_ <20(30B)} <I5 | >8 3,5 >45 | 400 | 28 42 
ee <20 (30B) | <25 | 36 2,5 245 | 400 28 42 
| >10 | >4 245 | 400 | 28 | T 
>5 (5 Bs 1A) <20 (30B) | 6,5*{ 14,54 5,81} 260 | 260 | 28 Г. 
>5 >4,8 245 | 400 28 | ТОб0 
‚| >3 (5B; 1,35 А) |<10 (30 В) | esl | 7571 | Ses |265 | oe 
| = — — 210 4,2 - 400 23 TO60 
| -_ <20 (30B) — 10 — oe 400 28 | TO60 
14,5 6 — 175 28 
25 (4B; 1 A) 14 (30 B) —|{ 6 — -- 400 28 | TOGO 
| =n < (108) | <20 | >2 | 38,2 | >55 | 175 | 12,6 43 
<25(10B) | <20 | >5 |>7,8 | >55 [175 | 12,6 | 43 
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| | 6 
KT920B $1, п-р-п, 25 (50° С) | >400 36 4 3 (7*) <7,5* 
KT920r Si, n-p-n, 25 (50° С) | 2350 36 4 3 (7*) 57 oe 
2N5995 Si, n-p-n, в — 36 3,5 1,5 <) 
2N5996 Si, n-p-n, ety — 36 3,5 5 <15 (36 В) 
2N6080 Si, n-p-n, 12 — 36 4 1 <0,25 
(15 B) 
2N6081 Si, n-p-n, 31 — 36 4 2,5 <0,5 (15 В) 
BLY63 Si, n-p-n, 17 — 36 4 5 0,1 
BLWI18 Si, п-р-п, 20 >420 36 4 Q* а 
BLY88A Si, n-p-n, 32 700 36 4 2,5 (7,5)* = 
KT922A Si, n-p-n, 8(40°c) | 2300 | 65% | 4 | 0,8 (1,5*) |<5* (65 В) 
KT9225 Si, n-p-n, 20 (40°C) | 3300 | 65* | 4 1,5 (4,5*) |<20* (65 В) 
KT922B Si, n-p-n, 40 (40°C) | 3300 65* 4 3 (9*) |<40* (65 B) 
KT922r Si, n-p-n, 20 (40°C) | 3300 65* 4 1,5 (4,5*) 1<20 (65 В) 
КТ922Д Si, n-p-n, 40 (40°C) | >250 65* 4 3 (9*)  |<40 (65 B) 
2N5641 Si, n-p-n, 15 >300 65 4 1 <1 (30 В) 
2N5642 Si, n-p-n, 30 > 250 65 4 3 <1 (30 B) 
2N5643 Si, n-p-n, 60 >200 65 4 5 <! (30 B) 
BLW24 Si, n-p-n, 25 >300 60 4 2* on 
2N41 28 Si, n-p-n, 40 >200 60 4 4 1 
2N4127 Si, n-p-n, 25 >300 60 4 2 0,5 
KT909A Si, n-p-n, 27 > 350 60* 3,5 2 (4*) |<30* (28 В) 
KT9395 Si, n-p-n, 54 2500 60* 3,5 4 (8*) |<60* (28 В) 
KT909B Si, n-p-n, 27 >300 60* 3,5 2 (4*) |<35* (28 В) 
кт90эг Si, n-p-n, 54 >450 60* $5 4 (8*) |<60* (28 В) 
2N5177 Si, n-p-n, 40 500 60 3,5 4 10 
2№5178 Si, n-p-a, 70 500 60 3,5 8 20 
PT6670 Si, n-p-n, 30 — 55 — 4 — 
PT6680 Si, n-p-n, 20 — 60 — 3 — 
КТ91ЗА Si, n-p-n, 4,7 (55°C) | 2900 55 3,5 | 0,5.1*) | <25* (55B) 
KT9135 Si, n-p-n, 8 (55°C) | >900 55 3,5 1 (2*) | <50 (55 B) 
KT913B Si, n-p-n, 12 (55°C) | >900 55 3,5 | 1(2*) | <50 (55 В) 
2N4430 Si, n-p-n, 10 600 | 55 | 3,5. 1 2 
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Продолжение 











9 | 10 | 11 | 12 13 15 16 17 
— <75 (10В)| <20 | >20 | 38,2 175 | 12,6 | 43 
Е <75 (10 B) | <20 >15 >7 175 | 12,6 43 
ae <80 (12B)} — “7 >9,7 175 | 12,5 | MT78 
as <100 (12B)} — >15 | 34,5 175 | 12,5 | MT78 
>5 (5B; 0,25A) | <20 (15 В) — 4 >12 175 | 12,5 | МТ72 
>5 (5 В; 0,5А) |<85 (15 В) — 15 >6,3 175 | 12,5 | МТ72 
10—120 = _ 15 4,7 175 | 13 | TON7 
(5 B; 0,25 A) 
40 (5 В; 0,5А) |<18 (13В)| — >5 >10 175 | 11,5 | ТОП? 
>5 (5 В; 0,5А) |<30 (158) | — >15 | 27,5 175 | 13,5 | МТ72 
= <15 (28 В) | <20 | >25 >10 175 | 28 43 
ыы <35 (28 В) | <20 | >20 | 38 175 | 28 43 
58 <65 (28 В) | <25 | >40 | >10 175 | 28 43 
— <35 (28 В) | <20 | >И | 35,8 175 | 28 43 
are <65 (28B)} <25 | 235 | >10 175 | 28 43 
>5 (5 В; 01А) | <15 (30 В) — 7 >8,4 175 28 | MT71 
>5 (5B; 0,2А) |<35(30B)} — 20 | 38,2 175 | 28 | MT72 
>5 (5B; 0,5A) |< 65 (30В) | — 40 | >7,6 175 | 28 | MT72 
>5 (5 B; 2 A) <25 (25 В)| — >И 8 175 | 98 -ТОИ? 
10—80 (5 В; 0,2 A) — — 24 6 175 | 25 | МТ59 
10—80 (5В; 0,2 A) — — 13,5 7,5 175 | 25 | МТ59 
= <30 (28 В) | <20 20 — 500 28 44 
— < 60 (28 В) | <20 40 — 500 | 28 44 
ees <35 (28 В) | <30 15 — 500 | 28 44 
— < 60 (28 В) | <30 30 — 500 28 44 
10—150 (5 В; 0,1 A) — — 25 5 500 28 | MD36 
10—150 (5 В; 0,2 A) — — 50 4 500 | 28 | MD36 
гы я = 20 5 500 | 28 | TOI129 
—_ — — 10 # 500 28 TOI29 
>100 В; 0,5A) |<7(28B) | <18 | >3 | 33 1000 | 28 | 41 
>10 (10 B; 0,5А) | <12 (28 В) | <15 | 35 >3 1000 | 28 41 
>10 (10 B; 0,5 A) | <14 (28 В) | <15 | 20 | №3 1000 | 28 41 
20—200 (5 В; 0,1 A) — — 2,5 5 1000 | 28 | TOI29 
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2N4431 
RFD410 
RFD420 
2SC978 
BLX92 
BL-X93 


NE1LOi0E + 


28 
2SC977 


245764 
2N5765 
KT9IIA 
KT9IIB 
KT911B 
КТГ 
244429 
2№4976 
2N5481 
250976 
KT902A 
OSCIOLA 
BDI21 
BD123 
2SD68 
KT912A 
KT9125 
2N5070 
2N6093 
40675 
KT903A 
KT903B5 
2N2947 
2N2948 
2SC517 
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ПЭ 


MII 
МП 
ПЭ 
ПЭ 
ПЭ 





18 600 3,5 2 
18 1300 3,5 1,2 
6 1200 4 0,7 (2*) 
12,5 1200 4 1 (3*) 
25 — 3,5 2,5 
10 1300 3,5 0,6 
10 — 3,5 0,75 
19 — 3,5 1,5 
3 >1000 3 0,4 
3 >800 3 0,4 
3 >1000 3 0,4 
3 >800 3 0,4 
5 >700 3,5 0,425 
5 1000 3,5 0,4 
5 — 3 0,4 
5 1300 3,5 0,4 
30 (50°С) 335 5 5 
35 20 5 5 
45 60 6 5 
45 60 6 5 
50 4) 5 5 
30 '85°С) | >90 5 20 
30 (85°С) | >90 5 20 
70 >100 4 3,3 (10*) 
83,3 290 3,5 10 
100 (50°C) р — 3,5 | 10 (36%) 
30 (60*) | >120 4 3 (5*) 
30 (60*) | >120 4 3 (5%) 
25 >100 4 1,5 
95 > 100 _— 1,5 
10 > 150 4 2 


<! (28 В)' 


7,5 
<5 (55.В) 
<5 (55 В). 
<5 (40 В). 
<5 (40 В). 


<0,1 (28 B) 
<10 (70 B) 
1 
0,1 
0,1 
10 (60 В) 
<50* (70Е) 
<50* (70 В) 
<10 (60 B) 
<30*(60 В) 
<30* (60 В) 
<10* (70 В) 
<10* (70 В) 
<i (50 В) 
<! (30 В) 


< 0,01 
(30 В) 
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9 | 10 | 11 | 12 13 14 15 16 17 
20—200 (5 В; 0,1 A) — — 5 5,2 | >35 |1000 | 28 | TO129 
— — — 251) 62 — |1000 | 28 | TO129 
— — — 5 5 — [1000 28 | ТО129 
pe ae ee м — — >5 4 >60 |1000 | 28 | MT83 
>10 (5 В; 0,1 A) — — 2,5 | 5,5 — [1000 | 28 | МТ84 
10—35 (5 В; 0,1 A) — — 5 5,2 — [1000 | 28 | MT84 
20—180 <8 (28 В) | — 10 6 — [1000 | 28 | TO128 
(10В;0,5А) 
10—180 — — >2,5| >5 >30 |1000 | 28 | MT83 
(23 Г.; 50 мА) 
>20 (5 В; 0,1 A) — — 3 6 40 {1000 | 28 | MT77 
>20 (5 B; 0,1 A) — — 5 6 40 |1000 28 | МТ77 
— <10 (28 В) | <25 | 2 >4 — 11800 | 28 45 
— <10 (28 В) | <25 | 21 >4 — | 1000 28 45 
= <10 (28 В) | <50 | 20,8 | >3 — [1800 | 28 45 
= <10 (28 В) | <100} 20,8 | 3 — [1000 28 45 
20—200(5 В; 50 мА) — — 1 5 >35 11000 | 28 | МТ59 
20—250 (5В; 50 мА) — — 1 5 >25 |2000 | 28 | ТО129 
20—250 (5 В; 50 мА) — — 1 6 >25 |2000 | 28 | MT74 
10 (28B; 20 мА) — — 1 5,2 | >30 |1000 | 28 | MT83 
>15 (10В;2А) |<300 (10 В)| — 20 т а 10 27 37 
30 (10 В; 0,5 A) -- — — — = = — | TO66 
15 (10 В; 0,1 A) — — — — ыы = — | TO3 
15 (10 В; 0,1 A) — — — — ae = — | 108 
60 (5В; 1 A) — — — = = ы =>.‘ | FOS 
10—50 (10 В; БА) — — >70* | >10 | >50 30 27 46 
20—100 (10 В; 5 A) > — >70* | >10 | Ъ50 30 27 46 
10—100 (5 В; ЗА) | <85 (30В) | — >25* | >13 | 540 30 28 | TO6O 
>20 (6 В; 5A) |<250 (30В)| — 75* | >13 >40 30 28 | MT67 
— <250 (30 В)| — >75* | >13 | >40 30 28 | MT67 
15—70 (10 В; 2А) | <180 (30 В)| — Sle: | 543 | — 50 30 37 
40—180 (10 B; 2A) | <180 (30 В)| — >10 >4,8 ms 50 30 37 
6—60 (2 В; 0,4 A) | <60 (25B)} — 15 7 >60 50 25 | TOS 
2,5—100 < 60 (25 В) = 15 7 >60 30 25 TO3 
(2 B; 0,4 A) 
10—140 (5 B; 0,5 А)| <50 (10 B) = 6 7,8 — 50 24 TO37 
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3-4. Габаритные чертежи корпусов отечественных 
транзисторов 
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 


ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ДМОДЫ 


4-1. Условные буквенные обозначения параметрсв диодов 





Буквенное обозначение 
параметров 





отечественные 


вос 


О o6pmax 


пртах 


AU сх 


ст 


ст 


тах 


ст 


ТКН 


146 


зарубежные 


iR 
Ctot 


rr 


О ктах 


Е тах 


АИ, 








Термин 





Постоянное прямое напряжение 
Постоянное обратное напряжение 
Постоянный прямой ток 
Постоянный обратный ток 
Общая емкость диода 


Время восстановления обратного сопро- 
тивления 


Максимально допустимое постоянное об- 
ратное напряжение 


Максимально допустимый постоянный 
прямой ток 


Допускаемый разброс значения напряже- 
ния стабилизации от номинального зна- 
чения 


Напряжение стабилизации 


Ток стабилизации 


Максимально допустимая рассеиваемая 
мощность стабилитрона 


Дифференциальное сопротивление стаби- 
литрона 


Температурный коэффициент напряжения 
стабилизации 


4.2. Отечественные диоды и их зарубежные аналоги 


Выпрямительные диоды 


Обозначе- 


ние 


прибора 


Дэв 
GD72E3 
GD72E4 
GD72E5 
OA90 
IN87T 
AAZI0 
GPM2NA 


IN295X 
АА!37 
Д102 
IN210 
1№388 
1№1844 
BAI79 
CASO 


CB50 
616C 
IN211 
IN389 
д! 
618С 
IN213 
IN391 


PD133 
IN212 
D2D 
SDIIF 
IN74 
AAI13P 
КД10ЗА 
1N483 


BAI28 
MT462A 
GSM53 
Д223А 
СА!00 
‘4100 
Д2-3Б 
14P2 


AD150 
1N458 

1N5209 
MT458 


* А— окр. среды; С — корпуса; J — перехода; $ — хранение. 


10* 


— elt ieee dl Beene Eee Lt 


Выпрямительные 
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a = 
о. ^ 
Е м. 
|) я 
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ee 
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No 
ся 


tel Palit Poet i Set 


bad 


800 
100 
20 
11 
650 
200 


125 


150 
150 
150 
150 


60 
60A 
60A 
60A 
75A 
90 


85 
100J 
100 
150A 
150A 
150A 
100A 
150A 


150A 
150A 
150A 
150A 
100 

150A 
150A 
150A 


150 
150A 
60 
85 
70A 
100J 
125 
200A 


125A 
175A 
150 
120 
150A 
150A 


125A 


170A 
200 

200S 
175A 


Материал 


Корпус 


C18 
C18 


4 
207 
207 


2035 
А60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 
АЕ150 150| 60 | 1 10 — 100 | 150| 150 | 170A | Si 207 
BAW32B 150] 60 | 1 10 — 20 | 150| 125 | 1253 | Si 207 
24]2 1501 60 | 1,31 60 — 20 | 150| 125 | 1251 | Si 207 
Д207 200 | 100 |1 1100 100 |200 | 200| 100] 100 $1 5 
1TT3003 200 | 100 | 1 1100 — 5 | 175 1150А| 175A | Si 2035 
№485 1801100 | 1,1] 100 — 30 | 175| 150 | 200A | Si D07 
HSP1001 | 175 120 | 1 1100 — 5 | 150| 150 | 175A | Si А1 
TMD45 ; 200} 75 | 1 1100 ие 30 | 200| 100 | 150A | Si А21 
2521 200 | 100 | 1,5] 100 — 5 | 200| 100 | 150А | Si Cl 
BA 147/220 | 220/100 | 1 50 — 75 | 150| 100 | 1501 | Si 207 
1N486 295 | 100 | 1,11] 100 — 50 | 2251 150 | 200А | Si 207 
КД102А 250| 100} 1 50 | 0,1 50 | 250] 100 | 100 $1 3 
0102 270| 125] 1 100 |0,1(200)|] — | — | — | 150) | Si C18 
0112 270| 125] 1 100 10,1(200)] — | — | — | 1503 | Si C18 
КД104А 300| 1011 10 3 |100 | 300| 70 70 $1 3 
1N219 270] 7,5] 4 3 5 100 | 270} 100} 150A | Si Cl 
1N1632 270| 3,8] 6 15} — 33 | 156] 100 25A | Si M204 
HGR30 300; 1] 41,1] 1 10 50 | 300 | 100 | 175A | Si А196 
1№354 325 | 15 |1 20 — 20 | 300} 125 = Si C12 
1№220 330} 7 | 4 2 — |100 | 330] 100 | 150A | Si Cl 
IN1849 330] 7,5] 4 3 — — | — | — 150А | $1 Cl2 
2208 300 | 100 | 1 |100 | 100 | 200 | 300} 100 | 100 Si 5 
ВА!47/300 300 | 100 | 1 50 3 100 | 200] 100 | 1505 | Si 207 
DR699 300 | 100 | 1 50 | 1(200) | — | — | — 1509 | Si 207 
1N487 300 | 100 | 1,1] 100 — 50 | 300| 150 | 200А | $1 207 
ZS22 300 | 100 | 1,5] 100 = 5 | 300} 100 | 150А | Si Cl 
J1226B 300 | 300 | 1 | 300 | 100 | 300 | 200] 80 80 | Si 6 
DT230H1 250 | 250 | 1,1] 250 1 100 | 250| 100 | 200 $1 2035 
МС51 300 | 200 | 0,9] 30 | 0,1 5 | 300| 100 | 150А | $1 D07 
IN487A 300 |200 | 1 |100 | 0,1 25 | 300] 150 | 200А | Si 207 
ZC53 300 | 200 | 1,1] 200 | 0,5 5 | 300] 100 | 150А | Si Cl 
BAWI4 300 | 200 | 1,21200 | 0,1 10 | 300| 100 | 175 $1 2035 
BAWI4TF24] 300 |200 | 1,21200 | 0,1 10 | 300] 100 | 150 $1 2035 
TF24 300 | 200 | 1,21200 | 0,1 10 | 300] 100 | 175 $1 2035 
ZS123 300} 250 | 1,11250 | 5 50 | 300| 100 | 100A | Si 207 
0502 300 | 250 | 1,2| 250 | 5 —|— | — | 125 | Si А1 
MC030 300 | 200 | 1 |400 | 0,2 15 | 300] 150 | 1754 | Si A2 
MC030A 300 | 200 | 1 | 400 — 5 | 300} 150 | 175А | Si A2 
PS632 320 | 200 | 1 | 200 — 50 | 300| 150 | 200 51 2014 
PS633 320 | 200 |1 | 200 — 25 | 300| 150 | 200 $1 D014 
BAY21 350 | 200 | 1 100 — 25 | 300| 100 | 1505 | Si 207 
Д209 400 | 100 | 1 [100 | 100 1200 | 400| 100 | 100 $1 5 
14488 380 | 100 | 1,11 100 | 0,25 | 50 | 380| 150 | 200A | Si 207 
DR698 400 | 100 1 50 | 1(309) Е = — ры $1 207 
28695 400 | 100 | 1 100 — 50 | 300| 100 ge Si D07 
PD910 400 | 100 |} 1 | 100 — 10 | 400| 25 | 200 $1 А188 
7524 400 | 100 | 1,5| 100 — 5 | 400| 100 | 150А | $1 Cl 
ДЖ (400)| 300 | 0,5| 300 | 100 11000| 130| 70 70 Се 5 
114533 400 |300 | 2 1300 15 — | — | —| 150A | Si D03 
P4H5 400 | 300 | 1 300 10 500 | 400] 100 | 175 Si M343 
IN443 400 | 300 | 1,5] 300 1,5 — | — | — | 165A | Si 202 
IN604 400 | 300 | 1,5| 400 1,5 — | — | — | 170$ | Si 201 
$106 400 |300 | 1,2] 300 | 100 — | — | —| 100$ | Si A54 
COD1554 400 | 250 | 1,1] 400 10 — | — | — | 100 Si А52 
$19 400 |250 | 1,2| 400 | 1,5 — | — | — | 150A | Si А54 
$219 400 |250 | 1,3] 400 100 a ean = $1 А54 
M70B 400 |250 | 1,2) — 10 a ean 175 Si A3 
CER70B 400 |250 | 1,2] 250 10 200| 400 | 100 | 150A | Si 2027 
Д210 500 |100 | 1 100 100 200| 500| 100 | 100 $1 5 
PD911 500 | 100 | 1 100 — 10 | 500} 25| 200$ | Si А188 
15206 450 |100 | 1,2] 100 oe 10 | 400] 25] 150 Si Al 
1N873 500 | 100 | 0,6] 100 — 20 | 500} — 200$ | Si Al 
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| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
$205 5001 100 1,2 | 150| — 1100 |500 | — = $1 А54 
P2K5 500} 100 1 100| — 1500 |500 |100 175 Si | M343 
ДИ 600] 100 | 1 100 | 100 |200 |600 | 100 100 $1 5 
PD912 600} 100 | 1 100} — 10 | 600 | 25 | 200$ $1 | A188 
1N874 600] 100 | 0,6] 100] — 20 |600 | — | 200$ $1 Al 
10R6B 600} 100 | 2 100} — | 500 | 600 | 150 175 Si — 
Р$2415 6001 100 | 2 В] == 5 | 600 | — ны $1 С15 
$206 600} 100 11,2] 150| — 1100 |600 | — — $1 А54 
1$1224 600] 100 | 1,5] 100! — 5 | 600 | 25 100} $1 — 
1$2352 600| 100 | 1,5] 100}; — 5 |600 | — 100 $1 — 
P2M5 600! 100 | 1 100} 10 1500 | 600 | 100 175 Si | M343 
1N2373 600} 100 | 3 100 | 70 a ie ae 150 Si Al 
КД105В 600| 300 | 1 300 | 100 |300 |450 | 85 85 $1 7 
BAY89 600] 250 1 100 — 30 |500 |100 150 $1 007 
COD1556 600| 250 | 1,1} 400} 10 | — Ш 100 Si А52 
M71B 600} 250 о es 10 = — — 175 $1 АЗ 
CER71B 600} 250 | 1,2} 250} — |200 | 600 |160 | 150 Si D027 
1№535 600| 300 | 2 300} 20 —f—| — 150 Si D03 
1N1257 600} 300 | 1 300} — |500 | 600 | 125 165A | Si А53 
152310 600 | 300 | 1,2 | 5001 10 | — | — | — | 1253 | Si es 
P4M5 600 | 300 | 1 300} 10 | 500 | 600 | 100 175 Si M343 
1N445 600} 300 | 1,5] 300 2 —-{/—-j-— 150A | Si D02 
IN606 600 | 300 | 1,54 200} 25 aa ae 170S Si Dot 
IN606A 600] 300 | 1,5} 400 | 2,5 = | — | — 1705 $1 001 
M1217 800 | 100 1 100 | 75 1150 1800 |100 100 Si 5 
MR80 800! 100 | 1 100; — 10 | 800 | 100 150 Si Z3 
PD914 800 | 100 | 1 100 | — 10 | 800 | 25 | 200$ $1 А188 
14876 800 | 100 | 0,6) 100} — 20 |800 | — 200$ $1 Al 
PS2416 800 | 100 | 2 5] 10 —_ | — | — $1 C15 
$208 800 | 100 1,2] 150 | 100 — || — $1 А54 
1N1407 800 | 0,125 | 5 ‚12| 10 |100 |800 |150 150 Si A53 
КД105Г 800 | 300 | 1 300 | 100 |300 | 600 | 85 85 $1 7 
0507 8001 250 | 1,2 | 250 5 — | — | — 125 Si Al 
1№1259 800 | 270 | 1 270 | — |500 | 800 | 125 165А | $1 A53 
1N2505 800} 300 | 1,5 200} 20 |200 | 800 | 150 150A | Si Аб 
$28 800 | 300 |1,2| 500 | 500 — |300 | — ми Si А54 
ВУ157 800 | 300 | 1,2] 300 1 50 |800 | 25 | 125A | Sj D029 
$234 800 | 950 | 1,3] 400] 200 — | | oe 65A Si А54 
M72B 800 | 250 1:9 — 10 —- — — 175 $1 АЗ 
CER72C 800} 250 | 1,2] 250] 10 |200 | 800 | 100 150А | Si 2027 
1№560 800 | 250 | 1,8] 250] 15 |380 | 800 | 125 140А | Si 203 
МД218 1000 | 100 | 1 100| 75 |150 | 1000] 100 100 Si 5 
PD915 9001 100 | 1° | 100] 0,05 | 10 | 900] 25 | 200$ <: | A188 
MR90 900 | 100 | 1 100}; — 10 | 900] 100 150 Si Z3 
MR 100 1000 | 100 | 1 100} — 10 | 1000 | 100 150 Si 3 
PD116 1000 | 100 | 1 Cee 10 | 1000] 25 | 2005 Si A188 
PD9I6 1000 | 100 | 1 100 bo — 10 | 1000] 25 | 200$ Si A188 
1№365 1000 | 100 |2 200 | — |250 | 10001 100 150C | Sj D02 
14878 1000 | 100 |0,6| 100} — 20 | 10001 — 200$ $1 Al 
1N3282 1000} 100 | 2,5] 100; — 10 | 1000} 100 150A Si 207 
10R10B 1000} 100 | 2 100} — 1500 | 900/150 | 175 Si — 
100010 1000} 100 |3 1001 — 10 | 1000] 100 150A | Si | 007 
100K10 1000] 100 | 3 100} — 10 | 1000 | 100 150A | Si | 007 
PS2417 1000} 100 | 2 5] 10 a ee ee — $1 | С15 
$210 1000 | 100 | 1,2} 150 | 100 a ae — $1 | А54 
1$1225А 1000 | 100 |1,5| 100 5 a es 100J Si — 
152354 1000 | 100 | 1,5] 100 5 a ee 100 Si _ 
Ув!0 1000 | 100 |5 100; — 5 | 1000 | 100 150А | $1 А1 
УС! 1000 | 100 | 5 100}; — 40 |1000 |100 | 150A | Si Al 
EZ100 1000 | 100 | 9 100 2 |100 | 1000 | 100 125А | $1 АЗ 
1N2374 1000 | 100 |3 > a ee 100A | Si Al 


100 | 


Выпрямительные диоды средней мощности 
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Обозначе- | м “ Е . 

oe 2 5 2о а Е 

прибора Ss 2 sm io}. < am |o |5 Е i 
pe) Bi 1 TET) Pal al a lB] a 
© a] Е aléz 6) = gis о. 
о г a) ar me ae an) a oa = A 
1 2 4 5 6 7 8 9 10 | 12 
КД204В 50 | 600 | 1,4 600 | 50 | 0,500 | 50 | 85 | 85 $: | 8 
ZS30A 50 | 500 | 1,1 500 | — | 0,015 | 50 | 100} 160А | $, | A44 
ZS30B 50 | 500 | 1,1 500 5 | 0,050 | 50 | 100] 160А | $. | A44 
A2A4 50 | 475 | 1,2 500 1 | 0,500 | 50 | 1501 175 $! | А84 
11251 50 | 500 |1 500 | — | 0,500 | 50 | 125) 165 $1 | АБЗ 
12080 50 | 500 | 0,75 | 500 | 350 — — | — | 150 $1 | A53 
BR205 50 | 500 | 1,1 500 5 = = | = 1150 Si | M533 
КД202Б 35 | 3,5 | 0,9 3,5 | 800 | 0,800 | 50 | 120| 130 Si] 9 
15442 20| 3 3 1,5 | — — — | — | 150 $1 | 4 
71305 50 | 10 0,35 | 10A 2,5 20 50 | 70 | 70 | Ge} 10 
UT5105 50 | 7,5 | 1 5 — 0,3 50 |100 | 175А | Si | S277 
MS5 50 | 7,5 |1 7,5 | — — — | — | 150 5: | 204 
7620 50 | 8,0 | 1,2 5 — 0,2 50 | 100} 150 $1 | $235 
76200 50 | 8 1,2 5 5 0,2 50 | 100} 150A | Si | 961 
РАО5 50 | 8 Г 2 0,1 50 | 100] 150 Si | M542 
E5A3 50 | 8 1,3 8 ыы 1 50 | 1501 175 Si | DO4 
1N2793 50 | 8 1,25 | 15 = 5 50 | 150} 150C | Si | 0605 
UT6105 50 | 9 1 6 = 0,3 | 50 | 100] 175A | Si | $277 
1N2246 50 | 10 0,6 | 10 = 1 59 | 150| 150 Si | 204 
IN2246A 50 | 10 0,6 | 10 = 0,5 | 50 | 150} 150 Si | D04 
1N2247 50 | 10 0,6 | 10 = 1 50 | 150} 200 $1 | 35 
№2247 А 50 | 10 0,6 | 10 — 0,5 | 50 | 150] 150 Si | 35 
312298 100 | 0,4 | 1 0,4 0,2 0,5 | 100} 85| 85 Si} И 
1N667 100 | 0,4 | 1 0,4 ube 0,2 | 150! 100} 175 Si | 007 
AM410 100 | 0,4 | 1,2 0,4 = 0,3 100} 150] 150 Si | 007 
BYX60—100] 100 | 0,4 1,15 | 0,4 Бы 0,05 100} 1001 125 Si | 007 
M14 100 | 0,4 | 1 0,4 oa = 100} 150] 150 Si | 007 
PS410 100 | 0,4 | 1,5 | 0,5 = 0,5 100} 150] 200 Si | Або 
1P644 100 | 0,4 1,0 | 0,4 — — — | — |150 [%$1| Al 
K2B5 100 | 0,4 | 2,0 | 0,4 = 0,5 100] 100] 150 Si] — 
P5D5 100 | 0,4 1,0 | 0,4 ыы 0,5 100 | 100] 175 Si | M343 
1N324 100 | 0,4 | 2,0 {0,65 | — 0,3 *| 100} 100] 200 Si | D02 
IN324A 100 | 0,4 | 0,6 [0,65 | — 0,01 | 100} 100} 200 Si | 002 
AMI12 100 | 0,4 | 1,25 | 0,4 os 0,3 100} 150] 125 Si | 204 
MT14 100 | 0,4 1,2 | 0,4 ae 0,1 100} 150} 200 Si | 007 
1N339 100 | 0,4 | 2,0 | 0,8 se 0,1 100} 150] 175 Si | 204 
1N348 100 | 0,4 | 2,0 | 0,8 — 0,5 100} 150] 175 Si | 204 
SG105 100 | 0,45 |-1,1 0,5 — 0,3 100} 150] 150 Si | C42 
Д229Ж 100 | 0,7 |1 0,7 0,2 | 0,5 100| 85| 85 $1 I] 
5Е! 100 | 0,7 1 0,5 — 0,2 100 | 125} 125 Si | A35 
1N1487 100 | 0,75 | 0,55 | 0,25 | — 0,4 100| 125 | 140 Si | 003 
1N2073 100 | 0,75 | — =: ~ 0,25 | 100} 100; — Si | A53 
1N2104 100 | 0,75 | 1,2 | 0,75 | 0,3 — — | — | 200 Si | A53 
1N3238 100 | 0,75 | 2,2 | 0,75 | — 0,5 100} 150] — Si | Al 
АЗВ! 106 | 0.751 — — = 0,5 100 | 150] 175 Si | А84 
A3B5 100 | 0,75 | — — — 0,5 100 | 150} 175 Si | А84 
A3B9 100 | 0,75 | 0,5 > — 0,5 100 | 150| 175 Si | А84 
B3B1 100 | 0,75 | 0,5 — — 0,5 100| 150} 175 $1 | А! 
B3B5 100 | 0,75 | 0,5 a 0,5 100 | 150} 175 Si | Al 
B3B9 100 | 0,75 | 0,5 — — 0,5 100 | 150] 175 $1 | А! 


150 , 
4 


Продолжение 









































| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11| 12 
BR41 100 | 0,75 | 1,1 0,75 — — — —| 150 | Si | M533 
COD153! 100 | 0,75 | 1,1 0,8 — — — —| 150 | Si | А52 
MB258 100 | 0,75] 1 0,4 — 0,06 |100 | 100} 175 | $1| Або 
MB270 100 | 0,75 | 1,2 0,5 — 0,075 | 100 | 100| 175 | Si | Або 
$91А 100 | 0,75 | 0,9 2 — 1,4 — | 100 — | Si} 454 
UT112 100} 0,75} 1,2 | 0,5 — 0,75 |100 | 100 — | Si | Al46 
XS10 100 | 0,75 — — — — == — — | $1| А54 
75171 100} 0,75 | 1,2 0,75 | — 0,15 |100 | 100] 150 | si} ase 
7661 100 | 0,75 | 1,1 0,75 | — 0,15 |100 | 100| 150 | sj | А42 
7Е1 100 | 0,75 | 1,1 0,75 | — 0,05 |110 | 100| 175 | si | 0027 
7тл 100 | 0,75 | 1,1 0:76 | — ев ae — | 175 | Si | 0015 
1N440B 100 | 0,75 | 1,5 | 0,75] — 100 | 100 | 150} 165 | sj | DOB 
IN537 100 | 0,75 | 1,0 | 0,5 — 0,2 100 | 150} 150 | si | 003 
1№1081А 100 | 0,75 | 1,0 1,0 — — — —- — | sil F22 
IN1645 100] 0,75] 0,5 | 0,25 | — 0,4 |100 | 150) 165 | si | A53 
1N2091 100 | 0,75 [0,5 | 0,5 — 0,25 |100 85| 100 | si | Mal 
IN2610 100 | 0,75 | 1,1 0,5 — 0,5 100 150 175 Si | АЗ! 
1№4364 100 | 0,75 | 1,1 0,75 — 0,3 100 | 175 175 Si | 003 
1$031 100 | 0,75 | 1,25 - — — — —| 150 | $:| aso 
1$40 1001 0,75 | 1,2 1,0 — 0,25 — — 150 | sj | Dol 
1$100 100} 0,75 | 1,0 — = я on —| 150 | sj | A89 
A3B3 100} 0,75 | 1,1 0,5 — 0,3 100 | 150 | 175 | si | д84 
A100 100} 0,75] 1 0,75 = ae oe —| 100 } o: | A3 
0100 100 | 0,75 | 1 0,75 — = 175 Si | А50 
DK75l 1001 0,75] 1,2 0,75 — 0,1 100 100 175 Si | D027 
H1i00 100 | 0,75 | 1 0,75 = — — — 175 Si | 0203 
M68 100 | 0,75 | 1,2 — = = Se TS ogee AS 
SD9IA 100 | 0,75 | 1,3 Lo — 0,5 100 | 100 125 | sj | 003 
SMi0 100 | 0,75} 1,1 | 0,5 Ее г = 175 | si | A84 
SWISS 100 | 0,75 | 1,1 0,75 - = ~ —| 10] = 
TK10 100) 0,75 | 1,1 | 0,5 = 0,3 [100 | 150] 175 A84 
IN 2859 100 | 0,75 | 1,2 | 0,5 = 0,4 |100 | 100] 125 > = 
CER68 100 | 0,75 | 1,2 0,75| — 0,2 100 | 100} 150 | gj | 00277 
MR 1337-2 100 | 0,75} 1,1 1 ae 25 100 25 — | sj | АЗ 
$81 100 | 0,75 | 1,2 [1,2 | 0,02 | — 11001 —| — | 51| asa 
141556 100 | 0,75 | 1,4 | 0,6 ik 1 1100 | 100) 150 | oj | 002 
AMOI0 100 | 0,75 | 1 95 — 0,3 100 150 150 si | 007 
КД208А 100115 |1 1 0,05 | 0,2 100 85 85 | <; 7 
1№2289 100} 1,5 | 0,6 15 — 0,5 100 | 150] 150 | Si 35 
1№2289А 100; 1,5 | 0,6 1,5 = 0,1 100 | 150} 150 | Si} pDo4 
IN2290A 100} 1,5 0,6 1,5 = 0,1 100 | 150] 150 | Si | po4 
1N2638 100 | 1,5 1,3 1,5 = 0,3 — | 1001 165 | Si | M124 
1$020 100 | 1,5 1,25 5 — 0,05 |100 | 100] 150 | $1| agg 
АТВ! 100 | 1,5 | 0,5 = — 0,5 100 | 150 | 175 | Si! А84 
А7В5 100} 1,5 | 0,5 р — 0,5 100 | 150| 175 | Si | As4 
A7B9 1001 1,5 | 0,5 — = 0,5 100 | 150} 175 | $1| Аза 
А121- Ц 100 | 1,5 1.1 1 — — — —| 150 | Si | M531 
Ai32—It 100 | 1,5 бы 1 — — — —| 150 | Si | M532 
A168—1t 100 | 1,5 1,1 1 — == — — | 125 | Si | M575 
B7Bl 100} 1,5 | 0,5 wpe — 0,5 100 | 150| 175 | Sil al 
В7В5 100 | 1,5 | 0,5 == — 0,5 100 | 150| 175 | Sil At 
B7B9 100 | 1,5 05 — — 0,5 100 150 175 Si Al 
ВВ8!Д 100 | 1,5 1,1 1 — — — —| 150 | Si | M536 
COD15314 100} 1,5 1,1 0,8 -- — — —| 150 | Si | M45 
MIB1 100] 1,5 | 0,5 — — 5 50 | 150] 175 | Si] А! 
MIB5 100] 1,5 | 0,5 ыы = 5 100 | 1501 175 | Sil Al 
‚ MIB9 100! 1,5 | 0,5 — = 5 100 | 150! 175 | Sij А! 
MB236 100/ 1,5 |1 0,8 wai 0,015 |100 | 1001 175 | Si | Або 
SAIMI 100} 1,5 | 2 10 aus 0,3 100 | 150} 150 | Si | 0077 
Sil 100} 1,5 |1 155 — — — — 1 150 | Si] Al 


Продолжение 



































1 2 3 4 5 6 7 8 | 9 10 | 12 
ZR11 100} 1,5 | 1 1,5 — 0,2 100 | 100 | 150 | Si] Аб 
ZRIIT 100} 1,5 | 1 1,5 — 0,2 | 100} 100] 150 | $1| $164 
75271 100 | 1,5 | 1,2 | 1,5 — 0,15 | 100} 100| 150 | $1| А52 
ZL103M 100 | 1,5 | 1,34 | 7,5 — 0,11 | 100 | 100] 195 | $1| $33 
144817 100} 1,5 11,3. } 15 — 0,25 | 100} 40| 170 | Si} 0027 
$2А10 100| 1,5 | 1,05 | 1,5 — 1,6 100 | 25| 150 | $1| A56 
S2H1 100 | 1,5 | — — — 0,3 50| 150] 170 | Si | 0027 
B40C2000— | 100] 1,5 1 | 1,1 — — —| —| 125 | $1| М673 

1500Sit 

151071 100} 1,5 |1 1,5 — 0,1 100 | 150} 150 | $1| A52 
1.561 100 | 1,5 | 1,1 | 1,5 — 0,05 | 110| 100| 175 | $:| 2027 
1.51 100 | 1,5 | 1,1 | 1,5 — 0,05 | 110} 1001 175 | Si} 015 
P100B 100} 1,5 | 1 1 — — —| —| 170 | $1| D027 
P150B 100} 1,5 |1 1 — — —| —| 150 | —| 0027 
$1.5—01 100} 1,5 | 1 1,5 | 0,01 — 100}; 25] 125 | —}| — 
SE1.5SS 100} 1,5 |] 1,1 | 1,5 — — —| —| 120 | Si] М99 
1№1563 100 | 1,5 | 1,2 | 0,5 — 0,5 100 | 100} 175 | Si} ci2 
1N2391 100 | 1,5} 1,2 | 1,5 — 0,3 100 | 150] 150 | si] A32 
1N2400 100 | 1,5 | 1,2 | 1,5 — 0,3 100 | 150 | 150 С8 
1 №2409 100 | 1,5 | 1,2 | 1,5 — 0,3 100 | 150] 150 C9 
1N2418 100 | 15 11,2 | 1,5 — 0,3 100 | 150] 150 8 

151849 100 | 1,5 | 0,9 | 0,75 | — — —| —| 120 M594 
1N5392 100} 1.5 | 1,4 | 1,5 -- — 0,3 | 100| 170 0015 
1 №2847 100 | 15 | 0,65 | 0,5 = 0,4 100 | 150] 165 | Si] $35 
CTN100 100) 1:5 | 1 = = — —| —| 175 | $: | M594 
СТР100 100 | 15 |1 sc = — —| —| 175 | Si | М594 
VB100 100} 3.5 |1 sip = — —| —| 175 | Si | М594 
IN1115 100} 1.5 | 0,65 | 1,5 — | 0,4 100 | 150] 170 | Si} 004 
1N1053 100} 15 |] 1,5 | 1,5 1 — —| 100| 150 | Si! A167 
1N1085 100} 15 | 1,5 | 1,5 2 — —| 100| 150 | $:| F22 
1N1450 100 | 15 | 1¢ 2,4 = 5 100 | 25| 190 | Si] $41 
1141617 100: | 1.5. 152 1 №5 _ 5 100} 25| 100 | Si] A52 
1/51 100 | 15 | 1,5 |5 = 1,5 100 | 125] 125 | Si] А!9 
141446 100 | 46-4 13° 1 4,8 = 2 100} 25| 175 | Sil $41 
КД202Г 79| 35 | 0,9 | 3,5 | 0,8 0,8 100 | 120] 130 | Si] 9 

15444 60} 3’0 | 1,5 3 = — —| —| 10 | Si] $54 
Д304 100 | `’5 | 0,3 5 2 10 50| 70| 70 | Се 10 

11613 100 г] > 10 ви — —| —| 175 | Sil 204 
1N2290 100 5 | 0,6 5 aan 0,5 100 | 150] 150 | Si} $35 
500R1B 100 51-2 5 = 1 100 | 150| 175 | Si] — 
5BR1 100 a — = Е — —| —| 125 | — | М530 
БРМ! 100 B12 5 = 0,05 | 100] 150] 150 | $1| M585 
PE10 100 5 11 2,5 — — —| —| — | Si} M40 
S5Al 100 5 | 1,1 5 1 — | 100 150 | Si] Al 
1N1059 100 5 | 1,5 5 1 — | 100} —| 170 | $:| $67 
1N1065 100 5 | 1,5 5 1 — | 100} —| 170 | Si]! $66 
1N1071 100 5 | 1,5 5 1 — | 10| —| 170 | Si] $68 
1N1089 100 5 | 1,5 5 2 — | 100} —| 170 | Si} F22 
IN1089A 100 5 | 1,5 5 = 5 100 | 100| — | $1| F73 
1065 ° 100 5 | 1,1 13 = 10 100 | 25| 17534 | Si] $41 
SJ103E, К | 100 5 | 1 т <= 0,3 100 | 150] 150A} $1| 104 
VRE100X | 100 5 | 1,5 10 2 5 100} 150] 150 | Si | M249 
VRF100X 100 5 | 1,5 10 2 5 100 | 150] 150 | $1| M249 
VRG100X | 100 5 | 1,5 10 2 5 100 | 150] 150 | Si | M249 
ESP5100 100 5.1 1,2 3 = 0,011 | 100 | 150] 150С | Si] АЗ 
366B 100 5 | 1,1 5 — 0 100 | 180} 180 | $1| $27 
INI613A 100 5 | 1,1 6 ыы 0,5 100 | 150 | 1907 | Si] 004 
ЕЗВЗ 100 5 | 1,3 5 = 1 100 | 150| 1753 | $:| 004 
Д242 100| 10| 1,2 10 313 100 | 100| 125 4 $:| 10 
1N2248 100} 10 | 0,6 10 me 1 100 | 150} 150 | Si| 004 
1№2248 А 100} 10 | 0,6 10 — | 0,5 100 | 150] 150 | $1| 004 
1N2249 100} 10 | 0,6 10 — 1 100 | 150} 150 | Si} $35 


152 
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1 2 3 3 5 6 7 8 10 И 12 
1N2249 100} 10 | 0,6 10 = 0,5 100 150 | Si | $35 
В 100 10 | 1,2 5 0,01 oe coe 150 | Si | M538 
DD4521 100 10 1 10 0,01 — 100 150 $1 $19 
©1010 100 10 | 1,1 10 ыы 3 100 150A | Si D04 
МА231 100 10 — = — 4,5 125 150 | Si $74 
P1010 100} 10 | 1,1 10 sai 3 100 150 | Si S95 
SJIO4E, К | 100 10 1 0,75 -- 1,5 100 200C | Si 204 
10РМ1 100 10 2 10 = 32 100 150J | $1 | M586 
1N162 100} 10 | 1,2 10 = 5 10 100A | Si S43 
Soar 100 10 1,5 30 — 0,05 100 175$ | $1 $61 
R611 100 10 1,3 10 — 0,2_ 100 160C | $1 | M249 
$420 100| 10 | 1,5 30 — 0,0: 100 175A | Si S24 
1S161 100} 10 | 1,6 50 = 6 100 175 | Si | $103 
1181$ 100 10 1,6 50 6 — 100 175.1 | Si $103 
SAIANI2 100 10 0,47 10 a 2 100 150J | Si | DO4 
D1010 100/ 10 — = — 0,3 100 125B | Si S4 

1ANI12 100} 10 | 0,5 | 9,5 = 2 — 1507 | Si | 004 
peal 100; 10 | 1,2 10 — 10 100 180C | Si S27 
1N249 100 10 1,5 25 — 5 100 175$ | Si | 005 
40109 100 10 |0,6 10 — 2 109 175C | Si | 004 
E6B3 100 10 | 1,3 10 — 1 100 175 | Si | 204 
F2B3 100} 10 | 1,3 30 — 1 100 1751 | Si | 205 
31303 150 3 | 0,35 3 | 4 50 70 |Ge} 10 
UR215 150 2 1 2 — 0,05 | 150 — | Si | Al46 
1S1660 150 3 | 1,2 | 3 — 1 150 1501 | Si | $336 
3С15 150 8 + 11 6 — 0,5 150 190 | Si | 204 
КД204Б 200 | 0,35 | 1,4 |0,6 | 0,1 1 200 85 | Si 8 
1№531 200 | 0,3 |2 0,3 | 0,07 ры 200 150 | Si | 003 
B80C300 200 | 0,3 | 1,1 1 0,1 ae — 125 | Si | M671 
1N1703 200 | 0,3 1.7 1 — 0,3 200 125 | Si | A53 
P4F5 200 | 0,3 | 1,0 | 9.3 — 0,5 209 175 | Si | МЗ43 
1№441 200 | 0,3 | 1,5 | 0,3 — | 0,75 — 165 | Si | 002 
1N602 200 | 0,3 | 1,5 | 92 | 0,25 — — 170$ | Si | Dot 
IN602A 200 | 0,3 1,5 | 0.4 | 0,01 — — 170$ | Si | Dol 
КД205Г 200 | 0,5 |1 0,5 | 0,1 0,2 200 85 | Si 12 
A2C4 200 | 0,475} 1,2 | 9.9 | 0,01 | 0,5 200 175 | Si | A84 
1N1253 200 | 0,5 | 1 0,5 — | 0,5 | 200 165 | Si | АБЗ 
1№2082 200 | 0,5 0,75 | 0,5 | 0,350 = 200 150А | Si | A53 
1N3228 200 | 0,5 3,3 0,5 — 0,5 200 ыы ГБ | Al 
BR22 200 | 0,5 | 1,1 | % | 0,05; — | 200 150 | Si | M533 
COD15524 | 200] 0,5 т 0,4 0 — 200 100 | Si | M45 
D25C 200 | 0,5 {| 1,2 | 0,5 — 0,15 | 200 150 | Si | A100 
J200 200 | 0,5 1,1 0,5 мы — 175 | Si | 007 
MB259 — 200 | 0,5 1 | 9,2 || мкА| 0,06 | 200 175 | Si | A60 
MT020A 200 | 0,5 1 0,5 0,25 5 200 175 | Si | Або 
$17 200 | 0,5 1,2 | 0,8 0,100) — 200 150 | Si | А54 
$17А 200 | 0,5 1,2 0,8 0, 05 = 200 — |Si | A54 
PS120 200} 0,5 | 1,5 | 9,5 — 0,5 200 200А | Si | A47 
IN5215 200 | 0,5 | 1,2 |1 — 0,2 200 175 | Si | АЗ! 
1$1221 200 | 0,5 | 0,95 | 0,5 | 0,03 — 200 120 | Si — 
S2E20 200 | 0,5 0,95 | 0,5 | 0,03 pees 200 120 | Si | А!85 
5E2 200 | 0.5 1,1 0,5 — 0,05 | 220 175 Si | D027 
552 200 | 0.5 LA 0,5 = 0,05 | 220 175 Si | DOI5 
20AS 200 | 0.5 1,15 | 0,5 0,01 ue 200 100A | Si | DO3 
M69C 200} 0.5 1,2 — 0,01 ma is 175 Si A3 
P6F5 200 | 0,5 1,0 | 0,5 0,01} 0,5 200 175 | Si | M343 
SE05S 200 | 05 1,1 0,5 |001 ыы 200 1203 | Si | M98 
SW 05S 200 | 0.5 1,1 0,5 0,01 = 200 120 | Si | А221 

0.5 1,3 1 р 0,4 200 125А | $: | Ad3 


1141709 200 
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1 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 
$017 200 | 0,5 1 1.5 — ыы —| — | 100 Si | A221 
1$1942 200 | 0,5 1,2 0,5 — 0,4 200 | 125| 1253 | $| Al 
1$312 200 | 0,5 1,1 1 0,010 = 200} 25| 150 Si | То! 
DD003 200 | 0,5 0,82 | 0,5 a 0,01 200 | 100] 100A] Si} АЗ 
1N3748 200 | 0,5 1,5 0,5 5 — 200 | — | 150А | Si] А! 
CER69C 200 | 0,5 1,2 0,5 — 0,2 200 | 100| 150A | Si | 2027 
1T502 200 | 0,5 1,2 0,3 — 0,25 | 200| 100 | 100А | Si | АЗ 
2T502 200 | 0,5 1,2 0,3 — 0,25 | 200] 100} 100А | $1| ро 
$T502 200 | 0,5 1,2 0,3 — 0,25 | 200| 100| 100А| si | 2013 
4T502 200 | 0,5 1,2 0,3 — 0,25 | 200| 100| 100А| Si | 007 
ERD200 200 | 0,5 1,2 0,3 -— 0,25 | 200] 100] 100A! Si | MI65 
1N551 200 | 0,5 1,5 0,5 1 => 200 | — | 150А| Si | 004 
11031 200 | 0,5 1,5 0,5 | 0,200 = 200| — | 150A] $1| A73 
20$5 200 | 0,5 1,3 188A! — 2 200| 25| 175] | Si} $41 
$101 200 | 0,5 1,0 0,8 | 0,100 — 200 | — ва Si | А54 
$222 200 | 0,5 1,0 | 0,8 — 0,3 200 | 150} — | sj | A54 
$252 200 | 0,5 1,2 0,8 -- 0,5 200} 100} — | $1| А54 
TKF20 200 | 0,5 1.1 1,0 — 0,5 200 | 100 — | sil asa 
1N3082 200 | 0,5 1,0 0,75 — 0,2 200 | 150| 200А | Si | A84 
1№3545 200 | 0,6 1 0,5 — 0,75 | 200 | 175| 200А| $1| А! 
КД205Л 200 | 0,7 1 0,7 0,1 0,2 200| 85| 85 Si 12 
БЕ? 200 | 0,6 1 0,5 = 0,2 200 | 125| 1253 | si | A35 
5МАЗ 200 | 0,625 | 0,92 | 0,63 — 0,2 200 | 100| 1407 | si | Е29 
141483 200 | 0,75 | 0,55 | 0,25 —- 0,3 200 | 125] 140 | si | 003 
1№2069 А 200 | 0,75 | 1,2 0,5 — 0,2 200 | 100| 100А| Si} Al 
112105 200 | 0,75 | 1,2 0,75 | 0,3 a 200} — | 200 Si | Ad3 
1N3239 200 | 0,75 | 2,2 0,75 — 0,5 200 | 150; — | Sj] Al 
1№3656 200 | 0,75 | 1,2 0,5 — 0,3 200 | 100} 200 | Si | Або 
75R2B 900 | 0,75 | 2 0,75 — 0,5 200 | 100| 175 | Si = 
АЗС 200 | 0,75 | 0,5 — |ГмкА| 0,5 200 | 150| 175A] Si | A84 
АЗС5 200 | 0,75 | 0,5 — | 5MKA] 0,5 200 | 150 | 175А| Si | A84 
A3C9 200 | 0,75 | 0,5 — = 0,5 200 | 150] 175A] Si | A84 
ВЗС! 200 | 0,75 | 0,5 | — —_| 0,5 | 200} 150| 175А | $1 | Al 
B3C5 200 | 0,75 | 0,5 — 0,005 | 0,5 200 | 150] 175A} Si] Al 
B3C9 200 | 0,75 | 0,5 — 10,010! 0.5 200 | 150! 175А| Si} Al 
BR42 200 | 0,75 | 1,1 0,75 | 0,005 a —| — 150 Si | M533 
COD1532 200 | 0,75 | 1,1 0,8 |1мкА| — 200 | — 150 $1 | А52 
MB250 200 | 0,75 | 1 0,4 |1 мкА| 0,06 | 200] 100] 175 Si | Або 
MB271 200 | 0,75 | 1,2 0,5 |2мкА 5 200 | 100| 175A] Si | Або 
РТ520 200 | 0,75 | 1,5 | 0,5 — 0,5 200 | 100| 125А| Si | 202 
$92А 200 | 0,75 | 0,9 1,2 10,950 = 200 | — = Si | А54 
TS2 200 | 0,75 | 1,2 0,75 |5 мкА| — —| — 125 | Si| А! 
UP12069 200 | 0,75 | 1,2 | 0,5 |10мкА| 0,2 200 | 100} 100 | Si | Al 
UPI2069A | 200 | 0,75 | 1 0,5 | 5 мкд| 0,5 200 | 100] 100 | Si| Al 
UTI13 200 | 0,75 | 1,2 | 0,5 |2мкА 5 200} 100} — | Si} А!46 
XS17 200 | 0,75 -- — “= 0,1 200; — — | Si | А54 
XS172 200 | 0,75 | 1,2 | 0,75 | 5мкА| 150 200 | 100 | 150А | Si | A52 
ZR62 200 | 0,75 | 1,1 0,75 |10 мкА| 0,15 | 200] 100|.150А| Si | A42 
. 7E2 200 | 0,75 | 1,1 0,75 |2 мкА! 0,05 | 220| 100| 175 | Si | 0027 
. 72 200 | 0,75 | 1,1 0,75 |2 мкА| 0,05 | 220| 100| 175 | Si {| 0015 
IN441B 200 | 0,75 | 1,5 0,75 ке ais 200 | 150] 165A] Si | 003 
IN538 200 | 0,75 | 1 0,5 | 0,010] 0,2 200 | 150} 150A} Si | 003 
IN1082A 200 | 0,75 | 1 1 0,010; — 200 | — — | Si| 822 
1N1647 200] 0,75 | 0,5 0,25 = 0,3 200} 150! 165 Si | А53 
1N2092 200 | 0,75 | 0,5 | 0.5 | — | 0,25 | 200] 85А| 100А | Si | М2 
IN2611 200 | 0,75 | 1,1 0,5 | 0,010] 0,5 200} 150] 175A] Si | АЗ! 
IN4365 200 | 0,75 1,1 0,75 | 1 мкА! 0,3 200 | 175) 175 Si | 003 
15032 200 | 0,75 | 1,25 — | мкА — 200 | — 150А | Si | A89 
1341 200 | 0,75 | 1,2 |1 5 мкд| 0,25 | 200| 150| 150 | Si | 20! 
19101 200 | 0,75 | 1,0 ae NO BAL += 200} — | 150A] Si | А89 
9G8 200 | 0,75 | 1,1 0,75 = = 200} — | 150A] Si | 203 
A3C3 200 | 0,75 ! 1,1 0,5 0 мкА! 0,3 200 | 150] 175A! Si | A84 


154 
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1 2 3 4 5 6 Я 8 9 10 11 | 12 
D200 200} 0,75 |1 0,75 | 5мкА| — 200| — 175 | Si | A50 
DK752 200 | 0,75 | 1,2 0,75 110 мкл! 0,100 | 2001! 1601 175A | Si | 0027 
H200 200 | 0,75 | 1 0,75 |5mMKAl — 200| — 175 | Si | 003 
M69 200| 0,75 | 1,2 — | 0,610 — —| — 175 | Si} АЗ. 
P200A 200 | 0,75 | 1 1 0,010 a 200} — 150 | Si | 0029 
$092А 200 | 0,75 | 1,3 1,2 — 0,5 200 | 100! 125 | si! 003 
SM20 200 | 0,75 | 1,1 0,5 10,010 sci 200; — 175 | Si | A84 
SWw1S 200 | 0,75 | 1,1 0,75 — — —| — 120 | $1 — 
TK20 200 | 0,75 | 1,1 0,5 — 0,3 200 | 150] 175С | Si | А84 
11440 200 | 0,75 | 1 0,75 — 1 200| 55| 150А| Si]: А! 
12482 200 | 0,75 | 1,2 0,75 — 1 200 55 | 150A] Si | АЗ 
1N3277 200 | 0,75 | 1,2 | 0,75 | 0,005 — 200 | — | 150A} Si]! А! 
1N2860 200 | 0,75 [1,2 | 0,5 — 1 04 200 | 100} 125A] Si — 
1N3193 200 | 0,75 | 1,2 | 0,5 | 0,005] 0,2 200; 75| 100А| Si | АБО 
1N3253 260 | 0,75 | 1,2 | 0,750) 0,005] 0,2 200] 75| 100A] Si — 
1№3639 200 | 0,75 | 1,2 | 0,75 — | 0,2 200 | 75| 100A! Si | DOI3 
CER69 200 | 0,75 | 1,2 | 0,75 | 0,01 | 0,2 200 | 100} 150A] Si | D027 
1N1557 200 | 0,75 | 1,4 | 0,6 — 1 200 |160 A] 150 | $:| 002 
Д243Б 200 5 то 3 |3. 200 | 100| 125 | $} 10 
1№2230 200 5 0, 6 1.5 — | 0,5 200; 150] 150 | Si | 004 
1№2230А 200 5 |0,6 | 5 — 0,35 200 | 150| 150 | $:| 004 
1№2231 200 5 0,6 | 1,5 -- 0,500 | 200| 150] 150 | si | $35 
IN2231A 200 5 0,6 | 5 -- 0,35 200} 150] 150 | Si | S35 
1$751 200 5 0,75 | 5 5 вы 200 | 25| 851 | Gel С63 
5PM2 200 5 2 5 — | 50 мкА| 200} 150] 150 | $; | M585 
PE20 200 5 1 2,5 |0,005 сы 200 | — ны Si | M40 
$5А2 200 5 1,1 5 ‚01 — 200 | — | 1500 |] Si | А! 
1N1061 200 5 1,5 |5 1 sii 200} — | 170C}] Si | S66 
1N1067 200 5 1,5 | 5 1 в 200 | — | 1700 | $;| $68 
1N1073 200 5 1,5 | 5 1 — 200; — | 17001] Si| S68 
1N1090 200 5 1,5 5 2 — 200} — | 170C} Si | F22 
SJ203E, К | 200 5 ] 0,75 | 0,01 | 0,3 209 | 150} 150A] Si | 004 
ESP5200 200 5 12: 11-3 10 мкл] 0,9 200 | 150 | 150C] Si | АЗ 
3660 200 5 ‘Lt 5 10 200 | 180 | 1803] Si | S27 
1№1614А 200 5 м 6,0 — 0,5 200 | 150 | 1903} Si | 204 
E3C3 200 5 1,3 |5 10 мкА| 1 200 | 150 | 175 Si | 004 
F1C3 200 5 1,3 30 — 1 200 | 150] 1757! si | Р05 
T1243 200} 10 1,2 10 3 3 100 | 200 | 125 Si | 143 
1№2786 209 | 10 1,2 10 = 10 200 | 150 | 150А | Si | DOS 
1N2250 200} 10 0,6 10 — 1 200 | 150] 150 | sj | 204 
1N2250A 200 | 10 0,6 10 =e 0,5 200} 150} 150 1 Si | DO4 
IN2251 200} 10 0,6 10 я 1 200 | 1501 150 | Si} S35 
IN2251A 200} 10 0,6 10 > 0,5 200 | 150 | 1501 Si | S35 
ВК102А 200 | 10 1,3 5 WOmKA] — 220 | — 150 | Si | M538 
204523 200 | 10 1 10 |10мкА| — 200} 25| 150 | Si | $19 
G2010 200} 10 A 10 ae 3 200} 125 | 150A] Si | 004 
MA232 200} 10 = = = 4,5 125} 126] 150 | Si | S74 
MA240 200 | 10 ыы ее = 4,5 300 | 125] 150 | Si | M38 
P2010 200} 10 1,1 10 => 3 200 | 125} 150 | Si | S95 
SJ204E, К |! 200! 10 1 0,75 10 мкА. 1,5 200 | 2001 200C} Si | boa 
10PM2 200} 10 | 2 10 | — 25 | 200} 150} 1503) Si | M586 
62R2 2001 10 1,1 10 — 6 200 | 150 150| Si | 204 
141622 200 | 10 1,2 10 — 5 200 | 25| 100A} Si | S43 
1N4436 200 10 1 10 — 0,2 200 | 180 | 160C] Si | M249 
15421 200| 10 1,5 30 — 0,05 | 200} 100 | 175$| $;| $6 
R602 200 | 10 1,3 10 — 0,2 200 | 160 | 160C] Si | M249 
R612 200 10 LS 10 == 0,2 200 | 160 | 160C] Si | M249 
$421 200| 10 1,5 30 — 0,05 | 200} 1001 175A} Sij S24 
18162 200} 10 1,6 50 — 5 200 | 175 | 175 | Si | $103 
1162$ 200 | 10 1,6 50 — 5 200| 175} 1753 | Si | $103. 
S2AN12 200} 10 0,5 | 9,5 ron 2 — | 1251 1503} Si | 204 
3670 200 | 10 }.9 10 — 10 200 | 1801 18051 Si | S27 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11} 12 
) 
1№250 900] 10 1,5 25 — 5 200 | 150} 175$ | Si | 005 
40110 200 | 10 0,6 10 — 1,5 200 | 150| 175C |] $1| 204 
. Еб СЗ 200 | 10 1,3 10 — 1 200 | 150] 175 | Si | 204 
F2C3 200] 10 1,3 30 — 1 200 | 150} 1751 | Si | 005 
КД205В 300 | 0,5 1 0,5 |0,1 0,2 300| 85| 85 $1 12 
1N1254 300 | 0,5 1 0,5 — 0,5 300 | 125 | 165А | $1| А5З 
1№2083 300 | 0,5 0,75| 0,5 | 0,350 — 300} —1 150A] $1| A53 
C0D15534 300 | 0,5 1,1 [0,4 |10мкА| — 300} —| 100 | Si] M45 
MB261 300 | 0,5 1 0,2 — 0,06 | 300| 100] 175A] Si | Або 
MT030 300 | 0,5 1 0,5 |0,200 15 300 | 150] 175A] Si} A60 
MT030A 300 | 0,5 1 0,5 — 5 300 | 150| 175А| $1| Або 
$31 300 | 0,5 1,2 | 0,8 | 0,100 — 300} — — | Si} 454 
Р$130 300 | 0,5 1,5 | 0,5 — 0,5 300 | 150 | 200A] Si | 447 
. 5E3 300 | 0,5 1,1 | 0,5 — 0,050 | 300} 100] 175 | Si | 0027 
. 533 300 | 0,5 1,1 | 0,5 — 0,050 | 300} 100] 175 Si | 2015 
30AS 300 | 0,5 1,15] 0,5 10 мкА! — 300| —| 100А | Si] 203 
P6G5 300 | 0,5 1 0,5 — 0,5 300 | 100} 175 | Si | M343 
1N1710 300 | 0,5 1,3 |1 — 0,4 300 | 150] 125A} $1| А5З 
1$313 300 | 0,5 1,1 |1 10 мкА| — 300} 25| 150 | Si} То 
1T503 300 | 0,5 1,2 | 0,3 |10мкА|! 0,25 | 300| 100] 100А | $1| АЗ 
9T503 300 | 0,5 1,2 | 0,3 |10мкА| 0,25 | 300] 100] 100A] Si | Dol 
3T503 300 | 0,5 1,2 | 0,3 П0мкА| 0,28 | 300] 100] 100А | Si [2013 
4T503 300 | 0,5 1,2 | 0,3 jl0mKA! 0,25 | 300| 100] 100А | Si | 007 
ЕВ 0300 300 | 0,5 1,2 | 0,3 110мкА| 0,25 | 300| 1001 100А | Si | M166 
IN552 200 | 0,5 1,5 | 0,5 1,5 — 300| —| 150A] Si | 02904 
11032 300 | 0,5 1,5 | 0,5 | 0,200 — 300| —1| 150А | Si} A73 
1№1083 300 | 0,5 1,5 [0,5 | 2 — 3001 —| 150А | Si] F22 
15559 300 | 0,5 1,1 10,5 150мкА|] — 300| —| 150А | Si} C42 
3055 300 | 0,5 1,3 | 1,8 — 2 300} 251 1753 | $1| $41 
$223 300} 0,5 | 1 0,8 2 0,300 | 300} 150) — | $1| A54 
$253 300 | 0,5 1,2 | 0,8 — 0,5 300 | 1001 — | Si | 454 
Д229К 300 | 0,7 1 0.7 1 0.2 0,5 300| 85| 85 $1 И 
A2D1 300 | 0,6 0,5 — 1 мкА| 0,5 300 | 150 | 175А | $1| A84 
A2D5 300 | 0,6 0,5 — |5 мкА! 0,5 300 | 150] 175A | $1| A84 
A2D9 300 | 0,6 0,5 — 110 мкА| 0,5 300 | 150 | 175А | $1| A84 
В201 300 | 0,6 0,5 = 1 мкА| 0,5 300 | 150] 175A] Si] А! 
B2D5 300 | 0,6 0,5 — 5 мкА| 0,5 300 | 150 | 175А | Si Al 
B2D9 300 | 0,6 0,5 — {10 мкА! 0,5 300 | 150] 175A | Si Al 
ER3} 300 | 0,6 1,25 | 0,5 — | 75 мкА| 300| 100| 150А | Si | АЗ 
IN1694 300 | 0,6 0,6 | 0,25 — 0,5 300 | 100| 115А | Si | 203 
1$148 300 | 0,6 1,2 | 0,6 130мкл| 0,25 | 300] 100] 120$ | si | A50 
P7G5 300 | 0,6 1 0,6 — 0,5 300 | 100 | 175 Si | M343 
$093 300 | 0,6 1,5 | 0,9 — 1 300 | 1001 125A | Si | 0903 
$M230 300 | 0,6 1,2 | 0,95 0мкА! — 300} —| 150 Si | A84 
IN1489 300 | 0,75 | 0,55} 0,25 — 0,3 300 | 125 | 140A | Si | 003 
1№2106 3001 0,75 | 1,2 | 0,75 | 0,300 — 300| — | 200 Si | A53 
АЗО1 300 | 0,75 | 0,5 pet 1 мкА| 0,5 300 | 150 | 175А | Si] A84 
A3D5 300 | 0,75 | 0,5 — |5 мкл| 0,5 300 | 150 | 175А | Si | А84 
A3D9 300 | 0,75 | 0,5 — 110 мкд| 0,5 300 | 150 | 175A | Si} A84 
B3D1 300 | 0,75 | 0,5 — |1 мкА| 0,5 300 | 150 | 175А | Si| А! 
B3D5 300} 0,75 | 0,5 — |5mKAl 0,5 300 | 1501 175А | Si] А! 
B3D9 300 | 0,75 | 0,5 — 110мкдА! 0,5 300 | 150 | 175А | $1| А! 
C0D1533 300 | 0,75 | 1,1 0,8 |imKAl — 300} — | 150 Si | A52 
MB253 300 | 0,75 | 1 0,4 0,2 15 300 | 100 | 175А | Si | Або 
MB262 300 | 0,75 | 1 0,4 |1mKAl 0,06 | 300} 100] 175А | Si | Або 
MB272 300 | 0,75 | 1,2 | 0,5 |2мкА! 75 мкА! 300} 100] 175A | Si} Або 
PT530 300 | 0,75 | 1,5 | 0,5 mos 0,5 300 | 100} 125A} Si] Do2 
S93A 300 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | 0,600 — 300| — — | $1| А54 
UT114 300 | 0,75 | 1,2 | 0,5 | 2mKAl 75 мкА! 300] 100 — $1| А!46 
UT212 300 | 0,75 | 1 0,4 0,2 15 300 | 100] 175A | Si | Al46 
ZR63 300 | 0,75 | 1,1 | 0,75 [10 mKA! 0,15 | 3001 100] 150A | Si | A42 
‚ 7E3 300 | 0,75 | 1,1 | 0,75 | 2мкА| 50 мкА| 3001 100] 175 Si | D027 
Ry Ak 300 | 0,75 | 1,1 | 0,75 | 2mKA} 50 мкА] 300] 100] 175 Si | 2015 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ы 12 
1N442B | 300 | 0,75 | 1,5 |0,75 | 1мкА | 200 300 | 150 | 165A] Si | DO3 
1№539 300 | 0,75 | 1 0,5 |10 mKA] 0,2 300 | 1504! 150A | Si | DO3 
IN1083A | 300 | 0,75 |1 1 10 мкА — 300 — — |Si| F22 
1N1649 300 | 0,75 | 0,5 | 0,25 es 0,3 300 | 150A} 165A] $1 | A53 
1№2093 | 300 | 0,75 | 0,5 | 0,5 as 0,25 | 300 | 85 | 100A] Si | M21 
1№2612 300 | 0,75 | 1,1 | 0,5 |10мкА | 0,5 300 | 150 |175А | $1 | АЗ! 
1N4366 | 300 | 0,75 | 1,1 | 0,75 | 1мкА | 0,3 300 | 175 | 175 | Sil pDo3 
1542 300 | 0,75 | 1,2 | 1,2 5 мкА | 0,25 | 300 | 150 | 15011$1| pol 
3G8 300 | 0,75 | 1,1 | 0,75 | 1мкА — 300 | — | 150А | $1 | р03 
АЗОЗ 300 | 0,75 | 1,1 | 0,5 110 мкА | 0,3 300 | 150 |175А | $1 | А84 
А300 300 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 5 мкА — 300 | — |100 |$1| АБО 
DK753 300 | 0,75 | 1,2 | 0,75 |10 мкА | 0,1 300 | 100 | 175A] Si | 2027 
H300 300 | 0,75 | 1,0 | 0,75 | 5мкА — 300 | — 1175 | Si] 003 
SD93A 300 | 0,75 | 1,3 | 1,2 — 0,5 300 | 100 |125А | Si | 003 
SM30 300 | 0,75 | 1,1 | 0,5 |10 мкА — 300 | — |175 | Si] АЗ4 
TK30 300 | 0,75 | 1,1 | 0,5 — 0,3 300 | 150 | 175С | Si | Ag4 
11441 | 300 | 0,75 | 1 0,75 = 1 300 | 55 |150А | $1 | А! 
21646 300 | 0,75 | 1,2 1:9 0,200 15 300 | 100 |150А | $1 | А! 
MR1337-4 | 300 | 0,75 | 1,1 1 ei 25 300 | 25 | 175А | $1 | АЗ 

$26 300 | 0,75 | 1,2 | 1,2 0,200 — 300 | — — |Si} A54 

S83 300 | 0,75 1,2 1,2 |20 мкА — 300 | — = Si А54 
IN1558 | 300 | 0,75 | 1,4 | 0,6 — 1 300 | 100 | 150 | sj | 202 
AM030 300 | 0,75 | 1 95 0,3 300 | 150 | 150A | $} D07 
Д245Б 300 5 1,5 5 3 3 300 | 100 |125 | Si] 10 
1№2232 | 300 5 0,6 | 1,5 — 0,5 300 | 150 | 150 | si] po4 
1N2232A | 300 5 | 0,6 |5 — 0,35 | 300 | 150 |150 |$:| po4 
1N2233 | 300 5 0,6 | 1,5 — 0,5 | 300 | 150 | 150 | si} $35 
1N2233A | 300 5 0,6 5 — 0,35 | 300 | 150 |150 |$1| $35 
ВУ 118 300 5 ice 14 0,100 — 300 | — 1503 | Si | С50 
S5A3 300 5 Lid 5 1 — 300 | — 150С | $1 Al 
IN1062 | 300 5 1,5 5 1 — 300 | — | 1700 | si | $67 
1№1068 | 300 5 1,5 5 1 — 300 | — 170C | Si | $66 
1N1074 300 5 1,5 5 1 — 300 | — |170C! $1| $68 
1N1091 300 5 1,5 5 2 — 300 | — 170C | Si | F22 
30F5 300 5 bal 13 oe 10 300 25 |175 | Sil $41 
Е$Р5300 | 300 5 1:2 3 [10 мкА 0,9 | 300 | 150 | 150С | Si] АЗ 
366Е 300 5 1,1 5 = 10 300 | 180 | 1805] Si | $27 
E3E3 300 5 1,3 5 110 MKA 1 300 | 150 | 175 Si | 004 
FIE3 300 5 1,3 30 ii 1 300 | 150 | 17531 Si | DOS 
SL3 300 5 1,1 5 | 5 мкА — 300 | — | 175C] Si | 204 
Д245 300 10 1,2 10 3 3 300 | 100 | 125 | Si 10 
1N2252 300 10 0,6 10 =e 1 300 | 150 |150 | Si} 1004 
1№2952А | 300 10 0,6 10 Эа 0,5 300 | 150 | 150 Si 204 
1№2253 300 10 0,6 10 ыы 1 300 | 150 | 150 | si | $35 
1N2253A | 300 10 ‚6 10 = 0,5 | 300 1150 | 150 | Si] $35 
@3010 300 10 <J 10 = 3 300 | 125 | 150A] Si | 004 
P3010 300 10 ‚1 10 нии 3 300 | 125 | 150A] Si | $95 


SJ304E, K | 300 10 0,75 1,5 300 | 200 | 200C} Si | 204 


0 
1 
1 
1 
1N1623 300 10 1,2 10 =» 5 300 | 25 | 100А | Si | $43 
1$163 300 10 1,6 50 — 3 300 | 175 | 175 | Si | $103 
1183$ 300 10 1,6 50 3 — 300 | 175 | 1753} Si | $103 
BY X42/300 | 300 10 1,4 15 i 0,2 | 200 | 125 | 1751| Si} 004 
D3010 300 10 1,5 10 a 0,3 | 300 | 125 | 1258 | $1 | $4 
$3АМ!2 | 300 10 0,5 9,5 — 2 ine 125 | 1503 | Si | Do4 
367F 300 10 1,2 10 => 10 300 | 180 | 180J | Si | $27 
1№2023 | 300 10 1,5 25 — 5 300 | 150 | 175С | Si | 005 
40111 300 10 0,6 10 175 мкА 1,5 | 300 |150 |175C | Si! 204 
BYY67 300 10 0,8 10 a р 300 | 125 | 125C | Si | $72 
BY Y68 300 10 0,8 10 — 2 300 | 125 | 125C | Si | $72 
ЕбЕЗ 300 10 1,3 10 |10 мкА 1 300 | 150 | 175 | Si | 004 
Е2ЕЗ 300 10 1,3 30 — 1 300 | 150 | 1751 Si | 0205 
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1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 | Il | 12 
Д229Е 400 | 0,4 1 0,4 0,2 0,5 400| 851 85 | Si И 
1 N647 400 | 0,4 1 0,4 — 0,02 | 400] 100 | 150A | Si Al 
1N673 400 | 0,4 1 0,25 1 — 300} — |200 | Si | A&7 
15113 400 0,4 1 0,4 0,2 0,01А | 4001 100 | 150А | Si Al 
AM440 400 | 0,4 ee 0,4 — 0,3 400 | 150 | 150A} Si | 207 

ВУХ60-400 } 400 0,4 hig 0,4 0,500 5 400 | 100A} 125A | Si | 0207 
M4HZ 400 | 0,4 1 0,4 10 мкА! — 400 | 125 | 150C | Si | 007 
PS440 400 | 0,4 1,5 0,5 — 0,5 400 | 150 | 200А | $1 | Або 
12647 400 | 0,4 1 0,4 5 — 4001 — | 15011 Si | Al 
404 400 | 0,4 1,3 1 — 0,3 400 | 100 | 150A] Si | А52 
P5H5 400 | 0,4 |1 0,4 10 мкА| 0,5 400 | 100 | 175 | Si | M343 
AM42 400 | 0,4 1,25 | 0,4 — 0,3 400 | 150 | 125А | Si | 204 
M144 400 | 0,4 1.9 0,4 — 0,1 400} 150 | 200A] Si | 007 
$102 400 | 0,4 | 1,2 0,65 ыы 0,100 | 400 | 100 | — | Si | А54 
1№255 400 0,4 1,5 0,5 10 мкА — 350| — | 135A | Si Sil 
1N332 400 | 0,4 2 0,8 — 0,2 400 | 150 | 1758 | $1 | 204 
IN341 400 0,4 2 0,8 — 0,5 400 | 150 | 175В | Si [204 
KJ1205B | 400 | 0,5 1 0,5 0,1 0,2 400 | 85 | 85 | Si 12 
АЭЕ4 400 | 0,5 12 0,5 10 мкА! 0,5 400 | 150 | 175 | Si | A84 
MA215 400 | 0,5 1 0,5 12 мкА| — 400; — | 70А1$1| С!8 
1N1255 400 | 0,5 1 0,5 — 0,5 400 | 125 | 165A] si | A53 
1№2084 | 400 | 0,5 0,75 | 0,5 0,35 = 400} — | 150А | $1 | A53 
BR 24 400 | 0,5 1,4 0,5 5 мкА| — 440 | — | 150 | Si | M533 
C0D15544 | 400 | 0,5 1,1 0,4 10 мкА| — 400} — | 100 | Si | M45 
D45C 400 0,5 1,2 0,5 “a 0,15 400 | 125 | 150A] si | A100 
3400 400 | 0,5 | 1,1 0,5 | 5 мкА — 400 | 25 |175А | Si | 207 
M3263 400 | 0,5 1 0,2 1 мкА | 0,06 | 400 | 100 | 175A] Si | AGO 
MT040 400 | 0,5 1 0,5 10,2 мкА| 0,015 | 400 | 150 | 175 | si | Або 
MT040A 400 0,5 1 0,5 25 мкА 5 400 | 150 |175А | si | Або 
$16 400 | 0,5 1,2 0,8 0,100 — 400| — | 150А | Si | А54 
$16А 400 | 0,5 Liga 0,8 | 50MKA; — 400; — | — | Si | A54 
$235 400 | 0,5 1,2 0,8 0,150 — 400| — | — | Si} A54 
PS140 400 | 0,5 1,5 0,5 — 0,5 400 | 150 |200А | Si | А47 
1N5216 400 0,5 12 1,0 — 0,2 400| 75 | 175А | $ | АЗ 
.5Е4 400 0,5 Ld 0,5 2mKA | 50 мкА| 440] 100 |175 | si | 02027 
.534 400 | 0,5 1,1 0,5 2 мкА | 50 мкА| 440 | 100 | 175 | Si | 02015 
40AS 400 | 0,5 1,15 | 0,5 10 MKA -- 400| — | 100А | Si | 203 
M70C 400 | 0,5 1,2 = 10 мкА| — — — |175 1511 As 
P6H5 400 | 0,5 |1 0,5 | 10 мкА| 0,5 | 400} 100 | 175 | sj | M343 
SEO5SA 400 | 0,5 | 0,5 10 MKA — 400; — | 120 | Si | M98 
$\/05А 400 | 0,5 У 0,5 10 мкА! — 400| — |120 | Si | A221 
IN1I7il 400 | 0,5 1,1 0,5 0,4 |400| 150 | 195A | Si | АБЗ 
20056 400 | 0,5 1 ] 1 — 400; — — | Si | АЗ 
$01 400 | 00,5 1 1,5 10 мкА| — 400| — | 100$ | $1 | A221 
1$1943 400 | 0,5 ey 0,5 — 0,4 400 | 125 | 1257 | si | А! 
1$314 400 0,5 1,1 1 10 мкА -- 400} — | 150 Si TOl 
1$1230 400 0,5 1,1 1 10 мкА — 400} — | 150 $1 Dol 
20006 400 | 0,5 | 9,82 | 0,5 — 0,01 | 400 | 100 | 100A] Si} АЗ 
1№1763 | 400 | 0,5 |3 0,5 | 0,100 1 400 | 100 | 100А | Si | A53 
1N3749 400 | 0,5 1,5 0,5 5 мкА — 400| — | 150А | $1| А! 
CER70C 400 | 0,5 2 0,5 10 MKA| 0,2 400} 100 | 150A | Si | 2027 
1T504 400 | 0,5 1,2 0,3 10 мкА| 0,25 | 400] 100 | 100А | Si | АЗ 
271504 400 | 0,5 1,2 0,3 10 мкА| 0,25 | 400| 100 | 100A | Si | DOI 
3T504 400 | 0,5 1,2 0,3 10 мкА| 0,25 | 400] 100 | 100A | Si | 00!3 
4Т504 400 0,5 1,2 0,3 10 мкА! 0,25 | 400] 100 | 100A | Si | 207 
ERD400 400 | 0,5 1,2 0,3 10 мкА| 0,25 | 400} 100 | 100A | $1 | M166 
‘1N553 400 | 0,5 1,5 0,5 о = 400| — | 150А | Si | 0204 
1N1033 400 | 0,5 1,5 0,5 0,200 — 400| — | 150А | Si | A73 
1№1084 400 | 0,5 1,5 0,5 2 — 400| — | 150А | Si | F22 
IN1169A | 400 | 0,5 1,2 0,8 0,100 — 400| 25 | 150 | Si | 002 
40$5 400 | 0,5 1,3 1,8 № 2 400| 25 | 1753] Si | $41 
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1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 11} 12 
EG100 400 | 0,5 1 0,5 10 ыы 400| — | 125A] Si | 2029 
$100 409 | 0,5 1 0,8 0,100 es 400} — — |Si | A54 
S105 400 | 0,5 1,2 0,55 | 25 мкА| — 400| — — |Si| A54 
$108 400 | 0,5 2 0,65 | 0,250 = 400} — — | Si! А54 
$224 400 | 0,5 1 0,8 2 мкА | 0,300 | 400] 150 | — | Si! A54 
$254 400 | 0,5 1,2 0,8 — 0,500 | 400} 100 | — | Si | А54 
TKF40 400 | 0,5 ‘1 1 10 мкд| 0,5 400 | 100 | 175А | Si | АЗ4 
1№3083 | 400 | 0,5 1 0,75 — 0,2 400 | 150 | 200A} Si | A84 
Д229Л 400 | 0,7 1 6.7 0,2 0,5 400} 120 | 130 | Si 9 
143547 |400 | 0,6 1 0,5 10,2 мкА! 0,75 | 400| 175 | 200А | Si! А! 
А2Е1 400 | 0,6 0,5 a 1 мкА | 0,5 400| 150 | 175А | Si | A84 
A2E5 400 | 0,6 0,5 — 5 мкА | 0,5 400} 150 |175А | Si | A84 
A2E9 400 | 0,6 0.5 — 10 мкА| 0,5 400} 150 | 175A} Si | АЗ4 
ВЕ! 400 | 0,6 0,5 — 1 мкА | 0,5 4001 150 | 150A] Si | Al 
В2Е5 400 | 0,6 0,5 — |5мкл | 0,5 400 | 150 | 150А | Si] Al 
B2E9 400 | 0,6 0,5 — 10 мкА| 0,5 400 | 150 1175А | Si | Al 
ER41 400 | 0,6 1,25 | 0,5 — 175mMKA | 400| 100 | 150A] Si | АЗ 
S5M2 400 | 0,6 he — 1 мкА | 0,05 | 400] 125 | 125 | Si | р014 
$16В 400 | 0,6 1,2 0,95 |10 мкА — 4001 — — | Si | 454 
MB254 400 | 0,75 | 1 0,4 0,2 | 15 мкА| 400] 100 | 175A] Si | AGO 
MB264 400 | 0,75 | 1 0,4 | мкА | 0,06 | 400} 100 | 175A] Si! Або 
MB273 400 | 0,75 | 1,2 0,5 | 2m:A 175 мкА | 400| 100 | 175A} Si | A60 
PT540 400 ' 0,75 | 1,5 0,5 abe ‚5 | 4001 100 | 125A] Si | DO2 
TS4 400 | 0,75 | 1,2 0,75 | 5 мкА — — | — 125 | Sif Al 
UP12070 | 400 | 0,75 | 1,2 0,5 |lO0mKA | 0,200} 400] 100 | 100A] Si.| Al 

UP12070A | 400 | 0,75 | 1 0,5 5 мкА | 0,5 400} 100 | 100A] Si} Al 
UT1I5 400 | 0,75 | 1,2 0,5 2 мкА 175 мкА | 400] 100 | — | Si | AM46 
UT213 400 | 0,75 |1 0,4 0,200 15 400] 100 | 175A] Si | Al46 
ZS174 400 | 0,75 | 1,2 0,75 | 5мкА [150 мкА| 400] 100 | 150A} Si | A52 

ZR 64 400 | 0,75 | 1,1 0,75 110 mKA | 0,15 | 400] 100 | 150A] Si | A42 
7E4 400 | 0,75 | 1,1 0,75 | 2мкА {50 мкА | 440] 100 | 175 | Si | 0027 
7 4 400 0,75 Let 0,75 | 2мкА [50 мкА | 440] 160 | 175 Si | 2015 
IN443B | 400 | 0,75 | 1,5 0,75 |1,5 мкА! 0,200 | 400] 150 | 165A] Si | 203 
1№54 0 400 | 0,75 | 1 0,5 П0ОмкА | 0,2 400 | 150 | 150А | Si | DO3 
IN1651 | 400 | 0,75 | 0,5 0,25 = 0,3 400 | 150 | 165A} Si | A53 
1№2094 | 400 | 0,75 | 0,5 0,5 ке 0,25 | 400} 85 | 100A] Si | М2 
1№2613 400 | 0,75 | 1,1 0,5 |10 мкА | 0,5 400| 150 |} 175A] Si | АЗ 
1N4367 400 | 0,75 | 1,1 0,75 | li мкл | 0,3 400 | 175 | 175 | Si | 203 
1$034 400 | 0,75 | 1 — {10 мкА — 400 150A | Si | A89 
1843 400 | 0,75 | 1,2 1 5 мкА | 0,25 | 400] 150 | 150 | Si | Dol 
15103 400 | 0,75 | 1 — {10 мкл == 400 150А | Si | АЗ9 
498 400 | 0,75 | 1,1 0,75 1,5 ки 400 150A | Si | 203 
A3E3 400 | 0,75 | 1,1 0,5 |10мкА | 0,3 400 0 | 175А | Si | А84 
A400 400 | 0,75 | 1 0,75 | 5 мкА — 400 100 |$1| АЗ 
D400 400 1 0,75 | 1 0,75 | 5mMKA -- 400 175 | Si | A50 
DK754 400 | 0,75 | 1,2 0,75 1}0mKA | 0,100 | 400 0 | 175A} Si | D027 
H400 400 | 0,75 | 1 0,75 | 5 мкА — 400 175 | Si | 003 
Р400А 400 | 0,75 | 1 1 10 мкА — 400 150 | Si | 0029 
SIA 400 | 0,75 | 1,1 0,75 |10 мкА — 400| — |120 |$1| Аб 
SD94A 400 | 0,75 13 1,2 i 0,4 400} 100 | 125A} Si 203 
$0500 400 0,75 5,2 0,5 anes 0,7 500; 100 | 125A} Si A6 
SM40 400 | 0,75 | 1,1 0,5 HiOmKA — 400; — 175 | Si | А84 
TK40 400 0,75 0,5 = 0,3 400} 150 | 175C 1] Si A84 
1№2483 | 400 | 0,75 | 1,2 0,75 = 1 400} 55 | 150А 1$} | АЗ 
1№2487 |400 | 0,75 | 1 ми 1 — 400 150 |$1| Аб 
1№3278 | 400 | 0,75 | 1,2 0,75 | 5 мкА — 400 150А | $1 Al 
1№2862 | 400 | 0,75 | 1,2 0,5 ны 0,3 400} 100 | 125A} Si | 001 
1N3194 |400 | 0,75 | 1,2 0,5 | 5мкА | 0,2 400 | 75 | 100А | Si | ASO 
1N3254 | 400 | 0,75 | 1,2 0,5 | 5мкА | 0,2 400} 75 | 100А | Si | A50 
IN3640 |400 | 0,75 | 1,2 0,75 ый 0,2 400 5 | 100А | Si | DOI 
CER70 400 | 0,75 | 1,2 0,75 10 мкА | 0,2 400} 100 | 150А | Si | 2027 
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1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 u | 12 
D1647 | 400 | 0,75 | 1,2 1,2 0,2 15 400 | 100 | 150A} Si | А! 
MRi337—5 | 400 | 0,75 | 1,1 1 — 25 400 | 25 | 175Л | $1 | АЗ 
$84 400 | 0,75 | 1,2 1,2 |20 мкА — 400 | — — |51| A54 
IN1559 | 400 | 0,75 | 1,4 | 0,6 — 1 400 | 100 | 150 | Si | 202 
Д246Б |400 | 5 1,5 |5 3 3 400 | 100 | 125 | Si] 10 
1N2234 |400 |5 0,6 1,5 — 0,5 400| 150 | 150 | Si | 004 
1N2234A | 400 | 5 0,6 | 5 — 0,35 | 400| 150 | 159 | Si | 004 
1N2235 | 400 | 5 0,6 1,5 — 0,5 400 | 150 | 150 | Si | $35 
$243 400 | 0,6 1,2 | 0,95 | 0,100 — 400| — — |51| A54 
IN1695 | 400 | 0,6 | 0,6 | 0,25 — 0,5 400 | 100 | 115А | Si | 003 
15149 400 | 0,6 1,2 0,6 |30mKA] 0,25 | 400] 100 | 120$ | Si | A50 
5D4 400 | 0,6 12 13 — 0,050 | 400| 100 | 150$1 $1| А! 
P7H5 400 | 0,6 1 0,6 |10мкА | 0,5 400| 100 | 175 | Si | M343 
$094 400 | 0,6 | 1,5 | 0,9 — 0,8 400 | 100 |125А | Si | 003 
SM240 |400 | 0,6 | 1,2 0,95 |10 мкА — 400| — |150 | Si] А84 
CY40 400 | 0,6 1,15 | 0,6 — — 400} — |150 | Sj} АЗ! 
5MA4 400 | 0,625} 0,92 | 0,63 — 0,2 400} 100 | 1401 | si | F29 
BY158 400 | 0,650} 1,3 0,65 |10 мкА | 0,100] 400] 60 | 130A] Si | DO29 
141490 | 400 | 0,75 | 0,55 | 0,25 — 0,3 400 | 125 | 140А | $1 | 203 
1N2070 | 400 | 0,75 | 1,2 | 0,5 |10мкА | 0,2 400 | 100 | 100А | $1 | Al 
1N2070A | 400 | 0,75 | 1 0,5 | 5мкА | 0,5 | 400] 100 | 100А | Si] А! 
1№2107 | 400 | 0,75 | 1,2 0,5 |10мкА | 0,3 400 | 100 | 200A | Si | Або 
1№3240 |400 | 0,75 | 2,2 0,75 — 0,5 400 | 150 | — | sil Al 
1N3657 | 400 | 0,75 | 1,2 | 0,5 |10мкА | 0,3 400 | 100 | 200А | Si | Або 
АЗЕ! 400 | 0,75 | 0,5 — |1мкА | 0,5 400 | 150 | 175А | Si | А84 
A3E5 400 | 0,75 | 0,5 — | 5мкА | 0,5 400} 150 | 175А | Si | А84 
A3E9 400 | 0,75 | 0,5 — |10mMKA | 0,5 400] 150 | 175A] Si | A84 
ВЗЕ1 400 | 0,75 | 0,5 — | 1мымкА | 0,5 400 | 150 | 175А | $1 | А! 
ВЗЕ5 400 | 0,75 | 0,5 — |5мкА | 0,5 400 | 150 | 175A] $1 | А! 
B3E9 400 | 0,75 | 0,5 — lOmKA | 0,5 400 | 150 | 175А | Si] А! 
BR44 400 | 0,75 | 1,1 0,75 | 5 мкА ыы 440| — |150 | Si | M533 
C0D1534 | 400 | 0,75 | 1,1 0,8 | 1мкдА — 400; — | 150 | Si] А52 
DD236 400 | 0,75 | 0,75 = 1 400} 25 | 100A] Si | 003 
DD266 400 | 0,75 | ! 0,3 — {50mKA | 400] 100 | — | Si | роз 
ED3004A | 400 | 0,75 — — |10мкА 130 мкА | 4001 100 | 100А | Si! Al 
1№2235А | 400 5 | 0,6 5 = 0,35 | 400| 150 | 15031 Si | $35 
SKN5/04 | 400 ae 10 bis one — | — | 190A] Si | $352 
5PM4 400 5 | 2 5 — {50mKA | 400} 150 | 150 | Si | M585 
PE40 400 5 11 2,5 | 5MKA — 400 | — — | Si | M40 
S5A4 400 в Г 5 |1мкА — 400| — | 15001 $1 | Al 
1N1063 400 5 | 4,5 5 1 == 400 | — | 1700] Si | $67 
141069 400 6 |1,5 5 1 Бы 400 | — | 170C]| $1 | $66 
1N1075 400 5 1,5 5 1 — 400 | — 170C | Si | S68 
1N1093 400 5 | 1,5 5 2 — 400| — | 1700 | $1 | F22 
IN1092A | 400 5 | 1,5 5 = 5 400; 100 | — | Si} F73 
40F5 400 a ee 13 — 10 мкА| 400| 25 | 1759] $1 | $41 
VRE400X | 400 5-1 io 10 — 5 400 | 150 | 150 | Si | M249 
VRF400X | 400 5 | 1,5 10 2 5 400} 150 | 150 | Si | M249 
VRG400X | 400 ae ee 10 2 5 400} 150 | 150 | Si | M249 
ESP5400 | 400 et 12 3 [10мкА | 0,900] 400} 150 | 150C} Si | АЗ 
366H 400 eb oy 5 — 10 400} 180 | 18071 Si | $27 
1№1615А | 400 & 11.1 6 — 0,5 | 400| 150 | 1901| si | 004 
E3G3 400 & 1 1,8 5 {10 MKA 1 400| 150 | 175 | Si} 204 
F1G3 400 5 | 1,3 30 — 1 400} 150 | 1757] si | 205 
Д246 400 10 | 1,2 10 3 3 400] 100 | 125 | Si] 10 
№2254 400 10 | 0,6 10 — 1 400 | 150 | 150 | Si | 0204 
1N2254A | 400 10 | 0,6 10 — 0,5 | 400] 150 | 150 | Si | 004 
1N2955 400 10 | 0,6 10 — | 400 | 150 | 150 | Si | $35 
1№2255А | 400 10 |0,6 10 — 0,5 | 400] 150 | 150 | Si | $35 
ВК104А | 400 10 | 1,2 5 [10 мкА — 440| — | 150 | Si | M538 
004526 | 400 10 |1 10 [10 мкА — 400| 25 | 150 | Si} $19 
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1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 10 И 12 
4HZ 400 10 11 10 — 3 400 | 125 | 150C | Si 204 
64016 400 10 1,1 10 — 3 400 | 125] 150A | Si D04 
P4HZ 400 10 у 10 — 3 400 | 125) 125C | Si | S95 
P4010 400 10 i} 10 — 3 400 | 125] 150A | Si | S95 
SJ404E, К | 400 10 1 0,75 110 мкА 1,5 400 | 200 | 200C| Si | 004 
10РМ4 |400 | 10 | 2 10 — 13 | 400 | 150| 1501 | Si | М586 
6462 400 | 10 | 1,1 10 — 3 |400 | 150| 150C | si | Do4 
iN1624 |400 | 10 | 1,2 10 — 5 |400 | 25| 100А | Si | $43 
4437 400 10 1 10 — 0,2 400 | 160 | 160С | Si | М249 
13493 400 10 1,5 30 — 50 мкА | 400 | 100 | 175$ | Si | $61 
R604 400 | 10 | 1,3 10 — 0,2 | 400 | 160 | 160С | si | М249 
R614 400 | 10 | 1,3 10 — 0,2 |400 | 160 | 160С | si | М249 
$423 400 | 10 | 1,5 30 — [59 мкА | 400 | 100 | 175А | $1 | $24 
15164 |400 | 10 | 1,6 50 — 2 |400 | 175| 175 | si 1 $103 
1154$ |400 | 10 |1,6 | 50 2 — | 400 | 175] 1753 | si | 5103 
SA4ANI2 | 400 | 10 | 0,470] 10 — 2 |400 | — | 1503} si | 204 
24010 |400 | 10 | 1,5 10 —- 0,3 | 400 | 125 | 1258 | si} $4С 
S4ANI12 400 10 0,5 9,5 — 2 ыы 125 | 1501 | Si | 204 
367H |400 | 10 | 1,2 10 — 10 |400 | 180| 1803] si | $27 
142025 |400 | 10 | 1,5 25 — 5 | 400 | 150] 175C | si | р05 
40112 400 | 10 | 0,6 10 |75 мкА 1 |400 | 150] 175C | sj | 204 
E6G3 400 10 1,3 10 [10 мкА 1 400 | 150| 175 | sj | 004 
F2G3_ | 400 | 10 | 1,3 | 30 — 1 |400 | 150| 1753 | S$ | 205 
KJ1205E | 500 | 0,3 1 0,3 0.3 0,2 500 85 | 85 | Sj 73 
р1555 | 500 | 0,25 | 1,1 | 0,4 |10мкА| — |500 | — |100 | si | АБ 
Эд 500 | 0,25 | 1,2 | 0,4 1,5 — |50|- | — {sil asa 
M500B | 500 | 0,25 | 1,2 | 0,4 |10мкА | — — j- 115 15| Аз 
СЕК500В | 500 | 0,25 | 1,2 | 0,25 |10 мкА | 0,2 |500 | 100] 150A] $; | 2027 
1N320 | 500 | 0,25 | 2 0,4 — — |— |- |200 | 3; | Doo 
1N534 | 500 | 0,3 | 2 0,3 (17 мкА | — |500 | — | 150A] 8; | 03 
IN1706 |500 | 0,3 |1,7 |1 — 0,3 |500 | 100 | 125А | $1 | АБЗ 
P4K5 500 | 0,3 1 0,3 110 мкА 0,5 |500 | 100} 175 | sj | M343 
IN444 |500 | 0,3 | 1,5 | 0,3 1,7 — | 500 | — | 150A; si; | DO 
1N605 500 | 0,3 1,5 0,2 [25 мкА — 500 | — 170$ | $} 201 
1№605А |500 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 2мкА| — |500 | — | 1705 | 8; | Dol 
КД205А | 500 | 0,5 1 0,5 0,1 0,2 500 89 | 85 | Sj 12 
A2F4 500 | 0,475 | 1,2 | 0,5 | 1MKA | 0,5 | 500 | 150] 175 | 3; | asa 
1N2085 | 500 | 0,5 0,75 [0,5 0,35 — 500 | — |150А | $} | A53 
1N3184 500 | 0,5 1 0,25 0,3 0,02 |500 | 100] 150А | s; | М82 
1N3229 |500 | 0,5 | 3,3 | 0,5 — | 0,5 |500 | 150} — Io; ] at 
COD15554 | 500 | 0,5 | 1,1 | 0,4 |10мкА | — | 500 | — |100 |S; | M45 
MB265 500 | 0,5 1 0,2 1 мкА | 0,06 | 500 | 100] 175А si | A60 
MT050 | 500 | 0,5 |1 0,5 = 15 |500 | 150 | 175A | si | Або 
MTO50A | 500 | 0,5 |1 0,5 — 5 |500 | 150 | 175А | si | A60 
$15 500 | 0,5 1,2 0,8 [15 мкА =: 500 | — — |5 AB4 
S18A 500 | 0,5 1,2 0,8 |50 мкА a 500 | — | — | si} AB4 
PS150 500 | 0,5 1,5 0,5 — 0,5 500 | 150 | 200А | sj | A47 
515 500 | 0,5 1 0,5 | 2MKA |50 мкА | 550 | 100] 175 | sj | 2015 
M500C 500 | 0,5 1,2 — |110 мкА sites sae — |175 | si АЗ 
Р6К5 500 | 0,5 — | 0,5 |10мклА | 0,5 |500 | 100| 175 | Si | M343 
1N1712 500 | 0,5 1,3 1 — 0,4 500 | 150 | 125А | $1 | АБЗ 
1$1231 |500 | 0,5 | 1,1 |1 10 мкА | — |500 | 25| 150 | $i] Dol 
1N1764 500 | 0,5 3 0,5 0,100 1 500 | 100 | 100А | $1 | A53 
СЕК500С | 500 | 0,5 1,2 0,5 |10 мкА 0,2 500 | 100 | 150А | $1 | 2027 
S18 500 | 0,5 | 1,2 | 0,8 | 0,100 | — |500 | — | — | si} 454 
11505 500 | 0,5 1,2 0,3 |10 мкА 0,25 500 | 100 | 100А | Si АЗ 
2T505 500 | 0,5 1.2 0,3 [10мкА | 0,25 | 500 | 100 | 100A] ${ | 201 
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] 2 3 4 | 6 | 7 8 9 10 | 12 
3T505 500 | 0,5 | 1,2 0,3 |1О мкл | 0,25 500 | 100 |100А | Si | 2013 
4Т505 500 | 0,5 | 1,2 0,3 |10 мкА | 0,25 500 | 100 | 100A | Si | 007 
ERD500 |500 | 0,5 | 1,2 0,3 10 мкА | 0,25 500 | 100 | 100A | Si | M166 
1№554 500 | 0,5 | 1,5 0,5 |3,5 мкА! — 500 | — |150А | $1 | 204 
1$558 500 | 0,5 | 1,1 0,5 0,050 = 500 | — |150А | $1 | C42 
50M 500 | 0,5 | 1,5 — — 2 500 | — |150 | Si | F22 
50S5 500 | 0,5 | 1,3 1,8 — 2 500 25 | 1753 | Si | $41 
EG1I00H |500 | 0,5 | 1 0,5 | 10 мА и 500 | — | 125A | Si | 2029 
$255 500 | 0,5 | 1,2 0,8 — 0,500 | 500 | 100 | — | Si | A54 
Д247Б 500 5 1,5 5 3 3 500 | 100 | 125K | Si | 10 
1N2236 500 5 0,6 1,5 — 0,5 500 | 150 | 150 | Si | 204 
1N2237 500 5 0,6 1,5 — 0,5 500 | 150 | 150 | Si | S35 
1N2237A | 500 5 0,6 5 0,350 ees 500 | 150 |150 | Si | S35 
S5A5 500 5 1,1 5 1 мкА ee 500 | — |500 | Si | Al 
50F5 500 5 1,1 13 — 10 500 25 | 1751 | Si | $41 
50LF 500 5 1,5 5 — 5 500 | 100 | — | Si | F73 
366K 500 5 а 5 — 10 500 | 180 | 1803 | Si | S27 
407K |500 5 1,1 5 — 2 500 | 175 | 1753 | Si | 204 
E3N3 500 5 1,3 5 10 мкА 1 500 | 150 | 1753 | Si | 004 
FIH3 | 500 5 1,3 30 — 1 500 | 150 | 1753 | Si | DOS 
КД206Б | 500 | 10 1,2 1 0,7 1,5 |500 | 125 | 125 } Si 13 
1N2256 500 | 10 0,5 10 — 500 | 150 |150 | Si | 204 
tN2256A | 500 | 10 0,6 10 — 0,5 500 | 150 | 150 | Si} 204 
1N2257 500 | 10 0,6 10 — 1 500 | 150 | 150 | Si | S35 
1№2257А | 500 | 10 0,6 10 — 0,5 500 | 150 | 150 | Si | S35 
095010 500 | 10 1,1 10 — 3 500 | 125 | 150А | Si | 1204 
Р5010 500 | 10 ый 10 — 3 500 | 125 | 150А | Si | $95 
50J2P 500 | 10 1,3 10 2,5 pe 500 | — — |si | $43 
1$165 500 | 10 1,6 50 — 9 500 | 175 | 175 | Si | $103 
SASANI2 | 500 | 10 0,47 | 10 — 2 500 | — 150J | Si | 204 
D5010 500 | 10 1,5 10 — 0,3 500 | 125 | 125B | Si $4 
55АМ!2 | 500 | 10 0,5 9,5 — 2 = 125 | 15011 si | 204 
367K 500 10 1,2 10 — 10 500 | 180 | 1803 | si | $27 
408К 500 | 10 1.2 10 — 2 500 | 175 | 17511 Si | 204 
40113 500 | 10 0,6 10 75 мкА | 0,85 500 | 150 | 175C | si | 004 
ЕбНЗ 500 | 10 1,3 10 10 мкА 1 500 | 150 | 175 | si | 004 
F2H3 500 | 10 1,3 30 — 1 500 | 150 | 1751 Si | DOS 
TR501 500 | 10 1,5 25 — 5 500 | 150 | 175C | Si | 05 
КД205Ж | 600 | 0,5 | 1 0,5 0,1 0,2 600 85 | 85 | Si 12 
1№2086 600 | 0,5 | 0,75 0,5 0,35 — 606 | — 150 | Si | A53 
BR26 600 | 0,5 | 1,1 0,5 | 5 мкА == 660 | — 150 | Si | М533 

COD15564 | 600 | 0,5 | 1,1 0,4 |10 мкА — 600 | — 100 | Si | M45 
Д65С 600 | 0,5 | 1,2 0,5 — 0,15 | 600 | 125 | 150А | Si | A100 
J 600 600 | 0,5 | 1,1 0,5 | 5 мкА — 600 25 | 175А | $1 | 007 
MB267 600 | 0,5 | 1 0,2 | 1 мкА 0,06 | 600 | 100 | 175А | Si | Або 
MT060 600 | 0,5 | 1 0,5 0,2 25 600 | 150 | 175A | Si | Або 
MTO60A | 600 | 0,5 | 1 0,5 — 5 600 | 150 | 175A | Si | A60 
S23A 600 | 0,5 | 1,2 1,2 | 0,050 — 600 | — — |Si | A54 
$30 600 | 0,5 | 1,2 0,8 1 — 600 | — |150А | Si | А54 
PS160 600 | 0,5 | 1,5 0,5 — 0,5 600 | 150 | 200A | Si | A47 
1N5217 600 | 0,5 | 1,2 1 — 0,2 600 75 | 175А | Si | АЗ! 
S2E60 600 | 0,5 | 0,95 0,5 [30 мкА == 600 | — 120 | Si | A185 
5E6 600 | 0,5 | 1,1 0,5 | 2мкА | 0,050 | 660 | 100 | 175 | Si | 0027 
536 600 | 0,5 | 1,1 0,5 | 2мкА | 0,050 | 660 | 100 | 175 | Si |} 2015 
604$ 600 | 0,5 | 1,15 0,5 |10 мкА es 600 | — | 100A] Si | DO3 
P6M5 600 | 0,5 | 1 0,5 |10 мкА 0,5 600 | 100 | 175 | Si | МЗ43 
SE05B 600 0,5 | 1,1 0,5 110 мкА — 600 | — 130A | Si | M98 
SW05B | 600 | 0,5 | 1,1 0,5 [10 мкА — 600 | — 120 | Si | А221 
SDIA 600 | 0,5 | 1 1,5 | 0,010 = 600 | — 100$ | Si | A221 
1S1944 600 | 0,5 | 1,2 0,5 — 0,4 600 | 125 | 1253] $1| Al 
1$1232 600 | 0,5 | 1,1 1 0,010 — 600 | 25 |150 | Si} 001 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1N3750 600 0,5 1,5 0,5 5 MKA — 600 | — 150A | Si Al 
40808 600 0,5 1,2 1 5 мкА | 0,2 600 | 150 | 175A | Si | 2026 
CER71C 600 0,5 1,2 0,5 0,010 0,2 600 | 100 | 150A | Si | D027 
1T506 600 0,5 1,2 0,3 0,010 0,25 600 | 100 | 100A | Si A3 
2T506 600 0,5 1.2 0,3 0,010 0,25 600 | 100 | 100A] Si | Dol 
3T506 600 0,5 1,2 0,3 0,010 0,25 600 | 100 |100А | Si | 2013 
4Т506 600 0,5 1,2 0,3 0,010 0,25 600 | 100 |100А | Si | 007 
ERD600 600 0,5 1,2 0,3 0,010 0,25 600 | 100 | 100A] Si | M166 
1N555 600 0,5 1,5 0,5 5 MKA — 600 | — 150А | $1 | 204 
60M 600 0,5 1,5 — — 2 600 | — 150 | Si Е22 
60$5 600 0,5 1,3 1,8 — 2 600 25 | 1753 | Si | $41 
S256 600 0,5 Pe 0,8 — 0,5 600 | 100 — |51| A54 
Д248Б 600 5 1,5 5 3 3 600 | 100 | 125 Si 10 
IN1616 600 5 1,5 10 = — — — 175А | $1 | 004 
1№2238 600 5 0,6 1,5 — 0,5 600 | 150 | 150 | Si} 204 
IN2238A | 600 5 0,6 5 — 0,35 600 | 150 |150 | Si} 204 
1№2239 600 5 0,6 1,5 — 0,5 600 | 150 | 150 Si | $35 
1№2239А | 600 5 0,6 5 — 0,35 600 | 150 | 150 | Si} $35 
G65HZ 600 5 5 — 3 600 | 125 — |Sil $19 
5PM6 600 5 2 5 —- 0,050 | 600 | 150 | 1501 | Si | М585 
PE60 600 5 1 2,5 5 мкА — 600 | — — Si | M40 
S5A6 600 5 1,1 5 1 — 600 | — 150C | Si Al 
$20—06 600 5 1,1 60 0,050 У 600 25 | 150 $1 | $19 
60F5 600 5 1,1 13 — 10 600 25 | 1751 | Si | $41 
60LF 600 5 1,5 5 — 5 600 | 100 — |5$| F73 
SJ603E, K | 600 5 1 0,75 | 0,010 0,3 600 | 150 | 150А | Si | 04 
366M 600 5 1,1 5 — 10 600 | 180 | 1801 | Si | $27 
1№1616А | 600 5 1,1 6 — 0,5 600 | 150 | 19011 Si | Do4 
407М 600 5 1,1 5 — 2 600 | 175 | 1751 | Si | 004 
ЕЗКЗ 600 5 1.3 5 10 1 600 | 150 | 175 | Si | 04 
FIK3 600 5 1.3 30 — 1 600 | 150 | 1753 | Si | DOS 
MR60 600 5 1 4,5 20 — — — 185B | Si | 204 


КД206в | 600 | 10 12 
1№2258 | 600 | 10 0,6 
IN2258A | 600 | 10 0,6 10 
1№2259 | 600 | 10 0,6 


=) 
NJ 
— 
ou 


600 | 125 | 125 | Si 13 
600 | 150 | 150 | Si | 204 
600 | 150 | 150 | Si | 204 
1 600 | 150 | 150 | Si | $35 


i 
So 
 _— 
сл 


IN2259A | 600 | 10 0,6 10 — 0,5 600 | 150 | 150 | Si | $35 

BR106A_ | 600 10 1,2 5 10 мкА| — 650 | — 150 | Si | M538 
G6NZ 600 10 1,1 10 — 3 600 | 125 | 150C | Si | 204 
06014 600 | 10 1,1 10 — 3 600 | 125 | 150A] Si | 004 


P6HZ 600 10 10 
P6010 600 10 


1 600 | 125 | 125C | Si | $95 
1 ыы 

SJ604E, К | 600 | 10 1 0,75 | 10 мкА 
9 = 


600 | 125 | 150А | Si | $95 


raven 
— 
> 
w co 


1,5 600 | 200 | 200C | Si | 204 
10PMo 600 10 10 8 600 | 150 | 1501 | Si | M586 
0601 600 10 1,4 30 0,100 — 300 | — 1503 | Si | $87 
66R 2 600 | 10 1,1 10 — 2 600 | 150 | 150C | Si | 204 
66R2S 600 10 Lyk 10 — 2 600 | 150 | 1500 | Si | 204 
IN4438 600 10 1 10 a 0,2 600 | 160 | 160С | $1 | M249 
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1$425 600 10 | 1,5 — 50 мкл| 600 | 100 | 175$ | Si | $61 

R606 600 10 | 1,3 10 = 0,200 | 600 | 160 | 160С | Si | M249 
R616 600 10 | 1,3 10 — 0,200 | 600 | 160 | 160С | Si | M249 
$425 600 10 | 1,5 oa 50 мкА| 600 | 100 | 175A] Si | $24 


15166 600 10 | 1,6 50 1,5 | 600 | 175 | 175 | Si | $103 
SA6ANI12 | 600 10 | 0,47 10 = 609 | — |150 | Si | 204 
BYX42/600 | 600 10 | 1,4 15 — 0,2 | 400 | 125 | 1753 | Si | 204 

26010 | 600 10 | 1,5 1,5 a 0,3 | 600 | 125 |125В | Si} $54 
S6ANI2 | 600 10 | 0,5 9,5 — 2 — | 125 | 1501 | $1 | po4 

367M 600 10 |. 1,2 10 — 10 600 | 180 | 18011 Si | $27 

408М 600 10 | 1,2 10 pee 2 | 600 | 175 | 1753 | Si | 204 

40114 600 10 | 0,6 10 0,075 | 0,75 | 600 | 150 | 175C |1 Si | Do4 


E6K3 600 10 | 1,3 10 |10 мкА 1 600 | 150 | 175 | Si | 004 
F2K3 | 600 10 | 1,3 30 es 1 600 | 150 | 175) | Si | 0205 
КД205И | 700 | 0,3 1 0,3 0,1 0,2 |700 | 85| 8 |$| 12 
B250C300 | 700 | 0,3 | 1,1 1 0,1 — |— |— | 1255] Si | Mé6z1 
1N2878 | 700 | 0,250] 2 0,25 | 0,5 — |700 | — [150$ | si | M122 
1N2879 | 700 | 0,250] 2 0,25 | 0,5 — |700 | — | 150S} Si | 483 
11258 | 700 | 0,28 | 1 0,2 = 0,5 | 700 | 125 | 165A] Si | A53 
КД203Г | 700 10 |1 10 1,5 1,5 11000 | 100 | 100 | si | 10 
$7АМ!2 | 700 10 | 0,5 9,5 = 2 125 | 150J | Si | 004 
408P 700 10 | 1,2 10 <a 2 700 | 175 | 1751 | Si | DO4 
E6M3 700 10 | 1,3 10 |10 мкА 1 700 | 150 | 175 | si | 204 
F2M3 700 10 | 1,3 | 300 = 1 700 | 150 | 17511 si | 05 
КД210Б | 800 10 | 1 10 1,5 1,5 | 800 | 100 |125 | si | 14 
1N2260 800 10 | 0,6 10 te 2. 800 | 150 | 150 | si | po4 
1№2260А | 800 10 | 0,6 10 = 0,5 | 800 | 150 | 150 | Si | р04 
1N2261 800 10 | 0,6 10 — 0,5 | 800 | 150 | 150 | si | $35 
ВК!08А | 800 10 | 1,2 5 [10 мкА -- 850 | — |150 | Si | M538 
G8HZ 800 10°) As! 10 = 3 800 | 125 | 150C | si | DO4 
G8010 800 10 | 1,1 10 ons 3 800 | 125 | 150A | Si | р04 
P8HZ 800 10 | 1,1 10 = 3 800 | 125 | 125C | si | $95 
Р8010 | 800 io | 1,1 10 -- 3 800 | 125 | 150A | Si | $95 
10PM8 | 800 10 | 2 10 — 7 800 | 150 | 1501 | Si | M586 
68R2 800 10 | 1,1 10 = 1 800 | 150 | 1501 | Si | р04 
68R2S 800 10 | 1,4 10 ыы 1 800 | 150 | 150C} Si | D04 


1N4439 800 10 
15427 800 10 
$427 800 10 
15544 800 10 


1 800 | 100 | 160А | Si | M249 

800 | 100 | 175$ | Si | $61 

50 мкА | 800 | 100 | 175А | Si | $24 
1,4 800 | 175 | 175 Si | S103 


— — ee - 
с ел 
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- 


SA8ANI12 | 800 10 | 0,47 10 = 2 800 | — 150) |1 Si | 204 
08010 800 10 | 1,5 10 = 0,3 800 | 125 | 125 | Si $4 
S8ANI2 | 800 10 | 0,9 9,5 = 2 125 | 150 | Si | 204 
408S 800 10 | 1,2 10 — 2 800 | 175 | 175J] Si | 004 
40115 809 10 | 0,6 10 0,075 0,65 | 800 | 150 | 1750 | Si | 004 
E6N3 800 10 | 1,3 10 |10 мкА 1 800 | 150 | 175 | Si | 004 
F2N3 800 10 | 1,3 10 a l 800 | 150 | 1753] Si | 005 
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Импульсные диоды 








Е р 
Е = = . 
> - Oo 
Обозначение So о = fae) < = 8 4 3 pe 
прибора Е = > . - Cy ыы = 8 Опр, В Е к a ES 
о. >) > >. ray 2 & ра @ а 
2 о a > CS © $ =. Е < (5 
a we ne Hie 7 etn — ~ = A 
1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10 И 12 13 
K1503B 10 50 10 10 2 6 (0—0,05 В) 1 1,3 (10мА) 10 70 $1 15 
CG&4H 12 40 10 10 — 2,4 (0B) 38 0,6 (40 мА) — — Ge Al 
M35 10 150 20 10 1 2,5 (5 B) 150 1,2 (3 MA) 7 55 Ge 1 
IN4008 12 70 10 1 me 3 (0 B) 100 0,5 (10 MA) is 90 Ge D07 
КД521Д 12 4 10 10 2 10 (0 B) 1 (50 мА) 50 125 $1 16 
012-200 12 3 10 —- 1 — — 0,65 (10 MA) — 75А — 207 
Q12-200A 12 3 10 — 1 — — 0,6 (10 MA) — 75А — 207 
Q12-2C0B 12 3 10 —- 1 — — 0,8 (20 мА) — 75А — 007 
Q12-200C 12 3 10 — 1 -- — 0,9 (30 мА) — 75A — 007 
Q 12-2007], 12 3 10 —- 1 — — 1 (50 MA) — 75 А — 207 
Q12-200T 12 3 10 — 1 — — 1 (150 MA) — 75А — 207 
012-300 12 3 10 — 1 — — 1 (10 MA) — 75A — D07 
Q12-300A 12 3 10 — 1 — — 1 (20 MA) — 75А — D07 
Q12-300B 12 3 10 — 1 — — 1 (30 MA) — 75A <= 007 
КД512А 15 1 10 10 2 <1(5В) 5 1 (10 мА) 20 (200)} 100 Si 15 
ZS140 15 2 10 5 — 2 (0В) 1 0,9 (10 MA) 250 175A Si 207 
МДЗА 15 100 20 10 1 1 (5 B) 100 — (5 MA) 12 70 Ge 1 
$20121 15 75 10 — — — 10 0,8 (10мА) 30 85C Ge D07 
0A92 15 100 5 5 — 0,5 (0 B) 2,5 0,6 (3 MA) 10A 75A Ge A3 
718 20 100 50 10 1 0.5 (3 B) 50 1 (20 MA) 16 60 Ge 22 
1$307 20 100 2 a 0,2 (0 B) 25 0,75 (75 мА) 100 90А | Се Al 
CGD309 20 100 50 | 1,5 = a ~ 1 (0,3 MA) — 90А | Се А! 
T16 20 100 10 — 10 1 1 1 (5 MA) 25 100 Ge 2016 
Д130 20 300 500 20 == 15 (20 В) 20 0,6 (500 MA) 500 70 Ge 29 
IN695 20 300 5 20 — — 0,02 мА 1 (100 мА) 100 75A Ge D07 
INS96 20 300 5 10° 0,5 — 15 0,8 (40 мА) 50 100 Ge 207 
1N770 20 200 5 10 — — 15 0,5 (15 мА) 40 90 Ge D07 
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- 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 13 
| 
КД50ЗА 30 10 10 10 2 5 (ОВ) 4 1 (10 MA) 20 125 $1 | 15 
1N4147 30 10 10 — 1 6 (0 B) 5 1 (30 MA) = 159 $: |007 
145720 30 10 10 = 10 6 (0 B) 0,5 1 (50 MA) 200 $: | D035 
HD4101 30 10 19 = | 0,6 (0 B) 20 1 (10 MA) 30 90A Ge | 207 
HMG4147 30 10 10 10 | 6 (0 B) 10 1 (30 MA) — — $: | M208 
HS1395 30 10 10 = 10 6 (0 B) 50 1,1 (10 MA) 75 1754 | $: |007 
$69150 30 10 10 гы 10 10 (0 B) 1 1 (10 MA) — 150. $: | 0035 
ДЗ 3 50 50 10 I 1,5 (5 B) 100 0,4 (10 MA) 40 70 Ge | 22 
AAY32 30 50 10 1 = 1,5 (0 B) 70 1 (110 MA) 110 85 Ge |007 
KJ1521r 30 4 10 10 2 10 (0 B) | 1 (50 мА) 50 195 Si | 16 
1N904 30 4 10 5 = 1 (ОВ) 0,1 1 (10 MA) = 150 Si | Al 
_1№905А 30 4 10 5 — 1 (ОВ) 0,1 1 (20 MA) 300 175A | Si | Al 
IN905AM 30 4 10 5 = 1 (ОВ) 0,1 1 (20 MA) = = $! | A2 
IN905M 30 4 10 5 = 1 (ОВ) 0,1 1 (10 MA) — — $: | A2 
IN906A 30 4 10 5 sis 2,5 (0B) 0,1 1 (20 MA) 300 175 si | Al 
14906 АМ 30 4 10 5 = 2,5 (0 B) 0,1 1 (20 MA) — — Si | А2 
IN906M 30 4 10 5 = 2,5 (0 B) 0,1 1 (10 MA) ~ — $: | A2 
14907 30 4 10 5 = 2,5 (0 B) 0,1 1 (10 MA) = 150$ Si | А! 
1N3067 30 4 10 1 == 4 (0B) 0,1 1 (5мА) = 200S $1 |007 
151219 30 4 10 = 10 — 0,1 0,8 (10 MA) 100 175 $: | DO7 
1$1220 30 4 10 — lu = 0,1 1 (100 MA) 300 175 Si |007 
1$1473 30 4 10 С 10 — 0,1 0,8 (10 MA) 100 125 si |007 
BAV54-30 30 4 10 6 6 4 (0 B) — 1 (10 MA) 200 200J $: | D035 
BAW63A 30 4 10 5 ae 4 (0 B) 0,1 0,9 (10 MA) == 175. Si | M470 
GP330 30 4 10 6 | 3 0,05 1 (300 MA) 250 175 $: | 2035 
HDS9010 30 4 10 = 10 3 (0 B) 0,1 1 (10 MA) 75 175A 4 Si | Al 
HMG904 30 4 10 5 1 1 (0 B) 0,1 1 (10 MA) — = $1 | M208 
HMG904A 30 4 10 5 1 1 (ОВ) 0,1 1 (20 MA) Se a Si | M208 
HMG907 30 4 10 5 1 2,5 (0 B) 0,1 1 (10 MA) = = $: | M208 
HMG907A 30 4 10 5 | 2,5 (0 B) 0,1 1 (20 MA) = ыы $1 | M208 
-HMG3596 30 4 10 10 1 1 (ОВ) 0,1 1 (30 MA) we = $: | M208 
HS9010 30 4 10 — 10 3 (0 B) 0,1 1 (10 MA) 75 = $: |007 
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| 
1 | 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | п | 12 13 

1N3607 75 4 10 => 10 2 (0 B) 0,05 1 (50 мА) = 200$ $1 | M50 
1N4148 75 4 10 6 1 4 (0В) 0,025 1 (10 MA) — 200$ $1 D035 
1N4149 75 4 10 6 1 2 (0 B) 0,025 1 (10 MA) — 200$ $1 D035 
1№5151 75 4 10 — 10 2 (0В) 0,05 1 (50 MA) — 200$ $1 D035 
1N4153 75 4 10 = 10 2 (0B) 0,05 0,88 (20 MA) — 200$ $1 D035 
1N4305 75 4 10 a 10 2 (0B) 0,1 0,85 (10 MA) — 200$ $1 D035 
1N4446 75 4 10 6 = 4 (0B) 0,025 1 (20 MA) — 200$ $1 | 0035 
1N4447 75 4 10 6 = 2 (0 B) 0,025 1 (20 mA) — 200$ $1 D035 
1N4448 75 4 10 6 — 4 (0 B) 0,025 1 (100 мА) — 200$ $1 D035 
1N4449 75 4 10 6 — 2 (0 B) 0,025 1 (30 MA) — 200$ $1 2035 
1№4454 75 4 10 -- 10 2 (0 B) 0,1 1 (10 MA) — 200$ $1 D035 
1N4531 75 4 10 6 | 4 (0В) 0.025 1 (10 MA) — 200$ $1 Ale 
1N5318 75 4 10 — 10 2,5 (0 В) 0,1 1 (200 мА) 125 150A Si D034 
BAW62 75 4 10 | l 2 (0 B) 0,025 1 (100 MA) 100 200J Si 2035 
BAX91C/TF102 75 4 10 — 10 3 (0 В) 0,1 1 (10 MA) 50 175А $1 D035 
BAX95TF600 75 4 10 — 10 3 (0B) 0,1 1 (200 MA) 200 175 $1 | D035 
FD600 75 4 200 — 200 2,5 (0 В) 0,1 0,62 (1 MA) 200 150A Si 207 
F DN600 75 4 10 = 10 2,5 (0 B) 0,1 1 (200 MA) 125 150A | Si | D034 
HMG 3064 75 4 10 10 1 2 (0B) 0,1 1 (10мА) — — $1 | M208 
HMG3593 75 4 10 10 1 2 (0 B) 0,1 0,85 (10 мА) = — $1 | №208 
HMG4319 75 4 10 6 | 1 (0 B) 0,1 1 (100 MA — — $1 | M208 
HS9501 75 4 10 = 10 4 (0B) 0,1 aint ’ 350 200A Si Al 
HS9504 75 4 10 ee 10 4 (0B) 0,1 is 250 200A Si Al 
HS9507 75 4 16 — 10 4 (0В) 0,1 act 150 200A Si Al 
1TT33 75 4 10 6 | 4 (0В) 0,05 1 (10 мА) 75 200.) — | Al 
MA4307 75 4 10 5 1 2 (0 B) 0,05 1 ( 30 MA) 100 200J Si A2 
MA4308 75 4 10 5 | 2(0 B) 0,05 1 (30 MA) 125 2005 Si A2 
MC52 75 4 10 6 | 2 (0 B) 0,1 1 (10 MA) — — $: | M409 
MC433 75 4 10 —- 10 2 (0В) 0,05 1 (50 мА) — 175А $1 A2 


MGD73 75 4 10 6 — 2 (0 B) 0,4 1 (10 MA) 
MHD611 75 4 10 6 1 4 (0B) 0,025 1 (20 MA) 
MHD612 75 4 10 6 1 4 (0 В) 0,025 1 (100 MA) 
MHD614 75 4 10 6 1 2 (ОВ) 0,025 1 (20 MA) 
MHD615 | 75 4 10 6 1 2 (0В) 0,025 1 (30 MA) 
ммсС1001 75 4 10 6 1 2 (0B) 0,05 0,92 (70 MA) 
MMC1002 75 4 10 6 1 2 (0В) 0,05 0,95 (70 мА) 
MMC1003 75 4 10 6 100 2 (0B) 0,05 1 (70 MA) 
MMC1004 75 4 10 6 1 3 (0 B) 0,05 1 (150 мА) 
MMC1005 75 4 10 6 1 3 (0 B) 0,05 1 (70 MA) 
MMC1006 75 4 10 6 1 4 (0В) 0,05 1 (70 MA) 
MMCi007 75 4 10 6 1 4 (0B) 0,05 1,5 (150 мА) 
$05200 75 4 10 6 1 4 (0В) 0,25 1 (400 мА) 
$92260 75 4 10 6 3 6 (0 B) 0,025 0,9 (100 MA) 
TH4148 75 4 10 = 10 4 (0В) 0,250 1 (10 MA) 
TMD914 75 4 10 6 3 4 (0 B) 5 1 (10 MA) 
TMD916 75 4 10 6 3 4 (0 B) 5 1 (10 MA) 
712205 100 500 30 30 0,4 15 (5 B) 1 1,5 (50 MA) 
1N662 100 500 5 40 = 3 (0 B) 1 1 (10 мА) 
1№662А 100 500 5 40 — — — 1 (100 мА) 
1N663 100 500 5 40 = 3 (0 B) 5 1 (100 MA) 
1N663 100 500 5 = = 3 (0 B) 0,025 1 (100 MA) 
1N844 100 500 30 35 — aa 0,1 1 (200 MA) 
HMG662 109 500 5 40 — 3 (0 В) 0,02 1 (10 MA) 
HMG662A 100 500 5 40 — — 1 1 (100 мА) 
HMG663 100 500 5 40 == 3 (0 B) 5 1 (100 мА) 
1№663 100 500 5 40 — 3 (0 B) 0,025 1 (100 MA) 
IN844 100 500 30 35 — — 0,1 1 (200 мА) 
28402 100 500 30 35 — — — 5 (20 мА) 
. HMG662 100 500 5 40 — 3 (0 B) 0,02 1 (10 MA) 
HMG662A 100 500 5 40 — — 1 1 (100 мА) 
HMG663 100 500 5 40 — — 5 1 (100 MA) 
HMG844 100 500 30 35 — — 0,1 1 (200 MA) 
PD126 100 500 5 40 — 2 (0 B) 0,02 1 (10 MA) 
— RPX100 100 500 1 30 — — 3 1 (1,5 MA) 
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Стабилитроны 








Наименование 5 = Р . a a. 10—2 %/°C Kop- 
. max’ i CT 0 »| ¢ p 
прибора = xe ка 55 В ws as мВт/°С тах | nyc 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
KC133A 10 | 3,3] 10 300 | 180 3 11 125 i7 
1№5518 В 5 | 3,31 20 400 26 — — 175А | 207 
1N5518B 5 | 3,3] 20 400 | 26 — 7 200A | 2014 
1№5518С 2 | 3,3] 20 400 5 = я 175А | 207 
IN5518D 1 | 3,3] 20 400 | 26 — — 175А | 207 
152033 10 | 3,3| 5 400 |150 — 7 150А | Al 
152033 А 5 | 3,3] 5 400 |120 — т 150А | А! 
157033 10 | 3,3| 5 400 |150 — 7 150А | А! 
1S7033A 5 | 3,3] 5 400 | 100 — 7 175A | Al 
1S7033B 15 | 3,3] 5 400 | 200 — 7 150A | Al 
2444 10 | 3,3| 10 400 | 80 — 7 2001 | A159 
5508 5 | 3,3] 5 400 | 80 — 6,5 125A | Al 
BZX46C3V3 5 | 3,3] 20 400 28 — 6 1753 | D035. 
BZX55C3V3 5 | 3,3] 5 400 | 75 — 6,3 150А | 2035 
BZX83C3V3 5 | 3,3] 5 400 | 90 — 6 1753 | 2035 
BZY85B3V3 2 | 3,3] 5 400 | 80 — 6,5 1509 | 207 
BZY88C3V3 5 | 3,3} 5 400 | 85 — ВЕ 1501 | 207 
C6102 10 | 3,3] 5 400 60 -- a 175 | M185. 
C6102A 5 | 3,3] 5 400 | 60 — ae 175 | M185 
HS7033 5 | 3,3] 5 400 | — — = 175A | 207 
KS033A 5 | 3,3] 5 400 | 100 — 10 150A | 207 
KS033B 10 | 3,3] 5 400 | 150 — 9 150A | 207 
LR33H 5 | 3,3] 5 400 | 100 — 6,6 150$ | D07 
MZC3.3A10 — | 3,3] 15 400 | 47 — 1753 | M468 
Z5A3.3 1 | 3,3] 5 400 | 80 — 7 2007 | А! 
7583.3 Б | 3,3] 5 400 | 80 — 7 2003 | Al 
Z5C3.3 10 | 3,3] 5 400 | 80 — 7 2003 | А! 
7503.3 15 | 3,3| 5 400 80 — 7 2003 | Al 
ZF3.3 5 | 3,3] 5 400 | 80 — 6 1505 | 207 
203.3 10 | 3,3| 5 400 |100 = 6,5 150J | 207 
7Р3.3 Б | 3,3| 5 400 80 — 5,5 1505 | 207 
KC139A 10 | 3,9] 10 300 | 180 3 1 125 17 
1N1927, A, B 1-1 3.91 5 200 11 — 6 150А | А82 
1N4622 5 | 3,91 0,25| 250 |1600| — acd 200A | 2014 
1N4686 5 | 3,91 0,05| 250 | — — к 200А | 2014 
1103 1 | 3,9} 10 250 | 60 = 5 150J | C18 
BZY85C3V9 5 | 3,9] 5 250 | 85 — a 150J | 207 
HS2039 5 | 3,91 5 250 | — — ре 175A | 007 
HS2039A 5 | 3.9] 5 250 | 100 — 7 150A | 207 
HS2039B 10 | 3,9] 5 250 | 110 = 8 150A | D07 
MGLA39A, B — | 3,9] 20 250 15 — 4,9 150 | A2 
MR39C—H 5 | 3,9) 5 250 | 90 — — 250 | 007 
MZ4622 — | 3,9] 0,25} 250 1.6) — si 200J | 207 
PD6004, A — | 3,9] 10 250 50} — = 150 | A109. 
PD6045 5 | 3,9] 10 250 42| — => 150 | A2 
КС147А 10 |. 4,7 | 10 300 | 160 3 9++1 100 | 17 
1N4624 5 | 4,71 0,25] 250 11500] — a 200 | 0014 
1№4688 5 | 4,71 0,25| 250 | — — = 200A | 2014 
1104 10 | 4,7} 10 250 45| — > 1505 | С18 
BZY83C4V7 5 | 4.7] 5 250 90} — 1 150J | Cl 
BZY83D4 V7 10 | 4,7} 5 250 90| — — 1501 | Cl 
BZY85C4V7 ca a ee a 250 70| — 1 1501 | Al7i 
GLA47A, В — | 4,7! 10 250 10| — 1,8 175 | 007 
Н$2047 5 | 4,7 | 5 250 — — — 175A | 207 
К$2047А 5 | 4,7| 5 250 85| — 5 150A | 207 
К$2047В. 10 | 4,7] 5 250 90|] — 6 150A | 207 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LAC2002 10 | 4,7 10 | 250 15 — — = M520 
MR47C—H 5 14,7 5 250 80 — —= 259 | 007 
MZ4A 10 14,7 | 25 250 25 = | 1507 | 207 
MZ4624 — 14,7 10,25] 250 11,500] — sont 200J | 207 
PD6006, A — ~4,7 | 10 ? 280 45 — — 150 | А109 
PD6047 5 | 4,7 10 250 32 — — 150 | AQ 
PD6202 10 | 4,7 10 250 15 = га = A109 
OAZ240 5 | 4,7 1 278 370 -- 20 1501 | А24 
BZY56 5 | 4,7 1 280 370 — — 1507 | АЗ 
OAZ200 5 | 4,7 1 300 420 — 4,2 1503 | Cl 
7104,7 — 27 | — 300 75 — — 1503 | С29 
KCI56A 10 15,6 | 10 300 160 3 —§--4-5 100 | 17 
Z1550 5 |5,6 5 | 300 45 = — 150$ | С29 
71555 5 15,6 | 5,5] 300 40 = — 150$ | С29 
71560 5 |5,6 6 | 300 37 — — 150$ | С29 
71565 5 15,6 | 6,5| 300 33 — — 150$ | С29 
71570 5 |5,6 7 300 30 — = 150$ | С29 
Z1A5,6 1 15,6 5 | 320 — a 6 150A | C29 
Z1B5,6 5 |5,6 5 320 40 — 6 150А | С29 
Z1C5,6 10 |5,6 5 | 320 40 = 6 150A | C29 
Z1D5,6 15 | 5,6 5 | 320 Ч: = 6 150A | C29 
KC168B 0,5 | 6,8 10 150 120 3 +5 100 18 
1N1984 10 | 6,8 5 159 7 — 3 150 | cl 
1N1984A 5 | 6,8 5 150 7 — 3 150 | Cl 
1N1984B 1 16,8 5 150 7 — 3 150 | cl 
653C3 5 16,8 5 150 4 — 4,1 150А | СЗ 
AZ6,8 5 16,8 5 150 20 — — 170A | 207 
BZ6,8 5 16,8 5 150 — — — 170A | 207 
76,8 5 | 6,8 5 150 — — — 150А | C18 
776,8 5 |6,3 5 150 60 — — 150А | С18 
KCI68A 10 | 6,8 10 | 300 120 | 3 —6+-+6 100 | 17 
1№710, А we 16,8 | 25 250 4,7 | 3,8 — 175A | 207 
1N4099 5 |6,8 | 0,25] 250 200 | — — 2003 | 207 
1106 10 |6,8 | 10 250 8 3 150J | С18 
BLVAI68 7 |6,8 | 0,25] 250 350 - — 150A | AQ 
BLVAI68A 3 16,8 | 0,25] 250 3501 — — 150А | АЭ 
BLVAI68B 2 16,8 10,25] 250 350 150A | AQ 
BLVAI168C 1 16,8 | 0,25] 250 350 | — — 150A | AQ 
BLV A468 7 |6,3 | 0,25] 250 — 150А | АЭ 
BLVA468A 3 |6,8 | 0,25] 250 — = 150А | АЭ 
BLVA468B 2 16,8 | 0,25} 250 — — — 150A | AQ 
ВГУ A468C 116,8 | 0,25] 259 — — 150A | AQ 
BZX58C6V8 5 16,8 10 250 7 — 3 150A | DO7 
BZY83C6V8 5 | 6,8 5 250 8 — 7 1505 | Cl 
BZY83D6V8 10 | 6,8 5 250 15 — 7 1501 | Cl 
BZY85C6V8 5 | 6,8 5 250 8 — 7 1503 | A171 
KS2068A 5 | 6,8 5 250 15 — 6 150A | 207 
KC2068B 10 16,8 5 250 40 — 6 150A | 207 
MZ5A 10 | 6,8 | 15 250 8 — 3 150A | DO7 
PD6010, A — | 6.8 5 250 25 — a 150 A109 
PD6051 5 16,8 | 10 250 4 — = 150 А2 
PD6206 10 | 6,8 1 250 50 | — ыы — | А!109 
OAZ244 5 16,8 1 278 5| — 27 1503 | A24 
BZY60 5 | 6,8 1 280 5) — = 15017 | АЗ 
MC6010, A — 16,8 | 10 | 300 i4j = saat 175 A2 
Z1A6,8 1 16,8 5 | 320 8| — 7 150A | C29 
Z1B6,8 5 16,8 5 320 81 — 7 150A | C29 
Z1C6,8 10 | 6,8 5 320 81 — 7 150A | C29 
Z1D6,8 15 16,8 5 320 8| — 7 150А | С29 
LDZ70/6A8 5 16,8 | 20 | 360 81 — — 1501 | М401 
KCI70A 0,35 | 7 10 150 90 3 +1 100 18 
653C4 5 |7 5 150 5 — 4,2 150А | СЗ 
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1 2 3 4 5 6 7 | 8 9 10 
KCI75A (0,5 | 7,5 5 150 70 3 +4 100 18 
BZX84C7V5 5 17,5 5 110 20 — 5,3 125 | M500 
9607 5 |7,5 1 120 100 А 4 150 | C29 
AZ7,5 5 17,5 5 | 150 15 — — 170A | 207 
BZ7,5 5 17,5 5 150 35 a = 170A | 207 
77,5 5 |7,5 5 150 40 зы = 150А | С18 
777,5 5 |7,5 5 150 40 = — 150A | C18 
KC182A 0,6 | 8,2 5 150 30 3 +5 100 18 
1№1985 10 | 8,2 5 150 15 6 150 | Cl 
IN1985A 5 | 8,2 5 150 15 — 6 150 Cl 
1N1985B 182 5 150 15 — 6 150 Cl 
А78,2 5 |8,2 5 150 20 — — 170А | 207 
BZ8,2 5 | 8,2 5 150 50 — — 170А | 207 
178,2 10 | 8,2 5 150 40 — — 170A | 207 
78,2 5 | 8,2 5 150 40 — = 150A | C18 
778,2 5 | 8,2 5 150 40 — — 150A | С18 
2CM190A — 9 5 125 22 1 +8 125 19 
К$77 5 9 5 57 35 = — 125A | 207 
К$77В 5 9 5 57 35 ыы — 100А | 207 
К$78 5 9 5 57 35 реа — 125А | 207 
К$78В 5 9 5 57 35 a — 100A | 207 
654C9 5 9 5 150 12 — 5,2 150А | СЗ 
Д818А 20 9 | 10| 300 1100 3 +2,3 100 | 17 
1N764—3 5 9 | 10 250 12 — 5 150 | 007 
1$334 7 9 10 250 20 я 7 1507 | Al 
1$472 10 9 | 15 | 250 15 а 5,5 1503 | 207 
HR9.0 5 9 5 | 250 20 Sd ane 175A | 207 
MZ1009 7 9 | 10 | 250 — гы 6 1755 | 207 
SV131 5 9 | 10 | 250 15 “es 5,7 150 | 007 
SVM91 5 9 17,5 | 250 75 uz 1 1008 | 207 
SVM905 5 9 {7,5 | 250 75 = 0,5 1008 | 207 
SVM9010 5 9 [7,5 250 50 = 0,1 1008 | 207 
SVM9011 5 9 |7,5 250 20 ыы 0,1 1008 | 207 
SVM9020 5 9 17,5 | 250 50 ae 0,2 100R | 207 
$УМ9021 5 9 |7,5 | 250 20 a 0,2 100R | 207 
$79 7 9 5 | 250 20 a 0,75 150J | Cl 
KCI9IA 0,6 | 9,1 5 150 30 3 +6 100 18 
BZX84C9V1 5 | 9,1 5 110 20 БА 6,5 1251 | M500 
AZ9,1 5 19,1 5 150 20 me at 170A | 207 
BZ9,1 5 19,1 5 | 150 60 a == 170А | 207 
79,1 5 |9,1 5 150 40 _ mae 150A | C18 
279,1 5 19,1 5 150 40 = = 150A | С18 
KC196A 5 19,6 | 10 200 70 3 +0,5 100 20 
BLVAI195 5 19,6 10,25} 250 | 500 = 3,8 150A | AQ 
BLV A195A 2 19,5 |0,25| 250 500 = 3,8 150A | AQ 
BLV A195B в 19,5 10,25} 250 |500 a 3,8 150A | AQ 
BLVAI95C в 19,5 10,25] 250 500 = 3,8 150A | AQ 
BLVA495 5 19,5 |0,25| 250 | 350 = 3,8 150A | AQ 
BLVA495A 2 19,5 10,25] 250 |350 bs 3,8 150A | AQ 
BLVA495B t 19,5 |0,25| 250 | 350 Sa 3,8 150A | AQ 
BLVA495C 1 19,5 10,25] 250 |350 aoe 3,8 150A | AQ 
SV 132 5 19,5 | 10 250 15 pies 3,7 150 207 
КС210Б 0,7 |10 5 150 35 3 +-7 100 18 
BZX84CtO 5 110 5 110 25 вы ыы 125) | M500 
11986 10 | 10 5 150 20 ме 6,5 150 Cl 
1№1986А 5 | 10 5 150 29 == 6,5 150 Cl 
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1 2 3 4 5 6 | 7 8 9 19 
IN1986B 1 10 5 150 | 22 — 6,5 150 Cl 
655C9 5 19 5 150 15 — 5,2 150А C3 
AZ10 5 10 5 150 25 — — 170A | 007 
210 5 10 5 150 | 50 — — 150A | Clg 
7710 5 10 5 150 60 — —- 150А | С18 
811 — |10—12| 5 280 | — — +9,5 100 21 
1$473 10 11 15 250 | 20 — 6,5 150} 207 
1111 10 11 5 250 30 — 7 150J C18 
BZX59C11 5 11 5 250 | 18 = 7 150A | 207 
BZX69Cll 5 11 5 250 40 — 6 175А | 007 
BZY83Cll 5 11 5 250 | 20 — 8 150} Cl 
BZY85Cll1 5 11 5 250 | 20 — 8 150.1 | А! 71 
HRI11 5 11 5 250 | 30 ses — 175A | 207 
Н$2110 5 11 5 250 | — — — 175A | 007 
KS2110A 5 И 5 250 40 — 8 150A | 207 
KS2110B 10 11 5 250 | 60 ыы 8 150A | 207 
Рр6056 5 11 5 250 | Il — — 150 А? 
SV134 5 11 5 250 | 50 == 6,3 150 207 
$211 6 11 5 250 35 — Вы 1503 Cl 
Mc6015, A — 11 10 300 | 23 = — 175 A2 
ГАИ 1 11 5 320 | 20 = 8 150A | C29 
ZIBI1 5 и 5 320 | 20 ры 8 150А | C29 
| 10 11 5 320 | 20 oe 8 150A | C29 
KC2112K 0,6 11 4 125 | 200 0,5 +9,2 125 4 
RZZ11 5 11 5 80 | 100 — — 125А C18 
BZX84Cll 5 1} 5 110 30 — — 1251 | M500 
AZX84Cll1 5 11 5 110 30 = — 1253 | M500 
AZ1\1 5 11 5 150 30 = — 170A | 007 
Z11 5 11 5 150 55 — — 150А C18 
77.11 5 11 5 150 70 = — 150А C18 
КС213Б 0,9 13 5 150 | 45 3 +8 100 18 
AZ13 13 5 150 45 — — 170А С18 
7,13 5 13 5 150 | 70 = 150А | C18 
7,713 5 13 5 150 | 90 == -- 150А | С1!8 
КС215Ж 0,8| 15 2 125 | 300 0,5 10 125 4 
1N1988 10 15 1 150 | 50 ste 8,8 150 Cl 
IN1988A 5 15 1 150 50 — 8,8 150 Е] 
1%1988 В 1 15 1 150 50 — 8,8 150 Cl 
AZ15 10 15 5 150 | 55 ast — 170A | 207 
2.15 5 15 5 150 |110 — — 150А | С18 
7715 10 15 5 150 | 130 — — 150А | С18 
2C2182K I 18 2 125 | 300 0,5 10 125 4 
RZ18 5 18 2 80 | 160 — — 150A | С18 
RZZ\8 10 18 5 80 |210 — 150А C18 
1N1989 10 18 1 150 | 70 РИ 9,2 150 Cl 
IN19&9A 5 18 1 150 70 — 9,2 150 Cl 
1N1989B 1 18 1 150 | 70 МЕ 9,2 150 cl 
KC222)K 1,1 22 2 125 | 300 0,5 10 125 4 
RZ22 5 22 2 80 | 320 — — 150А | CIs 
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1N1990 
IN1990A 
IN1990B 


AZ22 
2.22 
2222 


KC433A 
VZ33CH 
Z4A3.3 
Z4B3.3 
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Z4D3.3 
7708 
KC439A 


VZ39CH 
Z4A3.9 
24 B3.9 
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KC447A 
BZX29C4V7 
BZX85C4V7 
VZ47CH 


Z4A4,7 
Z4B4,7 
Z4C4 ,7 
Z4D4,7 
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1N1765 
IN1765A 
1N 3827 


1N3827A 
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1N4655 
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IN4734A 
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‘CZ5.6 


FPZ5V6 
VZ56CH 
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9 10 
150А | C18 
150 | Cl 
150 | Ch 
150 | Cl 
170A | 207 
150А | C18 
150A | (18 
100 | 17 
150 | 2013 
1507 | А! 
1507 | Al 
1507 | Al 
1507 | Al 
125A | Al 
100 | 17 
150 | 2013 
1503 | Alef 
150J | Alef 
150J | Alef 
100 | 17 
1754 | Al 
150A | 2015 
150 | 2013 
1503 | Al 
1504 | Al 
150) | Al 
1503 | А! 
175 | D027 
165 | 203 
175 | 2041 
100 17 
200$ | 203 
175A | 2013 
175А | 2013 
175A | АЗ! 
175A | АЗ! 
175A | A3l 
200A | 2015 
200A | А! 
200A | Al 
175J | Al 
150A | 2015 
115 | 2015 
— | Adal 
150 | D013 


4-3. Габаритные чертежи корпусов отечественных и зарубежных 
диодов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 


Зарубежные транзисторы и их отечественные аналоги 


Зарубежный 
тип транзис- 
тора 


1 


АС107 
АСИб 
АСИ7 
АС121 
AC122 
AC124 
ACI25 
AC126 


AC127 
AC128 
АС132 
ACI38 
AC139 
ACHI1 
ACI41B 
АС!42 


AC150 
AC152 
АС160 
ACI70 
АСИ 
АС!б 
АС! 
АС182 


АС183 
АС184 
АС185 
AC187 
AC188 
AC540 
АС541 
АС542 


ACY24 
ACY33 
AD130 
ADI31 
AD132 
AD138 
ADI139 
AD142 


AD143 
AD145 
AD148 
AD149 
ADI50 
ADI52 
AD155 
ADI61 


AD162 
ADI63 
ADi64 
AD169 
AD262 
AD263 
AD301 


Приближенный 
отечественный 
аналог 


2 


ГТИ5А 
МП25А 
ГТ402И 
МП20А 
ГТИ5Г 

ГТ402И 
мМП20Б 
МП20Б 


ГТ404Б 
ГТ402И 


МП20Б, ГТ402Е 


ГТ402И 
ГТ402И 
ГТ404Б 
ГТ404АБ 
ГТ402И 


мГТ!08Д 


ГТ402И 
П28 
MIT 108 
MPT 108 
ГТ404А 
ГТ404Б 
МП20Б 


МПЗ6бА, МПЗЗА 


ГТ402И 
PT4047 
ГТ404Б 
TT492E 
M1396 
MII39bB 


МПЗ9Б, MII41A 


MI126B 
ГТ402И 
Г217 
T1217 
ИИ 
T1216 
11213 


T1210B 


T1210B 


T1210B, П216В 


P'T703B 
r'T703B 
VT703r 
T4035 
ГТ403Е 
ГТ705Д 


ГТ70ЗГ 
T1217 
ГТ40ЗБ | 
CT403E 
T1213 
П214А 
ГТ70ЗГ 


Стр. 


Зарубежный 
тип транзис- 
тора 


1 


AD302 
AD303 
AD304 
AD312 
AD313 
АОЗ14 
AD325 
AD431 


AD436 
AD438 
AD439 
AD457 
AD465 
AD467 
AD469 
AD542 


AD545 

AD1202 
AD1203 
ADP665 
ADP666 
ADP670 
ADP671 
ADP672 


ADY27 
AF106 
AFIO06A 
AFI109R 
AF139 


AFI78: © 


AF200 
AF201 


AF202 :: 
AF239 
AF239S 
AF240 


Приближенный 


отечественный 
аналог 
2 
T1216 
T1217 
T1217 
T1216 
T1217 





1217, ГТ701А 
M1217, FT701A 


T1213 


T1213 
П214А 
П215 
П214А 
П213Б 


П217, ГТА 


П210Б 
T2136 
112145 
ГТ403Б 
PT403P 
[201 АЭ 
T1201A9 
112025 


rT703B 
ГТ328Б 
ГТ328 В 
ГТ328 А 
ГТ346Б 
ГТ309Б 
ГТ328 А 
ГТ328 А 


ГТ328 А 
ГТ346А 
ГТ346А 
ГТ346Б 
ГТ346А 
ГТ346А 
ГТ328 А 
ГТ328Б 


[129 А 


‚030 


мп42Б, 
ГТ322В 
ГТ322В 
ГТ322Б 
PT3302K 


FT330H | 


T3226 
P T3225 
ГТ322Б 
ГТ322Б 
ГТ322В 
PT3i3A 
ГТ328Б 


MIT20A 


Стр. 





112 
112 
112 
112 
112 
112 
112 
110 


110 





['T305B 
I130 

[T3055 
T3096 
ГТ806В 
ГТ806В 
ГТ806Б 
MI1425 


МП42Б 

МП42А, МП20А 
МП42А 

МП42А, МП20А 
МП42А, МП20А 
МП42Б, МП20А 
мМП42 

ГТ40зБ 


ГТ403Г 
ГТ403Б 
П217А, ГТ701А 
П217А 


П217А 
П217В, ГТ7О1А 
11217B 
П217В 


П217В 

П217В 

МП42Б, МП20А 
МП42Б, МП20А 
ГТ810А 

ГТ810А 

ГТ810А 

ГТ806Б 


ГТ806 JI 

ГТ810А 

П608А, ГТ905А 
П214А 

П217 

T1217 

П210Б 

П210Б 


11210B 
112105 
11217 
ГТ806А 
ГТ806В 
KT605A 
KT312A 
KT342A 


KT342B 
KT342A 
KT3425 
KT342B 
KT3425 
KT342B 
KT373A 
KT373B 


KT373A 





KT373B 
KT373B 
KT373b 
K1T373B 


116 
116 





ВС157 

BCI58A 
ВС167А 
BC167B 
BCI68A 
BC168B 
ВС168С 
ВС169 В 


BC169C 
BCI70A 
BC170B 
BCI7IA 
BCI71B 
BCI72A 
BC172B 
ВС172С 


BC173B 
BC173C 
BCI78A 
BC192 
BC213 
BC214 
BC216 
BC216A 


BC218 

BC218A 
BC226 

BC226A 
BC234 

BC234A 
BC235 

BC235A 
BC237A 
BC237B 
BC238A 
BC238B 
BC238C 
BC239B 
BC239C 
BC250A 


BC250B 
BC285 


BC382B—C 
EC383B—C 


BC456 
BC457 
BC513 
BC527 


BC528 

BC547A 
BC547B 
BC548A 
BC548B 
ВС548С 
BC549B 
BC549C 


BC557 


BCP627A 
BCP627B 
BCP627C 
BCP628A 


KT361r 
KT349B 
KT373A 
KT373B 
KT373A 
KT373b 
KT373B 
KT373B 


KT373B 
KT375B 
KT375B 
KT373A 
KT373B 
KT373A 
KT373B 
KT373B 


KT373B 
KT373B 
KT349B 
КТЗ51Б 
КТ342Б 
КТ342Б 
KT351A 
KT351A 


KT340B 
KT340B 
KT351B 
KT351B 
KT342A 
KT342A 
KT3425 
KT342B 


KT373A 
KT373B 
KT373A 
KT373B 
KT373B 
KT373B 
KT373B 
KT361A 


KT3615 
11308 


KT373b, В 
KT373b, В 


КТЗ42Б 
KT342B5 
KT345A 


4 
КТ342Б, KT342B 


KT342B 
KT373A 
KT373B 
KT373A 
KT373B 
KT373B 
KT373B 
KT373B 


KT36IP 
KT373A 
KT373B 
KT373B 
KT373A 
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ВСР628В 


KT373B 
KT373B 
KT373A 


KT373B, KT373B 
KT373B, KT373B 


KT36 IF 
KT361E 
КТ361Г 


KT361r 

KT208E 
KT208J1 
КТ208Д. 
КТ208Л 
KT208M 
KT208M 
КТ208Г 


КТ208Г 

KT501 70 
КТ501М 
кТ501Д 
КТ312Б 
KT312B 
KT501K 
KT312B 


KT342A 
KT342B 
KT342B 
KT342B 
KT342B 
KT208E 
КТБОГ 
KT208E 


KT501r 
KT208E 
КТ501Д 
KT208K 
КТ501Л 
КТ208К 
KT501 J1 
КТ208К 


| KT501M 


КТ805Б 


KT902A 
KT902A, КТ805Б 


KT626A 
KT626B 
KT626B 
K T8055 


KT805B 
KT809A 
KT809A 
КТ805А, 
KT805B 
КТ805Б 
KT803A 
KT808A 


K T808A 
K T805A 
KT805B 
K T805A 





120 


120 
118 
118 
118 





BDY90 
BDY9I1 
BDY92 
BDY93 
BDY94 
BDY95 
ВЕИ1 

BF114 


BF137 
BFI40A 
BF173 
BF177 
BF178 
BF179B 
BFI79C 
BF186 


BF197 
BF199 
BF208 
BF223 
BF240 
BF257 
BF258 
BF259 


BF273 
BF290 
BF291 
BF305 
BF306 
ВЕЗИ 
BF336 
BF337 


BF338 
BFJ57 
BFJ70 
BFJ93 
BFJ98 
BFP177 
BFP178 


ВЕР!79А 


BFP179B 
BFP179C 


BFP719 
BFP720 
BFP721 
BFP722 
BFR 34 

BFR34A 


BFWI16 
BFW45 
BFW89 
BFW90 
ВЕ\ 91 
BFX12 
BFX13 
BF X44 


BF X89 
BFY19 
BFY45 
BFY50 
ВЕУ51 


KT908A 
KT908A 


122 


KT908A, KT908B | 122 
KT704A, KT704B | 118 


КТ704Б 118 
KT704B 118 
KT611A 104 
KT61IL 104 
KT61II 102 
KT611B 102 
KT339B 74 
KT602A 104 
KT61T 104 
КТ611Б 104 
KT618A 98 
ктеиг 104 
КТЗЗЭГ 74 
КТЗЗЭГ 74 
KT339A 74 
KT339B 74 
K1T312B 74 
KT6LIT 104 
КТ604Б 102 
КТ604Б 102 
KT339A 74 
KT6026 106 
KT61ME 102 
кт6 иг 104 
KT339B 74 
KT339B 74 
ктеигГ 104 
КТ604Б 102 
KT6045 102 
KT6025 106 
KT3¢93 74 
КТ342Б 84 
кт611Г 106 
KT611B 104 
KT611IT 104 
KT61IF 104 
КТ611Б 124 
KT618A 104 
KT315A 76 
KT315B 78 
KT315B 78 
KT3150 92 
KT372B 92 
K1T3725 82 
KT610A 124 
KT602b, KT6LIT 104 
КТЗ51Б 76 
KT351B 78 
КТ351Б 78 
KT326A 92 
K T3265 92 
KT340B 82 
KT355A 92 
КТ326Б 92 
KT61IE 104 
KT608A 100 
K T6085 100 


Продолжение 








о ee ee 
BFY52 KT608B5 © BSY P63 KT340B 
BFY65 KT6 ИГ BSZ10 KT1045 
BFY66 KT355A BSZ11 KT1046 
PFY80 11308, KT601A BSZ12 KT203A 
BLWI18 KT9205 BU120 KT809A 
BLW24 КТ922Г BU123 KT802A 
BLX92 KT9I3A BU126 KT704A, КТ704Б 
BLX93 KT913B BU1L29 KT809A 
BLY47 K T808A BU132 KT704A 
BLY47A KT808A BU133 KT7046 
BLY48 КТ808 А BU Y43 11702 
BLY48A КТ808А BUY46 T1702 
BLY49 КТ809А BUY55 КТ808А 
BLY49A КТ809А RUYP52 KT802A 
BLY 50 КТ809А BUY P53 KT802A, KT803A 
BLY50A K T8094 BUY P54 KT802A, KT803A 
BLY63 KT920F D41D1 КТ626А 
BLY88A KT920r D41D4 КТ626Б 
BSJ36 KT351b D41D7 KT626B 
BSJ63 KT3405 EFT212 11216 
BSV49A KT3515 EFT213 1216 
BSW19 KT343B EFT214 11217 
BSW20 KT361F EFT250 11217 
В$\/21 КТ343Б EFT306 MI140 
BSW41 КТ616А EFT307 MI140 
BSW88A KT375b EFT308 K T2085 
В$Х21 11308 EFT3l11 MI120A 
BSX38A KT340A EFT312 MI120A 
В$Х51 KT340B EFT313 MI1205 
BSX52 KT340B EFT317 T1401 
BSX53A KT340A EFT319 T1401 
BSX59 КТ698Б EFT320 11401 
BS X60 K T6086 EFT321 МП20А 
ВУХ 61 КТ608Б EFT322 MI120A 
BS X62 K T8015 EFT323 MI120B 
BSX63 KT801A о | EFT331 МП20А 
BSX 66 KT306/1, + | EFT332 МП20А 
BSX67 KT306],, KT306A - || EFT333 МП20Б 
BSX80 K1T3755 EFT341 MT121J1 
В$Х81А KT3755 - |] EFT342 МП21Д 
В$Х89 КТ616А EFT343 MM121 
BSXP59 KT608A 2 || GC100 ГТ109А 
BSX P60 KT608A ОСИ ГТ ЗА 
BSXP61 KT608A GCil2 МП26А 
В$ХР87 KT340B г || СС115 MI T108/1 
BSY17 КТ616Б @С117 МГТи8Д 
В$У18 КТ616Б GCI18 мГТИ8Д 
BSY26 K T340B GCl2l МП20А, MII39B 
BSY27 KT340B GC122 МП20А 
BSY34 KT608A GC 123 миг 
BSY 38 KT340B GC500 ГТ402Д 
BSY39 KT3405 @С501 ГТ402Е 
BSY40: KT343A GC502 rT402H 
BSY41 KT343B GC507 МП20А 
BSY58 KT608A ` || GC508 мМП20Б 
BSY62 K T6165 GC509 MIT21F 
BS У72 KT352A ‚ | @С510К ГТ403Е 
BSY73 KT312B Г! СС512К ГТ403Е 
BSY95 KT340B GC515 МП20А 
BSY95A KT340B GC516 МП20А 
BSYP62 KT340B GC517 MIT20B 
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Продолжение 








1 2 1 2 3 
GC518 MfI120B K U602 KT801A 116 
GC519 МП20Б KU605 K T808A 120 
GC525 MII36A, МПЗ5А KU606 KT808A 120 
GC526 МПЗ6А, MII37A KU607 KT808A 120 
GC527 МПЗ6А, МПЗЗА ко611 КТ801Б 116 
GCN55 МП20А KU612 KT801A 116 
GCN56 MI12ir KUY12 KT808A 120 
61160 П213Б, ГТ70ЗБ MA909 МП26А 50 
GD170 11213B, ГТ70ЗГ MA910 МП26А 50 
GD175 112135, ГТ703Д MJ420 КТ618А 98 
60180 П214А, ГТ70ЗД MJ480 KT803A 122 
GD240A—D 1213, [T7036 MJ481 KT803A 122 
GD241A—D 11213, ГТ70ЗВ MM404 MI142B 129 
GD242A—D TI2i4A, ГТ70ЗД ММ1748 KT316A 82 
GD243A—C П214А, ГТ70ЗД MM3000 KT602A 106 
GD244A—C T1215 MM3C01 КТ602Б, KT611B | 106 
GD607 T4047 MM3375 KT9045 124 
GD608 ГТ404Б MPS404 KT209E 56 
GD609 T4045 MPS404A KT209K 56 
GD617 П201АЭ MPS706 KT375B 76 
GD618 П201АЭ MPS706A KT375B 76 
GD619 112039 MPS$36 38 KT351A 78 
GF 126 rT309r | MPS3638A KT351A 78 
GF 128 T3095 MPS3639 KT357A 90 
С Е!30 rT309 1 MP S3640 KT3475 90 
GF145 ГТ346 А MPS6562 KT350A 76 
GF147 ГТ346А МР 56563 KT350A 76 
GF501 T3135 MPS—H37 KT339A 74 
GF502 PT313A MPSL07 KT363A 92 
GF503 ГТ313Б MPSLO8 KT363A 92 
GF504 rT313A MPSUOI1 K T8075 116 
GF505 T3285 MPSUOIA КТ807Б 118 
GF506 ГТ328Б MPSU05 КТ807Б 118 
GF507 T3465 MPSU06 K T8075 118 
GF514 ГТ322А, [T3135 MPSU07 KT807A 118 
GF515 ГТ322А MPS—U51 KT626A 106 
GF516 ГТ322А MPS—U5IA KT626A 106 
GF517 ГТ322Б MPS—U55 KT626B 106 
GFY50 T3225 MPS—U56 KT626B 106 
GS109 МП42А MS A7505 KT907A 124 
GSI11 МП42Б МЕ!010Е-28 KT913B 128 
GS112 MI125A МКТИ MITlosr 44 
K C147 KT373A, KT373B NKT73 MIT108B 44 
KC148 KT373A, KT373B OC25 T1216 112 
KC149 KT373B, KT373B OC26 C7703 110 
KC507 KT3425 ' OC27 ГТ703Г 110 
КС508 КТЗ42Б OC28 11217 114 
K C509 K1T342B OC30 112019 108 
KD601 KT803A OC35 11217 114 
KD602 KT808A OC41 1129 52 
KF173 KT339B OC42 П29А 52 
KF503 K T6025 OC57 ГТ109А 42 
КЕ504 KT61LIT OC58 rT109B 42 
K F507 KT617A 0С59 ГТ109В 42 
KSY21 KT616B OC60 (T109B a 
KSY34 KT608A OC70 MIT40A 
KSY62 KT6I6B5 oc71 МП40А 44 
KSY63 KT616B OC75 MII40A, МП4!А 46 
KSY81 K1T347B OC76 MIT40A ‘Ad 
KU601 KT8015 OC77 M1265 48. 

OCI69 ГТ322Б 58 


Продолжение 

















| 2 3 1 2 3 
Oc!170 ['T322b, rT309r 60 || SF215 KT375B, KT373A, 
Oc!71 rT309r 60 KT373B 
OC200 КТ! 04Г 54 | SF216 KT375A, КТЗ7ЗА, 
OC201 KT1045 54 KT373B 76 
OC202 KT104B 54 || SFT124 KT501E 56 
OC203 KT203A 54 || SFT125 KT501E 56 
E204 КТ208Г 54 || SFT130 КТ501Е 56 
205 КТ208Л 54 || SFT131 КТ501Е 56 
OC206 КТ208Г 54 || SFT163 11423 62 
OC207 KT2082K 54 | SFT187 KT602A 106 
OCICI6 ['T703B 110 | SFT212 ГТ70ЗГ 110 
OC1044 ГТ!09Е 42 || SFT213 rT703r 110 
OC1045 rTio09 7 42 || SFT214 11217 112 
0С1070 МП40А 44 || SFT223 МП20Б 48 
0С1071 МП40А, МПЗЭВ 44 || SFT251 МП20А, МПЗУБ ‘48 
OC1072 МП41А, МПЗЭБ 44 | SFT252 МП20А, МПЗЭБ 48 
OC1074 МП20А 48 || SFT253 МП20А, MI1395 48 
OC1075 МП41А, МПЗЭБ 44 | SFT306 MI1395 44 
C1076 МП42Б, МП20А 50 || SFT307 KT208B 54 
C1077 МПГ 48 || SFT308 KT208B 54 
OC1079 МП20А 48 || SFT316 11422 62 
РВС!07А KT373A 86 || SFT319 T1416 62 
PBC107B KT373b 86 || SFT320 11416 62 
РВС!08А KT373A 86 || SFT321 МП20А 48 
PBC108B KT3735 86 || SFT322 MI120B 48 
PBC108C KT373B 86 || SFT323 МП20Б 48 
РВС!09В KT3735 86 || SFT325 ГТ402И 94 
PBCIO9C KT373B 86 || SFT238 11216 112 
PT6670 KT909F 126 || SFT239 [1217 112 
PT6680 KT909B 126 || SFT240 11217 112 
RFD401 KT6065 124 || $РТ250 11217, ГТ701А 112 
RFD410 KT913A 128 || SFT351 MII395 44 
RFD420 KT9135 128 || SFT352 MI1395 44 
RFD42! KT904A 124 || SFT353 MI1395 44 
SDT3207 KT9085 122 || SFT354 11422 62 
SDT3208 KT908A 122 || SFT357 11422 62 
SDT7012 KT9085 122 || SFT358 1423 62 
SDT7013 KT908A 122 || SFT377 ГТ404Ж 96 
SF21 KT6I7A 100 || SS106 KT340B 80 
SF22 КТ617А 100 || ssi08 KT340B 80 
SF23 KT608A 102 || ssi09 KT340B 80 
$Е121А—Е K T602B 104 | $5120 КТ608А 102 
SF122A—F KT602C 104 || $5125 KT6C8A 102 
SF123A—F KT602r 106 || SS126 KT608A 102 
SF 126 KT617A 100 || SS216 КТЗ75Б, KT340B 76 
$Е131А—Е KT312A—KT312B, $$218 КТ375Б, KT340B 76 
KT342A—KT342B 72 || SS219 KT375B, KT340B 76 
SF132A—F KT312A—KT312B, T143 KT501K 56 
KT342A—KT342B 72 
SF136 KT342A—KT342r 86 
SF137 KT342A—KT342°F 86 |i T144 KT501K 56 
$Е150 KT602A, КТГ 106 || Т145 KTD5OIK 56 
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Продолжение 











2 3 1 3 
T146 KT501K 54 | 2$А117 гТЗЮД 53 
T241 МП20А 48 | 2SA118 ГТД 58 
1242 МП21В 48 || 2SA219 ГТ322В 58 
T243 МПГ 48 |} 2SA221 ГТ322 Б 58 
T316H 11402, П416А 64 | 254223 ГТ322В 58 
T317 11401 64 || 2SA229 ГТЗ1ЗА 66 
T319 11401 64 | 2SA230 PT313A 66 
T320 T1401 64 | 2SA234 ГТ309Б 60 
T321N MI138, МПЗ7А 52 | 2SA235 ГТ309Б 60 
T322N MI1375 52 || 2SA236 ГТ322В 58 
T323N МПЗ8А 52 || 2SA 237 ГТ322В 58 
Т354Н 11403, П416А 64 | 254246 ГТ305В 62 
Т357Н T1403A 64 | 2SA254 'T109E 42 
T358H 11403 62 || 29SA255 PT109 4 42 
TCH98 KT208E 54 | 2SA256 ГТ322Б 58 
TCIi98B KT501K 56 || 2SA 257 ГТ322В 58 
TCH99 KT208K 54 || 2SA 258 ГТ322В 58 
TCH99B KT501M 56 | 2SA259 ГТ322В 58 
TG2 MIT108A 44 | 2SA260 ГТЗ!0 А 58 
TG3A MIT 108B 44 | 2SA266 rT309r 60 
TG3F MIT 1080 44 | 9S A267 rT309r 60 
TG4 MIT 108A 44 || 2SA268 ГТЗо9д 60 
TGS ГТ!15Б 42 | 254269 ГТ309д 60 
TG5E ГТИБА, 1127 42 || 954970 rT309r 60 
TG50 МП20А 48 || 2$А271 rT309r 60 
TG5l МПГ 48 | 2542972 ГТ209А 60 
TG52 МП20А 48 || 2SA279 T3055, П416Б 62 
TG53 MII20A 48 || 2$А285 T3225 58 
TG55 МП20А 48 || 2SA286 ГТ322Б 58 
TIXMI01 rT341A 70 | 2SA287 T3225 58 
TIXMI103 ГТ362А 70 || 2SA321 ГТ322В 58 
TIXM104 ГТ341В 70 || 254322 ГТ522В 58 
Т1Х3024 ГТ341Б 70 || 2SA338 ГТ322В 58 
2.72475 КТ316Б 82 || 2SA339 ГТ322Б 58 
2SA49 ГТ109Е 42 || 2SA340 [T3225 58 
2S A50 1130 52 | 29SA341 ГТ322Б 58 
25452 ГТ!09Е 42 | 954342 ГТ322Б 58 
2S A53 ГТ109д 42 | 29SA343 ГТ309Б 60 
25458 ГТ322Б 58 || 25$А350 11422 62 
2SA60 ГТ322Б 58 | 2SA351 11422 62 
2SA69 ГТ309Е 60 | 2$А352 11422 62 
2SA70 ГТ309Е 60 || 2$А354 T1422 62 
2SA71 ГТ309Е 60 | 2SA355 11422 62 
2SA72 T'T322B 58 | 2SA374 T1609A 98 
25$А73 ГТ322В 58 || 254400 ГТ309Г 60 
2SA78 T3217, 58 | 2SA412 ГТ308Б 64 
25492 ГТ322Б 58 | 2$А416 1605 А 98 
2SA93 ГТ322В 58 = 2SA4 22 ГТ3З46Б 68 
254101 ГТ322В 58 || 254440 ГТЗ1ЗА 66 
2$А102 ГТ322В 58 || 254467 KT351B 78 
254103 ГТ322В 58 || 2544946 KT349B 90 
2SA 104 [T3225 58 || 2SA495 КТЗ57Г 90 
2SA105 ГТ310Е 56 | 2SA495G KT357C 90 
2SA 106 ГТ3!0Е 56 | 2SA500 KT352A 78 
2S A107 ГТ310Д 56 || 25А522 КТ326Б 92 
254108 11422 62 || 2SA555 K T361C 80 
2SA109 11422 62 || 2$А556 KT361B 80 
2SA110 11422 62 | 2SA559 KT352A 78 
2$А111 T1422 62 || 2SA568 KT345B 78 
2SA112 11422, 62 || 28 A628 КТ357Г 90 
2S A116 r'T310B 58 || 2SB32 МПЗЭА 46 
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Продолжение 

















25833 МП41А 2 
25837 МП41А 16 DSClOLA KT340B 82 
2SB39 rTH5A 42 || 25С105 KTS02A 128 
25840 МПБ | 50 | 25131 кт 426 72 
25847 МГТ!08Д, Г 341 2512 КТ616Б 100 
2S B54 МГТ108 Д.Г 44 | 25133 а 100 
25857 МГТ108Б 44 | 256134 А 100 
2SB60 MIT41A 46 || 2SC135 КТ616А 100 
25861 МП 41А 46 |2 | 
25890 ГТГ 42 | 23170 НЕ 100 
2SB97 rT109B 42 | 2SCI71 кт Од | 82 
258120 МПА1А 46 | 2SC172 КтЗобД 82 
258130 П201АЭ 108 | 25С188 А 82 
2SB136 MII25A, МП20Б | 50 | 256247 о 100 
2538136 А МП25А, МП20Б 50 | 2SC249 Е АБ is 
2SB170 MII39A, МП40А 44 | 250253 KT325A я 
2SB171 МП40А 46 |2 
258172 МИА Mites: | 60 | зем KT312B 72 
2$8173 MII39A 46 || 2$C370 KT312B 74 
258175 МП41А 46 | 25371 КТ375Б 76 
2581804 П201АЭ 108 | 25С395А КТ375Б 76 
258181 А 112029 108 | 25c400 ВЯ и 
о МП25Б, МП20А | 50 | 2SC40l KT358B о 
0 МП95Б, МП20А 50 || 2540: 
258261 ITISA as teeta KT358B 72 
2SB262 ГТИ5В 42 | 2SC404 KT358B 72 
258263 МП25Б 50 | 25482 KT358B 72 
258302 PTI09E 49 | 25С493 KT617A 100 
258303 rTiisr 42 | 966505 KT803A 122 
ape uri © | RGR | Rsk | 
258361 ae a hone Bete Pee 
`Т806А 114 
258362 Г18065 ie | д KT903A 128 
2SB367 П201АЭ 108 | 2SC520A КТ802А 122 
258368 1201 АЭ 108 || 22СБЭ1А KT802A 122 
258400 MI-T108r 44 || 25С595 KT803A 122 
258439 MII41A, MII39B | 46 | 256543 П701А 116 
Ми | В ев || 
44 
258444 МГТ108Г 4 | о а ik 
2SB444B MPT108P° 44 || 25С601 КТ904А 124 
258448 П201АЭ 108 | 25С612 KT3065 82 
258456 112029 108 | 25C618 а = 
ГТ8 
258473 и а ee ь 
‘ Э к 
258481 П201АЭ 108 НЫ КТЗ15Г 74 
258497 MI'T108B 44 | 26С641 KT9045 124 
2SC33 KT312B 72 || 99C642 КТГ 74` 
2SC40 KT316F oe | secre KT904A 124 
2SC41 KT802A 192 || 28727 KT375B 76 
mee О in| Rare | Rit 
03 + ‘ 
2SCO4 KT601A С KT603A 100 
2SC65 KT611B 10а: | be cabs KT325B “83 
2SC66 KT6HPE 104 | 98c898 KT809A 120 
25667 KT340B 82 | 25682 KT358B 72 
8A KT358B 72 


Продолжение 




















1 2 1 2 3 
250829 K T3585 2N59 МП20А, МП20Б 46 
28C€893 П701А 2N59A МП20А, MI140B 46 
2SC976 KT9ILIT 2N59B MIT21 71 46 
2SC977 KT913A 2N59C мпад 46 
2SC978 KT9!I3B5 2N60 МП20Б 46 
2$C1044 KT355A 2N60A MI121B 46 
28€ 1056 KT6055 2N60B M7121 J, 46 
25C 1090 KT372A 2N60C МПГ 46 
25031 МПЗ5 2N61 МП20А 46 
2$р32 MII38A 2N61A MI120B 46 
2$р33 МПЗ8А 2№61В MIT21 71 46 
2$037 МПЗ7А 2N61C МПГ 46 
28947 KT908A 2N65 МП20А 46 
2SD68 KT902A 2N77 T'T10965 42 
2SD72 ГТ404И 2N94 MI138 52 
2SD75 MI138, MI136A 2N104 MIT40A 46 
2$075А МИЗ7А, MI136A 2N105 TT1095 42 
2$D127 ГТ404Е 2N107 ГТИ5А 42 
250127 А ГТ404Е 2N109 МП20Б 46 
2$0128 ГТ404И 2N123 MIT1425 50 
2$0128 А ГТ40^И 2N 128 ГТД 56 
2$0146 П702А 2N130 MIT108A 44 
250147 П702 2N131 МГТ108 Б 44 
250148 0702 2№131А MI T1085 44 
9SD195 MIIT38A 2N132 МГТЕ8В 44 
2T3531 11308, KT602A 2N132A MI T108B 44 
2T3532 11308, KT602A 2N 133 MIT1085 44 
2T 3674 KT355A 2N139 I TIO9E 42 
213841 KT343A 2N175 127 42 
2NU72 CT403B 2N178 П216Б 112 
3NU72 T4036 2№186А МП25Б, МП20А 50 
4NU72 ГТ403Б | 2N189 MFI25A 50 
5NU72 ГТ403Е 2N190 МП25А 50 
24073 ГТ703Б 2N191 MI1255 50 
3NU73 rT703r | 2N193 MI138 50 
4NU73 ГТ70ЗД 2N206 MIT108A 44 
5NU73 11213 | 2N207 MIT108r 44 
6NU73 T1215 | 2N207A МГТНГ 44 
7NU73 T1215 2№207 В MIT108r 44 
101NU70 МПЗ5 2N215 МП40А 46 
102NU70 МПЗ5 | 2N218 I'TIGSE 42 
103NU70 MI137 2N220 П27А 46 
104NU70 MIi36A 2N237 MII40A 44 
105NU70 MII36A 2N265 MIT108C 46 
106NU70 MII36A, MII37A 2N273 МПЗУА 46 
107NU70 MII36A, MI138A 2N283 MIT40A 46 
152NU70 MI136A, MI138 2N326 ГТ705В 114 
153NU70 MIT36A 2N331 MIT395 44 
154NU70 MI1I36A, МПЗ8 2N 368 МП40А 46 
155NU70 МПЗЗА 2N369 МП41А 46 
2NU74 ГТ701А, П210А 2N404 MI142E 50 
3NU74 CT701A, П210А 2N405 МПЗУА 46 
4NU74 ГТ7О1А, П210А 2N406 МПЗ9А 46 
5NU74 CT701A, П210А 2N444 МПЗ5 52 
6NU74 12106, TT701A 2N444A МПЗ5 52 
7NU74 M2106, ГТ701А 2N4 45 MII38 52 
2N43 МП25Б 2№445А МПЗ7 52 
2N44 MF125B 2N456 I1210B 112 
2N44A MFE40A 2N457 П210Б 114 
2N45 МП40А 2N458 112105 114 
2N45A MIT40A 2N499A ГТ305А 62 
13* 195 


Продолжение 

















3 1 3 
ON501 r'T305A 62 || 2N844 11307B, KT601A 70 
2N502A PT313A 64 | 2N845 П308, KT601A 72 
°9N502B ГТЗ!1ЗА 66 || 2N869 KT352A 78 
2N503 r'T310B 58 || 2N869A KT347A 90 
2N506 rT1155 42 || 2N914 КТ616Б 100 
2№535А r'T1i5B 42 || 2N915 KT342r , 84 
2N535B rT1i5B 42 | 2N916 KT342A 84 
2N536 ГТИ5Г 42 || 2N919 KT340B 82 
2N554 11216B 112 || 2N920 KT340B 82 
2N555 11216B 112 | 2N923 KT203B 54 
2№581 МП42А 50 || 2N924 KT203B 54 
2N591 ГТИ5Г 42 || 2N929 KT342A 84 
2N602 114 16 62 || 2N930 KT342A 84 
2№603 1415 62 || 2N943 KT203B 54 
2N604 П416А 62 || 2N944 KT203B 54 
2N653 MI120A 48 || 2N978 KT350A 76 
2N654 МП20А 48 || 2N979 ГТ305А 62 
2N655 M1205 48 || 2N980 ГТ305А 62 
2N696 KTGO3A 98 || 9N987 T3225 58 
2N697 KT603B 98 || 2N990 ГТ322В 58 
2N698 KT602A 104 || 2N991 ГТ322В 58 
2N699 КТ602Б 104 | 2N993 ГТ322В 58 
2N700 T3136, ГТЗ76А 66 | 2N995 KT352A 78 
2N700A ГТ376А 68 || 9N996 KT352A 78 
2N702 KT312A 72 || 9N1024 КТ!04Б 54 
2N703 KT312B 72 || 2N1027 KT104B 54 
2N705 ГТ320В 64 | 2N1028 КТ104А 54 
2N706A KT340B 80 2№1175 MI120B 48 
2N708 KT340B 82 || 2N1204 rT32ir 64 
2N709 KT316B 82 | 2N1204A rT321r 64 
2N709A KT 3165 82 | 2N1218 ГТ705Г 114 
2N710 ГТ320В 64 | 2N1219 K T1047 54 
2N711 ГТ320В 64 | 21220 КТ104А 54 
2№7ПА ГТ320Б 64 | 2N1221 кт104Г 54 
2N711B ГТ320Б 64 | 2N1222 КТ!04А 54 
2N726 KT349A 90 || 9N1223 КТ!04А 54 
2N727 KT3495 90 || 2N1292 ГТ705В 114 
2N728 KT312B 74 | 2N1300 CT308A 64 
2N729 KT3125 74 | 2N1301 rT308A 64 
2N734 11307, KT601A 72 || 2N1303 MI120A 48 
2N735 П307А, KT601A 72 || 2N1321 ГТ705В 114 
2N735A KT601A, П307А 98 || 2N1329 ГТ705В 114 
2N738 11309, KT602A 72 |! 2N1353 MI142B 50 
2N739 11308, КТ602Б 72 || 2N1354 MI142B 50 
2№741 ГТ313В 66 || 2N1384 rT321 00 64 
2№741А ГТ313А 66 | 2N1387 KT301B 72 
2N743 ГТ340В 80 || 2N1390 KT301 72 
2N744 KT340B 80 | 2N1413 MI1395, МП20А 46 
2N753 KT340B 80 || 2N1414 MII39B, MI129A 46 
2N754 11307B 70 || 2N1415 MI139B, MII20A 46 
2N755 11308 70 || 2N1494 rT321r 64 
2№780 КТ312Б 72 | 2N1494A CT3210r 64 
2№784А KT340B 82 || 2N1499A PT305A 62 
2N794 - TT308A 64 || 2N1499B ГТ305Б 62 
2N795 ГТ308 А 64 || 2N1500 ГТЗ05А. 62 
2N796 (T3085 64 | 2N1524 11422 62 
2N797 rT311H 68 || 2N1526 11422 62 
2N834 KT340B 80 || 2N1I565 KT6OQI . 106 
2N835 KT340B 80 | 2N1566 KT602Pr 106 
2N842 KT301 1 72 || 2N1566A кт602Б 106 
2N843 KT301B, KT3012K 72 || 2N1643 KT104A 54 
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Продолжение 

















1 2 3 2 3 
2N1681 MI142B 50 || 2N2372 KT201B 54 
2N1683 T3085 64 || 2N2373 KT201B 54 
2N1700 KT8015 116 |] 2N2400 T3085 64 
2N1701 T1702 12] |} 2N2410 K T6086 102 
2N1702 KT803A 122 || 2N2411 KT352A 78 
2N1714 П701А 116 ||2№2412 KT352A 78 
2NI1716 TI701A 116 |} 2N2415 ГТ3З76А 68 
2N1726 II417A 60 || 2N2416 ГТ376А 68 
2N1727 T1417 60 || 2N2428 МП4!А 46 
2N1728 П417А 60 |2№2432 КТ201Б 52 
2N1742 T3135 66 || 2N2432A K T2015 52 
2N1743 ГТЗ1ЗА 66 || 2N2475 K T3165 82 
2N1745 [T3055 62 || 2N2615 KT325A 83 
2N1746 11417 60 || 2N2616 КТ325Б 88 
2N1747 11417 60 || 2N2617 KT201A 52 
2N1748 I'T305B 62 || 2N2635 CT320B 64 
2N1752 11417 60 || 2N2659 T1214A 103 
2N1754 T'T305A 62 || 2N2660 T1215 108 
2N1785 П417А 60 || 2N2661 T1215 110 
2N1786 T1417 60 || 2N2665 214A 110 
2N1787 T1417 60 || 2N2666 П214А 110 
2N1838 KT6)7A 100 || 2N2667 11215 110 
2N1839 KT617A 100 || 2N2696 KT351A 76 
2N1840 КТ617А 100 || 2N2708 KT3255 88 
2N1854 ГТ308 Б 64 || 2N2711 КТЗ15Ж 74 
2N1864 11417 60 || 2N2712 KT315B 74 
2N1865 114175 60 || 2N2784 KT316B 82 
2N1893 КТ602Б 104 || 2N2811 КТ908Б 122 
2N1924 мпаг 48 || 2N2813 KT908A 122 
2N1925 мпаг 48 ||2№2835 [1213 108 
2№1926 мП21Д 48 || 2N2836 T7030 112 
2N1958 KT603A 100 || 2N2890 KT801A 116 
2N1959 KT6035 100 || 2N2891 KT801A 116 
2N2048 T3086 64 || 2N2894 KT3475 90 
2N2048A T3085 64 || 29N2947 KT903A 128 
2N2089 11403, I1416A 64 || 2N2948 KT903A 128 
2№2137А [T7014 114 || 2N2958 K T6085 102 
2N2138A ГТ701А 114 || 2N2999 ГТ341В 70 
2N2142A ГТ701А 114 |} 2N3010 KT3165 82 
2№143А ГТ701А 114 || 2N3012 K1347B 90 
2N2147 ГТ905А. 114 | 2N3053 KT6085 102 
2N2148 ГТ905В. 114 || 2N3054 КТ805Б 118 
2N2194 KT608A 102 |i 2N3054A KT803A 122 
2N2194A KT608A 102 |} QN3114 KT6ilr 104 
2N2195 KT608A 102 || 2N3121 KT351A 76 
2N2199 ГТ305А 62 || 2N3127 ГТЗ28А, [T376A 66 
2N2200 T3055 62 || 2N3209 KT347A 90 
2N2217 KT6085 102 || 2N3210 КТ616Б 100 
2N2218 KT6085 100 || 2N3248 KT352A 78 
2N2218A | KT6085 102 || 2N3249 КТЗ52Б 78 
2N2224 КТ608Б 102 || 2N3267 ГТ376А 68 
2N2236 КТ617А 100 || 2N3279 ГТ328 А 66 
2N2237 KT6036 100 || 2N3280 ГТ328А 66 
2N2242 KT340B 80 || 2N3281 ГТ328 Б 66 
2N2273 T3055 62 || 2N3282 ГТ328 В 66 
2N2274 KT203b 54 || 2N3283 ГТ328 А 66 
2N2275 КТ203Б 54 || 2N3284 ГТ328Б 66 
2N2276 KT203B 54 || 2N3286 ГТ328Б 66 
2N2277 KT203B 54 || 2N3299 KT6085 102 
2N2360 ГТ3З76А 68 || 2N3304 KT337A 92 
2N2361 ГТ376А 68 ||2№3375 KT904A 124 
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Продолжение 


3 | 1 2 3 
2N3390 KT373B 86 | 2N4910 П702А 118 
2N3391 K1T373B 86 | 2N4911 11702 118 
2N3392 KT373A 86 || 2N4912 11702 118 
2N3393 KT373A 86 || 2N4913 КТ808 А 120 
2N3394 KT373r 86 | 2N4914 KT808A 120 
2N3397 KT315E 74 || 2N4915 KT808A 120 
2N3399 ГТ346Б 68 | 2N4924 KT61IF 104 
2N3441 KT805A 118 || 2N4925 КТ611Г 104 
2N3451 KT337A 92 || 2N4926 KT6045 102 
2N3545 KT343B5 90 || 2N4927 KT6045 102 
2N3546 KT363A 92 || 2N4976 КТУИА }28 
2N3576 KT347A 90 || 2№5043 ГТ329Б 70 
2N3584 KT809A 120 || 2N5044 ГТ329А 70 
2N3585 KT704A, КТ704Б 118 || 9N5050 KT802A 120 
2N3605 KT375B 76 | 2N5051 КТ802А 120 
2N3606 K1T375B 76 | 9N5052 KT8&02A 120 
2N3607 KT375B 76 || 2N5056 KT347B 90 
2N3611 ГТ701А 112 || 2N5067 KT803A 122 
°N3613 r'T701A 112 || 2N5068 KT803A {22 
2N3702 KT345B 78 || 2N5069 KT803A 122 
2N3709 KT358A, KT373A 72 || 2N5070 KT912A 128 
2N3710 KT358B, KT373A 72 || 2N5090 K T606A 124 
2N3711 КТЗ7ЗБ 86 || 2N5177 KT909A 126 
2N3712 KT6HE 104 || 2N5178 KT9095 126 
2N3722 KT6085 102 || 2N5188 KT6035 98 
2N3724 KT608B 102 || 2N5219 KT375B 76 
2N3730 ГТ810А 116 | 9N5221 KT351A 76 
2N37 32 ГТ905А 114 | 2№5223 KT375B 76 
2N3733 KT907A 124 | 2N5228 KT357A ‚ 90 
2N3738 KT809A 120 || 2N5313 KT908A 122 
2N3739 KT809A 120 || 2N5315 KT908A 122 
2N3742 K T6045 102 |} 2N5317 KT908A 122 
2N3766 КТ805Б 118 || 2N5319 KT908A 122 
2N3767 КТ805Б 118 || 2N5354 KT351A 78 
2N3883 1 T3205 64 | 2N5365 KT351A 78 
2N3903 KT375A 76 || 2N5366 KT351B 78 
2N3904 KT375A, KT375B | 76 || 2N5427 KT808A 120 
2N3905 KT361r 80 | 2N5429 KT808A 120 
2N3906 KT361r 80 | 2N5447 KT345B ‚70 
2N4034 KT326B, KT347A 92 || 2N5481 КТЭПА 128 
2N4077 ГТ705Д 114 || 2№5641 КТ922А 126 
2N4125 KT361B 80 | 2N5642 КТ922Б 126 
2N4127 KT922r 126 | 2N5643 K1T922B 126 
2N4128 KT922]1 126 || 2N5652 KT372B 94 
2N4138 КТ201Б 52 || 2N5764 KT913A 128 
2N4207 KT337B 92 || 2N5765 KT913B 128 
2N4208 K1T337B 92 || 2N5842 KT355A 92 
2N4231 [1702 118 || 2N5851 KT355A 92 
2N4232 T1702 118 |} 2N5852 KT355A ‚ 92 
2N4233 11702 118 || 2N5887 r'T701A, 11216 114 
2N4237 КТ801А 116 | 2N5888 ГТ701А, П216 114 
2№4938 КТ801Б 116 || 2N5889 ГТ701А, П216 114 
2N4239 KT801A 116 || 2N5890 rT701A, П216Г 14 
2№4240 KT704A, KT704B | 118 || 2N5891 TT701A, 11217 114 
2N4260 KT363A 92 || 2N5995 KT920r 126 
2N4261 K T3635 92 || 2N5996 KT920r 126 
2N4301 KT908A 122 | 2N6080 КТ920Б _ 126 
2№4429 KT9IIB 128 || 2N6081 KT920r 126 
2N4430 KT913A 126 || 2N6093 KT912B 128 
2N4431 KT913B5 128 || 2N6135 КТ610А 124 
2№4440 KT907B 124 || 40675 |. KT9125 128 
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ПРИЛОЖЕНИЕ? 


Зарубежные диоды и их отечественные аналоги 


Зарубежный 
тип диода 





1 


0102 
0112 
0502 
0507 
0604 
10PM2 
10PM4 
10PM6 


11625 
11835 
11845 
1 №74 

iN87T 
1№210 
1N211 
1N212 


IN213 
1N219 
1N220 
1N250 
IN295X 
1N320 
1№324 
1N332 


IN339 
ИМЗ 
1N348 
1N354 
1N365 
1N388 
IN39I 
1N440B 


1№441 
IN441B 
IN442B 
IN443 
1№444 
1N445 
1N458 
IN483 


IN485 
1N486 
IN487A 
1№488 
IN531 
1№533 
1N534 
1N535 


1N537 
1N538 
1N539 
1N540 
IN551 
1N652 
1N553 
1N554 


Приближен- 
ный отечест- 
венный аналог 


2 


КД102А 
КД102А 
Д26В 
КД105Г 
КД206В 
T1243 
71246 
KJ1206B 


71243 
71245 
71246 
T1101 
Дэв 

T1102 
71102 
101 


д101 
КД!04А 
KIL104A 
71243 


Дэв 
КД205Е 
71229B 
71229E 


J1229B 
Д229Е 
Д229в 
КД104А 
MJ1218 
1102 
71101 
71229)K 


КД204Б 
КД205Л 
Д229к 
ДЖ 
КД205Е 
КД105В 
Д223Б 
КД103ЗА 


Д207 


КД205Е 
KJ1105B 


Д229ж 
КД205Л 
Д229к 
Д229Л 
КД205Г 
КД205В 
КД205Б 
КД205А 


Стр. 





148 
148 
148 
149 
163 


155 


161 
163 


155 
157 
161 
147 
147 
147 
147 
147 


147 
148 
148 
156 
147 
161 
150 
158 


150 
158 
150 
148 
149 
147 
147 
151 


153 
154 
157 
148 
161 
149 
147 
147 


148 
148 
148 
148 
153 
158 
161 
148 


151 
154 
157 
159 
154 
156 
158 
162 


Зарубежный 
тип диода 


1 


1N555 
1N560 
1N602 
1N602A 
IN604 
1№605 
IN605A 
IN606A 


1N627 
1N647 
1N662 
1№622А 
IN663 
1N667 
1№673 
1695 


1N873 
1N874 
1N876 
1N878 
1N770 
1N777 
1N844 
1№903А 


1№903 АМ 
14904 
IN905A 
1IN903M 
IN905AM 
1N905M 
IN906AM 
1№906А 


IN9C6M 
1N907 
1№908 А 
1№908АМ 
1№914А 
1№914В 
IN914M 
1№916А 


IN916B 
1N996 

IN1031 
1N1032 
1N1033 
IN1053 
IN1(59 
iN1 061 


1N1062 
1141063 
11067 
11068 
141069 
11073 
IN 1075 
INLO3IA 


Приближен- 
ный отечест- 
венный аналог 


2 


KJ12052K 
KJU1 05.0 
КД204Б 
КД204Б 
ДЖ 
КД205Е 
КД205Е 
КД105В 


ДЗ!2А 
71229E 
712205 
712206 
712205 
112298 
71229E 
71310 


7210 
До! 
МД217 
МД 218 
71310 
ДЗ12А 
Д220Б 
КД509А 


КД509А 
КД52ИГ 
КДБ2 
КДБОЭГ 
КДБО 
КДБЭГ 
КД521Г 
КД521Г 


КД521Г 
КД52Г 
КД509А 
КД509А 
KJ1521A 
KJ1521A 
КД521А 
КД521А 


КД521А 
11310 
КД205Г 
КД205В 
КД205Б 
КД208А 
71304 
712435 


712455 
712465 
719435 
712455 
712465 
712435 
K 112466 


~ Д259Ж, 


Cro. 





163 
149 
153 
153 
148 
161 
161 
149 
169 
158 
171 
171 
171 
150 
158 
165 


148 


155 
157 


157 


151 
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Продолжение 








1 2 
1N1082A КД205Л 
1N1083 КД205В 
IN1083A Д229к 
1N1084 КД205Б 
1N1085 КД208А 
1N1090 712435 
IN1091 712455 
1N1092 712465 
IN1092A Д246Б 
IN1115 K]1208A 
1№1169А КД205Б 
1N1251 КД204В 
1N1253 КД205Г 
1№1254 К Д205В 
1 №1255 КД205Б 
1N1256 КД205Е 
11257 КД105В 
1№1258 K/1205H 
1№1259 КД105Г 
141407 мМД217 
1N1440 кКД205Л 
IN1441 T1229K 
1№1446 КД208А 
1N1450 КД208А 
1N1487 Д229Ж 
111488 КД205Л 
1N1489 T1229K 
1N1490 д229л 
1№1520А KC456A 
1N1557 КД205 Л 
1N1558 229K 
1N1559 71229 J1 
1N1563 K 208A 
1№1613 71304 
1№1613А 1304 
1№1614А Д243Б 
INIGI5A Д246Б 
1№1616 Д248Б 
1N1617 K 208A 
1№1616А Д248Б 
1N1621 71242 
1№1623 Д245 
1N1624 11246 
1N1632 КД104А 
1N1645 T1229 K 
1N1647 K 1205/1 
1N1649 T1229K 
1№1651 Д229Л 
1N1694 Д229к 
1№1695 712291 
IN 1703 КД204Б 
1141706 КД205Е 
1 №1709 КД205Г 
1N1710 КД205В 
1 №171 КД205В 
{ №1712 КД205А 
1 №1764 КД205А 
1№1765 KC456A 

1№1765А KC456A 
1N1844 102 
141849 КД104А 


200 


155 
157 
160 


160 


161 
149 


152 
150 
156 


160 


153 
157 
161 
148 
151 
154 
157 
159 
160 
153 
161 
153 
156 
158 
161 
158 
176 
176 
176 
147 
148 


141927 
141984 
1 №1984 А 
1N1984B 
1N1985 
IN1985A 
IN1985B 
IN1986 


1N1986A 
1N1986B 
IN1988 

IN1988A 
141988 В 
141989 

11989 А 
141989 В 


141990 
IN1990A 
1N1990B 
IN2023 
1N2025 
IN2069A 
1N2070 
1N2070A 


1N2073 
1N2080 
1N2082 
1N2083 
1N2084 
1N2085 
1N2086 
1N2091 


1N2092 
1N2093 
1N2094 
1N2104 
1N2105 
1N2106 
1N2107 


_ 1N2230 


11\2230А 
1N2231 
1N2232 
1N2232A 
IN2233A 
1N2234 
1N2234A 
1N2235 


1№2235А 
1N2236 
1N2237 
IN2237A 
1N2238 
1№2238 А 
1N2239 
1№2239А 


1N2246 
IN2246A 
1N2247 
1№2247 А 
1N2248 


KC139A 
KC168B 
KC168B 
KC168B 
KC182A 
KC182A 
KC182A 
KC210B 


KC210B 

KC210B 

КС215Ж 
КС215Ж 
KC215)K 
KC2182K 
KC218)K 
KC2182K 


KC2229K 
KC2222K 
KC222)K 
71245 
71246 

К JL 205J1 
Д299Л 
Д299Л 


Д229Ж 
КД204В 

КД205Г 

КД205В 

КД205Б 

КД205А 

КД205Ж 
229K 


КД205Л 





3 


172 
173 
173 
173 
174 
174 
174 
174 


174 
174 
175 
175 
175 
175 
175 
175 


176 


151 
154 


159 
150 
154 
154 


155 


155 
155 
157 
157 
157 
160 
160 
160 


150 
162 
162 
162 
163 
163 
163 
163 


150 
150 
150 
150 
152 


1N2252 


1N2252A 
1N2253 
1№2253А 
1N2254 
1N2254A 
1N2255 
1N2255A 
1N2256 


1N2256A 
1N2257 
1N2257A 
1N2258 
1№2258 А 
1№2259 
1№2259А 
1N2260 


1N2260A 
1N2261 
1N2289 
1№2289А 
1№2290 
1N2350 
1N2373 
1N2374 


1N2391 
1N2400 
1№2409 
1№2418 
1N2482 
1№2483 
1N2487 
1N2505 


1N2610 
1№2611 
112613 
1N2638 
1N2786 
1N2793 
1N2847 
1N2859 


1N2860 
1N2862 
1N2878 
1N2879 
1N3063 
1N3064M 
1N3064 
1N3065 


1N3067 
1N3082 
1№3083 
1№3121 
IN3184 


71242 
Д242 
Д242 
ate 
24 
71243 
243 
7245 


7245 
71245 
7245 
71246 
71246 
71246 
71246 
K 112065 


КД206Б 
КД206Б 
КД206Б 
КД206В 
кКдД206В 
кд206в 
кд206В 
КД210Б 


КД210Б 
КД210Б 
КД208А 
К Д208А 
71304 
71303 
T1211 
M1218 


КД208А 
КД208А 
КД208А 
КД208А 
КД205Л 
712291 
71229J1 
КД!05Г 


д229ж 
КД205Л 
712291 
КД208А 
71243 
71305 

К Д208А 
Д229Ж 


КД205Л 
Д229Л 

КД205И 
КД205И 
КЛ521А 
КД521А 
КД521А 
КД521А 


K 5216 
КД205Г 
КД205Б 
11220 

КД205А 





152 
152 
152 
155 


155 
155 
157 
157 
157 
157 
160 
160 
160 
160 
162 


162 
162 
162 
163 
163 
163 


164 
164 


169 


166 
154 
159 
168 
161 








143193 
143194 
1N3228 
1N3229 
1N3238 
1N3239 
1N3253 
1N3254 


1N3270 
1N3277 
1N3278 
1N3282 
1N3547 
1N3545 
1N3600 
1N3604 


1N3606 
1N3607 
1N3639 
1N3640 
1N3657 
1N3659 
1N3748 
1N3749 


1N3750 
1N3827 
1N3827A 
1N3873 
1N3873H 
1N3954 
1N4008 
1N4099 


1N4147 
1N4149 
1N4148 
1N4305 
1N4364 
1N4365 
1N4366 
1N4367 


1N4437 
1N4438 
1N4439 
1N4446 
1N4447 
1N4448 
1N4449 
1№4454 


114531 
1N4622 
1N4624 
1N4655 
1N4686 
1N4688 
1N4734 
1N4817 


1N5209 
1N5216 
1N5217 
1№5318 
1N5392 


КД205Л 
12291 
КД205Г 
КД205А 
112292K 
КД205Л 
K71205J1 
112291 


712465 
K 1205/1 
T2291 
M1218 
12291 
КД205Г 
КД509А 
КД521А 


КД521А 
КД521А 
КД205Л 
Д229Л 

Д246Б 

КД205Л 
КД205Г 
КД205Б 


КД205Ж 
KC456A 
KC456A 
КД509А 
КД509А 
КД509А 
МДЗБ 
КС168А 


КД50ЗА 
KJI521A 
КД521А 
КД521А 
712292K 
K 2051 
Д229К 
71229J1 


71246 
КД206В 
КД210Б 
КД521А 
КД521А 
КД521А 
Д521А 


КД521А 


КД521А 
КС139А 
KCI47A 
KC456A 
KCI39A 
KC147A 
KC456A 
K 208A 


112235 
КД205Б 
КД205Ж 


КДБ21А 
КД203А 


Продолжение 





155 


153 
161 


154 
155 
159 


160 
155 
159 
149 
159 
154 
167 
170 


170 
170 
155 
159 
160 
154 
150 
158 
163 
176 
176 
167 
167 
167 
165 
173 


166 
170 
170 
170 
151 
154 
157 
159 


161 
163 
164 
170 
170 
170 
170 
170 


170 
172 
172 
176 
172 
172 
176 
152 


147 
158 
162 
170 
152 


201 


IN4153 
№5151 
15720 
1P644 
1P647 
1T502 
1T506 
15032 


15034 
1541 

1543 

1S101 
1$103 
1$113 
15148 
1$162 


15163 
15164 
15165 
15307 
15313 
15314 
15315 
15421 


1$423 
1$427 
1$473 
15544 
1$558 
1$559 
1$1219 
1$1220 


151230 
1$1231 
151232 
151473 
151763 
151943 
151944 
11504 


11505 
21502 
21504 
21505 
21506 
3C15 

3T502 
4T502 


72 
7Е1 
‚Л 
10F5 
10R6B 
10R 10B 
14P2 
20S5 


2452 
75R 2B 
100D10 
100K10 
2G 8 


202 


КД521А 
КД521А 
KJ1503A 
Д229В 
Д229Е 
КД205Г 
КД205Ж 
КД205Л 


Д229Л 
КД205Л 
22901 
КД205Л 
71229 Л 
Д229Е 
71229K 
11243 


74245 

24246 

КД206Б 
18 


КД205В 
КД205Б 
КД205БА 
11243 


71246 


K 45216 


КД205Б 
КД205А 
КД205Ж 
КД5ЛГ 
КДЖ%5Б 


° КД205Б 


КД205Ж 
КД205Б 


КД205А 

КД205Г 

КД205Б 

КД205А 
КД205Ж 
71203 

К Д205Г 

КД205Г 


КД205Л 
Д259Ж 
71229 K 
71304 
71211 
МД218 
712235 
KJ 2050 


742235 
КД205Л 
МД218 
M1218 
КД205Л 


170 
170 
166 
150 
158 
154 


154 


155 
157 


Продолжение 








1 2 3 
366D 712435 155 
367B 7242 153 
616C 71102 147 
618С 101 147 
30AS КД2)5В 156 
30F5 Д245Б 157 
30$5 КД205В 156 
366M 72485 163 
366Е Д245Б 157 
366H Д246Б 160 
366K 12475 162 
367D 7243 155 
367H 7246 161 
11R4S _ Д246 161 
367K КД206Б 162 
367M КД206В 164 
3T504 K 12055 158 
3T505 КД205А 162 
40109 Д242 153 
40110 Д243 156 
40111 Д245 157 
40112 Д246 161 
40113 КД206Б 162 
40114 КД206В 164 
40115 КД210Б 164 
407K Д247Б 162 
407М Д248Б 163 
408М К Д205Ж 163 
408К КД206Б 162 
408М КД206В 164 
408Р КД203Г 164 
4085 КД210Б 164 
40AS КД205Б 158 
40$5 КД205Б 158 
4Д4 Д229Е 158 
408 Д229Л 159 
4T 503 К Д205В 156 
4T504 КД205Б 158 
4Т505 КД205А 162 
4Т505 КД205Ж 163 
50А$ КД205А 161 
50J2P КД206Б 162 
50Е5 Д247Б 162 
50J2P КД206Б 162 
.533 К Д205В 156 
-5J4 К 12055 158 
50LF Д247Б 162 
50M КД205А 162 
50$5 КД205А 162 
5Д4 Д246Б 154 
.5ЕЗ КД205В 156 
-5E4 K 12055 158 
.5Е5 КД205А 161 
‘DEG КД205Ж 162 
556 КД205Ж 162 
5МА4 Д246Б 154 
5РМ4 Д246Б 160 
5El Д299жЖ 151 
5Е2 КД205Г 153 
5MA2 КД205Л 154 
5PM6 712485 163 


Продолженив 








1 2 | 3 | 1 2 3 
6 OAS КД205Ж 162 B3B9 J1.2292K 150 
6 OF5 2485 163 B3Cl К Д205Л 154 
6 OLF Д248Б 163 ВЗЕ1 42465 160 
60M К Д205Ж 163 B3E5 Д246Б 160 
6 055 КД205Ж 163 B3E9 712465 160 
6 2R2 F243 155 B80C300 K 112045 153 
64R2 T1246 161 B250C300 K Д205И 164 
654С9 KCMI190A 161 BA128 КД103ЗА 147 
6682 КД206В 163 ВА147/220 Д207 148 
66625 КД206В 163 BA 147/300 71.208 148 
68R2 КД210Б 164 BA179 11102 147 
68R2S КД210Б 164 BAWI4 Д296В 148 
.7ЕЗ Д229К 156 BAWI4TF24 Д226В 148 
.7Е4 712291 159 BAW62 К JU521A 170 
-733 д229К 156 BAW63A кД521Г 166 
-734 71229J1 159 BAX63A K 15216 166 
A106 Д229Ж 151 ВАХ80 КД509А 167 
А121-14 К Д208А 151 ВАХ9!С/ТЕ102 | КД57А 170 
A132-1t КД208А 151 ВАХ95/ТЕ600 КД521А 170 
А168-11 КД208А 151 BAY21 71226B 148 
A2A4 K71204B 151 BAY38 K 509A 167 
А2С4 КД205Г 153 BAY63 K {509A 167 
A2D1 д259К 156 BAY74 Д 509А 167 
А205 Д229К 156 BAY89 кД105В 149 
A2D9 J1229K 156 BLVA168 KCI168A 173 
A2E1 72291 159 ВТУА168 В КС168А 173 
A2E3 Д229Л 159 BLVA168C KCI168A 173 
A2E4 КД205Б 158 BLVA468 КС168 А 173 
A2E5 712291 159 BLVA468A KCI68A 173 
A2E9 д229Л 159 BLVA468B KCI68A 173 
A2F4 КД205А 161 BLVA468C KC168A 173 
АЗС! КД205Л 154 В$А71 K {509A 167 
A3C3 K 11205 JI 154 BR22 КД205Г 153 
АЗС5 ROOST 154 BR24 K 12086 158 
A3C9 КД205Л 154 BR41 Д229Ж 151 
АЗР1 Д229К 156 BR42 КД205Л 154 
A3D3 Д229К 157 |1 BR44 7,246B 160 
A3D5 J1229K 157 ВК81Д КД208 А 151 
A3D9 T1229K 157 BRIOLA 242 153 
A3El 712465 ‚ 160 ВЮ102А 71243 155 
A3E5 Д246Б 160 ВК104А Д246 160 
A3E9 12465 160 BRIOLA Д242 153 
A300 71229 К 157 ВК!06А КД206В 163 
AAI13P Tl 01 147 BR205 КД204В 150 
AA137 Дэв 147 ВУУ67 Д245 157 
ААУЗ2 311 166 BYY68 T1245 157 
АД150 Д223В 147 BYI18 512455 157 
AE150 712235 148 BY157 K д105Г 157 
AAZI15 ДЗ12А 169 ВУХ42/300 245 157 
AM12 Д229В 150 ВУХ 42/600 КД206В 163 
АМ42 71299E 158 BY X 60—400 Д229Е 158 
AMO030 Д229К 157 BZ346C3V3 KC133A 172 
AM410 Д229В 150 BZX55C3V3 KC133A 172° 
AZ6,8 KC168B 173 BZY56 KCI47A 172" 
B2D1 J1229K 156 BZX83C3V3 KC133A 172: 
B2D5 229K 156 BZY 85B3V3 KC133A 172 
B2D9 Д229К 156 BZY 83C4V7 KCI47A 172 
B2El 229J1 159 BZY83D4V7 KCI47A Но 
В2Е5 229 Л 159 BZY85C4V7 KCI47A 172 
B2E9 229J1 159 BZX29C4V7 -KC447A 176 
B3B5 T1229 K 150 BZX85C4V7 “ “KC447A 176" 





BZX29C5V6 


СЕК500В 
GD72E3 
GD72E4 
GD72E5 
GPM2NA 


G1010 
СС 841 
COD1531 
COD1555 
COD1556 
CTN100 
CTP100 
CY40 


KC456A 
1246 
T1102 
T1293A 
102 
ЗА 
КД205Л 
K 712050 


К Д105В 
КД!05В 
КД105Г 
КД205Е 
Дэв 
Дэв 
Дэв 
2B 


Д242 
KJ1503B 
Д229Ж 
КД205Е 
ДЖ 

К Д208А 
К 208A 
Д246Б 


д101 
КД205Г 
712292K 
КД205Г 
КД205Б 
K 712055 
112465 
112465 


7242 
71246 
71229 2K 
КД205Л 
712258 
71209 


~ 209 


71208 


304 
7.24565 


71305 
71.242 
245 


ДОГ 


K 12105 
КП205Б 
КД205Ж 
К Д205Б 
71304 
Д245Б 
КД509А 
Д245Б 
Д242 


154 


149 
149 
149 
16] 
147 
147 
147 
147 


153 
165 
151 
161 
148 
152 
152 
160 


147 
153 
151 
154 
158 
158 
157 
160 


153 


148 


153 


F2H3 
FIK3 
F2M3 
F2N3 
FD600 
FDN600 
FPZ5V6 
©6512 


61010 
G3010 
G4010 
нД$9003 
НД$901 
НМО 844 
HMG 662 
HMG 662A 


HMG663 
HMG904 
HMG904A 
HMG907 
HMG907A 
HMG 3596 
HMG 43822 
HMG626A 


HMG4150 
HMG4319 
HMG 3064 
HMG3598 
HMG3600 
HMG 2873 
НК9 
Н$2039 


Н$7033 
HS9010 
HS9501 
HS9504 
HS9507 
-JE2 
HS033A 
HS033b 


LAC2002 
LDD5 
LDDI10 
1.2015 
1.0050 
LR33H 
M14 
мВ 


M1B5 
M1B9 
M4HZ 
M500B 
M500C 
M68 
M69C 
M69C 
M70B 


Продолжение 


bo 


K 12065 
112485 

КД203Г 
КД210Б 
КД571А 
КД521А 
KC456A 
712485 


74242 
71245 
71.246 

К Д509А 
K 5210 
712205 
712206 
71.2205 


Д220Б 
КД52Г 
КД521Г 
КД521Г 
ДБ21Г 
К 5210 
КД509А 
Д220 


КД509А 
КД521А 
КД521А 
КД521А 
КД 509А 


КД509А. 


Д818А 
КС!39А 


KC133A 
КД52Г 
К Д521А 
КД521А 
КД 521 А 
КД205Л 
KC133A 
KC133A 


KCI47A 
K 15215 
K 15215 
K 715215 
КД571Б 
KC133A 
712298 

KJ 208A 


КД208А 
К /Д208А 
Д299Е 





16.2 
163 
164 
164 
170 
170 
176 
163 


153 
157 
161 
168 
166 
171 
171 
171 


171 
166 
166 
166 
166 
166 
163 
168 


168 
170 
170 


168 
168 
174 
172 


172 
166 
170 
170 
170 
154 
172 
172 


173 
169 
169 
169 
169 
172 
150 
151 


151 
151 
158 
161 
161 
151 
154 
153 
148 


1 2 | 3 | 1 2 3 

M70C КД205Б 158 MMC1001 КД521А 171 
M7IB КД105В 149 || MMC1002 ДНА 171 
M72B КД105Г 149 MMC1003 КД521А 171 
МА215 КД205Б 158 | MMC1004 КД521А 171 
MA231 Д242 153 | MMC1005 КД521А 171 
MA232 Д243 155 | MMC1007 КД521А 171 
MA240 1243 155 || MR47C-H KCI47A 173 
MA4303 КД509А 168 MR80 МД217 149 
MA4304 КД509ЭА 168 MR90 МД218 149 
MA4305 КД509А 168 MR100 МД218 149 
MA4306 КД509А 168 MR 1337-2 Д229Ж 151 
MA4307 КД521А 170 MR1337 -4 Д229к 157 
MA4308 KJi521A 170 MR1337-5 Д229Л 160 
MB236 КД208А 151 М $5 Д305 150 
MB253 Д229К 156 MTO020A КД205Г 153 
MB254 7229 J1 159 | MT030 КД205В 156 
MB258 Д229Ж 151 MTO030A КД205В 156 
MB259 КД205Г 153 | Мто40 КД205Б 158 
МВ260 КД205Л 154 MTO040A КД205Б 158 
MB261 КД205В 156 MT050 КД205А 161 
MB262 Д229К 156 МТо50А КД205А 161 
MB263 K 12055 158 MTO060 КД205Ж 162 
MB264 Д229Л 159 MTO60A КД205Ж 162 
MB265 КД205А 161 MT14 Д229В 150 
MB267 КД205Ж 162 | MT44 Д229Е 158 
MB270 Д229Ж 151 MT458 712235 147 
MB271 КД205Л 154 || MT462A КД10ЗА 147 
MB272 999K 156 MT705 КД521Б 169 
MB273 Д229Л 159 MZ4A КС147 А 173 
MC030 Д226В 148 MZ6A КС168А 173 
МС030А 71226B 148 | MZ1009 Д818А 174 
МС51 Д226В 148 | М74622 KC139A „172 
MC52 КД521А 170 | Mz4624 КС147А 172 
MC53 K/521r 167 | MZC3 KC133A 172 
MC55 КД521Б 169 P2K5 71210 149 
MC58 `КД509А 168 P2M5 7211 149 
MC59 K 15215 169 P4F5 КД204Б 153 
MC108 КД509А 168 P4H5 TK 148 
MC433 КД5?1А 170 РАНЕ Д246Б 161 
MC903 КД509А 168 P6HZ КД206В 163. 
MC903A КД509А 168 || P8HZ КД210Б 164 
MC905 КД521Г 167 Р4К5 КД205Е 161 
MC905A КД521Г 167 P4M5 КД105В 149 
MC906 K 5210 167 P5D5 Д229В 150 
MC906A КД52И` 167 P5D5 Д229Е 158 
MC908 КД509А 168 P6F5 КД205Г 153 
MC908A КД509А 168 P6K5 КД205А 161 
MC5321 КД521Г 168 || P6M5 КД205Ж 162 
MC6010A КД168А 173 P7G5 229K 156 
MC6015A 811 175 P7H5 Д246Б 160 
МСРО521А КД521Б 169 P100A Д229Ж 151 
MCPD521B КД521Б 169 P100B K 208A 152 
MCPD521C КД521Б 169 Р150В КЛ208А 152 
MGD73 КД521А 171 P400A 012291 159 
MGLA39A, B KCI39A 171 P200A КД205Л 155 
MHD611 КД521А 171 P665 КД205В 156 
MHD612 КД571А 171 P1010 11242 153 
MHD614 КД521А ‚ 171 P2010 71243 155. 
MHD615 КД521А 171 P3010 7.245 157 
MHD616 КД509А 168 P5010 КД206Б 162 
MK39C-H KCI39A 172 P8010 КД210Б 164 





Продолжение 





205 





Продолжение 


1 2 | 3 | 1 9 3 

РА05 Д305 150 | R616 КД206В 164 
РО!16 МД218 149 | 6718 КС218Ж 175 
PD126 712205 171 | RZ22 KC2229K 175 
PD127 TI312A 169 || 627 KC21 1K 175 
PD133 10! 147 || S1,5—0,1 КД208А 152 
PD910 71209 148 || S2QA—12 Д243 155 
PD911 T1210 148 || S2E60 КД205Ж 162 
PD912 211 149 || $5А1 Д304 152 
PD914 MJi217 149 || S5AQ Д243Б 155 
PD9I6 M1218 149 || S5A3 Д245Б 157 
PD915 МД218 149 S5A6 712485 163 
РО6004 А КС139А 172 || $5АМ!2 КД206Б 162 
PD5006A КС!47А 173 | $6АМ!2 КД206В 164 
PD6010 КД206В 164 || $7АМ12 КД203Г 164 
PD6010A KCI68A 173 | S8AN12 КД210Б 164 
PD6045 KC139A 172 | $15 КД205А 161 
PD6047 КС147А 173 | $18 КД205А 161 
PD6051 KCI68A 173 | SI8A КД205А 161 
PD6056 1181! 175 || $19 ДЖ 148 
PD6202 KC147A 173 | $20-06 Д248Б 163 
PD6206 KC168 173 | S23A КД205Ж 162 
PE10 A304 152 | $26 Д229к 157 
PE20 72435 155 || $28 КД105Г 149 
PE40 12465 160 | $30 КД205Ж 162 
PE60 Д248Б 163 || $31 205В 156 
PT520 КД205Л 154 | $83 ЭК 157 
PS120 КД205Г 153 || S92A КД205Л 154 
PS130 КД205В 156 || $101 КД205Г 154 
PS140 КД205Б 158 || $106 ДЖ 148 
PS150 КД205А 161 | $205 Д210 149 
PS!60 КД205Ж 162 || $206 Д211 149 
Р5440 Д229Е 158 | $208 M217 149 
PS632 Д226В 148 | S210 МД218 149 
PS633 71226B 148 | $219 ДЖ 148 
PS2415 211 149 | S222 КД205Г 154 
PS2416 МД217 149 | $223 KJ1205B 156 
PS2417 МД218 149 || $234 КД105Г 149 
PT530 Д259К 156 || $252 КД205Г 154 
РТ540 Д229Л 159 | $258 КД205В 156 
G6HZ КД206В 163 || S206 КД105Ж 163 
G8HZ KJ1210B 164 || $125 КД206В 164 
06010 КД206В 163 || $427 КД210Б 164 
G8010 КД2!0Б 164 $65250 КД509А 168 
Q12-200C КД521Д 165 $2Е20 КД205Г 153 
012-200 КД52Д 165 $17 КД205Г 153 
Q12-200T КД521Д 165 | ЗЛ04Е, К Д242 153 
12-300 КД521!Д. 165 $0 До 147 
12-300А КД521Д 165 SDIA КД205Ж 162 
Q12-300B КД521Д 165 $0172 КД205Г 154 
GP330 КД521Г 165 | SD9IA Д229Ж 151 
GP350 КД509А 167 || SD92A КД205Л 155 
P360 KJ15215 169 || $Е05В КД205Ж 162 
$5100 КД509А 167 || $093 Д229к 157 
РХ50 71220 168 || $Л03Е ‚ К 71304 152 
PX100 712206 171 SJ204E, K 71243 155 
R421 71243 155 || SFD43 КД521Г 167 
R602 1243 155 || SFD83 КД521Г 167 
R604 71246 161 SE05S КД205Г 153 
R КД206В 164 | SE1.5SS КД208А 152 
R612 11243 155 || SV134 Д811 175 
R614 71246 16! SVM9021 Д818А 174 


Продолжение 











1 | 2 | 3 | 1 | 2 3 
$G5200 КД521А 171 7165,6 КС156А 173. 
$95260 КД521А 171 ИСИ ДЗ 175 
SG203E, К 212435 155 || Z1D6,8 КС168 А 173 
SM20 КД205Л 155 Z1C6,8 КС168 А 173 
$М230 Д229К 156 || 7443,3 KC433A 176' 
SL3 Д245Б 157 Z4A3,9 KC439A 176 
SW05B КД205Ж 162 | 7444,7 КС447А 176 
SW05S КД205Г 153 || 7483,9 KC439A 176 
SW1SS K Д205Л 155 | Z4B4,7 KC447A 176: 
SWIS д229Ж 151 Z4C3,3 KC433A 176 
$\131 Д818А 174 Z4C3,9 KC439A 176 
SVM905 TLSI8A 174 744,7 KC447A 176 
SVM9I Д818А 174 | 74Д3,3 ‚ KC433A 170. 
SVM9010 TL818A 174 75 13,3 KC133A 172 
$УМ9011 818A 174 | 75A3,3 KC133A 172 
SVM9020 Д81ЗА 174 7583,3 KC133A 172 
$29 Д8!3А 114 | 2563,3 КС133А 172 
$711 T1811 175 | 77,5 KCI70A 174 
ТЕ24 Д226В 148 | 29/1 КС191А 174 
TK20 КД205Л 155 || 710 KC210B 174. 
TK40 12997 159 | 71 KC21IDK 175 
TMD45 Д207 148 715 КС215Ж 175 
TS! “TL2299K 151 Z22 КС229Ж 175 
TS2 КД205Л 154 | 7524 Д209 148 
TS4 229Л 159 ZC53 226B 148 
UP 12069 rete 154 | ZS123 112968 148 
UP12070 712291 159 | ZF3,3 KCI33A 172. 
UP12070A 72291 159 | ZG3,3 KC133A 172 
UR215 71303 153 || ZP3,3 KC133A 172 
UTI12 Д229Ж 151 ZRII КД208А 152 
UTI13 K J1205J1 154 ZRIT КД208А 152 
UT114 Д229К 156 || ZR20 (1305 150 
UTI15 712291 159 ZR61 J12299K 15) 
UT212 71229K 156 || ZR62 КД205Л 154 
UT213 Д229Л 159 | 2663 J1229K 156 
URE100X 71304 152 || ZR200 Д305 150 
ОКЕ100Х Д304 152 ZS30A K1204B 150 
URG100X 71304 152 | ZS30B КД204В 150. 
Х$10 Д229Ж 151 7591 Д207 148 
Х$17 КД205Л 154 || 7522 Д208 148 
71550 KCI56A 173 || ZS24 Д209 . 148 
71555 КС156 А 173 | 75140 КД512А 165 
21560 KCI56A 173 | 75171 Д229Ж 156. 
71565 КС156 А 173 7$172 _КД205Л 154. 
71570 КС156А 173 || 75271 КД208А 152. 
Z1A5,6 КС156А С И А KCI75A 74 
71Аб,8 КС!68 А 173 | 7710 КС210Б 175°: 
РА Д811 175 | 7713 КС213Б 175 
7185,6 ` КС156А | 173 | 7209 ° КС229Ж 176. 
7186,8 . КС168 А 173 | 7715 КС215Ж 175 
ВИ Д811 175 | 
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